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Vague A : Campagne d’évaluation 2014 - 2015 
 

Unité de recherche 
 

Dossier d’évaluation 
 

 
N.-B. : On renseignera ce dossier d’évaluation en s’appuyant sur l’ « Aide à la rédaction du dossier 
d'évaluation d'une unité de recherche ». 
 

Nom de l’unité : Institut de Microélectronique Electromagnétisme et Photonique-Laboratoire d’Hyperfréquence 
et Caractérisation 
Acronyme : IMEP-LaHC 
Nom du directeur pour le contrat en cours : Gérard Ghibaudo, Jean-Emmanuel Broquin (depuis le 01/01/2014) 
Nom du directeur pour le contrat à venir : Jean-Emmanuel Broquin  
 
Type de demande :  
 

 
Renouvellement à l’identique !  Restructuration □   Création ex nihilo □ 

 
Choix de l’évaluation interdisciplinaire1 de l’unité de recherche : 
 

 
Oui   □                       Non !   

 

DOSSIER D’EVALUATION 

1 Présentation de l’unité 

Comme son nom l’indique, l’IMEP-LaHC est un laboratoire issu de la fusion de l’Institut de 
Microélectronique, Electromagnétisme et Photonique (IMEP) et du Laboratoire d’Hyperfréquence et 
Caractérisation (LaHC). Créée en 2007, cette entité est localisée sur deux sites distants d’environ 70 km. A 
Grenoble, le laboratoire est hébergé dans un bâtiment de Minatec loué au CEA tandis qu’à Chambéry, il est 
situé sur le campus du Bourget-du-Lac dans des locaux appartenant à l’Université de Savoie. Unité Mixte de 
Recherche (n°5130) depuis sa création, l’IMEP-LaHC a pour tutelles l’Institut Polytechnique de Grenoble (G-
INP), l’Université Joseph Fourier (UJF), l’Université de Savoie (UdS) et le CNRS.  

Bien que récemment créé, le laboratoire s’inscrit dans une longue tradition du site concernant l’étude 
des composants, dispositifs intégrés et systèmes qu’ils soient électroniques, éléctromagnétiques ou 
photoniques. Ces travaux sont menés à bien en interaction constante avec l’environnement socio-économique 
et scientifique des deux sites, comme en témoigne l'historique du laboratoire rappelé sur la Figure 1. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 L'évaluation interdisciplinaire concerne les unités de recherche dont les activités relèvent au minimum de deux disciplines 
appartenant à des domaines scientifiques différents (SHS, ST, SVE). 
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Figure	  1	  :	  généalogie	  de	  l’IMEP-‐LaHC	  montrant	  l’historique	  des	  fusions	  ainsi	  que	  les	  actions	  fédératives	  

menées	  en	  parallèle,	  avec	  le	  CEA	  et	  les	  laboratoires	  universitaires	  Grenoble/Rhône-‐Alpes.	  

Ainsi, dès le début des années 1970, les trois piliers thématiques du laboratoire sont identifiés : la 
microélectronique avec le LPCS, la photonique dans l’équipe GEMEO de l’ENSEGP et les microondes au LEM. 
Avec l’évolution des technologies, de nombreuses synergies sont apparues entre ces trois activités qui ont 
entraîné les créations successives du LEMO, de l’IMEP et finalement de l’IMEP-LaHC. Aujourd’hui, le laboratoire 
mène à bien des recherches dont les dispositifs intégrés constituent le centre de gravité. Y sont notamment 
associés des recherches dans les domaines des microtechnologies, des modèles et des outils de conception pour 
la réalisation des composants, des techniques de caractérisation et d’extraction de paramètres pour l’analyse 
de leur fonctionnement et de leurs performances, des microsystèmes et des systèmes pour les aspects 
intégratifs. Ces études et recherches s'étendent depuis la physique des composants jusqu'aux systèmes 
télécoms, en passant par la microélectronique, les radiofréquences, l'optoélectronique, les capteurs, le 
photovoltaïque et les supraconducteurs… Cette variété des thématiques abordées fait la richesse de l’IMEP-
LaHC mais elle reste néanmoins dans le cadre cohérent des activités dites de « physique appliquée » ou de 
« physique de l’ingénieur » telles qu’elles sont décrites par les sections 08 du CNRS (INSIS) et 63 de la CNU 
auxquelles la quasi-totalité des membres du laboratoire sont rattachés.  

1.1 Politique scientifique 

1.1.1 Missions de l’IMEP-LaHC 

Les activités de recherche de l’IMEP-LaHC sont dédiées aux composants et circuits intégrés au sens large 
du terme, en allant de la physique du dispositif jusqu’aux systèmes. Elles couvrent un spectre très large allant 
de la microéléctronique CMOS à la photonique en passant par les ondes millimétriques et térahertz. Elles 
concernent aussi bien des recherches en micro- et nano-technologies, qu’en conception de circuits, 
microsystèmes et systèmes ou qu’en caractérisation de ceux-ci. Ainsi, impliqués dans toutes les étapes de la 
mise au point de nouveaux dispositifs, les chercheurs et enseignants-chercheurs de l’IMEP-LaHC peuvent mener 
à bien des recherches interdisciplinaires en étroite collaboration avec leurs partenaires plus en amont tels que 
les nano-physiciens ou les chimistes des matériaux, et plus en aval tels que les industriels de la 
microélectronique ou de la photonique. Situé à la convergence entre de nombreuses sciences et technologies 
mettant en jeu l'électronique au sens large du terme, l’IMEP-LaHC veut jouer un rôle fédérateur aussi bien au 
niveau régional (FMNT, MINALOGIC, Pôle ORA) qu’européen (Institut SiNANO) pour mener à bien des projets 
ambitieux concernant les sciences et technologies de l’information du futur. De plus, nous avons amorcé une 
diversification au cours de ce contrat afin d’être aussi actifs sur d’autres enjeux sociétaux majeurs tels que 
l’environnement (Photovoltaïque et capteurs pour le nucléaire, la santé (interaction onde et vivant, 
microsystème d’injection de médicament) ou les transports (Lidar pour l’aéronautique et les trains) à la 
mesure de nos compétences et de nos moyens. 

1.2 Objectifs scientifiques de l’IMEP-LaHC 

Sur le plan stratégique, les objectifs scientifiques de l’IMEP-LAHC pour le contrat en cours ont été 
définis afin de nous positionner comme un des laboratoires français de référence dans le domaine de 
l'électronique, de la photonique et des microondes, en s'appuyant sur les potentialités académiques, 
technologiques et industrielles du sillon alpin. Pour cela, nous avons œuvré à renforcer les activités dans 
lesquelles le laboratoire est bien reconnu nationalement et internationalement, et développer de nouvelles 
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activités dans des thématiques émergentes. Cette stratégie a principalement été menée à bien à travers la 
gestion des profils de recrutement où nous avons cherché d’une part à renforcer les thématiques existantes (S. 
Bourdel et E. Lauga-Larroze en conception de circuits millimétriques, Q. Rafhay en CMOS ultime, A. Cresti en 
simulation) ; d’autre part à intégrer des Chercheurs et Enseignants-Chercheurs apportant de nouvelles 
compétences (A. Kaminski pour le Photovoltaïque, A. Perrin pour les interactions ondes-vivant). 

Sur le plan scientifique, le laboratoire s’est attaché à continuer d’exercer ses activités de recherche 
dans ses domaines d’excellence (micro- et nano-électronique, RF et opto-microonde, photonique et térahertz) 
avec nos partenaires locaux, nationaux et internationaux. Nous avons essayé de maintenir, voire d’augmenter, 
notre taux de publication tout en étant contraints de garder une activité contractuelle importante de façon à 
maintenir un niveau de ressources propres élevé. Une telle politique est indispensable au bon fonctionnement 
du laboratoire en raison d’un soutien financier institutionnel limité (10 % du budget non consolidé). Le 
financement et donc le fonctionnement du laboratoire sont essentiellement assurés par les projets 
subventionnés et contractuels. Nous avons néanmoins tenu à maintenir un bon équilibre entre nos activités 
amont (peu lucratives) et nos activités aval (lucratives mais à court-terme). On se doit cependant de noter que 
les marges de manœuvre afin de proposer et mener à bien des études exploratoires sont de plus en plus 
faibles. 

En ce qui concerne la valorisation et la diffusion de l’information, le laboratoire poursuit sa politique 
active de participation et d’organisation de conférences et d’évènements destinés non seulement aux 
spécialistes mais aussi au grand public, de façon à promouvoir ses résultats et à renforcer son impact aussi bien 
dans la communauté scientifique que dans la société. Il continue de valoriser ses travaux de recherche par des 
créations de start-up, un soutien et un transfert d’expertises aux sociétés issues du laboratoire, un taux de 
dépôt de brevet soutenu sans oublier un partenariat actif avec les grands acteurs industriels des secteurs en 
lien direct avec nos activités de recherche.  

1.3 Structuration de l’IMEP-LaHC 

Les projets scientifiques du laboratoire sont menés à bien dans les trois équipes de recherche définies à 
la création du laboratoire à savoir CMNE, RFHO et PHOTO. Au début du contrat actuel, celles-ci étaient 
organisées en plusieurs sous-équipes (décrites en détails au paragraphe 2) de la façon suivante : 

1) Composants micro-nanoélectroniques (D1 - CMNE) 
CMOS ultime et technologies alternatives, 
Nanostructures et nanosystèmes intégrés, 
Simulation et modélisation, 
Électronique supraconductrice. 

2) Radiofréquence, hyperfréquence et opto-microonde (D2 - RFHO) 
Systèmes de transmission, 
Fonctions RF pour les systèmes intégrés,  
Passifs et interconnexions, 
Electromagnétisme et modélisation. 
Optomicroonde  

3) Optoélectronique THz et photonique (D3 - PHOTO) 
Optique intégrée, 
Optoélectronique THz,  
Capteurs optiques.  

Au cours du quadriennal, un changement des contours des départements a été effectué afin de 
s’adapter à l’évolution des thématiques de recherche. Ainsi, les recherches en opto-microondes se rapprochant 
de plus en plus des thématiques "photonique intégrée" et "optoélectronique THz", le conseil scientifique du 
laboratoire, en accord avec les responsables d’équipe et les chercheurs concernés, a rattaché ces activités à 
l’équipe PHOTO. L’équipe RFHO en a profité pour changer de dénomination et devenir RadioFréquence et 
Millimétrique (RFM).  
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1.4 Profil d’activités 

Le profil d’activité du laboratoire traduit l'implication des membres permanents du laboratoire dans les 
différentes tâches qui leur incombent. Les pourcentages indiqués le sont avec une marge minimum de ±5 % due 
à la difficulté de mettre certaines activités dans une seule case. En effet, l’encadrement d’une thèse CIFRE est 
à la fois de la formation par la recherche et de l’interaction avec l’environnement socio-économique ; de 
même, il est délicat de déterminer dans quelle mesure des fonctions de président d’université (G. Angénieux, 
jusqu’en 2012 ) ou de directeur d’école d’ingénieur (P. Benech) sont considérées comme un appui à la 
recherche. 
 

Unité/Équipe Recherche 
académique 

Interactions avec 
l'environnement 

Appui à la 
recherche 

Formation par 
la recherche Total 

Ensemble 50% 20% 10% 20% 100 % 

dont équipe CMNE 50% 20% 10% 20% 100 % 

dont équipe RFM 50% 20% 10% 20% 100 % 

dont équipe PHOTO 50% 20% 10% 20% 100 % 
 

D’une façon globale, le laboratoire consacre la majorité de son activité à faire de la recherche 
académique. Le dynamisme de l’environnement industriel grenoblois et régional, et notre intégration dans 
celui-ci, fait que nos interactions avec cet environnement sont relativement élevées (essaimage, expertise, 
conventions CIFRE, contrat de recherche etc.). En ce qui concerne l’appui à la recherche, nous sommes 
beaucoup sollicités et nous répondons à la mesure de nos moyens sachant que notre laboratoire est 
essentiellement composé d’enseignant-chercheurs. Néanmoins, nous faisons partie du Directoire de MINATEC 
(M. Mouis), des différentes instances des pôles de compétitivité MINALOGIC (J.-E. Broquin) et TENERRDIS (A. 
Kaminski), le président de la CNU 63 est issu du laboratoire (Ph. Benech) et nous avons créé puis coordonné 
l’institut européen SiNANO qui associe actuellement 22 laboratoires de 12 pays Européens (F. Balestra). A tout 
ceci, s’ajoutent bien sûr les charges plus génériques assurées par les membres du laboratoire. Ainsi, au cours 
de ce contrat, nous avons compté dans nos rangs, entre autres : un président d’université, deux VP de 
Grenoble-INP, un directeur d’école d’ingénieur, plusieurs chefs de département d’IUT, etc. Finalement, notre 
implication dans la formation par la recherche est particulièrement forte grâce aux nombreux doctorants 
accueillis par le laboratoire (environ 80 sur une année) ainsi que notre contribution au pilotage du master 
Optique et Radiofréquence et notre participation aux conseils de l’école doctorale EEATS. 

1.5 Organisation et vie de l’unité 

1.5.1 Structure de l’unité 

Comme nous l’avons déjà précisé précédemment, l’IMEP-LaHC est structuré en trois équipes de 
recherche : CMNE, RFM et PHOTO. Chaque équipe peut selon ses besoins utiliser les moyens du laboratoire qui 
sont organisés en plateformes mutualisées. Au nombre de cinq, celles-ci sont détaillées dans l’Annexe 3 de ce 
document et couvrent tous les domaines d’activité du laboratoire (micro-fabrication en salle blanche, 
caractérisations électrique, RF, Photonique et Caractérisation Hyper et Electrique). Les plateformes sont 
gérées et maintenues par le personnel technique du laboratoire qui n’est pas affecté à une équipe de 
recherche mais à une ou plusieurs plateformes. L’ensemble des plateformes est piloté par la direction du 
laboratoire. Le laboratoire dispose de plus d’un service administratif (finances, RH, secrétariat et 
communication). Ce service administratif a été profondément restructuré au cours de la période évaluée. 
Auparavant supervisé et géré au quotidien par la direction du laboratoire, il est aujourd’hui sous la 
responsabilité de la responsable administrative du laboratoire. Finalement, un service informatique composé 
de deux informaticiens gère et maintient l’ensemble de nos systèmes d’information. L’organigramme 
fonctionnel de l’IMEP-LaHC résumant toutes ces informations est disponible en Annexe 4. 

1.5.2 Evolution des effectifs 

Le Tableau 1 présente un état des personnels permanents du laboratoire au début et à la fin de la 
période évaluée. On peut voir que le nombre d’enseignant-chercheurs et de chercheurs a légèrement 
augmenté tandis que la population des personnels techniques est restée globalement constante. Néanmoins, 
lorsqu’on regarde dans les détails, on s’aperçoit que certains de ces recrutements n’étaient en fait que des 
remplacements de départ à la retraite du précédent contrat (départs de J. Brini et de P. Gentil à G-INP, 
compensés par les recrutements de Q. Rafhay et A. Kaminski) ou des recrutements en « biseau » afin 
d’anticiper un départ à la retraite sur le prochain contrat (recrutement de S. Bourdel par anticipation du 
départ de J.-M. Fournier). De fait, les gains réels en effectif viennent du recrutement d’Alessandro Cresti en 
tant que CNRS, d’Estelle Lauga-Larroze et Gustavo Ardila en tant que MCF à l’IUT1 de Grenoble (UJF), 
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respectivement dans les départements « Mesures Physique » et « Génie Mécanique et Productique ». En ce qui 
concerne les personnels techniques, bien que leur nombre soit resté stable, nous avons effectué une 
modification notable puisque nous avons choisi de ne pas remplacer un départ à la retraite (M. Tacchini) du 
pôle administratif au bénéfice d’un poste technique. Ainsi, sur les deux derniers contrats, le personnel 
administratif du laboratoire a été réduit de 2,5 ETP. Ceci a exigé de nombreux efforts de réorganisation de la 
part des personnels concernés, comme de la direction du laboratoire, afin de maintenir et même d’améliorer 
le service rendu aux usagers. Cependant, le laboratoire a atteint actuellement sa limite basse en potentiel 
administratif et technique, et toute perte supplémentaire de moyen humain pour l’administration entraînerait 
un blocage immédiat de son fonctionnement. 

 
Personnels 
Permanents 
en activités 

Octobre 2009 Juin 2014 
G-INP UJF UdS CNRS Total G-INP UJF UdS CNRS Total 

Professeurs  12 5 3  20 13 5 3  21 
Maîtres de 
Conférences 

13 7 9  29 12 8 10  30 

Directeurs de 
Recherche 

   4 4    5 5 

Chargés de 
Recherche 

   4 4    4 4 

ITA-BIATSS 7 0 3 7 17 7 0 2 8 17 
Sous total des 
personnels 
permanents 

32 12 15 15 74 32 13 15 17 77 

Tableau	  1	  :	  Effectifs	  de	  l’IMEP-‐LaHC	  en	  début	  (oct	  2009)	  et	  fin	  (juin	  2014)	  du	  contrat	  en	  cours	  

1.5.3 Evolution des moyens 

Les recettes du laboratoire, hors salaire des permanents, viennent pour une partie de ses tutelles (~300 
k€/an) et pour le reste des activités contractuelles avec des partenaires institutionnels nationaux (ANR, PEPS, 
FUI etc.), européens (FP7, réseaux d’excellence) et industriels. La Figure 2 présente l’évolution du budget non-
consolidé du laboratoire au cours de la période écoulée. Ce budget a subi la même évolution que celle de 
nombre de laboratoires, il a décru passant d’environ 4,3 M€ en 2009 à 3,3 M€ en 2013 (-23 %). Cette baisse de 
ressource a été gérée non seulement en réduisant à leur minimum les dépenses de fonctionnement subalternes 
(frais généraux, missions, etc.), en retardant ou annulant des investissements, mais aussi grâce à une 
implication remarquable de nos personnels techniques dont la qualité du travail de maintenance a permis de 
prolonger la durée de vie de matériels essentiels à notre potentiel scientifique. 

 
Figure	  2	  :	  Evolution	  du	  budget	  de	  l'IMEP-‐LaHC	  

Bien qu’avec un budget moyen de 3,5M€, l’IMEP-LaHC puisse sembler être un laboratoire « riche », il est 
important de noter que l’essentiel de ce budget est constitué de ressources contractuelles colorées laissant 
peu de marge de manœuvre. Par ailleurs, le laboratoire a des frais d’infrastructure très élevés en raison de 
l’hébergement de sa partie grenobloise sur le site Minatec facturée 350 k€/an par le CEA. Il est nécessaire de 
rappeler que ces frais d'occupation des locaux n'avaient ni été provisionnés ni été prévus ou négociés 
initialement lorsque les tutelles ont décidé d'implanter le laboratoire dans les locaux du CEA. Cette somme, 
supérieure à la dotation annuelle de nos tutelles, ne peut être financée par les contrats institutionnels 
nationaux. Elle nous contraint donc d’une part, à multiplier les contrats « alimentaires » et les prestations de 
service, et d’autre part à privilégier l’implication dans des contrats européens à l’administration relativement 
lourde.  
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1.5.4 Fonctionnement de l’unité. 

Le fonctionnement de l’IMEP-LaHC est régi par le règlement intérieur de l’unité fourni en Annexe 5. 

1.5.4.1 Gouvernance	  

La gouvernance du laboratoire est assurée par trois organes : le bureau de direction, le conseil de 
laboratoire et le conseil scientifique. 

Le bureau de direction a pour composition : 

- Le directeur de l’unité : G. Ghibaudo de 2009 à 2013, J.-E. Broquin depuis le 1er Janvier 2014. 

- Le directeur adjoint délégué au site de Chambéry : J.-L. Coutaz. 

- Le directeur adjoint délégué au site de Grenoble : J.-E. Broquin de 2009 à 2013, A. Kaminski 
depuis le 1er Janvier 2014. 

- Le responsable administratif et financier : J.-E. Broquin de 2009 à 2013, D. Alouani depuis le 1er 
Janvier 2014. 

- Les chefs d’équipe : M. Mouis pour CMNE, P. Ferrari pour RFM et G. Vitrant pour PHOTO. 

Depuis le 1er janvier 2014, le bureau de direction se réunit de façon régulière toutes les deux à trois 
semaines en fonction d’un ordre du jour fixé par le directeur. Il seconde le directeur dans le pilotage du 
laboratoire au quotidien et participe à l’élaboration de la stratégie scientifique du laboratoire. C’est le 
gouvernement du laboratoire. 

Le conseil de laboratoire est composé de membres de droits, de membres nommés et de membres 
élus : 

- Membres de droit : le bureau de direction. 

- Membres nommés : 2 EC ou C, 1 ITA. 

- Membres élus : 4 EC, 3 ITA, 4 « autres chercheurs » .  

La catégorie « autres chercheurs » regroupe les doctorants, post-docs et ATER présents au laboratoire 
depuis plus d’un an. Le conseil de laboratoire constitue le parlement du laboratoire. Il se prononce sur les 
actes de la direction. Les domaines concernés vont des finances (vote du budget, investissements) aux 
problèmes du quotidien (restauration, stationnement…). Le conseil se réunit quatre fois par an, selon un ordre 
du jour fixé par le directeur au moins une semaine à l’avance. Au minimum, un conseil de laboratoire par an 
est organisé sur le site du Bourget-du-Lac. 

Le conseil scientifique est constitué de 18 membres : 

- Membres de droit : le bureau de direction. 

- Membres élus par les collèges correspondants : 

o 3 C ou EC avec leur suppléant par équipe. 

o 2 « autres chercheurs » et leur suppléant.  

o 1 ITA et son suppléant.  

Le conseil scientifique se réunit sur convocation du directeur de laboratoire pour débattre des 
orientations scientifiques du laboratoire telles que la structuration de ses départements, les profils des postes 
de recherche à pourvoir ou l’évaluation interne des recherches du laboratoire. 

1.5.4.2 Animation	  Scientifique	  

L’animation scientifique du laboratoire s’effectue principalement à l’intérieur de ses départements et, 
plus finement, des équipes. Cependant, nous menons aussi de nombreuses actions communes dont les trois 
principales sont :  

- l’organisation de séminaires scientifiques une fois par mois. Les intervenants sont soit externes 
soit internes et les thématiques abordées sont proches de celles du laboratoire. 
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- L’organisation de séminaires scientifiques « exceptionnels » lors de la venue de visiteurs 
étrangers (4 à 6 par an). 

- L’organisation des journées scientifiques du laboratoire. Temps fort de la vie de l’IMEP-LaHC, 
les journées scientifiques sont un évènement de 2 jours qui se déroule hors les murs et pendant 
lequel tous les doctorants du laboratoire présentent leurs travaux devant l’ensemble du 
laboratoire. Moment privilégié d’échange inter-équipe et inter-sites, cet événement représente 
un investissement fort du laboratoire. De plus, dans un souci de formation et d’implication des 
doctorants, ceux-ci assurent totalement l’organisation et la coordination scientifique de 
l’événement (élaboration du programme, choix des tables rondes, des conférenciers invités, 
etc.). 

1.5.4.3 Communication	  :	  

Afin de permettre une bonne interaction entre les différents membres du laboratoire, nous avons mis en 
service, en plus de notre site Internet, un site Intranet qui permet l’échange de données confidentielles et 
sécurisées, la réservation d’équipements de recherche, de salles de réunion mais aussi de places de 
stationnement. Cet Intranet a vocation à se développer vers un système de plus en plus interactif et 
collaboratif. Ce site est accessible depuis peu aux collègues du Bourget du Lac, qui ont ainsi la possibilité 
d'utiliser cet outil de communication et en particulier de pouvoir faire de la recherche bibliographique.  

Une autre action de communication interne qui a été mise en place est la journée d’accueil des 
nouveaux arrivants. Celle-ci permet aux nouveaux entrants d’être accueillis officiellement par la direction du 
laboratoire puis de recevoir les informations principales concernant le fonctionnement du laboratoire. Durant 
ce temps d’accueil, la direction et tous les responsables des plateformes et services viennent se présenter en 
personne. Les contacts humains ainsi créés permettent de raccourcir énormément les temps d’intégration des 
nouveaux personnels. 

Si l’on excepte la participation et/ou l’organisation de Conférences Scientifiques qui font parties des 
missions intrinsèques d’une UMR, la communication extérieure du laboratoire se fait d’une part à travers son 
site Internet ; d’autre part, à travers la participation à des événements tels que les « midis Minatec » 
(conférences de vulgarisation organisées par Minatec), la fête de la Science, les cafés des Sciences (2 membres 
du laboratoire sont présidents d'associations organisant des cafés) etc. Constatant leur faible efficacité et leur 
coût relativement élevé, nous avons décidé de ne plus éditer de plaquette papier, ni d’acheter de « goodies » 
siglés au nom du laboratoire. 

1.5.4.4 Hygiène	  et	  Sécurité	  

La sécurité des personnels du laboratoire est une des préoccupations majeures de sa direction. Celle-ci 
travaille en très étroite collaboration avec les Assistants de Prévention (AP) de chacun des deux sites afin, non 
seulement de mettre en place toutes les mesures de sécurité réglementaire, mais aussi de former les 
personnels et de prévenir les accidents. Il a ainsi été institué un parcours sécurité que tout nouvel arrivant, 
qu’il soit permanent ou stagiaire de 3ième, doit suivre. Géré par l’AP, celui-ci est adapté aux activités de la 
personne concernée. De même, les travaux modificatifs, achats de nouvelles substances ou matériels sont 
soumis à l’étude de l’AP concerné. 

1.6 Faits marquants 

De 2009 à 2013, l’IMEP-LaHC a eu le plaisir de récolter de nombreux fruits de ses recherches 
scientifiques. Parmi ceux-ci certains méritent d’être particulièrement soulignés. 

Equipe RFM 

• Lignes à ondes lentes en technologies CMOS/BiCMOS, ainsi qu’en technologies membrane 
sur nanofils et PCB. Le concept de ligne à ondes lentes permet de manière simultanée de 
réduire la dimension des circuits et d’améliorer leurs performances. RFM a fait évolué ce 
concept en technologies CMOS/BiCMOS, reposant sur des lignes de type CPW, en démontrant 
leur utilisation dans plusieurs dispositifs passifs (coupleurs, diviseurs de puissance, filtres) et 
actifs (amplificateurs de puissance) en bande millimétrique, et en établissant le premier 
modèle électrique équivalent. RFM a également inventé deux nouveaux concepts de lignes à 
ondes lentes, des lignes microruban sur membrane de nanofils, et des guides SIW (« Substrate 
Integrated Waveguide ») à ondes lentes en technologie PCB. RFM se place ainsi comme une 
équipe majeure dans ce domaine, dans un contexte international à forte concurrence. 
L’ensemble des travaux en cours seront poursuivis au cours du prochain quadriennal. 
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• Le papier intelligent : l’industrie papetière est en mutation avec la montée en puissance des 
capacités de production en Asie ou en Europe de l’Est ce qui impose aux industriels nationaux 
de se tourner vers des produits de plus forte valeur ajoutée. Parmi ceux-ci, nous avons travaillé 
sur un concept porteur en vue de réaliser des papiers peints anti WiFi ou anti GSM, mais qui 
laisseraient passer les ondes pour la radio FM, la fréquence des secours, ou encore celle 
des alarmes. En effet, les technologies de communication sans fil sont en plein essor et 
transforment notre environnement. Cela se traduit par une multitude d’ondes 
électromagnétiques (téléphone portable, WiFi, WiMax, Bluetooth, RFID...) que l’on souhaite 
atténuer pour la protection individuelle des personnes mais également des matériels, voire 
pour la sécurité des données. On peut donner comme exemple les salles de spectacles, les 
hôpitaux, ... qui doivent être des zones de « tranquillité » électromagnétique, mais également 
certaines zones de l’habitat que l’on souhaite protéger des ondes, telles que les chambres à 
coucher. La « non-visibilité » des réseaux wifi est également un gage de protection des 
données, et favorise le bon fonctionnement des réseaux et des matériels associés. Une solution 
efficace de protection est la cage de Faraday, très coûteuse, difficile à mettre en œuvre et qui 
filtre la totalité des ondes, ce qui pose problème pour la réception radio, les communications 
des équipes de secours, pompiers... ou la communication des alarmes. Les brouilleurs 
électroniques existent également mais ne vont pas dans le sens d’une « tranquillité » 
électromagnétique, bien au contraire. A contrario, le matériau papier, avec toutes les 
qualités qu’on lui connaît, faible coût, à partir de ressources renouvelables et largement 
recyclées,... peut être fonctionnalisé et assurer le filtrage par l’atténuation ou la réflexion 
des ondes électromagnétiques. Cette technologie donne lieu à de nombreuses applications à 
forte valeur ajoutée. 

Equipe CMNE : 

• Nouveaux concepts de composants électroniques et percées dans l’analyse du transport 
dans les MOSFETs déca-nanométriques. L’exploitation des effets de « body » flottant 
spécifiques aux composants SOI nous a permis de proposer plusieurs concepts de nouveaux 
transistors à pente sous le seuil réduite et de nouvelles mémoires DRAM sans capacité de 
stockage permettant de réduire la consommation et d’augmenter la densité d’intégration des 
circuits intégrés, avec plusieurs brevets à l’appui. Par ailleurs, nous avons réalisé des 
avancées majeures dans l’identification des limitations du transport électronique dans les MOS 
déca-nanométriques, par simulation et par caractérisation électrique, avec le développement 
des outils de simulation quantique, la mise en place d’une nouvelle méthodologie de 
caractérisation par magnétorésistance en champ fort et la mise en évidence de mécanismes 
de diffusion localisés près des source/drain indépendamment des détails architecturaux du 
transistor. 

• Consolidation des activités « More than Moore » avec le transfert industriel réussi d’un 
nouveau microsystème pour applications biomédicales, le démarrage de nouvelles activités en 
photovoltaïque et enfin la quantification des gains en performances qui peuvent être obtenus 
grâce à un nouveau concept de récupération d’énergie mécanique basé sur le remplacement 
des films minces piézoélectriques par des composites à base de nanofils piézoélectriques et la 
mise en place d’une collaboration avec ST (Nano2017) sur ce sujet. Ces résultats extrêmement 
prometteurs motivent pour le prochain contrat quinquennal un approfondissement des effets 
semi-conducteurs dans les nanostructures piézoélectriques avec le développement de 
techniques AFM adaptées. 

Equipe PHOTO 

• Applications des ondes térahertz (THz) : Après une phase de développements et de mise au 
point des techniques THz qui a démarré il y a 20 ans au sein du laboratoire, les applications 
prennent une place de plus en plus importante dans nos activités de recherche, sans pour 
autant que les aspects plus fondamentaux soient négligés. Ces efforts nous ont permis 
d'obtenir les premières images en temps réel de faisceaux impulsionnels THz (THz-TDS). Cette 
prouesse technologique a été réalisée à l'aide de caméras à micro-bolomètres (collaboration 
IMEP-LAHC, CEA-LETI) (Oden et al, Optics Express 21, 4817 (2013)). Au-delà de ce résultat 
majeur, les ondes Thz sont résolument à un tournant applicatif comme le montre aussi 
l'invention des « Tag » pour l’identification ultra-sécurisée dans le domaine THz et la première 
démonstration expérimentale d’un Tag THz, un résultat important fruit d'une collaboration 
IMEP-LAHC, LCIS, CTP, Arjowiggins Security (Hamdi et al, Annals of telecommunications 68, 
415-424 (2013) 

• Développement de capteurs opto-nanofluidiques pour l’environnement : au cours de la 
période écoulée, nous avons développé une collaboration étroite avec le CEA-Marcoule afin de 
développer des capteurs opto-nanofluidiques pour l’analyse en ligne dans le cycle de 
retraitement du combustible nucléaire. Enjeu sociétal majeur, car liée à l’environnement 
(diminution du volume de déchets ultimes), à la sécurité (protection des personnels, 
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réduction du risque de dissémination) et à l’énergie, cette activité représentait des défis 
majeurs. En effet, il fallait concevoir et réaliser une puce combinant des fonctions 
microfluidiques et optiques pouvant résister à des acidités extrêmes en milieu fortement 
ionisant. Des technologies spécifiques et des concepts de capteurs originaux ont été 
développées. Ceux-ci ont été validés à travers la réalisation de deux prototypes différents de 
mesure de concentration en éléments chimiques. Ainsi, des limites de détection de 4 x 10–4 
mol/l pour des volumes de 7nl ont pu être obtenus. En raison de leur intérêt pour la 
communauté nucléaire internationale, ces travaux ont été référencés par le CEA sur la base 
INIS (International Nuclear Information System) de l’AIEA. Ils ont aussi fait l’objet d’un dépôt 
de brevet. 

2 Réalisations de l’unité 

2.1 Equipe CMNE (responsable : M. Mouis) 

2.1.1 Présentation générale 

L’équipe CMNE « Composants Micro-Nano-Electroniques » (CMNE) s'intéresse aux composants de base de 
l’électronique du futur. Nous effectuons un travail de recherche en amont pour préparer l’évolution du CMOS 
tout en explorant un certain nombre de voies parallèles qui permettront d’en enrichir les fonctionnalités ou 
d’en prendre le relais.  

L’équipe, très active au niveau européen, est organisée selon 4 axes qui sont en très bonne adéquation 
avec les priorités de l’agenda stratégique de recherche européen de l’ENIAC (European Technology Platform 
for Nanoelectronics]. Celui-ci identifie plusieurs axes de développement. La perspective dite « More Moore & 
Beyond CMOS » intègre la miniaturisation du transistor et des mémoires embarquées, l’intégration 3D, les 
nouveaux matériaux et les logiques alternatives. Dans ce domaine, nos recherches concernent la 
compréhension des limites fondamentales des composants à l’échelle nanométrique (effets quantiques, 
fluctuations, variabilité et fiabilité), l’identification des limitations d’origine technologique (défauts) ainsi que 
le développement de nouveaux concepts de composants, thématiques de recherche historiquement très 
importantes dans le thème. L’équipe est également active dans la perspective « More than Moore », avec les 
recherches sur le développement de nouvelles fonctionnalités intégrées, basées sur l’exploitation des 
propriétés des nanostructures, pour la réalisation de capteurs ou la récupération d’énergie par exemple.  

Nous nous appuyons sur une expertise reconnue en physique des composants qui s'est construite au cours 
des années en combinant des approches expérimentales et théoriques. Malgré la diversité des applications, les 
problématiques physiques rencontrées restent très cohérentes car intimement liées à la physique des semi-
conducteurs (transport, contrôle de charge et couplages électrostatiques, effets de confinement et de 
couplage quantiques, pièges, recombinaisons et bruit…). Les recrutements effectués ont visé d’une part à 
assurer la pérennité des compétences en modélisation/caractérisation électrique, d’autre part à renforcer 
notre expertise en simulation quantique et nos compétences multi-physiques. 

Les 4 axes de recherche de l’équipe CMNE sont détaillés dans les paragraphes suivants. 

2.1.2 CMOS ultime et technologies alternatives (responsable : G. Ghibaudo) 

Permanents :  F. Balestra (75%), E. Bano (25%), D. Bauza (100%), J. Chroboczek (100%, bénévole), S. 
Cristoloveanu (100%), F. Ducroquet (75%), G. Ghibaudo (75%), I. Ionica (100%), J. 
Jomaah (50%), A. Kaminski (25%), L. Montès (25%), M. Mouis (75%), G. Pananakakis 
(100%), Q. Rafhay (25%) 

L’axe « CMOS » de l’IMEP-LAHC jouit d’une réputation internationale reconnue depuis plus de trente ans 
en matière de conception et de caractérisation des dispositifs à semi-conducteurs. Il a été notamment pionnier 
dans l’étude et la promotion des technologies CMOS sur SOI. Notre mission générique consiste à explorer et 
étendre les frontières de la micro- et nano-électronique CMOS. Sur la base des technologies silicium, nous 
étudions les matériaux alternatifs au silicium massif (SOI, GeOI, Si contraint, SiC, III-V, GaN, etc.) ainsi que les 
nouvelles architectures de transistors MOS et de mémoires associées. L’objectif permanent du groupe est la 
compréhension des mécanismes physiques en vue de leur utilisation pour le développement des technologies, 
des dispositifs et de leurs applications. 

Convaincus que les variantes SOI assureront l’expansion future du CMOS et la transition de la micro- vers 
la nano-électronique, nous y consacrons beaucoup d’efforts sur deux plans : matériaux et dispositifs. Notre 
expertise en caractérisation du transport et des interfaces diélectriques est fortement sollicitée pour évaluer 
le potentiel des matériaux alternatifs (pour le canal, la grille et les isolants enterrés), de l'ingénierie de la 
contrainte dans le canal et des  architectures de transistor à grilles multiples. Le développement permanent 
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des techniques de caractérisation et des méthodologies d’extraction, des modèles physiques et des outils de 
simulation nous permet de maintenir cette expertise au meilleur niveau mondial. Les filières alternatives au 
silicium (SiC, GaN, substrats organiques, graphène) constituent également des sujets importants qui, de plus, 
démontrent notre volonté d’ouverture tout en utilisant à bon escient notre expertise en physique des 
dispositifs à semi-conducteurs. 

Nos activités de recherche se déroulent notamment dans le contexte du Labex MINOS sur Minatec et en 
lien étroit avec nos partenaires locaux (CEA, ST, SOITEC, …) et internationaux (réseaux et projets européens, 
accords bilatéraux…). Elles sont par ailleurs largement soutenues par des projets européens et nationaux. 

Les principaux faits marquants pour la période 2009-2013 sont les suivants : 
• Conception et proposition de nouveaux dispositifs CMOS et Beyond CMOS (Tunnel-FET, ZFET, 

BET-FET…). Plusieurs brevets associés (annexe 7.1.3). Best paper awards à Euro-SOI 2012 
[2CI222] et VLSI-TSA 2012 [2CI274]. 

• Conception et étude physique de nouvelles mémoires DRAM/NVM (1T-DRAM, MS-DRAM, ARAM, 
ReRAM, PCRAM…). Plusieurs brevets associés (annexe 7.1.3) et papiers invités. Best paper 
awards à Euro-SOI 2012 [2CI222] et VLIS-TSA 2012 [2CI274]. 

• Enrichissement de la technique pseudo MOS inventée au laboratoire en termes de split C-V, 
bruit, MR… pour la caractérisation des nouveaux matériaux et substrats sur isolants (SOI, sSOI, 
GeOI, III-V/OI…). Premières mondiales. 

• Développement de nouvelles techniques de caractérisation électrique et des méthodologies 
d’extraction associées pour les dispositifs MOS ultimes. En statique (I-V), petit signal (C-V, G-
ω), sous champ magnétique (magnétorésistance), en température…. Nombreux papiers invités, 
notamment à IWJT 2009, Euro-SOI 2010, INFOS 2013. Best paper awards à VLSI-TSA 2010 
[2CI118] et ULIS 2012 [2CI268]. Première mesure et interprétation de la magnétorésistance de 
canal en régime de saturation [2CI249]. 

• Caractérisation et modélisation du transport électronique dans les transistors (FDSOI, FinFET, 
GAA, NW Si/SiGe/SiC, Trigate, canaux ultra minces et ultra courts, effet des contraintes 
mécaniques…). Discrimination des mécanismes de diffusion des porteurs. Mise en évidence de 
sources de diffusion des porteurs localisées près des source/drain. Papiers invités notamment à 
Euro-SOI 2012, INFOS 2013, E-MRS 2013 [1R301]. Best paper award à l’ESSDERC 2010 [2CI78]. 

• Caractérisation fine des défauts aux interfaces et dans les diélectriques de grille high-κ , 
défauts dont l’importance devient grandissante dans les dispositifs à faible volume. Pompage 
de charges (CP), G-ω, bruit basse fréquence et bruit télégraphique (LFN, RTN), transitoires… 
Papier invité à IIRW 2011 and ECS Meetings 2009, 2010 et 2012 [2Cinv7, 24, 25, 58 et 77]. 

• Caractérisation et modélisation de la variabilité statique et dynamique des composants CMOS 
FDSOI sub 28nm. Bruit et fluctuations à basse fréquence. Papiers invités à SISPAD 2010, 
NanoKISS 2013. 

2.1.3 Nanostructures et nanosystèmes intégrés (responsable : L. Montès) 

Permanents :  G. Ardila (depuis 2009, 100%), f. Balestra (25%), E. Bano (75%), F. Ducroquet (25%), 
A. Kaminski (depuis 2010, 75%), N. Mathieu (100%), L. Montès (75%), P. Morfouli 
(100%), M. Mouis (25%). 

Ce thème se concentre sur les nouvelles fonctions intégrées ‘More than Moore’, avec un focus sur 
l’énergie (photovoltaïque, thermoélectrique, piézoélectrique) et le biomédical. Il englobe la conception, la 
réalisation, la caractérisation, la modélisation jusqu’à la valorisation industrielle de capteurs et actionneurs 
MEMS/NEMS, de cellules photovoltaïques et nanogénérateurs.  

Les principaux résultats sont : 

• La réalisation de la première pompe à injection ‘bolus’ (pour l’injection de médicaments à 
forte contre-pression et fort débit) en technologie MEMS-SOI. Un contrat FUI a permis la 
réalisation de prototypes industriels par le CEA-Leti, et la commercialisation sera assurée par la 
start-up EVEON SAS. 

• La réalisation de capteurs à base de nanofils, en particulier la détection de l’hybridation d’ADN 
par effet de champ dans des nanostructures SiC. [collaboration FMNT, REX NanoFunction] 

• La caractérisation individuelle de nanofils piézoélectriques (PiezoNEMS) par AFM, qui a permis 
la première mise en évidence d’un effet piézoélectrique géant dans des nanofils GaN et 
GaN/AlN/GaN hétérostructurés dans la direction de croissance. 

• La réalisation de nano générateurs et de capteurs à base de nanofils piézoélectriques. Signalons 
notamment la réalisation d’un capteur pour la détection du mouvement de l’œil, en 
collaboration étroite avec l’équipe du Pr. Wang de Georgia-Tech (USA). 

• La mise en place d’une activité dédiée au photovoltaïque (PV), avec les premiers résultats sur 
l’étude et l’optimisation de cellules photovoltaïques à base de nanofils (ZnO/CdTe, Si, GaAs…). 
REX NanoFunction. Collaboration avec l’équipe PHOTO pour la partie simulation optique. Mise 
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en place de nouveaux moyens de caractérisation. Collaboration FMNT (avec le LMGP pour la 
croissance ZnO/CdTe).  

• Les premières réalisations, grâce aux moyens de la plateforme technologique Renatech de 
Grenoble (PTA), de NEMS fabriqués grâce à des techniques microélectroniques transférables à 
plus grande échelle, à partir de graphène CVD (fourni par Trinity College). 

2.1.4 Simulation et modélisation (responsable : M. Pala) 

Permanents :  R. Clerc (100%, ≤08/2012), A. Cresti (100%, ≥10/2011), G. Ghibaudo (25%), M. Pala 
(100%), Q. Rafhay (75%) 

Les activités de simulation numérique se sont focalisées sur le développement et l’exploitation de codes 
au meilleur de l’état de l’art pour la simulation auto-cohérente en 3D/2D des nano-dispositifs tels que les 
transistors à nanofils, le FDSOI et les composants à base de graphène. Ces codes exploitent des modèles 
physiques prédictifs en résolvant l’équation de Schrödinger avec des conditions aux bords ouvertes par la 
méthode des fonctions de Keldysh-Green. Afin d’obtenir de résultats proches de la réalité, les principaux 
mécanismes de diffusion des porteurs (scattering) tels que les phonons, la rugosité ou les pièges ont été inclus 
pour la première fois dans une approche quantique. Parmi les faits marquants : 

• Les premières descriptions dans l’espace réel en 3D de la rugosité d’interface et des 
fluctuations de la section du canal, avec la mise en évidence, dans les MOSFETs à nanofils, de 
la suppression des effets de percolation présents dans les DG-MOS et de la profonde 
modification des propriétés de transport qui en résulte en faible inversion. 

• Les simulations du transport quantique dans de nano-transistors MOSFET en Si et Tunnel-FET en 
matériaux III-V pour des applications à faible consommation d’énergie, avec par exemple pour 
le Tunnel-FET des solutions pour surpasser le courant ON des MOSFETs en conservant une faible 
pente sous le seuil (contrainte mécanique, hétérostructures AlGaSb/InAs). 

• L’étude sur la fonctionnalisation des nanorubans de graphène par des atomes d’oxygène et des 
groupes méthyle, démontrant qu’il est ainsi possible d’induire un gap de mobilité mais que 
l’écrantage électronique réduit l’impact attendu en termes de rapport Ion/Ioff dans des 
applications de type FET. 

• Le magnéto-transport dans le graphène désordonné, avec notamment une explication de la 
suppression de l’effet Hall quantique dans le cas, très fréquent expérimentalement, où le 
graphène suspendu s’enroule sur les bords du ruban. 

• La simulation des expériences à champ proche avec la technique SGM (Scanning Gate 
Microscopy) sur des structures mésoscopiques comme les anneaux quantiques, ce qui nous a 
permis d’interpréter les résultats expérimentaux en termes des cartographies de densité 
d’états des électrons (collaboration I. Néel). 

Les activités de modélisation ont concerné la conception de modèles analytiques pour la prédiction du 
fonctionnement des transistors pour les prochains nœuds technologiques de la feuille de route de la 
micro/nanoélectronique. Les dispositifs modélisés ont été le MOSFET, le FDSOI, le FinFET et les Tunnel-FETs. 

• Les modèles analytiques développés dans le thème sont maintenant exploités par MASTAR, le 
principal logiciel utilisé pour les prédictions de l’ITRS (International Technology Roadmap for 
Semiconductors). 

2.1.5 Électronique supraconductrice 

Permanent : Pascal Febvre (100%) 

L'électronique supraconductrice, numérique et analogique, est une technologie alternative permettant 
de détecter avec une sensibilité quantique et de traiter à très haute cadence et avec une consommation infime 
des signaux électromagnétiques (pour les télécommunications spatiales en l'occurrence) et magnétiques. Les 
activités sont consacrées à l'étude et au développement de composants actifs supraconducteurs et de 
fonctionnalités avancées basées sur des circuits à signaux mixtes intégrant capteurs, convertisseurs analogique-
numérique (CAN) (fréquence d'horloge supérieure à 30 GHz) et fonctions de traitement numériques RSFQ 
(Rapid-Single-Flux-Quantum). 

Les principaux résultats sont : 

• l'analyse expérimentale et théorique des performances de composants numériques à base de 
nano-jonctions Josephson en niobium (basse Tc) avec l'Institut de métrologie italienne de Turin 
(INRIM), et à base de YBCO (haute Tc) avec le LPEM (CNRS/ESPCI) et le LPN; 

• le développement et la caractérisation de CAN et de circuits RSFQ en environnement 
magnétique contrôlé à base de jonctions Josephson en niobium, en collaboration avec la 
fonderie FLUXONICS (IPHT, Iéna, Allemagne) et le groupe THALES; 

• la démonstration de front-ends THz YBCO à base de nano-jonctions Josephson avec le LPEM 
(CNRS/ESPCI) et le LPN. 
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2.1.6 Bilan de l’activité de l’équipe CMNE 
 

Bilan de la production scientifique  

L’équipe CMNE a une production scientifique importante. Le détail par année est donné en annexe dans 
la liste des publications. Les différents types de publications sont recensés dans le tableau suivant pour la 
période 2009-2013. Le nombre effectif de chercheurs, Neff, est de 14  pendant la période 2009-2013. 

Type de publication Total [2009-2013] Moyenne /an Moyenne /an /Neff 

Revues internationales avec comité de lecture 335 67 4,8 

Conférences invitées 128 26 1,8 

Conférences internationales avec actes 379 76 5,4 

Conférences internationales sans actes 43 8,6 0,6 

Conférences nationales 29 5,8 0,4 

Ouvrages et chapitres d’ouvrages 35 7 0,5 

Thèses (internes) soutenues 44 8,8 0,6 

Thèses (internes) en cours 40 -- -- 
Tableau	  2:	  Publications	  et	  soutenances	  de	  thèses	  de	  l’équipe	  CMNE.	  

Si l’on se réfère à Web of Science, les membres du thème apparaissent dans 322 publications.  

Les publications sont faites majoritairement auprès d’éditeurs scientifiques de référence dans notre 
domaine, notamment : Elsevier (37%), IEEE (13%) AIP (11%), APS (3%). En ce qui concerne les conférences, 
environ 45% concernent les 10 conférences suivantes : IEDM, ESSDERC, SOI Conf, EuroSOI, SSDM, VLSI 
Symposium, VLSI-TSA, ULIS, ECS Meetings, Graphene. 

Une forte proportion des publications de CMNE est issue de collaborations avec le CEA (34%), 
STMicroelectronics (17%) ou à l’international, avec la Corée du Sud (12%), les USA (11%), la Grèce (7%), le 
Japon (7%), l’Espagne (7%), la Belgique (6%), l’Italie (6%), l’Allemagne (4%)… le total étant supérieur à 100% du 
fait des collaborations multi partenaires. 

 
Rayonnement et attractivité académiques  

Participation à des réseaux nationaux et internationaux 
L’équipe CMNE est très fortement impliquée à ce niveau, avec notamment :  
- Direction de l’Institut SiNano : Cette association européenne (de droit français), créée par F. Balestra pour 

pérenniser le réseau d’excellence homonyme qu’il coordonnait, réunit désormais 22 laboratoires de 12 
pays travaillant dans le domaine de la nanoélectronique sur silicium. Son objectif est de faciliter la 
concertation et la coordination des initiatives académiques dans ce domaine. Il est devenu un 
interlocuteur privilégié au niveau Européen.  

- Coordination aux côtés de ST, et en tant que représentant de la communauté académique (Sinano), de 
ENI2 (European Nanoelectronics Innovation Initiative). Lancée en juin 2010 par ST, et soutenue par 
l’AENEAS et la communauté européenne, ENI2 s’est chargé d’établir une coordination sur le long terme 
(2012-2020) des 3 niveaux d’activités de recherche en Nanoélectronique (Académique, Institut, Industriel).  

- Implication dans les instances européennes : membre de l’équipe de management du Scientific Community 
Council (SCC) de l’ENIAC, participation aux activités de l’AENEAS créée par les industriels européens pour 
gérer la Joint Technology Initiative / Joint Undertaking (JTI/JU) ENIAC associant la CE et les états-
membres afin de proposer des projets co-financés. 

- Contribution à la construction des FET Flagship : Graphene (A. Cresti, M. Mouis) et Gardian Angels 
(partenaires de la Pilot Phase d’un an, 9 personnes impliquées) 

- Participation aux GDRI NAMIS et aux GDR  

Implication dans des projets nationaux (hors contrats industriels) ou internationaux 
La liste détaillée des contrats est donnée en annexe. Ils se répartissent en : 
- 6 contrats UE/FP, dont 2 réseaux d’excellence (NanoSil et NanoFunction). Ces deux REX rassemblaient 

respectivement 23 et 14 partenaires Européens dans le domaine du Beyond CMOS (NanoSil) et du More 
Than Moore (NanoFunction). Ils étaient coordonnés par CMNE (F. Balestra). G. Ghibaudo et M. Mouis 
étaient impliqués dans la coordination de WP, de tâches et du partenaire FMNT (3 laboratoires 
LTM/LMGP/IMEP-LAHC). CMNE a également des responsabilités de WP dans plusieurs STREP (e. g. WP 
caractérisation de SQWIRE, COMPOSE3D). 

- 5 contrats Européens Eureka (Medea/Catrene/ENIAC)  où le laboratoire apporte son expertise en 
caractérisation et extraction de paramètres sur les technologies de R&D les plus avancées. 

- 9 contrats ANR dont 1 coordonné par CMNE (NOODLES par M. Pala) 
- 11 contrats Région Rhône-Alpes (Cluster/explora) 
- 4 contrats Fondation RTRA Nanociences dont 2 chaires d’excellence à CMNE (HSP Wong et A. Zavslavski) 
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Labex MINOS 
CMNE est membre du Labex MINOS aux côtés du LMGP, du LTM et du CEA/LETI. Ce Labex explore les ruptures 
technologiques nécessaires à la miniaturisation en nanoélectronique, avec comme axes forts le FDSOI sur 
substrat ultra mince, les transistors alternatifs au CMOS (incluant composants à faible pente sous le seuil, MOS 
III-V et composants sur matériaux 2D). G. Ghibaudo est membre du comité de direction. F. Balestra est co-
responsable de l’axe FD-SOI. M. Mouis est co-responsable de l’axe transverse Caractérisation. Les membres de 
CMNE co-encadrent actuellement 8 thèses. 2 thèses et 1 post-doc vont démarrer à l’automne 2014. 

Attractivité nationale et internationale 
- Le thème a accueilli 10 professeurs invités dont plusieurs sont de renommée mondiale, notamment H. S. 

Philip Wong (2009-2012, ex-IBM, Stanford Univ, USA), A. Zavslavsky (2009-2012 Auburn Univ. USA), Yiming 
Li (2012 Taiwan), K. Zekentes (2012 Forth Institute, Grèce), L. Faraone (2014 Univ. Western Australia). 

- Le laboratoire a attiré d’excellents candidats externes, avec les recrutements de G. Ardila (PhD LAAS) 
comme MCF à l’IUT mécanique de l’UJF en 2009, d’A. Kaminski (MCF INSA Lyon) comme PR à Grenoble-INP 
en 2010 et d’A. Cresti (PhD Univ. Pise) comme CR1 au CNRS en 2011. Kan-Hao Xue (MSc Tsinghua Univ. à 
Pékin, PhD Univ. Colorado, USA), candidat sur un poste CNRS/CR dans l’équipe, a en outre été classé juste 
sous la barre d’admission par le comité national au concours 2013. 

Organisation d’évènements scientifiques internationaux (conférences, écoles, workshops) 
- Membres de comités scientifiques ou de comités de programmes dans 13 conférences différentes (8 

permanents sont impliqués, pour un total de 17 participations) 
- Membres du comité de pilotage (Steerring Commitee) de 5 conférences différentes (3 permanents) 
- 3 permanents sont « General Chair » de 4 conférences (Euro-SOI 2010, INFOS 2011, ULIS 2012, iDUST 2014), 

1 permanent est « co-chair » de 7 conférences 
- Organisation de 21 workshops et conférences (10 permanents au total) 
- Fondation de l’école internationale NanoKISS en 2009 
- Organisation ou co-organisation de 10 écoles d’été internationales (5 permanents au total) 

Activité éditoriale 
- 2 permanents sont éditeurs ou éditeur associé de revues internationales (Solid-State Electronics, 

Microelectronic Reliability Journal, Journal of active and passive electronic components) 
- 3 permanents font partie de comités éditoriaux pour des revues scientifiques et pour ISTE-Wiley 

Prix distinctions 
- 9 permanents du groupe CMNE ont la PES (CNRS ou Univ.) 
- 2 permanents ont obtenus 3 distinctions IEEE 
- 3 permanents ont obtenu d’autres distinctions (Diagnostics&Yield Conference Award 2009, NASATech Brief 

Award 2012, Ordre National du mérite 2013) 
- 5 Best Paper Awards (ESSDERC 2010, VLSI-TSA 2010, ULIS 2012, EuroSOI 2012, VLSI-TSA 2012), 4 Best Poster 

Awards (2xULSIC 2013, MiNaPad 2012, FTM 2012) 

 
Interactions avec l’environnement social, économique et culturel  

Interaction avec l’industrie (CMNE 2009-2013) : 
- Contrats industriels : 41 dont 37 conventions CIFRE. Les contrats CIFRE ont été établis très 

majoritairement avec ST (31 dont une conjointe avec le CEA). Les autres CIFRE concernent EVEON (2), 
SOITEC (1), Alliance (1), SOFRADIR (1), Thalès (1). Les autres contrats industriels ont essentiellement 
concerné l’exploitation de la technologie pseudo-MOS pour l’étude comparative de variantes GeOI avec  
CEA/LETI et pour le suivi du développement des plaques Unibond de SOITEC. 

- 8 brevets : 7 brevets concernant l’exploitation des effets de body flottant pour la réalisation de mémoires 
embarquées ou de composants à faible pente sous le seuil, 1 brevet support des activités de la start-up 
EVEON. 

La liste détaillée des brevets et des contrats industriels est fournie en annexe 7. Il est à noter qu’une partie 
des études à finalité industrielle se déroule dans un cadre Européen avec le support des programmes MEDEA+ 
ou CATRENE et est donc comptabilisée plus haut. 

Participation à la création de start-ups : 
EVEON conçoit et réalise des dispositifs médicaux d'injection sans piston entièrement sécurisés et automatisés. 
La technologie cœur du dispositif Eveon est son microsystème. L. Montès et P. Morfouli apportent à EVEON, un 
support scientifique (conception, caractérisation) et technologique (fabrication) pour la réalisation du cœur du 
dispositif, un microsystème intégrant un système de clapets fluidiques et des capteurs sur une fine membrane 
silicium. Cette collaboration a commencé avant même la création de l’entreprise en Décembre 2008, Elle s’est 
poursuivie avec le Fonds d’Appui Régional (MOSQUITOS, 2008-2010) puis dans le cadre du FUI labellisé 
Minalogic FluMin3 (EVEON, CEA/LETI, IMEP-LAHC, 2010-2013). Elle s’est concrétisé récemment par 2 thèses 
CIFRE, et un nouveau brevet. 

Activités d’expertise : 
- Membres de comités d’évaluation ANR : 2 permanents ont participés à 6 comités ANR (SIMI10, CES26, 

PROGELEC et Energie, entre 2012 et 2014). 
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- Membres de comités d’évaluation nationaux (AERES, CNU, PES) ou étrangers (comité d’évaluation des 
universités grecques) : 4 permanents sont intervenus pour ce type d’expertise, pour 8 actions 

- Expertises de projets ANR : 9 permanents ont expertisé plus de 40 soumissions ANR 
- Expertises pour des agences de financement de la recherche étrangères (Ministère italien de la recherche 

ANVUR/MIUR, Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada NSERC, Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung Autrichien FWF, Fond National de la Recherche Scientifique FNRS Belge) 
avec 11 expertises effectuées par 5 permanents. 

- Autres (expert / labélisation / observatoire) : 6 permanents occupent des fonctions d’expert dans des 
comités ou observatoires (OMNT, Comité d’évaluation des pôles de compétitivité Minalogic et Tenerrdis, 
etc), pour un total de 10 missions différentes. 

Activité de veille et de prospective : 
- Participation aux roadmaps Européennes (AENES/ENIAC, Pilot Phase du Flagship Guardian Angel) : 9 

permanents 
- OMNT (CEA/CNRS) : 3 permanents, dans les groupes de veille sur l’organique, le PV et la nanoélectronique 
- 1 président du groupe de travail Micoélectronique du CNRS rassemblant 20 experts (2012-2013) 
- 2 membres d’un groupe de travail du GAT énergie propre et PIE CNRS 
- 1 membre de la cellule Energie CNRS/INSIS (G. Ardila, 2013) 
- 1 membre du groupe Nanoélectronique pour l’Atelier de Recherche Prospective OMNT/ANR (ARP 2014) 

Diffusion de la culture scientifique : 
- En direction des jeunes : avec notamment des participations (PV et champ proche) à Nano@School, 

l’initiative conjointe CIME/Minatec visant à faire découvrir le monde de la recherche en nanotechnologies 
aux élèves (3ième, 1ère, Terminale) et aux enseignants du secondaire (Physique-Chimie et SDV). 

- En direction du grand public : article dans l’encyclopédie Universalis, implication directe dans des cafés 
des sciences (2), fête de la science, conférence grand public (1) et présentations aux Midis Minatec (3), 
participation au comité éditorial et contributions à la lettre d’information MinaNews. 

2.2 Equipe RFM (responsable P. Ferrari) 

2.2.1 Présentation générale 

Les acteurs de l’équipe RFM développent des travaux de recherche du circuit au système, de la RF au 
millimétrique, sur plusieurs technologies (Silicium, PCB, nanotechnologies, MEMS), avec en point de mire des 
applications variées telles que les communications haut débit sans fils, englobant les circuits et systèmes 
miniatures/reconfigurables, la caractérisation de matériaux et de composants, ou les systèmes de mesure 
intégrés.  

En particulier, l’activité « silicium » profite d'un contexte industriel régional particulièrement actif et 
demandeur de collaborations avec le milieu académique local. En même temps, l’équipe dispose d’un éventail 
de compétences lui permettant de développer des travaux originaux dans des directions multiples non liées 
directement au silicium et aux technologies CMOS/BiCMOS. Ceci constitue une grande force dans un contexte 
en évolution rapide où il est nécessaire pour un laboratoire de recherche comme le nôtre de prévoir les 
alternatives au « tout silicium » et les futures ruptures technologiques. 

Au niveau de la gouvernance, des réunions régulières sont organisées afin de coordonner les actions de 
recherche de l’équipe, débattre de ses orientations scientifiques et assurer une bonne communication entre les 
membres de l’équipe. En ce qui concerne la responsabilité de l’équipe, des élections seront organisées en 
janvier 2015 pour proposer le futur responsable d’équipe à la direction pour une prise de fonction début 2016. 

En ce qui concerne nos réalisations scientifiques, on peut mentionner plusieurs faits marquants 
essentiels à mettre en avant parmi l’ensemble des activités développées ces cinq dernières années : 

• Les lignes à ondes lentes et circuits en technologies CMOS/BiCMOS: RFM se place comme une 
équipe majeure dans un contexte international à forte concurrence. 

• Le papier intelligent : développement de motifs sur un papier jouant le rôle de papier peint 
traditionnel tout en servant de filtre spatial sélectif en fréquence. 

• La modélisation et caractérisation des interconnexions pour applications 3D : résultats à l’état 
de l’art, accord de collaboration avec le CEA-LETI. 

• Les filtres planaires reconfigurables/miniatures: développement de topologies originales. 

• Les lignes de propagation « nanotechnologies » : nouveau concept de lignes à ondes lentes 
basées sur l’utilisation de membranes remplies de nanofils conducteurs. 

L’équipe RFM est organisée selon trois axes : FSIM (fonctions et systèmes intégrés millimétriques), FSR 
(fonctions et systèmes RF) et CHIPI (Caractérisation Hyperfréquence, Instrumentation et Passifs Intégrés). Pour 
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plus de lisibilité, le bilan ci-dessous est néanmoins organisé selon 6 thèmes scientifiques forts associés chacun à 
un ou deux axes, du fait de plusieurs projets se situant à l’intersection de deux axes. 

2.2.2 Ondes lentes (FSIM & FSR)  

La thématique des lignes à ondes lentes est devenue l’une des thématiques majeures de l'équipe, avec 
une reconnaissance forte qui fait de l’IMEP-LAHC un laboratoire se situant au premier plan international sur ce 
sujet.  

Les premiers travaux ont porté sur le développement de lignes à ondes lentes coplanaires optimisées 
dans diverses technologies CMOS ou BiCMOS, notamment en collaboration avec STMicroelectronics, dans le 
cadre des projets ENIAC MIRANDELA et CATRENE RF2THz. A partir de ces lignes, nous avons pu réaliser plusieurs 
circuits passifs essentiels aux fréquences millimétriques : diviseurs de puissance, coupleurs et filtres. Nous 
avons également développé un modèle électrique équivalent original, basé sur une topologie de type RLRC. 

Nous avons montré que les lignes à ondes lentes en technologie CMOS/BiCMOS, après une étape de 
gravure post-CMOS process, constituaient un excellent support pour la caractérisation de matériaux liquides. 
Dans le cadre d’une collaboration avec TU Darmstadt, nous avons réalisé un déphaseur millimétrique alliant 
ondes lentes et cristaux liquides, donnant des résultats à l’état de l’art en termes de figure de mérite. 
L’accordabilité des lignes à ondes lentes sur le principe des MEMS a été brevetée par notre équipe. Enfin, la 
méthodologie de conception des lignes à ondes lentes a également été adaptée à la réalisation de fonctions 
millimétriques actives (amplificateurs de puissance et amplificateurs faible bruit, commutateur d’antenne). 
Les résultats obtenus ont montré une claire amélioration des performances par rapport aux mêmes fonctions 
réalisées à partir de lignes classiques de type microruban. 

Un nouveau principe de lignes à ondes lentes basées sur une topologie microruban et l’utilisation de 
membranes à nanofils métalliques a été inventé, en collaboration avec l’Université de Sao Paulo au Brésil. Le 
principe a été breveté et développé dans le cadre d’un projet ANR (EMERGENCE TSUNAMI). Les premiers 
résultats expérimentaux ont été obtenus en juillet 2013 et ont fait l’objet d’un premier papier à la conférence 
IMS (IEEE MTT-S) en juin 2014, et d’un article accepté à IEEE Transactions on MTT pour décembre 2014). Une 
collaboration avec l’UMI CINTRA à Singapour et le laboratoire Xlim est en cours, afin de transposer ces travaux 
au domaine des nanotubes de carbone métalliques. 

Enfin, une topologie de guides à ondes lentes, basée sur les guides SIW, a été proposée. Elle permet à 
la fois de réduire la longueur et la largeur des guides tout en maintenant de bonnes performances électriques. 
Des premiers démonstrateurs ont été réalisés en technologie PCB pour une fréquence de coupure de l’ordre de 
la dizaine de GHz, donnant lieu à une première publication à IEEE Transactions on MTT. Des travaux pour 
utiliser ce principe sur membrane à nanofils métalliques sont en cours. 

Les travaux concernant les lignes à ondes lentes ont notamment été réalisés dans le cadre de huit 
thèses soutenues ou en cours. Ils sont valorisés par 14 RICL (dont 8 IEEE) et 20 CICL dont 8 dans des 
conférences majeures (IMS, EuMW, APMC).  

2.2.3 Conception RF et millimétrique - fiabilité - Front-end & transceivers (FSIM et FSR)  

Les activités concernant la conception dans les technologies CMOS/BiCMOS constituent un axe fort de 
l’équipe RFM, elles s'intéressent aux systèmes et circuits RF à très faible consommation, aux circuits 
millimétriques et à la fiabilité (thématique émergente). 

- Dans le domaine des circuits RF, deux nouvelles architectures d’amplificateurs faible bruit à très faible 
consommation et très faible surface ont été réalisées (une thèse, 1 RICL) ainsi que de nouvelles structures 
d’amplificateurs de puissance multistandard, multimode et à haut rendement (une thèse en cours, 2 CICL). En 
ce qui concerne les systèmes, des architectures innovantes basées sur l’échantillonnage direct du signal RF ont 
été développées (une thèse, 4 CICL). Enfin, de nouvelles méthodologies de gestion de l’énergie dans les SOC RF 
ont été proposées (une thèse, 2 RICL).  

- Dans le domaine des fréquences millimétriques, nous nous sommes attachés à développer des 
méthodes de conception fiables aboutissant à une optimisation des performances. Ces méthodes ont été 
élaborées dans le cadre de la conception de blocs critiques tels que les amplificateurs de puissance, les 
amplificateurs faible bruit et les switchs d’antenne (trois thèses, 5 RICL-3 CICL). 

- L’activité concernant la fiabilité a pour objectif d’expertiser de nouvelles méthodes de conception 
prenant en compte la variabilité grandissante des technologies évoluant vers des dimensions nanométriques en 
y associant des critères de durée de vie des circuits (trois thèses, 2 RICL, 9 CICL) et un projet FUI (Mixipy)). 

2.2.4 Circuits RF miniatures (FSR)  

Deux technologies ont principalement été étudiées au sein du laboratoire : la technologie PCB (Printed 
Circuit Board) et la technologie BAW (Bulk Acoustic Wave). 



Section des unités de recherche 

	  

16 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

La technologie PCB est intensivement utilisée dans l’industrie et reste un sujet de recherche d’actualité 
en termes de miniaturisation et d’agilité. Dans le cadre de plusieurs thèses portant sur le développement de 
filtres, nous avons axé nos efforts sur ces deux aspects: l’utilisation de résonateurs multimodes ou de lignes 
de propagation chargées par des éléments localisés capacitifs ou par des stubs. Des résultats à l’état de l’art 
international ont été démontrés en termes d’accordabilité ou de bande rejetée. Notre expertise sur les filtres 
accordables nous a permis de développer divers types de circuits reconfigurables tels que des adaptateurs 
d’impédance, diviseurs de puissance et déphaseurs. Enfin, des lignes ondes lentes S-CPW et guides SIW à 
ondes lentes ont été développés en technologie PCB afin d’en démontrer l’intérêt notamment en termes de 
miniaturisation par rapport aux structures classiques.  

Dans le cadre du projet du pôle MINALOGIC FAST, des modèles électriques de filtres BAW en petits et 
forts signaux RF ont été proposés. De plus, pour réduire le coût de leur caractérisation, une nouvelle méthode 
de test basée sur la mesure de l’ « Error Vector Magnitude » (EVM) d’un signal numérique traversant le filtre a 
permis de détecter des défaillances. 

L’ensemble de ces travaux a été réalisé dans le cadre de 8 thèses donnant lieu à 14 RICL et 39 CICL. 
Huit projets ont été portés autour de cette activité : SupraMEMS (2007-2010) ; ADAN (2009-2012) ; COMMAS 
(2010-2013) ; CERMJET (2010-2013) ; WiCiSiTUDe (2011 à 2013) ; PHC CEDRE (2013-2014) ; C-MIRA (2013-2015). 

2.2.5 Antennes et substrats souples (FSIM & FSR) 

Cette thématique est focalisée d’une part sur la conception et la caractérisation d’antennes et 
d’antennes intelligentes sur substrats traditionnels type PCB et d’autre part sur les composants passifs sur 
matériaux souples en utilisant la technologie « électronique imprimée ». 

La conception d’antennes en technologie PCB reste un sujet de recherche d’actualité pour des 
applications en télécommunications, identification et localisation. Dans le cadre de sept thèses et 4 contrats 
industriels (Multitoll, Schneider Electric, FT Antenna, Fireflies), nous avons travaillé sur les aspects 
miniaturisation, agilité, contrôle des diagrammes de rayonnement, intégration dans le milieu fonctionnel 
(7 RICL, 35 CICL). Nous avons également apporté notre contribution dans le domaine de la caractérisation des 
antennes millimétriques (1 RICL, 2CICL).  

L’activité de recherche concernant la conception de dispositifs RF sur matériaux souples (plastique, 
papier) a été initiée en 2010. Une des applications « phare » de cette thématique est le « papier intelligent » 
étudié au sein de deux thèses dont une en cours. La fonctionnalisation de ce papier peint le rend capable de 
filtrer des fréquences RF particulières en utilisant des éléments FSS (1 brevet ayant donné lieu à une licence 
industrielle, 1 RICL).  

Nous avons également développé des compétences dans le domaine de la modélisation et de la 
conception de composants RF et composants magnétiques sur matériaux souples en utilisant la technologie 
« électronique imprimée ». Les résultats obtenus à travers trois thèses sont très prometteurs (1 brevet, 4 
CICL). Cette activité est soutenue par le projet ANR PEPS et le projet CERMJET.  

En 2012, compte tenu de notre expérience en « électronique imprimée », nous avons initié des 
recherches autour de la récupération d’énergie RF (RF Energy Harvesting). Nous avons développé une solution 
originale pour augmenter le rendement de conversion de l’énergie RF. Des rendements à l’état de l’art 
associés à une technologie d’électronique imprimée sur substrats souples ouvrent un champ d’applications 
prometteuses (une thèse en cours, 4 CICL). 

2.2.6 Systèmes haut-débit (FSIM & FSR)  

Les travaux se sont focalisés sur l’étude de réseaux d’antennes distribuées dans les bâtiments et reliés 
par une infrastructure à fibres optiques pour des systèmes standards Wifi, mobiles et la convergence des 
architecture d'accès optique FFTH avec la distribution de signaux radio. Une nouvelle technique de mélange 
optoélectronique a été proposée pour réaliser la conversion basse de fréquence de signaux à 60 GHz larges 
bandes (>1 Gbps) (3 thèses, 8 RICL, 4 CICL). 

Les techniques MIMO, transposées au domaine optique, ont été étudiées et ont permis de démontrer 
une augmentation significative de la capacité de transmission des fibres multimodes. De nouvelles techniques 
de modulations numériques, utilisées aujourd’hui spécifiquement pour les interconnexions haut-débit 
(> 10 Gbps) ont été étudiées et testées, permettant de faire progresser l'état de l'art sur des solutions 
réduisant la consommation et la complexité des modulateurs/démodulateurs, et optimisant le débit. De 
nouvelles techniques de PLL pour les systèmes mobiles larges bandes comme le LTE ont été proposées (3 
thèses, 1 brevet, 6 CICL, projet région RA MIMOSOR, projet FFCR France Canada).  

2.2.7 Caractérisation et instrumentation 

Nos travaux de recherche sont positionnés à la convergence des hyperfréquences et des 
développements technologiques en microélectronique avancée. Notre expertise porte plus particulièrement 



Section des unités de recherche 

	  

17 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

sur l’évaluation des nouvelles briques technologiques (alliant les aspects matériaux, procédés d’intégration 
et règles de dessin) en vue d’applications très exigeantes en termes de performance : à très haut débit ou à 
hautes fréquences et basse consommation. Trois axes intimement liés se dégagent : 

• La caractérisation hyperfréquences (du kHz au GHz) et in-situ de matériaux diélectriques 
en couches minces (10 à 100 nm) à faible ou à forte permittivité et leur intégration dans les 
composants passifs (7 RICL, 3 CICL). Cette activité est menée en collaboration avec des 
spécialistes en matériaux (LETI, LTM, IMN, ISCR) et en partie partagée avec le LabSTICC et Xlim 
(deux thèses).  

• La conception, la modélisation et la caractérisation de nouvelles architectures 3D dans les 
CI, des interconnexions et des passifs associés. Nous travaillons sur l’évaluation des procédés et 
sur leurs impacts sur les performances HF des composants (2 RICL, 21 CICL). Des études 
prospectives ont aussi été réalisées : effets de couplage par les substrats empilés ou entre les 
TSV et transistors MOS (7 thèses). Ces travaux font l’objet d’un accord de collaboration avec le 
LETI et de collaborations pérennes avec STMicroelectronics (ANR, FUI, MEDEA+, Région RA).  

• L’instrumentation RF constitue un socle pour les activités précédentes. Le projet SWIFTS-RF 
(une thèse) a permis la conception, la réalisation et le test d’un nouveau type d’analyseur de 
spectre (1 RICL, 1 brevet). Une activité a débuté concernant la conception de systèmes de 
mesure intégrés dans la puce pour des fréquences millimétriques supérieures à 110 GHz. 

 

2.2.8 Bilan publication, brevets et thèses 

 
Thème 
scientifique 

RICL 
Total    dont  IEEE CICL Brevets Nb 

doctorants Doctorants 

Ondes lentes 14 8 20 3 8 
D. Kaddour, M. Abdel Aziz, H. Issa, 
A.-L. Franc, F. Burdin, X.-L. Tang 
En cours : J. Lugo, V. Nasserdine  

Conception 
RF et mmW 
Fiabilité 
Front-end & 
transceivers 

10 7 15  10 

T. Quémerais, X.-L Tang, T. Coulot, 
F. Belmas, T. Li, S. Ighilarhiz 
T. Lim, C.-L. Hsu 
En cours : A. Serhan, G. Tant 
E. Sharma 

Circuits RF 
miniatures 14 4 39  8 

M. Abdel Aziz, H. Issa,   
A. L. C Serrano, N. Alcheik, W. 
Sahyoun, V. Freitas 
L. Mutwewingabo, M. Akra 

Antennes et 
substrats 
souples 

9 1 59 2 14 

A. Ungureanu, Y. Fu, T.D. Nguyen, 
M.T. Le, E. Barbosa, F. De Barros, L. 
Mutwewingabo, K. Haj khlifa 
En cours : A. Niembro, I. Kharrat 
B. Franciscatto, K. Belmkaddem 
D. Hamzaoui, T.H. Nguyen 

Systèmes 
haut-débit 8 7 8 1 6 J. Kieffer, F. Parésys, F. Barrami 

Z. Bouhamri, V. Dobremez, T. Shao 

Carac. et 
instrum. 10 2 24 1 10 

T.T. Vo, T. Bertaud, L. Cadix 
J. Roullard, E. Eid, L. Fournaud 
T. Eudes, M. Brocard, S. Hemour 
En cours : K. Dieng, V. Velayudhan 

 

2.3 Equipe PHOTO (responsable G. Vitrant) 

2.3.1 Présentation générale 

L’équipe PHOTO « PHotonique, Optoélectronique Térahertz et Optomicroondes » comprenait 32 
personnes au 30 juin 2014 (16 permanents, 1 postdoc, 15 thésards).  

La production scientifique est résumée dans le tableau ci-dessous. Si on note globalement un bon taux 
de publication avec une nette progression dans les dernières années, il convient de souligner un nombre de 
brevets remarquablement élevé qui traduit une forte implication dans le tissu économique.  
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	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   Total	   Moyenne/an	  

Conférences	  invitées	   10	   4	   10	   6	   10	   3	   43	   7.8	  
Revues	  internationales	  avec	  comité	  de	  

lecture	  
21	   9	   20	   21	   24	   17	   112	   20.4	  

Conférences	  internationales	  avec	  actes	   15	   31	   26	   27	   28	   16	   143	   26	  
Revue	  nationale	   	   	   1	   	   1	   	   2	   0.4	  

Conférences	  nationales	   15	   1	   14	   11	   11	   	   42	   7.6	  
Ouvrages/Chapitres	  d’ouvrages	   1	   	   	   	   2	   4	   7	   1.3	  

Tableau	  3	  :	  Production	  scientifique	  de	  PHOTO	  	  

Si PHOTO regroupe l’essentiel des activités impliquant la photonique à l’IMEP-LAHC, il faut noter que 
des aspects optiques sont aussi présents dans les autres équipes du laboratoire, ce qui implique des échanges 
importants avec RFM et CMNE. On citera à titre d’exemples les activités opto-microondes dans lesquels les 
aspects optiques et radiofréquences sont couplés, ou plus récemment le photovoltaïque. Ce travail en synergie 
entre les chercheurs de PHOTO et ceux des autres équipes est attesté par le nombre relativement important de 
publications portant sur des recherches effectuées en partenariat avec l’équipe CMNE et/ou l’équipe RFM.  

Les décisions au sein de l’équipe sont prises de façon collégiale et il en est de même à l’intérieur des 
sous-équipes. Des leaderships se sont toutefois naturellement installés au fil du temps sur la base des 
expériences et des compétences sans qu’il y ait eu d’intérêt à les établir officiellement dans un organigramme. 
PHOTO a en effet un fonctionnement essentiellement basé sur des projets dans lesquels la plupart des 
membres ont des responsabilités à différents niveaux et où les décisions sont prises par les personnes 
concernées. En ce qui concerne les aspects expérimentaux et technologiques communs, qui représentent une 
forte composante de PHOTO, ils sont gérés de façon totalement mutualisée par l’intermédiaire des 
plateformes. Pour PHOTO, il s’agit principalement des plateformes "Photonique", "Fabrication Composants", 
"HOC", mais aussi "CEP", ce qui montre bien l’excellente implication de l’équipe dans le laboratoire et l’intérêt 
de la mise en commun des moyens techniques.  Pour ce qui est de la coordination scientifique, celle-ci est 
assurée à deux niveaux : tout d’abord au niveau des sous-équipes avec une périodicité bi-hebdomadaire, puis 
au niveau de PHOTO sur une base au minimum trimestrielle. Néanmoins, des réunions et des séminaires 
peuvent être organisés quand le besoin s’en fait sentir (achat de matériel lourd, visiteur, nouveaux résultats 
scientifiques, retour de conférence etc.)  

Historiquement, l'activité en photonique au sein du laboratoire a démarré avec des travaux pionniers en 
optique intégrée sur verre il y a bientôt 40 ans.  Quelques années plus tard, ceux-ci ont été étendus à l'optique 
guidée non-linéaire.  

Ainsi, depuis les premières démonstrations de principe de guides d’ondes optiques, l'optique intégrée 
sur verre a progressé de façon continue et remarquable, autant dans la compréhension et le contrôle des 
phénomènes électromagnétiques, que vers une maîtrise poussée de la technologie qui permet de réaliser des 
circuits intégrés optiques de plus en plus complexes. La partie applicative de ces recherches est, dès que cela 
est possible, valorisée à travers nos partenariats avec des industriels régionaux (dont certains sont issus d’un 
essaimage du laboratoire), nationaux et internationaux. Quant à la partie plus académique de ces recherches, 
elle a su faire émerger de nouvelles thématiques de l'optique intégrée sur verre, telles que les composants 
actifs (lasers, magnéto-optique…) et les capteurs. Une des clefs de cette réussite est la maîtrise d’une filière 
technologique complète qui reste en constant développement. 

Les activités initiales d'optique non linéaire ont naturellement évolué d'une part vers les interactions 
optique/microondes dans le cadre de la politique scientifique du laboratoire, et d'autre part vers les capteurs, 
en particulier électro-optiques.  

D'un point de vue chronologique, les activités optique/microondes se sont développées simultanément 
et indépendamment à Grenoble et à Chambéry,  alors que le laboratoire IMEP-LAHC n'était pas encore créé. A 
Grenoble, l'accent a été mis sur l'opto-microondes, à savoir initialement le contrôle de dispositifs microondes 
par voie optique, puis le traitement des signaux pour les télécoms optiques à très haut débit (radio sur fibre). 
A Chambéry, c'est le domaine térahertz qui avait été choisi, en insistant sur les aspects de spectroscopie, de 
composants à semi-conducteurs ultrarapides et d'échantillonnage électro-optique. Que cela soit à Grenoble ou 
à Chambéry, ces équipes ont acquis une visibilité et une notoriété mondiale. Elles travaillent aujourd’hui main 
dans la main et de manière complémentaire en opto-microondes, stimulées en cela par la montée en puissance 
des activités sub-millimétriques.  

Une activité capteurs optiques existe depuis la création de l’unité. Elle est fédératrice car transversale 
et reposant sur l’ensemble des savoir-faire de PHOTO. Par essence, elle est basée sur de nombreuses 
collaborations extérieures.  

De manière générale, les différentes sous-équipes de PHOTO sont en forte interaction car leurs savoir-
faire et compétences sont complémentaires. De même, la volonté affichée depuis la création de l’équipe 
PHOTO est la symbiose harmonieuse entre recherches fondamentales et applicatives, ces dernières devant 
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conduire à du transfert industriel. Cela se traduit concrètement par de très nombreuses collaborations avec les 
entreprises, par un grand nombre de brevets déposés et aussi par la création de plusieurs sociétés (Teem 
Photonics, A2PS, Kapteos, Resolution Spectra Systems). Le nombre croissant de nos publications dans les 
meilleures revues et aussi de nos conférences invitées, nos collaborations multiples avec des laboratoires 
nationaux et étrangers, notre implication dans des projets internationaux et dans de nombreuses organisations 
structurantes nationales et européennes, témoignent de la bonne santé et de la vigueur de nos recherches plus 
fondamentales. 

D’un point de vue organisationnel, seuls les sujets incluant essentiellement des aspects photoniques 
sont rattachés à PHOTO. Ce n’est donc par exemple pas le cas du photovoltaïque qui, à l’IMEP-LaHC, est 
essentiellement abordé du point de vue du dispositif et est rattaché à CMNE. A l’intérieur de PHOTO, les 
activités sont structurées en quatre sous-équipes : Optique Intégrée (OI), optoélectronique Térahertz (Tera), 
Capteurs (Capt), et Optomicroondes (Oµo). 

2.3.2 Optique Intégrée (Bastard L., Broquin J.E.,  Bucci D., Ghibaudo E.) 

L’axe Optique Intégrée (OI) s’est donné pour but de concevoir, réaliser et caractériser des dispositifs 
optiques intégrés actifs et passifs pour les télécommunications optiques et les capteurs. Pour cela, il mène des 
recherches pluridisciplinaires allant de la modélisation électromagnétique aux micro-technologies. Celles-ci 
sont organisées matriciellement en projets et actions transverses. Ces dernières, financées sur fond propre, 
concernent principalement le développement d’outils de simulation électromagnétique telle la méthode 
RCWA/AFMM, la modélisation physique des procédés technologiques, la mise au point de nouveaux procédés 
technologiques et leur caractérisation. Ce travail coordonné et transverse permet de maintenir à l’état de l’art 
mondial une filière technologique complète de réalisation de circuits intégrés optiques. Basée sur l’échange 
d’ions alcalins dans des substrats de verre, cette technologie a été transférée avec succès non seulement en 
France (Teem Photonics, A2PS) mais aussi aux USA (Gould). De plus, les activités en optique intégrée ne 
concernent pas que les dispositifs sur verre : nous avons en effet aussi des actions de recherche basées sur 
d’autres filières technologiques telles que la « Silicon Photonics » ou la « Mid-IR Photonics ». Les principaux 
projets menés à bien ces cinq dernières années sont : 

• Hybridation de couches sol-gel dopées par des nanoparticules ferro-magnétiques pour la 
réalisation d’isolateurs optiques intégrés sur verre : mené en collaboration avec le LT2C de 
l’Université de St Etienne (F. Royer), ce projet a été soutenu par la région Rhône-Alpes. Grâce à 
l’utilisation des techniques d’intégration 3D des guides d’onde mises au point au laboratoire, nous 
avons pu obtenir des rotations Faraday à l’état de l’art international en reportant sur les structures en 
verre du laboratoire des couches minces magnéto-optiques réalisées au LT2C. Ce projet a donné lieu à 
un brevet et a été le support de trois thèses (deux au LT2C et une au laboratoire). Il est actuellement 
poursuivi et fait l’objet d’une demande ANR pour 2015 afin d’exploiter les résultats obtenus à travers 
la réalisation d’un isolateur optique intégré. En effet, cette fonction est essentielle aux systèmes 
optiques sur puce et son intégration demeure un des défis principaux de l’optique intégrée actuelle 
quelle que soit la technologie employée. 

• Co-intégration de fonctions micro-fluidiques et optique sur verre pour la détection d’éléments 
radioactifs en milieu hostile : la gestion du combustible dans les centrales nucléaire et son 
retraitement sont un des enjeux de société majeur actuels. Dans ce cadre, nous développons en 
collaboration avec le CEA-Marcoule, une génération de capteurs optiques et micro-fluidiques intégrés 
permettant de mesurer en ligne la concentration en éléments radioactifs dans une solution fortement 
acide. Nos premiers prototypes ont permis des détections très efficaces sur des volumes de l’ordre du 
fl. Un brevet sur ces travaux a été déposé. Ils se poursuivent actuellement et un essaimage industriel 
est envisagé à l’échéance de 3 à 4 ans. 

• Développement d’une technologie IR moyen pour l’ESA : à la suite des travaux du projet ESA 
Integrated Optics for DArwin (IODA), dont nous avions assuré la coordination et qui avait pour but de 
créer ex-nihilo une technologie d’optique intégrée pour le MIR qui soit spatialisable, nous avons été  
chargés de la partie conception et simulation du projet IODA 2 dans le consortium mené par Thalès 
Alénia Space (TAS). Dans ce cadre, nous avons proposé et dimensionné des structures guidantes d’un 
nouveau type permettant d’assurer un guidage monomode sur une gamme de longueur d’onde très 
large (de 6 µm à 20 µm). Une fois réalisés par l’ICG de Montpellier sur des substrats dédiés fournis par 
le LVC de Rennes, les dispositifs ont été testés avec succès par TAS. Ces travaux pionniers dans l’infra-
rouge moyen présentent des perspectives exceptionnelles non seulement en interférométrie stellaire 
et spatiale, mais aussi en chimie car les molécules présentent de nombreuses bandes d’absorption 
dans cette région du spectre électromagnétique. 

• LIDAR intégrés : depuis maintenant sept ans, nous menons une collaboration étroite avec Thales 
Avionics et Teem Photonics dans le but de réaliser des systèmes de mesure de vitesse-air pour les 
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aéronefs civils dont les modes de défaillance sont différents de ceux des sondes Pitot. Les premiers 
prototypes de LIDAR utilisant une source laser DFB intégrée sur verre à très faible RIN ont été testés 
avec succès en laboratoire et en vol (projet européen FP7 NESLIE). Les travaux actuels portent sur 
l’intégration monolithique des fonctions optiques actives et passives. Ainsi, une diode laser de 
puissance a été hybridée sur une cavité étendue réalisée sur verre (brevet déposé) et un laser DFB 
hybride intégré en 3D a été démontré. Ces travaux ont aussi débouché sur des applications pour les 
transports terrestres, dans le cadre du projet européen SIMPLE destiné à la mise au point d'un système 
de sécurité LIDAR pour les lignes ferroviaires européennes. Le laboratoire a développé et fourni le 
laser intégré « Q-switch » chargé d’ensemencer l’amplificateur de puissance de ce LIDAR réalisé en 
collaboration avec le Politecnico de Turin dans le cadre d’une thèse en co-tutelle (G. Scarpignatto).  

• Spectromètres intégrés : en collaboration avec l'axe « capteur optique », plusieurs membres de OI 
sont impliqués dans le projet FUI ANAGRAM pour le développement de spectromètres intégrés de type 
SWIFT. Notre contribution concerne principalement la modélisation des interactions entre un substrat 
de silicium micro-structuré recouvert d’or et une onde électromagnétique (mesures SERS), la 
réalisation de structures périodiques de pas submicronique (réseaux de Bragg) sur des guides d’onde 
et la mise au point d’une nouvelle technologie à base d’ions Tl+ permettant de réaliser des guides 
monomodes pour le violet et le bleu. 

2.3.3 Optoélectronique térahertz (Bernier M., Coutaz J.-L., Gaborit G. 50%, Garet F., 
Hérault E., Roux J.-F., Vitrant G. 50%) 

Trois activités connexes et imbriquées sont menées dans cet axe.  

2.3.3.1 Physique,	  composants	  et	  applications	  des	  ondes	  THz	  

C'est l'activité historique et emblématique de l'axe, dont le point fort est la spectroscopie THz dans le 
domaine temporel (THz-TDS). Après une période pionnière (1994-2005), notre savoir-faire est maintenant 
employé pour d'une part améliorer ces techniques THz-TDS afin de caractériser tous types de matériaux ou 
dispositifs entre 0.1 et 4~5 THz, et pour adresser différentes applications des ondes THz. Pour cela, nous avons 
récemment considérablement amélioré nos équipements expérimentaux (4 lasers femtosecondes dont un 
amplifié) alimentant un parc unique en France de 7 bancs THz-TDS permettant des mesures en transmission, 
réflexion, ATR, polarimétriques, goniométriques ou très large faisceau. En complément de cette approche 
impulsionnelle, nous avons entamé un travail sur la génération de signaux THz quasi-continus en développant 
des micro-lasers au fonctionnement bi-fréquences.  

Les faits marquants de nos recherches sont : 

• THz-TDS, améliorations de la technique poussée à l'état de l'art : traitement rigoureux des 
matériaux absorbants permettant d'obtenir des précisions de mesures constituant l'état de l'art 
(Δn ~ 0.1%, Δα ~ 0,1 cm-1); comparaison critique des différentes techniques THz (THz-TDS en 
réflexion, transmission, ATR ou technique FTIR) et de différents instruments (collaboration 
Advantest, Japon); développement de mesures polarimétriques. 

• THz-TDS, caractérisation de matériaux et de composants originaux : démonstration du 
caractère main gauche et/ou chiral de méta-matériaux montrant un pouvoir rotatoire géant 
(collaboration IEMN); nouvelle méthode pour caractériser avec précision (Δn~1%) des films 
minces (λ/100); étude très précise des propriétés de propagation des plasmons de surface THz 
(collaboration Université Lomonosov Moscou); optiques diffractives de grande qualité pour les 
THz, par exemple lentille de Fresnel en papier (collaboration Université Technologique 
Varsovie); caractérisation de cristaux super-ioniques de type TlGaTe2 et tellurures, séléniures… 
pour la génération THz (collaboration Académie des Sciences d'Azerbaïdjan); mise en évidence 
de diffusion Mie dans des matériaux diffusants (collaboration LETI-CEA); microstructures 
diffractives THz à bande étroite et large ouverture numérique (collaboration LHC St Etienne, 
IEMN, LPN).  

• Applications des ondes THz : première démonstration d'images en temps réel de faisceaux THz 
à l'aide de caméras à micro-bolomètres (collaboration CEA-LETI) ; première démonstration 
expérimentale d’un Tag pour l’identification dans le domaine THz (collaboration LCIS, CTP, 
Arjowiggins Security); détermination de la réponse fréquentielle de détecteurs de puissance 
par mesure TDS (collaboration dans le cadre de l’ANR franco-japonaise WITH avec IES et LCC 
Montpellier, IEMN, l’institut Riken Sendaï et l’Université Tohoku) ; mise en évidence de forts 
effets diffractifs dans les tissus de vêtements.  
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• Développement de source THz quasi-continue : réalisation de micro-lasers bi-fréquence 
originaux pour la génération de signaux THz continus et quasi-continus –optimisation durée 
puissance- (collaboration société Teem Photonics). 

2.3.3.2 Génération,	  Traitement	  et	  détection	  optoélectronique	  de	  signaux	  RF	  et	  THz	  

Il s'agit de la suite de travaux dévolus à la conception de détecteurs THz par photoconduction. Ils ont 
été poursuivis d’une part en étudiant des matériaux semi-conducteurs ultrarapides pour une excitation à 
λ=1,55 µm et d’autre part en appliquant la photoconduction à l’échantillonnage de signaux RF en vue de la 
réalisation de convertisseurs analogiques numériques (CAD) utilisant une horloge optique à très faible gigue    
(< 10 fs). Nos études montrent que ces dispositifs présentent potentiellement des bandes passantes de 
plusieurs centaines de GHz. 

Les faits marquants de cette thématique sont : 

• Photocommutateurs sensibles à λ=1,55 µm : dispositifs à base d’InGaAs épitaxiés à basse 
température ou implantés (collaboration INL Lyon, LTM Grenoble et Université de Sherbrooke).  

• Echantillonneurs RF optoélectroniques : Modélisation analytique et démonstration 
expérimentale d'échantillonnage de signaux RF jusqu'à 40 GHz avec des photo-commutateurs 
excités par un laser femtoseconde : les performances sont supérieures à celles de systèmes à 
modulateur électro-optique Mach-Zehnder et photodiode rapide (collaboration Thalès TAS et 
TRT).  

• Traitement optoélectroniques des signaux RF : transfert d’une modulation optique (0-20 
GHz) sur une porteuse RF (40 GHz) par photocommutation, première démonstration de 
démodulation RF directe par détection optoélectronique hétérodyne (collaboration IEMN et 
CPST Vilnius, projet Marie Curie). 

De par son évolution, cette thématique se rapproche fortement de l'axe opto-microonde de l'équipe PHOTO. 
Les compétences et savoir-faire complémentaires des personnels de ces différentes sous-équipes, les uns ayant 
une approche plus « physique », les autres plus « électronique », seront des atouts indéniables pour les futurs 
projets communs qui se mettent en place actuellement. 

2.3.4 Capteurs (Benech P., Gaborit G. 50%, Morand A., Schanen I., Vitrant G. 50%) 

2.3.4.1 Echantillonnage	  électro-‐optique	  (EO)	  

L'EO est une technique exploitée au laboratoire depuis le début des années 2000. Elle a conduit au  
développement de capteurs fibrés de champ électromagnétique (EM). Les sondes réalisées sont entièrement 
diélectriques, et autorisent une mesure non perturbatrice du vecteur champ électrique sur une très large 
bande de fréquence (quasi DC → 20 GHz pour une mesure monocoup et jusqu'au THz en temps équivalent) et 
avec une dynamique de mesure dépassant les 130 dB. Les nombreuses applications de ces capteurs (par 
exemple en défense, biomédical, électrotechnique, électromagnétisme…) nous ont permis de nouer des 
collaborations avec des partenaires comme la DGA, Schneider Electrique, les laboratoires XLIM (Limoges), 
Créatis (Lyon), Femto ST (Besançon), l’Université de Chicoutimi (Canada), etc 

Les avancées associées à cette thématique ont conduit, en novembre 2009, à la création de l'entreprise 
Kapteos qui compte aujourd'hui 9 employés et qui a financé 3 thèses au sein du laboratoire (contrats CIFRE et 
CIFRE-Défense). Au cours de ces 5 dernières années, les avancées majeures concernent à la fois l'exploitation 
de l'effet EO dans des configurations innovantes et des caractérisations inédites de champ EM : 

• Utilisation d'un unique cristal EO isotrope pour la mesure simultanée et en temps réel de 2 
composantes transverses du vecteur champ électrique, et réalisation d'un capteur EO fibré pour 
la mesure simultanée de champ électrique et de température. 

• Développement de nouvelles techniques de caractérisation de cristaux EO, 

• Mesure de champ électrique en régime impulsionnel au sein de milieux biologiques, et 
évaluation duale (champ électrique et température) et non perturbatrice du taux d'exposition 
d'un milieu biologique, 

• Couplage de l'effet EO avec des antennes résonnantes pour le développement d'un capteur de 
champ magnétique IRM ultrasensible (sensibilité meilleure que 0.5 pT) et non invasif, 

• Caractérisation monocoup et in-situ de l’évolution temporelle du vecteur champ électrique au 
sein de décharges partielles ou totales, et démonstration expérimentale du comportement  
rotatoire du champ électrique associé à des ionisations de type plasma, 
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• Génération et détection polarimétrique de champ électrique ultra-large bande dans la gamme 
spectrale THz. (ces résultats sont en lien direct avec l’axe physique, composants et 
applications des ondes THz - 2.3.3.1). 

2.3.4.2 Micro-‐Nano	  structures	  métalliques	  et	  plasmoniques	  

Dans le cadre du projet ANR Pomesco, une technique originale a été mise au point pour fabriquer des 
structures 3D par photofabrication laser, l’accent étant mis sur le caractère métallique. Le procédé est basé 
sur une réaction chimique induite par absorption à 2 photons au point focal d’un faisceau laser focalisé. Cette 
étude, qui a été menée en collaboration avec une équipe du LiPhy de l’UJF à Grenoble, a permis des avancées 
majeures dans le domaine exploratoire de la nano-fabrication d'objets 3D. Le procédé est aujourd’hui 
industrialisé et une machine est commercialisée par la société Teem Photonics. Outre le procédé de 
fabrication, cette approche a ouvert la voie à des composants de micro optique diffractive originaux. Ce travail 
se prolonge depuis 2013 par une thèse en codirection avec le laboratoire Hubert Curien de St Etienne, à 
l’interface entre optique et physicochimie. En particulier, on a montré qu’il est possible d’utiliser les ondes 
optiques guidées pour contrôler la croissance de nanoparticules, et même faire apparaître des structures 
spontanément auto-organisées. On obtient ainsi des filtres accordables sur une très large gamme de l’UV à l’IR 
et plus généralement des fonctions qui pourraient être utiles en optique intégrée.  

2.3.4.3 Interféromètre	  en	  optique	  intégrée	  

L’équipe s’est investie fortement dans le développement de spectromètres optiques, notamment du 
SWIFTS. Sa technologie est tout à fait originale et a fait l’objet de brevets avec une valorisation par une start-
up crée en 2013, Resolution Spectra Systems (RSS). La sous-équipe est impliquée dans plusieurs projets (2 FUI 
et une ANR Emergence notamment) en partenariat avec différents laboratoires et entreprises grenoblois (LTM, 
Teem Photonics, IPAG, RSS). Elle continue à innover sur le sujet et à développer cette instrumentation. Le 
consortium s'intéresse notamment à d’autres technologies comme le LLIFTS dont la réalisation est plus simple 
mais avec des résolutions spectrales plus faibles que le SWIFTS. Les applications visées concernent l’analyse 
spectrale de source laser mais aussi l'implantation dans des systèmes de métrologies (capteurs de contraintes, 
analyse de signaux SERS …). Ce sujet est mené en étroite collaboration avec la sous-équipe OI car l’optique 
intégrée constitue la technologie de base au cœur des systèmes développés.  

La modélisation constitue un aspect important de cette thématique notamment dans la technologie 
SWIFTS pour modéliser l’interaction d’un guide d’onde avec des nanoplots. Il est mené en étroite collaboration 
avec l’équipe OI. En particulier la méthode RCWA (Rigourous Coupled Wave Analysis) qui a été implémentée au 
laboratoire a permis d’obtenir des avancées importantes pour cette problématique. Cet outil numérique a aussi 
été utilisé pour la modélisation de dispositifs photovoltaïque en collaboration avec le thème CMNE du 
laboratoire et est maintenant utilisée dans le domaine du SERS "Surface Enhanced Raman Scattering" avec le 
projet FUI Anagram. Cet outil a aussi été utilisé pour d'autres sujets et a conduit à des publications pour la 
modélisation de structures résonantes en Si (microdisque ou sphère), en verre (interaction entre guide et 
nanoplots métalliques) ou niobate de lithium (interaction guide avec une fente).   

2.3.5 Opto-microondes (Cabon B., Poëtte J.) 

A la frontière entre optique et microondes, la spécificité de l'optomicroonde qui a émergé il y a une 
trentaine d'année est d'associer ces deux disciplines pour réaliser des fonctions nouvelles. Au laboratoire, cette 
discipline est apparue en 1983, au moment de la fusion entre le LEM et le GEMEO, et a abordé de nombreux 
aspects. Pou ce qui concerne plus précisément la période considérée les recherches en optomicroondes au 
laboratoire ont porté sur l’interface entre les réseaux d’accès électriques (cablés ou sans fils) et d’accès 
optiques. Nous étudions la convergence des techniques associées, sans fils (« wireless ») et optiques, pour des 
applications très large bande sur plusieurs GHz autour de la porteuse, cette dernière pouvant être aux 
fréquences millimétriques (~60 GHz et supérieure). Nous employons des modulations numériques de très hauts 
débits (> 1 Gb/s) à formats complexes (type QAM, Quadrature Amplitude Modulation). Un brevet européen et 
de nombreuses publications dans la période dans des revues et conférences internationales à fort facteur 
d’impact, témoignent de la forte retombée de ces études. 

Les principaux résultats obtenus dans cette thématique sont : 

• Génération de fréquences millimétriques par modulation optiques de sources DFB continus. Des 
signaux à 60 GHZ à plusieurs Gbits/s ont été transmis par voie optique et voie RF en espace libre.  

• Lasers à blocages de modes pour la génération de porteuse millimétriques : une collaboration avec 
le laboratoire III-V Lab nous a permis d’utiliser leur sources pour des applications radio-sur-fibre à 
60 GHz. Les impacts du bruit de phase, du « chirp » et la sensibilité à la dispersion chromatique ont 
été étudiés en détails.  
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• L’utilisation de détecteurs d’enveloppe aux fréquences millimétriques nous a permis de nous 
affranchir du bruit de phase des porteuses générées, autorisant ainsi l’utilisation à haut débit des 
techniques d’hétérodynage optique de lasers continus (DFB à semi-conducteurs) distincts. 

• Indépendamment des études sur la stabilisation des porteuses générées, une stabilisation des 
bandes latérales portant l’information a pu être réalisée. Elle a été appliquée au signal issu d’un 
laser à verrouillage de mode (QD-MLLD). Ce système a fait l’objet à un Brevet Européen, en 
coopération avec l’Université de Karlsruhe, KIT, Allemagne. 

• Les techniques de mesures de bruit de phase ont été adaptées aux spécificités des signaux 
millimétriques des porteuses générées par voie optique. Une analyse temporelle a été nécessaire 
pour s’affranchir de l’utilisation d’un oscillateur local, technique incompatible avec les sources 
optiques, ces dernières présentant une dérive (gigue) non négligeable. 

• le Prix de Thèse « Bertha Benz » pour l'année 2013 de la fondation Daimler et Benz 
http://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/index.php?page=home_en a été donné aux travaux de 
thèse de F. Brendel. 

Les travaux en optomicroondes connaissent une grande renommée à l’échelle Européenne, grâce aux 
retombées du contrat FP6-IST-26592 « ISIS » (2006-2009) de la commission Européenne. Les travaux sur le 
contrat  « TELDOT » ANR, 2010-2013, ont donné lieu à des collaborations industrielles notamment avec III-V 
Lab, sur les  sources MLLD et leurs applications, et Orange Labs pour les aspects réseaux et liens optiques 
transparents. 

Les perspectives de cette équipe, en plus de celles mentionnées en fin du rapport,  sont liées en partie 
au projet européen ITN  Innovative Training Networks-Marie Curie Action,  « FIber-Wireless Integrated 
Networks for 5 th  Generation delivery »  (FIWIN5G),  qui vient d’être accepté. L’équipe opto-micro-ondes est 
en charge du « work-package  WP3-training » de ce projet incluant de nombreux partenaires européens 
(University College London, University  Duisburg-Essen, Technical  University  of  Denmark, UC3M Madrid, 
Université de Chypre, University of Ljubljana, Budapest  University  of  Technology, CNIT Italie, III-V lab 
France). De nombreux échanges sont prévus pour les années à venir ce qui renforcera les collaborations 
existantes issues des projets précédents et en crééra de nouvelles. 

Des échanges purement scientifiques sont actuellement en cours avec l’université Laval de Québec. 
Nous réaliserons des études systèmes sur leurs composants, ce qui permettra d’initier de nouvelles 
collaborations que nous espérons fructueuses.  

2.3.6 Bilan de l’activité de PHOTO 

2.3.6.1 Production	  scientifique	  :	  

 

Equipe Revues 
Internationales 

Conférences 
Internationales 

Conférences 
Nationales 

Ouvrages Neff 

OI 11 24 2  2 

Téra 46 80 27 6 3,25 

Capt 28 59 23 1 2,25 

OµO 25 21 11  1 

2.3.6.2 Rayonnement	  et	  attractivité	  académiques	  

Ainsi qu'on peut le voir dans l'annexe 7.3.1, le thème photo est impliqué dans de nombreux projets avec 
des partenaires publics et privés, dont 31 ont obtenu un soutien contractuel sur financement public. Parmi ces 
contrats on trouve 12 contrats régionaux, 7 nationaux (ANR, FUI, etc) et 7 Européens, ce qui traduit un bon 
équilibre entre implication dans le tissus local et reconnaissance à l'échelle internationale. Au niveau régional 
il s'agit principalement de collaborations avec des laboratoires et instituts aux compétences complémentaires, 
principalement sur le site Grenoblois (IPAG, LTM, LETI, LiPhy …) mais aussi régionaux (St Etienne, Lyon, 
Valence …). Au plan national et international on trouve de nombreux partenaires, et notamment la 
participation au labex Focus, ainsi que l'implication dans 3 réseaux Européens ITN Marie Curie. 

En raison de leur expertise reconnue dans leur domaine de compétence, les membres du thème Photo 
sont régulièrement sollicités pour participer à de nombreux comités et conseils d'organismes et de sociétés 
savantes (cf annexe 6.3.2). De plus des membres du thème ont participé à l'organisation de plus de 28 
conférences et workshop et sont impliqués dans plusieurs comités éditoriaux. On notera à la fois l'organisation 
de conférences (par exemple Horizon de l'optique à Chambéry) mais aussi une forte implication dans des 
conférences internationales de premier plan (SPIE Photonics West, IEEE Microwave Photonics, etc). On note 
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aussi de nombreux échanges d'EC, de post-docs et de thésards rendus possibles par la participation à plusieurs 
réseaux internationaux ainsi que l'obtention de 5 prix et 6 PES. 

2.3.7 Interactions avec l’environnement social, économique et culturel 

Soucieux de l'impact sociétal de leurs recherches, plusieurs EC du thème son impliqués dans des actions 
de vulgarisation scientifique en direction du grand public, notamment la présidence d'un café scientifique (cf 
annexe 6.3.3). Pour le public scientifique non spécialiste, le groupe a aussi des actions de communication avec 
la participation à 7 ouvrages au cours du quadriennal. 

Les relations avec le monde économique constituent un point important pour PHOTO, notamment au 
travers de la forte implication de quelques EC dans des start-up. Outre la création d'emplois dans la région, 
cette implication permet de valoriser les recherches menées dans le groupe et on notera qu'il y a eu pas moins 
de 11 brevets déposés pendant ce dernier quadriennal (annexe 7.3.3). Au delà des start-ups, le groupe PHOTO 
a des fortes relations avec le milieu industriel et participe à plus de 17 contrats avec des partenaires 
industriels (annexe 7.3.2), et il assure l'encadrement de nombreux doctorants en convention Cifre. Il faut aussi 
noter que cette forte implication industrielle a un effet très bénéfique pour nos doctorants car elle les met 
dans une bonne situation pour trouver des débouchés dans cet environnement à l'issue de leur thèse. Cette 
question du débouché des docteurs est d'ailleurs une préoccupation importante pour tous les encadrants du 
groupe et la grande majorité des docteurs ont pu valoriser leur thèse dans leur carrière ultérieure.  

De façon plus originale, on notera aussi notre participation à une action en direction du monde des arts. 
En effet, nous avons développé une collaboration avec Eric Michel, artiste contemporain, qui a réussi à créer 
une œuvre à partir des résultats de recherche (thèse de Lydie Onestas) qu'il a vus au laboratoire 
(www.ericmichel.net). 
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3 Implication de l’unité dans la formation par la recherche 

L’IMEP-LaHC est naturellement fortement impliqué dans la formation par la recherche. Cette 
implication se traduit aussi bien au niveau de la formation doctorale et de l’école Doctorale EEATS que des 
différents mastères et écoles d’ingénieur comme le montrent les paragraphes ci-dessous. 

3.1 Formation doctorale 

Le laboratoire est essentiellement adossé à l’école doctorale EEATS via les spécialités Nano Electronique 
et Nano Technologies (NENT) et Optique-Radiofréquences (OR) cette dernière spécialité étant dirigée 
successivement par B. Cabon (Pr, IMEP-LaHC) puis G. Vitrant (DR, IMEP-LaHC depuis 2012). 

Sur la période écoulée, 123 doctorants ont soutenu leur thèse et 73 thèses sont en cours.  

L’annexe 7 présente la liste des thèses (avec leur sujet et les cotutelles) et l’annexe 10 la liste des 
thèses extraites du fichier excel  (SE_01_4_UR_Données du contrat en cours) avec le détail du placement des 
doctorants et de leur mode de financement notamment. Le laboratoire se caractérise par un nombre important 
de thèses en général mais aussi de thèses CIFRE liées en partie aux activités de recherche menées en 
collaboration avec le « tissu » industriel grenoblois. Le placement des étudiants (annexe 10) reflète ce 
dynamisme avec un taux de placement important dans le secteur industriel. 

Le laboratoire accueille également chaque année une vingtaine de stagiaires M1 et M2. 

3.2 Participation aux instances de pilotage de modules de formation labellisés, de 
master et de doctorat 

Plusieurs membres du laboratoire ont ou ont eu de fortes responsabilités au niveau de l’Université de 
Savoie et de Grenoble INP comme notamment : 

• la Présidence de l’Université de Savoie (G. Angénieux de 2008 à 2012).  

• la direction de l’Ecole Nationale Supérieure de PHysique ELectronique et MAtériaux 
(PHELMA) (Pierre Benech). 

• la Vice-présidence des Ressources Humaines de Grenoble INP (A. Vilcot depuis 2012). 

On peut également souligner l’implication des enseignants-chercheurs dans d’autres instances de 
pilotage ou dans d’autres responsabilités de Grenoble INP comme : 

• Responsable des études PHELMA (A. Vilcot jusqu’en 2012) 

• Vice-présidente CEVU (Conseil Etude et Vie Universitaire) puis CA de Grenoble INP (jusqu’en 
2012, N. Guillemot). Membre du cabinet de la Vice-présidence CEVU Grenoble INP (2008-2012, 
E. Bano). 

• Membre du Conseil et du Conseil restreint de PHELMA (N. Mathieu, Q. Rafhay, JE Broquin)  

3.3 Conception et coordination de modules de formation et de cursus labellisés 

Sur le site de Grenoble, les enseignants-chercheurs de l’IMEP-LaHC sont fortement investis dans les 
différentes spécialités et masters de l’école d’ingénieur PHELMA mais également à l’IUT et à l’UJF. Ces 
responsabilités incluent aussi bien les activités administratives que l’évolution de leur contenu pédagogique en 
concertation avec les enseignants-chercheurs impliqués et de leurs activités de recherche. 

• Responsabilité de filière (ou spécialité) et master à  PHELMA (Grenoble INP) 

Ces filières (composées de 10 à 40 étudiants par année) correspondent aux spécialisations suivies par les 
élèves ingénieurs de PHELMA en 2ème et 3ème année de leur cursus ingénieur en trois ans. Ces filières sont, pour 
certaines, mutualisées avec des masters. 

- Filière Physique Nanosciences (PNS) mutualisée avec les masters OR et NENT (R. Clerc 2008-
2012, A. Kaminski 2012-2013, L. Bastard depuis 2013). 

- Filière Systèmes et Microsystèmes pour la Physique et les Biotechnologies SMPB PHELMA (2009-
2014, N. Mathieu). 

- Filière Systèmes électroniques Intégrés SEI PHELMA (J.-D. Arnould). 
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- Filière Nanotech: master international, Grenoble-INP / Politecnico Torino / EPFL (P. Morfouli). 

- Filière Internet Services et systèmes connectés PHELMA (Ghislaine Maury). 

- Filière Conception de systèmes intégrés par apprentissage (J.-M. Fournier, S. Bourdel). 

- Master Communications and System Engineering (CSE) PHELMA (Y. Le Guennec). 

- Responsable master M2R OR EEATS (depuis 2007) (B. Cabon) ; Responsable de l’option Radio (J. 
Poette) et de l’option optoélectronique (D. Bucci). 

Sur le site de Chambéry, les enseignants-chercheurs ont également des responsabilités de masters et de 
départements de l’Université de Savoie. 

- Master spécialité enseignement en Sciences Physiques et Chimiques à l'Université de Savoie de 
2008 à 2013 (P. Febvre). 

- Master MEEF parcours Sciences Physiques et Chimiques de l'ESPE (master 1 et master 2) depuis 
la rentrée 2013 (P. Febvre). 

- Master TR Université de Savoie (B. Fléchet (M1), S. Bauzac (M2)). 

- Responsable de la partie Electronique des Télécommunications du Master STIC de l’Université 
de Savoie (B. Fléchet). 

- Directeur Département EEA, UFR SFA, Université de Savoie (B. Flechet (<2012), S. Bauzac 
(>2012)). 

- Directeur Département Physique, UFR SFA, Université de Savoie (J.-L. Coutaz 2009-2011). 

3.4 Organisation d’écoles doctorales ou d’écoles d’été  

Plusieurs écoles d’été ont été créées et sont organisées par les chercheurs et enseignants chercheurs du 
laboratoire : 

• 5 sessions de l’ « International Summer School on Advanced Microelectronics » (MIGAS): 2009 
(L. Montes), 2010 (G. Ardila, L. Montes), 2011 (G. Ardila, A. Kaminski, L. Montes), 2012 et 2013 
(L. Montes, P. Ferrari, F. Podevin, E. Pistono, Y. Le Guennec, J.-D. Arnould). 

• Fondateur de Nano-KISS (Korean International Summer School on Nanoelectronics) et Chairman 
de Nano-KISS’10, 11, 12, 13, 14 (S. Cristoloveanu), membre du comité d’organisation (L. 
Montès, 2009-2014). 

• Sinano Summer School 2010 (F. Balestra). 

• Fondateur et organisateur de Grenoble INP Summer School (R. Clerc, 2010-2012). 

• Fondateur du colloque EWME (European Workshop on Microelectronics Education), membre du 
comité de programme de 2006 à 2012 (N. Guillemot). 

• Organisation de la 1st Mitepho Summer School, dans le cadre du programme Pierre et Marie 
Curie « MITEPHO », Arêches – Beaufort, France, septembre 2011 (J.-L. Coutaz). 

3.5 Participation à des réseaux de formation internationaux 

Différents membres du laboratoire sont impliqués dans des réseaux de formation internationaux :  

• Responsable des thèses en co-tutelle et des échanges en enseignants avec l’Université d’Udine 
(Italie) (Q. Rafhay). 

• Participation au réseau EURODOTS (I. Ionica, Q. Rafhay, G. Ghibaudo). 

• Correspondant CLUSTER pour le Politecnico di Torino, Italie (D. Bucci). 

• Participation au réseau d’enseignement lié au Master International Nanotech (Politecnico di 
Torino, Grenoble-INP, EPFL) (D. Bucci, J.-E. Broquin, Q. Rafhay, I. Ionica, J.-E. Broquin). 

Ces réseaux associés aux collaborations internationales du laboratoire ont donné lieu à plusieurs thèses 
en cotutelle avec entre autre la Corée, l’Italie, le Canada, la Grèce, le Brésil et l’Allemagne comme indiqué en 
annexe 7. 
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4 Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 

4.1 Stratégie de l’unité 

4.1.1 Auto-analyse de l’IMEP-LaHC 

• Points forts :  

o Abondante production scientifique de qualité, et domaines d’expertise reconnus 
internationalement, se traduisant par une très bonne attractivité (nombreux 
professeurs invités, recrutement d’EC en mutation, etc.), par l'organisation de 
conférences, etc. 

o Variété et complémentarité des thématiques étudiées. 

o Nombreuses collaborations internationales dont une grande intégration dans les 
réseaux européens. 

o Forte valorisation de la recherche (création de startups et nombreux brevets) induite 
par une grande activité contractuelle. 

o Plateformes techniques d’excellente qualité, personnels de soutien compétents et 
motivés. 

o Excellente adéquation des activités et thématiques de recherche avec les enjeux 
sociétaux actuels ainsi qu’avec le bassin socio-économique local. 

• Points faibles :  

o Départ en retraite, dans les années à venir, de chercheurs "emblématiques" 
difficilement remplaçables en termes de leadership sur le court terme. 

o Marge de manœuvre budgétaire faible en raison de frais d’infrastructure élevés, qui 
ne permet pas de financer sur crédit interne des choix de politique scientifique. 

o Laboratoire multi-tutelles, aux politiques scientifiques et/ou aux organisations 
administratives différentes. En particulier, la non-délégation de la gestion des 
personnels ITA de l’Université de Savoie à l’unité (ceux-ci sont gérés par l’UFR) pose 
un problème de coordination et d’équité de traitement entre les différents personnels 
techniques et administratifs de l’IMEP-LaHC. 

• Opportunités :  

o Renforcer les interactions avec l’environnement local (FMNT, CEA-LETI, CEA-INES, 
MINALOGIC, etc.), en profitant de la création de la COMUE qui instaure des grands 
pôles thématiques de recherche, renouvelant ainsi le panorama local de l'organisation 
de la recherche. 

o Le projet de campus GIANT et les nouvelles thématiques  interdisciplinaires à saisir 
dans ce contexte comme l’énergie (photovoltaïque, conversion…), la biologie, 
l’environnement.  

o Utiliser les remplacements des départs à la retraite d’EC et C pour faire émerger de 
nouvelles thématiques et amener de nouvelles compétences. 

• Risques :  

o Cadres vieillissants au remplacement non-assuré.  

o Forte activité contractuelle « alimentaire » au détriment de la recherche plus 
académique.  

o Obsolescence des équipements des plateformes en raison d’un investissement trop 
faible.  

o Démotivation des personnels soumis à une forte pression en raison de la disette 
budgétaire actuelle et dont les perspectives d’évolution de carrière sont pour le moins 
floues.  

o Rupture des équilibres entre physique appliquée et physique plus fondamentale au 
niveau de l’Université de Grenoble-Alpes. D’un côté, le reversement du laboratoire 
dans un pôle de recherche contenant deux mastodontes de la physique amont 



Section des unités de recherche 

	  

28 
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
Janvier 2014 

grenobloise (Institut Néel et INAC) pose question quant à notre représentation auprès 
de nos tutelles académiques ; de l’autre, un affaiblissement supplémentaire de la 
FMNT risquerait de diminuer notre visibilité en morcelant les contributions 
académiques face à un partenaire CEA dominant dans le pilier « recherche appliquée » 
de GIANT et de Minatec. 

Au cours du prochain contrat, le laboratoire s’efforcera donc de s’appuyer sur ses points forts pour saisir 
les opportunités qui se présenteront afin de corriger ses points faibles et de gérer au mieux les risques.  

4.1.2 Perspectives de l’IMEP-LaHC 

4.1.2.1 Pilotage	  et	  animation	  scientifique	  

De manière concrète, nous allons continuer les efforts de fusion des activités de recherche et de 
rapprochement des personnels entre les deux sites du laboratoire. Ainsi, nous porterons la plus grande 
attention à fournir à chaque membre de l’unité la même qualité de service quel que soit le site. Pour cela, 
nous continuerons nos travaux de réorganisation et d’optimisation des services de soutien à la recherche. Nous 
travaillerons dans un souci de respect des personnels concernés, de concertation mais aussi d’efficacité du 
service rendu.  

Bien que cela représente un coût non négligeable pour le laboratoire, nous persisterons dans 
l’organisation de réunions alternées sur les deux sites et nous favoriserons les travaux de recherche multi-sites. 

Nous travaillerons à créer une identité propre au laboratoire à travers non seulement l’organisation 
d’événements fédérateurs tels que les journées scientifiques ; mais aussi grâce à la recherche d’un nouveau 
nom pour l’unité pour que l’IMEP-LaHC ne puisse plus être perçu comme la juxtaposition de l’IMEP et du LaHC. 
Cette réflexion était peut être prématurée il y a quelques années, mais le laboratoire a atteint maintenant un 
régime de fonctionnement pérenne qui le permet. 

L’animation scientifique de l’unité sera basée, comme à l’heure actuelle, sur des réunions régulières 
des équipes et sous-équipes de recherche, des séminaires mensuels, ainsi que sur l’organisation de journées 
scientifiques annuelles réservées aux présentations des doctorants. Dans la même continuité, les orientations 
scientifiques seront proposées dans les équipes de recherche avant d’être débattues et validées en conseil 
scientifique. 

4.1.2.2 Interaction	  avec	  l’environnement	  local,	  national	  et	  international	  

l’IMEP-LAHC souhaite se positionner comme un des laboratoires français de référence dans le domaine 
des dispositifs intégrés (de l'électronique à la photonique en passant par les RF). Pour ce faire,  il s'appuiera sur 
les potentialités académiques, technologiques et industrielles de l’axe Grenoble-Chambéry.  

Nous envisageons donc de renforcer les interactions avec nos partenaires de la FMNT, de continuer à 
collaborer efficacement avec le CEA et de développer encore plus les liens que nous avons avec nos partenaires 
industriels à travers la signature d'accords-cadres de collaboration ou la création d'équipes communes lorsque 
cela est possible. 

Par ailleurs, nous sommes conscients de notre positionnement à l’interface entre la physique 
fondamental et les applications industrielles et nous avons l’intention de faire vivre cette thématique à 
l’intérieur de l’UGA en participant activement aux activités du pôle de recherche Physique Ingéniérie et 
Matériaux en cours de création. Nous continuerons à nous impliquer dans les pôles de compétitivité MINALOGIC 
et TENERRDIS tout en suivant attentivement les évolutions du projet GIANT dans lequel nous serons surement 
amenés à participer. 

Au niveau national, nous continuerons à nous investir dans la communauté à travers notre participation 
aux GDRs de nos domaines à l’organisation de conférences nationales (JNOG, JNM, JTHz, etc.) ainsi qu’à la 
création de consortium pour répondre aux appels à projets de l’ANR, même si leur financement est de plus en 
plus aléatoire. 

Nous continuerons à nous impliquer fortement sur la scène européenne en coordonnant certains projets 
et participant à d’autres. Cet engagement européen est non seulement très intéressant d’un point de vue 
scientifique puisqu’il nous permet de travailler avec des laboratoires de très haut niveau ; mais il est aussi vital 
d’un point de vue financier en raison de nos frais d’infrastructure et de la faiblesse relative de notre dotation 
de base.  
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4.2 Perspectives scientifiques de l’IMEP-LaHC  

4.2.1 Equipe CMNE 

4.2.1.1 Analyse	  FFOM	  

Le tableau suivant synthétise le travail d’auto-analyse effectuée au sein de CMNE, en plusieurs étapes, avec 
l’ensemble des membres du thème. 
 

Forces (facteurs internes) Faiblesses (facteurs internes) 

-‐ Moyens de caractérisation puissants et expertise 
technique associée. 

-‐ Production scientifique importante et de qualité. 
-‐ Liens formalisés avec l’industrie, formation des 

doctorants avec forte proportion de 
recrutements dans l’industrie. 

-‐ Implication dans les instances stratégiques 
locales et européennes. 

-‐ Evolution thématique anticipant l’évolution de la 
microélectronique, diversification des 
partenariats (international, PME…). 

-‐ Les ressources ont pu jusqu’à présent être 
adaptées à l’évolution thématique. 

-‐ Plusieurs départs à la retraite prévus dans les 5-
10 ans à venir qui demandent un effort accru de 
transfert de compétences, d’expertise et de 
réseaux. 

-‐ Forte activité de « formation de la concurrence » 
via les ex-doctorants (au CEA ou dans les 
universités étrangères) demandant une 
amélioration permanente de notre expertise et 
de nos moyens de caractérisation. 

Opportunités (facteurs externes) Menaces (facteurs externes) 

-‐ Démarrage de programmes H2020, ECSEL et 
objectifs volontaristes de l’EU en direction de la 
microélectronique. 

-‐ Amélioration des perspectives industrielles du 
FD-SOI (accords ST-Samsung par exemple). 

-‐ Diversification de la microélectronique 
(nouveaux substrats, nouvelles fonctions, 3D…). 

-‐ Plan Campus, GIANT avec pôles bio et énergie. 
-‐ Renforcement des synergies avec le LTM et le 

LMGP si la FMNT est renforcée. 

-‐ La baisse des moyens récurrents peut pénaliser 
notre capacité à soutenir les activités 
émergentes de CMNE et fait peser un risque sur 
la jouvence des équipements. 

-‐ Le contexte de réduction des recrutements est 
un handicap potentiel pour la pérennité de 
l’expertise et l’évolution thématique de 
l’équipe. 

-‐ En cas d’affaiblissement de la FMNT notre 
visibilité au sein de Minatec et de GIANT 
risquerait d’être réduite du fait du morcellement 
des équipes de recherche académiques face à un 
partenaire CEA dominant dans le pilier 
« recherche appliquée » de GIANT et de Minatec. 

 

4.2.1.2 Perspectives	  scientifiques	  	  

Par rapport à ses thématiques CMOS historiques, l’équipe CMNE a amorcé une diversification vers les 
activités « Beyond CMOS » et « More than Moore » il y a plus de 10 ans. Nous sommes en effet convaincus que 
la microélectronique CMOS restera une plateforme d’intégration privilégiée où l’augmentation de la densité 
d’intégration par unité de surface est progressivement remplacée par une augmentation de densité de 
fonctions par unité de surface projetée, avec l’intégration 2D/3D de nouvelles fonctions. Cette évolution a été 
soutenue par plusieurs recrutements qui ont permis d’enrichir nos compétences multi-physiques. 

Au niveau local, nous sommes impliqués dans plusieurs actions structurantes cohérentes avec notre 
positionnement scientifique : 

• La fédération FMNT dans laquelle nous agissons pour faire émerger des thématiques transverses, 
notamment sur les capteurs biologiques, les matériaux 2D ou le photovoltaïque, et pour présenter des 
propositions communes associant le LMGP (matériaux, interface bio/matériau), le LTM 
(nanostructures, technologie) et nous-même (caractérisation, design, modélisation, performances). 

• Le labex MINOS qui structure les collaborations de CMNE avec le CEA et les laboratoires de la FMNT 
dans le domaine du Beyond CMOS (incluant MOSFET III-V, Tunnel-FET et composants sur graphène).  

• Nano2017 qui soutient une partie de notre collaboration avec STMicroélectronics en CMOS avancé, 
mais également désormais dans le domaine de la récupération d’énergie.  

Nous pensons par ailleurs qu’il est important que l’Europe conserve sa place dans le domaine 
stratégique de la nanoélectronique, ce qui implique un maintien, voire un accroissement de la recherche dans 
ce domaine. Nous travaillons donc à la structuration des recherches académiques au niveau européen. Ceci se 
fait en cohérence avec la stratégie nationale grâce, par exemple, à notre participation aux ateliers de 
réflexion prospective (ARP) ANR/OMNT.  
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Dans cette perspective, la création de l’Institut Sinano en 2008 a constitué une étape décisive. Ce 
dernier est maintenant un interlocuteur privilégié des associations industrielles telles que l’ENIAC et l’AENEAS. 
Cela s’est traduit, par exemple, par la mise en place d’ENI2 (European Nanoelectronics Innovation Initiative) 
coordonnée conjointement par ST et l’Institut Sinano, et désormais soutenue par l’AENEAS. Au sein d’ENI2, 
l’équipe CMNE est directement concernée par les axes « Beyond CMOS », « Smart Sensors » et « Smart 
Energy », avec une implication centrée sur le long terme. L’objectif des années qui viennent est de concrétiser 
cette initiative par la soumission de plusieurs projets aux prochains appels à projets H2020 (plateformes, 
réseaux d’excellence, projets de recherche, articulés de façon complémentaire les uns par rapport aux 
autres). Comme première initiative en ce sens, un projet d’infrastructure européenne académique (NE2), 
coordonné par CMNE et centré sur les applications Beyond CMOS (composants à faible pente sous le seuil et 
matériaux 2D) et More than Moore (capteurs et récupération d’énergie) a été proposé à l’appel d’offre INFRAIA 
2014. 

L’expertise de CMNE reste centrée sur l’étude expérimentale et théorique des composants à semi-
conducteurs mais l’organisation de l’équipe évolue et les perspectives de recherche se déclinent de la façon 
suivante pour le prochain quinquennal : 

4.2.1.2.1 CMOS	  ultime	  et	  Beyond	  CMOS	  (G.	  Ghibaudo)	  
Membres : F. Balestra (75%), E. Bano (25%), D. Bauza (100%), M. Bawedin (100%, depuis Sept. 2014), J. 
Chroboczek (100%), S. Cristoloveanu (100%), F. Ducroquet (50%), G. Ghibaudo (75%), I. Ionica (75%), J. Jomaah 
(50%), A. Kaminski (25%), M. Mouis (75%), G. Pananakakis (100%),  
 
Dans cette liste sont indiqués en italiques les chercheurs bénévoles ou émérites et sont soulignés les 
chercheurs susceptibles de prendre leur retraite dans les 5 ans à venir compte tenu de la législation en cours. 

Les perspectives de recherche du thème " CMOS et beyond CMOS " s'inscrivent à moyen terme (2015-
2020) dans la continuité des activités " More Moore ", notamment dans le cadre du Labex nanoélectronique 
MINOS, unique en France, ce qui démontre leurs intérêts au plan national aussi bien qu'international en lien 
avec les roadmaps  ENIAC et ITRS. Dans ce contexte, les projets de recherche de la roadmap MINOS sur le CMOS 
considèrent trois directions de recherche : 

• Les technologies FDSOI planaires poussées jusqu'au nœud 10 nm,  
• Les dispositifs aux architectures alternatives à base de nanofils et/ou de matériaux de canal à 

forte mobilité (III-V et Ge) ou 2D (graphène, MoS2, silicène, germanène…),  
• Les mémoires associés au CMOS (MNV, DRAM, PCRAM, RRAM…).  

En ce qui concerne les nouvelles architectures, les dispositifs FET à forte pente sous le seuil seront 
également étudiés comme les Tunnel-FET SiGe planaires sur SOI, les Tunnel-FET SiGe/III-V à nanofil ou encore 
les FeFET à diélectrique ferroélectrique pour les applications faible tension - basse consommation. Les risques 
afférents à cette thématique sont essentiellement liés aux difficultés technologiques de réalisation des 
dispositifs par les partenaires technologiques du Labex et par les industriels associés. Ces activités de 
recherche seront valorisées par une collaboration étroite avec les industriels majeurs du secteur (ST, SOITEC, 
IBM, …) et soutenues par les grands programmes de recherche (FP7, H2020, ENIAC, Catrene, ECSEL, NANO2017, 
ANR…). 

Ces travaux de recherche reposeront également sur une amélioration et une adaptation des méthodes 
de caractérisation électrique fine des dispositifs et des substrats présentant des dimensions nanométriques. Il 
s'agira notamment, en se basant sur notre expertise actuelle, d'accroitre les résolutions expérimentales 
nécessitées par les faibles surfaces ou volumes actifs dans les dispositifs ultimes. Les risques associés à cette 
activité sont principalement liés aux limites instrumentales des appareils de mesure et aux éventuels manques 
de moyen permettant la mise à niveau des équipements actuels. 

4.2.1.2.2 Micronanosystèmes	  intégrés	  pour	  la	  santé	  et	  la	  récupération	  d’énergie	  (L.	  Montès)	  
Membres : G. Ardila (100%), F. Balestra (25%), E. Bano (75%), N. Mathieu (100%), L. Montès (100%), P. Morfouli 
(100%), M. Mouis (25%) 

Cette thématique se situe au confluent des axes ‘More than Moore’ et ‘Beyond CMOS’ avec la 
conception et l’étude de systèmes exploitant les propriétés des micro-nanostructures comme élément actif. Il 
s’est recentré vers les secteurs du biomédical et de l'énergie. 

L’activité va de l’étude des propriétés fondamentales des micro et nanostructures à l’exploitation de 
ces propriétés dans des prototypes et éléments de système. Dans cette intégration, nous utilisons notamment 
les effets de levier qui peuvent être obtenus grâce au couplage des nanostructures (très sensibles) avec des 
structures de plus grande dimension (membranes déformables, MEMS). Cette activité très multi-disciplinaire 
demande un investissement en conception (notamment sur la base de modélisations et de simulations multi-
physiques), en fabrication avec des réalisations en salle blanche, et en techniques de caractérisation avec le 
développement de moyens de caractérisation multi-physiques (électriques, mécaniques, fluidiques).  

Les priorités du prochain contrat quinquennal sont les suivantes : 
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• Capteurs pour la détection de biomolécules : cette activité est menée en collaboration étroite 
avec le LMGP et le NARL/NDL Taïwan. Nous nous intéresserons notamment à la possibilité de 
réaliser des capteurs à base de réseaux aléatoires de nanofils obtenus par filtration et 
intégrables en above-IC, au-dessus du circuit de traitement du signal. 

• MEMS : les activités se concentreront sur les capteurs et actionneurs pour le biomédical 
(spiromètres) et la microfluidique. Cette activité se déroule dans la continuité des activités 
menées avec EVEON, mais aussi avec de nouvelles interactions notamment avec le LEGI et de 
nouveaux industriels (Alstom, EDF). 

• PiézoNEMS : nous poursuivrons la mise en place de nouvelles techniques de caractérisation 
électrique et en champ proche (ANR INTENSE). D’un point de vue de la compréhension des 
phénomènes en jeu, notre priorité est de prendre en compte les effets semi-conducteurs 
(dopage, transport, charges d’espace, pièges en surface) et la non-linéarité piézoélectrique qui 
sont, de notre point de vue, à la source des effets piézoélectriques importants observés dans 
les nanofils ZnO et GaAs de quelques dizaines de nanomètres de diamètre. Ceux-ci ne peuvent 
clairement pas être expliqués par l’influence de la piézoélectricité de surface qui ne se 
manifeste que pour des diamètres de quelques nanomètres. La compréhension de ces effets est 
cruciale pour l’optimisation des capteurs et générateurs à base de nanofils semi-conducteurs. 

• La création d'une start-up dans le domaine de la récupération d'énergie à base de 
nanogénérateurs est en cours d’étude. 

• Elargissement de l’utilisation des composites à base de nanofils piézoélectriques verticaux pour 
des applications de récupération d’énergie thermique, par couplage avec des structures 
bilames dans le cadre d’une collaboration avec ST-Crolles (Nano2017). 

4.2.1.2.3 Composants	  photo-‐électroniques	  (A.	  Kaminski)	  
Membres : F. Ducroquet (50%), I. Ionica (25%), A. Kaminski (75%), Q. Rafhay (25%) 

Ce nouveau thème a pour vocation de renforcer l’activité menée dans ce domaine au sein de l’équipe 
CMNE, d’en augmenter la visibilité et de lui permettre de se développer. Cette thématique est présente depuis 
longtemps dans l’équipe CMNE, avec l’étude des effets semi-conducteurs dans photodétecteurs et les diodes 
électroluminescentes. Elle a été renforcée par l’émergence d’une activité photovoltaïque initiée par le réseau 
d’excellence Nanofunction, le recrutement d’A. Kaminski en 2010 et le développement de collaborations sur 
ces thématiques, avec le CEA-LITEN et le LMGP notamment.  

L’activité menée au sein de CMNE dans ce domaine est centrée sur la compréhension des mécanismes 
de transport et de recombinaison dans ces structures complexes. L’activité s’appuie sur l'expertise de l’équipe 
en spectroscopie de défauts électriques, en modélisation, et en caractérisation électrique, afin d’optimiser les 
performances des composants optoélectroniques. On peut ainsi évoquer les travaux de recherche que nous 
réalisons pour optimiser les rendements de conversion des cellules photovoltaïques à base de nanofils (Si, 
ZnO/CdTe, GaAs) ou en couches minces (CZTS). Nous collaborons avec l’équipe PHOTO pour la simulation 
optique des composants nanostructurés ainsi que pour les aspects optiques de l’analyse de la génération de 
seconde harmonique, qui est l’une des techniques utilisables pour l’étude des recombinaisons aux interfaces. 

Plusieurs thèses et/ou projets sont en cours ou à venir, avec une priorité donnée actuellement aux 
activités photovoltaïques, en collaboration avec différents laboratoires et avec l’implication de plusieurs 
personnes de CMNE: 

• Etude des mécanismes de conduction à basse température dans du silicium de qualité 
"photovoltaïque" (collaboration avec l'INES) 

• Etude des phénomènes de recombinaison, de transport et des défauts électriques dans les 
cellules photovoltaïques en couches minces de type CIGS ou CZTS (collaboration avec le CEA-
LITEN) 

• Cellules photovoltaïques à base de nanofils (ZnO/CdTe, GaAs sur Si…) en collaboration avec le 
LMGP, l'INL et le CEA-LITEN: optimisation de l'absorption optique grâce aux simulations RCWA 
et analyse expérimentale et théorique de l’influence des phénomènes de recombinaison et de 
transport dans les hétérojonctions (Si, ZnO/CdTe). 

4.2.1.2.4 Simulation	  et	  modélisation	  (M.	  Pala)	  
Membres : A. Cresti (100%), G. Ghibaudo (25%), M. Pala (100%), Q. Rafhay (75%),  

Le thème développera ses activités de recherche vers des thématiques innovantes et en lien fort avec 
celles du groupe CMNE, toujours avec l’objectif d’être aussi réaliste que possible (prise en compte des défauts) 
et de fournir un support théorique pour l’analyse des nouveaux composants, soit en conditions de 
fonctionnement (évaluation des performances), soit en conditions de mesure (modélisation pour l’extraction de 
paramètres, simulation des configurations expérimentales). Les activités de simulation et de modélisation se 
focaliseront sur : 

• L’étude des dispositifs à base de matériaux alternatifs au Si, comme les III-V et le Ge, et sur les 
dispositifs à basse consommation d’énergie comme les transistors à faible pente sous le seuil. 
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Ces thématiques de recherche participent au Labex MINOS. Elles intègrent une activité de 
modélisation pour alimenter la feuille de route de l’ITRS et une activité de simulation pour 
proposer des architectures optimisées ou innovantes. 

• L’étude des nano-dispositifs à base de matériaux 2D, comme le graphène et le groupe des 
dichalcogénures de métaux de transition (MoS2, WSe2 …).  

• Le développement de thématiques de type More-than-Moore dans le domaine de la 
récupération d’énergie par l’exploitation des propriétés thermo- et piézo-électrique des 
nanofils à semi-conducteurs.  

En ce qui concerne l’amélioration de nos modèles et méthodologies, nous prévoyons : 

• d’une part la réécriture de nos codes dans une approche à base d’éléments finis, ce qui nous 
permettra de simuler des dispositifs de géométrie plus complexe et plus réaliste (nanofils de 
section hexagonale par exemple) et d’intégrer plus facilement des phénomènes d’échelle 
différente, 

• d'autre part le développement d'une expertise dans les calculs ab-initio afin de calibrer les 
paramètres utilisés par les modèles de transport lorsque les données expérimentales sont 
parcellaires ou inexistantes, comme cela est en général le cas pour les nouveaux types de 
matériaux, hétérostructures et nanodispositifs. 

4.2.1.2.5 Electronique	  supraconductrice	  (P.	  Febvre)	  

Les axes de développement sont liés aux besoins spécifiques pour le traitement numérique à la volée de 
signaux hyperfréquences et magnétiques et pour le calcul à très haute performance et très faible 
consommation (0,2 attojoule par opération). Ils concernent la miniaturisation des dispositifs à partir de nano-
jonctions Josephson pour augmenter la fonctionnalité par puce et l'utilisation de supraconducteurs à haute 
température critique (Tc) pour les applications embarquées, la mise au point d'architectures améliorées (eSFQ, 
calcul adiabatique) et l'augmentation de la fréquence d'horloge de 40 à 100 GHz. 

• Augmentation de la complexité des circuits pour des applications spécifiques (CNES, DGA, 
THALES). 

• Transfert de savoir-faire vers des supraconducteurs à plus haute Tc (avec le LPEM (ESPCI) et le 
LPN, avec le soutien technologique de THALES TRT) pour des applications THz et pour la 
montée en fréquence et la portabilité de certains dispositifs. 

• Intégration en back-end d'une électronique semiconductrice possiblement refroidie. 
• Application à la détection et la numérisation de signaux magnétiques extrêmement faibles 

(détection de signatures de tremblements de terre et de phénomènes liés à la météorologie 
spatiale). 

4.2.2 Développement des moyens 

Pour soutenir ces axes de recherche, nous avons fixé les priorités suivantes : 

4.2.2.1 Priorités	  en	  termes	  de	  recrutement	  :	  

Le capital d’expertise en caractérisation électrique et en simulation des composants semi-conducteurs 
est au cœur de toute l’activité de CMNE et en assure la cohérence interne. Les effets étudiés (transport 
électronique, couplage électrostatique, rôle des pièges aux interfaces, effets quantiques, ingénierie des 
contraintes mécaniques) sont en effet présents dans l’ensemble de nos sujets (dans le More Moore et Beyond 
CMOS, mais également dans le domaine des capteurs ou de la récupération d’énergie). A titre d’exemple, les 
pièges en surface constituent une limite à la sensibilité des capteurs exploitant les effets de champ pour 
détecter l’hybridation d’une biomolécule sur des nanofils fonctionnalisés en surface tandis que certains 
principes de détection se basent en contrepartie sur la signature en bruit du mécanisme d’hybridation. Les 
déformations mécaniques sont au cœur du fonctionnement des MEMS pour le biomédical ou des générateurs 
piézoélectriques que nous étudions. Pour ces derniers, les effets de désertion de surface peuvent constituer un 
atout tandis que la présence de pièges en surface peut compliquer les réponses transitoires. Dans le domaine 
du PV, l’efficacité des cellules à nanofils dépendra essentiellement du transport et des recombinaisons en 
surface. 

Cette liste non exhaustive montre à quel point il est crucial de conserver cette expertise en 
caractérisation électrique et en simulation des composants semi-conducteurs. La priorité du prochain 
quadriennal sera donc de préserver les compétences et de prévenir la perte d’expertise qui risque de se 
produire avec les prochains départs à la retraite, tout en consolidant l’ouverture vers les nouvelles applications 
micro/nanoélectroniques. Le recrutement de M. Bawedin, MCF Grenoble-INP, depuis Septembre. 2014 est un 
premier pas en ce sens, avec un biseau avec S. Cristoloveanu dans le domaine du SOI. Il nous reste à :  

• Renforcer les compétences du thème « Simulation/Modélisation » pour y ajouter une expertise 
en simulation ab-initio. L’objectif est de calibrer les modèles utilisés pour les simulations de 
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composants de dimensions réalistes de façon à conserver des modèles plus simples (à l'aide 
d'Hamiltoniens de type k.p ou de liaisons fortes), mais avec des paramètres adaptés pour 
prendre en compte les spécificités des nouveaux matériaux ou des nouvelles hétérostructures 
(effets de confinement, d’interface, de surface notamment). 

• Assurer le transfert de compétences dans le domaine de la caractérisation électrique (statique, 
petit signal, transitoire et sous champ magnétique), de la caractérisation du bruit (basse 
fréquence et télégraphique) et de la modélisation physique associée, pour l’extraction des 
paramètres de transport et la caractérisation des défauts et des sources de variabilité 
dynamique.  

• Renforcer les compétences dans le domaine du More than Moore (capteurs et récupération 
d’énergie), avec l’étude expérimentale des effets de contrainte mécaniques (effets 
piézorésistifs et piézoélectriques notamment) dans les structures semi-conductrices de basse 
dimensionnalité (nanofils en déformation, matériaux 2D suspendus). Dans ce domaine nous 
souhaitons développer notamment la caractérisation électrique en champ proche (modes 
TUNA, Scanning Capacitance Microscopy et Scanning Microwave Microscopy), non seulement en 
mode en cartographique mais surtout, ce qui constitue l’originalité de l’équipe, en mode de 
déformation. 

4.2.2.2 Développement	  des	  moyens	  de	  caractérisation	  :	  

Le thème CMNE utilise très majoritairement la plateforme CEP qui correspond au cœur de son activité. 
Elle utilise également de façon plus ponctuelle les moyens de la plateforme PHOTO ou du CIME (pour le PV) et 
les moyens les moyens en supraconductivité (site du Bourget du Lac) pour les activités RSFQ. Notre capacité à 
proposer des outils de caractérisation électriques performants et adaptés aux problématiques de la 
nanoélectronique est fondamentale pour maintenir notre compétitivité internationale. 

Lors du précédent contrat quinquennal, la priorité a été donnée à l’acquisition d’un banc de mesure du 
bruit basse fréquence sur plaques 300 mm (Labex MINOS). L’investissement s’est étagé de 2012 (achat de la 
station) à 2013 (variation de la température jusqu’à 300°C) et 2014 (module d’automatisation des mesures de 
bruit en cours d’acquisition). Cet équipement nous permet d’envisager de réaliser les études statistiques du 
bruit basse fréquence qui deviennent indispensables pour traiter correctement les problématiques de 
variabilité, notamment dynamique, spécifiques aux composants de faible volume actif. 

Pour développer pleinement les perspectives de recherche explicitées ci-dessus, nous prévoyons de poursuivre 
le développement de nos moyens de caractérisation de la façon suivante : 

- Développement des caractérisations électriques sous éclairement pour la caractérisation des 
recombinaisons notamment dans les cellules photovoltaïques et dans les films SOI. Un nouvel 
équipement permettant de caractériser les mécanismes de recombinaisons par génération de seconde 
harmonique (SHG) nous a été prêté pour 5 ans par la société Femtometrix et vient d’être installée.  

- Développement des caractérisations électriques et multi-physiques en champ proche : La plateforme 
CEP est équipée d’un AFM Nanoman II déjà ancien (9 ans) qui permet de réaliser des caractérisations 
électriques sous force contrôlée. Très utilisé, il est notamment à la source de résultats originaux 
obtenus par CMNE (§2.1.3). Cet AFM a besoin d’être remplacé. En cohérence avec ses thématiques de 
recherche, le LMGP et le CIME Nanotech acquièrent pour leur part un AFM équipé d’une option TERS 
(Tip Enhanced Raman Scattering) qui permet de cartographier la réponse Raman d’un matériau, avec 
le support d’un projet Grenoble-INP multi-laboratoires dont nous sommes partenaires (FAIRE, 2014). 
En parallèle, nous prévoyons d’acquérir un nouvel AFM permettant d’assurer la jouvence de notre 
microscope actuel tout en l’équipant de nouveaux modes électriques. Nous prévoyons notamment de 
développer le mode Scanning Microwave Microscopy sous force contrôlée qui permettra de suivre 
l’évolution de la capacité pointe/nanostructure non seulement spatialement (mode usuel) mais 
également en fonction de la déformation de cette nanostructure (et par exemple du champ électrique 
généré dans les nanofils piézoélectriques). En couplant ces différents moyens, nous disposerons d’une 
plateforme unique pour étudier le comportement mécanique, électrique et électromécanique des 
nanostructures.  

Pour ces acquisitions, nous prévoyons d’associer différentes sources de financement (CNRS, Grenoble-
INP/FAIRE, retour de crédits d’amortissement de matériel, projets européens et ANR). 

 

4.2.3 Equipe RFM 

Compte tenu de la taille de l’équipe, nous détaillons plusieurs voies de développements ambitieux 
dans les domaines où l’équipe a démontré son expérience par le passé. 

De façon générale, le graphe ci-dessous permet de visualiser nos perspectives globales selon deux axes : 
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• un axe "Evolution Technologique", avec en amont des activités "Beyond CMOS" (nanofils et 
nanotubes, électronique imprimée bas coût) et en aval des activités plus axées sur la 
maturation des technologies de la microélectronique (fiabilité, caractérisation-mesure, 
électronique 3D, conception CMOS/BiCMOS et FDSOI) ou du circuit « classique » (circuits 
planaires, Energy Harvesting).  

• un axe " Applications - Internet des Objets (IoT)", avec des activités qui se répartissent sur 
une échelle de valeur allant du matériau jusqu'aux usages (Bio-EM), en passant par 
les composants, les circuits et les systèmes. 

 

	  
Figure	  3:	  perspectives	  de	  l'équipe	  RFM 

4.2.3.1 Circuits	  passifs	  RF	  /	  Millimétrique	  (P.	  Ferrari,	  F.	  Podevin,	  E.	  Pistono)	  

L’activité ondes lentes au sens large sera poursuivie dans trois directions :  

• En technologies classiques CMOS/BiCMOS, pour répondre aux besoins des front-end 
millimétriques : baluns et filtres à lignes couplées, irréalisables en technologie microruban, et 
en technologie hybride BiCMOS/MEMS, en collaboration avec l’institut IHP (Allemagne), pour 
concevoir des circuits très prometteurs basés sur des lignes accordables, à savoir VCOs et 
déphaseurs, puis des systèmes de « beam-steering » complets, incluant des matrices de type 
matrice de Buttler.  

• En technologie membrane à nanofils (ou CNTs, en collaboration avec l’UMI CINTRA à 
Singapour), nous poursuivrons l’activité de conception de circuits dans le cadre du projet ANR 
TSUNAMI. Nous travaillerons sur l’ajout d’une fonctionnalité magnétique originale afin de 
miniaturiser encore les structures, avec une thèse qui débutera en septembre 2014, financée 
par la région Rhône-Alpes. Les membranes seront également utilisées pour réaliser des TSV 
offrant des facteurs de forme inédits ainsi que des capacités haute densité pour des 
interposeurs hautes performances (collaboration LETI). 

• Les guides SIW à ondes lentes seront étudiés à la fois sur PCB (ou substrats polymères LCP 
multi-couches) et sur membranes à nanofils (ou CNTs), de la RF au millimétrique. 

L'étude de circuits miniatures reconfigurables, éléments constitutifs des front-ends RF, sera 
poursuivie, en privilégiant les technologies planaires. Le développement de topologies innovantes de circuits 
en technologies émergentes (LCP multi-couches, etching laser) sera particulièrement étudié. Ces travaux 
s’appuieront en partie sur des collaborations naissantes avec les Universités de Herriot Watt en Ecosse (Pr Jia-
Sheng Hong) et de Séville en Espagne (Pr Francisco Medina). 
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4.2.3.2 Circuits	  actifs	  &	  systèmes	  RF	  /	  Millimétrique	  (S.	  Bourdel,	   J.-‐M.	  Fournier,	  E.	  Lauga,	  E.	  
Novakov,	  Ph.	  Benech)	  

Nous poursuivrons nos recherches en conception, en partenariat avec les sociétés de la 
microélectronique, en particulier STMicroelectronics, avec comme mots-clés l’électronique « ultra low 
power » et les méthodologies de conception de systèmes robustes (« design for yield ») vis-à-vis de la 
variabilité des process, ainsi que les circuits et systèmes millimétriques en privilégiant les aspects 
miniaturisation et accordabilité. Dans le cadre du projet ENIAC THINGS2DO, nous développerons des activités 
autour de la réception à échantillonnage direct du signal RF et les communications radio à ultra faible bande 
destinées à des applications dans les réseaux de capteurs sans fil et dans les réseaux du type Internet des 
objets (« Internet of Things – IoT »). 

4.2.3.3 Interconnexions	  haut-‐débit	  (Y.	  Le	  Guennec,	  G.	  Maury)	  

La bande passante permettant de gérer les échanges entrées/sorties des puces CMOS avec les mémoires 
DRAM va tendre vers plusieurs Térabits par seconde à l'horizon 2018, imposant la réalisation des 
interconnexions en technologie photonique sur silicium à multiplexage en longueurs d'ondes. Il s’agira de 
dimensionner ces nouveaux systèmes, i) en faisant des choix pertinents d'architectures systèmes, de 
conception de composants afin de maximiser le débit, limiter la consommation énergétique globale et limiter 
l'impact d'instabilités en température ii) de définir de nouvelles modulations numériques à hautes efficacités 
spectrales dédiées à des modulateurs photoniques intégrés sur la base des travaux déjà réalisés dans le thème 
RFM. Cette activité se fera en lien étroit avec les collègues de l’équipe PHOTO. 

4.2.3.4 Antennes	  et	  applications	  (T.-‐P.	  Vuong,	  J.-‐M.	  Duchamp,	  P.	  Xavier,	  F.	  Ndagijimana)	  

Trois voies seront explorées dans cette thématique. Tout d’abord, la conception et intégration 
d’antennes sera menée avec comme objectifs l'obtention d'un fort gain, la miniaturisation, l'intégrabilité, la 
reconfigurabilité, avec l'utilisation de techniques d’électronique imprimée et/ou 3D. La récupération 
d’énergie RF sera poursuivie avec plusieurs verrous technologiques à relever : l'augmentation du rendement de 
conversion RF/ DC par optimisation de la non-linéarité voire association d’éléments non linéaire, couplage avec 
une antenne multi- bandes. Enfin, l’étude de Métapapiers sera prolongée, avec comme objectifs 
l'augmentation de la sélectivité des fréquences. 

4.2.3.5 Caractérisation	   &	   instrumentation	   RF	   et	   millimétrique	   (B.	   Fléchet,	   C.	   Bermond,	   T.	  
Lacrevaz,	  G.	  Houzet,	  P.	  Artillan,	  A.-‐L.	  Perrier,	  J.-‐D.	  Arnould)	  	  

La caractérisation in-situ de matériaux, de composants et de circuits aux fréquences millimétriques 
pouvant même être menée dans des empilements 3D se complexifie par la réduction des dimensions que 
subissent les composants à chaque nœud technologique. Les fortes pertes engendrées par la connectique à très 
hautes fréquences ainsi que l’écart de taille toujours plus grand entre les composants (quelques centaines de 
nm) et les plots de contact (50 µm) nécessaires au test rendent la mesure sous pointes extrêmement délicate. 
Cela implique de travailler sur des solutions de mesure alternatives. 

Une première voie de perspective concerne la mise en place de méthodes de caractérisation sans 
contact, non destructives et à très hautes fréquences (de 100 GHz à sub-THz) dans les empilements 3D. La 
mesure s’effectuera par voie optoélectronique (photoconduction ou techniques permettant l’exploration dans 
l’épaisseur du silicium). Le thème PHOTO apportera l’expertise acquise en échantillonnage ultra-rapide par 
voie optoélectronique et en spectroscopie THz. 

Une seconde voie concernera l’intensification de nos travaux concernant l’intégration sur puce du 
système de mesure au plus près du dispositif sous test, en étroite collaboration avec l’IEMN et 
STMicroelectronics. 

4.2.3.6 Bio-‐électromagnétisme	  (A.	  Perrin,	  F.	  Ndagijimana,	  P.	  Xavier,	  D.	  Rauly	  et	  A.	  Vilcot)	  

Enfin, la nouvelle thématique liée à l’interaction onde-vivant et le bio-électromagnétisme en 
général devrait prendre de l’ampleur au sein de l’équipe, et à terme constituer un axe à part entière au sein 
de RFM, du fait du récent recrutement de Anne Perrin, DR CNRS. Son arrivée va permettre de renforcer 
l’activité émergente « bioélectromagnétisme/interaction ondes - vivant ». G. Gaborit de l’équipe PHOTO 
contribuera à la mise à disposition de certaines techniques expérimentales de type électro-optique. Des 
travaux ont déjà débuté dans deux domaines : 1/ caractérisation des interactions ondes-matières et 
expositions humaines, 2/ décontamination bactérienne ; deux projets ont été déposés sur l’hypersensibilité 
(réponses en attente). Ces travaux nécessitent des collaborations entre chercheurs de disciplines différentes 
dans un champ très large, des sciences exactes aux sciences humaines et sociales, en passant par la médecine, 
et la biophysique est toujours nécessaire pour caractériser les interactions ondes-matière vivante. Des 
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collaborations sont déjà établies (avec le CSTB2, l’UMRESTTE3, le LTHE4, le LEAT5 et seront renforcées, une 
plateforme technique commune a été mise en place (IMEP-LAHC/CSTB). 

 

4.2.4 Equipe PHOTO 

4.2.4.1 Auto-‐analyse	  de	  PHOTO	  

 

Forces (facteurs internes) Faiblesses (facteurs internes) 
 
-‐ Maîtrise d'une filière technologie complète, 

originale et très performante, pour la fabrication 
de dispositifs en optique intégrée sur verre.  

-‐ Fortes compétences en modélisation et en 
conception des circuits intégrés optiques. 

-‐ Plateforme de caractérisation térahertz au 
premier plan mondial. 

 

 

-‐ Nombre de chercheur et d’enseignant-chercheur 
faible / aux sollicitations et aux opportunités 

-‐ Recrutement de Doctorant difficile sur le site 
savoyard. 

 

Opportunités (facteurs externes) Menaces (facteurs externes) 

 

-‐ Richesse de l'environnement scientifique et 
technique régional.  

-‐ Fortes interactions avec le tissu industriel local. 

-‐ Développement d’une filière industrielle 
Photonique intégrée sur silicium sur le bassin 
grenoblois (ST, LETI etc.)  

 

 

-‐ Financement trop colorés, fortes réductions des 
ressources pour la recherche amont. 

-‐ Divergences de politiques scientifiques entre les 
tutelles grenobloises et savoyardes. 
 

4.2.4.2 Perspectives	  générales	  

Les recherches du thème photo s'appuient sur un équilibre entre une recherche que l'on peut qualifier 
d'exploratoire qui se situe à la frontière de la physique fondamentale, et une recherche très appliquée qui va 
jusqu'à la prise de brevets et qui se situe ainsi à la frontière de l'industrialisation. Cet équilibre est précieux et 
sera préservé car les aspects exploratoires permettent de dénicher les germes des innovations qui sont à 
l'origine des industrialisations futures. De plus, nos recherches sont très souvent adossées à des programmes de 
collaboration avec des partenaires aussi bien académiques qu'industriels, collaborations qui bénéficient 
généralement d'un soutien financier institutionnel ou privé bien que les sources de celui-ci semblent se tarir 
inéluctablement. Qu'elles soient ou non contractualisées, ces collaborations sont essentielles et nous nous 
efforcerons de les renforcer. En effet, nous avons d’une part besoin de partenaires amont dans les domaines 
des matériaux (développement de verres, nanophysique de l’échange d’ions, nanotechnologies etc…) afin 
d’ajouter de nouvelles fonctions à nos dispositifs. Cependant, il ne s’agit pas d’une interaction 
unidirectionnelle car l’apport de nos compétences en microtechnologies et en caractérisation optique et 
térahertz peuvent aussi permettre à ces mêmes partenaires d’enrichir leurs thématiques de recherche propre. 
D’autre part, nous avons besoin de partenaires aval pour valoriser dans des systèmes les dispositifs que nous 
réalisons ou pour réaliser ceux que nous dimensionnons. Ce développement en synergie avec l’environnement 
académique et industriel sera amplifié dans le prochain contrat comme le montre le détail des perspectives de 
chaque sous-équipe que nous présentons.  

4.2.4.3 Optique	  Intégrée	  

Lors du prochain contrat, les activités en optique intégrée se développeront aux cours de trois axes 
principaux : Echanges d’ions et fonctions avancées, Intégration et Microsystème et Photonique sur Silicium. En 
ce qui concerne les activités en optique intégrée pour le spatial dans l’infrarouge moyen, elles ne seront pas 
poursuivies. En effet, bien que les résultats obtenus dans cette thématique sont en de nombreux points 
remarquables, nous estimons d’une part que l’effort à fournir pour continuer dans cette voie est trop grand par 
rapport aux moyens humains et financiers de l’équipe, d’autre part que les principaux défis à relever sont 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Centre scientifique et technique du bâtiment (division « Eclairage et électromagnétisme » de la Direction Santé Confort - Grenoble, et 
Direction  « Climatologie Aérodynamique Pollution et Epuration » - Nantes)	  
3	  Unité Mixte de Recherche Épidémiologique et de Surveillance Transport Travail Environnement, Lyon	  
4 Laboratoire d'étude des transferts en hydrologie et environnement, équipe TransPore, UMR 5564, Grenoble	  
5	  Laboratoire	  d’Electronique,	  Antennes	  et	  Télécommunications	  –	  Université	  Nice	  Sophia	  Antipolis	  –	  CNRS	  UMR	  7248	  
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maintenant de l’ordre du développement de filière technologique et relèvent donc de structures plus adaptées 
qu’une UMR à ce travail. 

4.2.4.3.1 Echange	  d’ions	  et	  fonctions	  avancées	  –	  E.	  Ghibaudo,	  J.-‐E.	  Broquin	  (20%)	  

Cet axe représente la partie amont du travail de l’équipe. Il est au fondement de notre technologie 
puisqu’on y étudie la nanophysique de l’échange d’ions dans le verre, que l’on y développe de nouveaux verres 
pour des applications d’optique intégrée et que l’on y étudie de nouveaux concepts de fonctions à réaliser. 
Ainsi, nous travaillerons à développer notre nouveau verre (Brevet co-détenu avec St Gobain) pour réaliser des 
circuits intégrés optiques aux courtes longueurs d’onde (bleu et proche UV) car il existe de nombreuses 
applications en biologie ou en métrologie qui nécessitent de travailler dans cette gamme de longueurs d’onde 
qui ne peut être couverte par les guides en silicium.  

Nous continuerons nos travaux avec les Universités de Venise, Padoue et Trento pour mesurer et 
modéliser la diffusion d’ions monovalents dans le verre. Pour ce faire, nous continuerons aussi à collaborer 
avec la ligne GILDA de l’ESRF pour réaliser des mesures EXAF de verres échangés. Dans cette dynamique, nous 
sommes en train de créer un consortium européen autour de l’étude de l’échange d’ions Ag+/Na+ dans les 
verres afin de déposer un projet européen pour mener à bien une étude exhaustive de ce phénomène qui 
permet non seulement de créer des guides d’ondes d’excellente qualité, mais aussi de réaliser des 
nanocristaux d’argent dans un verre dont les propriétés non-linéaires sont très utiles pour l’analyse Raman 
exaltée par effet de surface (SERS) aux multiples applications. 

Nous utiliserons notre savoir-faire en modélisation des processus technologiques pour dimensionner puis 
réaliser de nouvelles fonctions intégrées telles que des via optiques, des isolateurs optiques (projet en 
collaboration avec le LT2C de St Etienne), des lignes à retard à très faibles pertes (<1 dB/m). 

4.2.4.3.2 Intégration	  et	  microsystèmes	  –	  D.	  Bucci,	  L.	  Bastard,	  J.-‐E.	  Broquin	  (20%)	  

Le but de cet axe de recherche est d’intégrer plusieurs des fonctions élémentaires développées dans 
l’axe « Echange d’ions et fonctions avancées » sur une même puce pour réaliser des microsystèmes optiques ou 
optiques et microfluidiques. Les trois projets principaux que nous allons traiter sont les suivants : 

• La réalisation de LIDARs intégrés : déjà initié lors de la période évaluée, ce projet a obtenu des 
résultats de tout premier ordre comme nous l’avons précisé dans les faits marquants de ce 
document. Lors des prochaines années nos efforts porteront sur l’intégration monolithique de 
toutes les fonctions optiques du LIDAR afin de réduire son encombrement à performance 
constante ou supérieure. Dans ce but, nous utiliserons nos capacités d’intégration 3D ainsi que 
nos techniques d’hybridation et de report sur plaque.  

• La réalisation de capteurs absorptiométriques pour l’analyse en milieu radioactif : ce projet 
mené en étroite collaboration avec le CEA-Marcoules a pour but d’intégrer à terme des 
fonctions d’analyse chimique de fluides radioactifs issus des processus de retraitement du 
combustible nucléaire avec des fonctions optiques de mesure de leur concentration. Il s’agit 
donc de co-intégrer sur une même puce des fonctions microfluidiques et optiques permettant 
de détecter des traces d’éléments radioactifs dans des volumes inférieurs au nl. Une des 
solutions proposées a fait l’objet d’un dépôt de brevet et un essaimage à moyen terme sera 
étudié.  

• La réalisation de source à supercontinuum intégrée : grâce à l’hybridation de polymères 
absorbants saturables sur des substrats dopés avec des terres rares, nous avons réussi à réaliser 
des lasers pulsés intégrés dont les puissance-crête ont permis de générer des supercontinuum 
dans des fibres à cristaux photoniques. En collaboration avec l’Université de Neuchâtel (Pr T. 
Südmeyer) et la société LEUKOS, nous allons travailler à remplacer cette fibre par un guide 
d’onde afin de réaliser une source supercontinuum où le laser de pompe et l’élément non 
linéaire dispersif sont intégrés sur un même substrat. 

4.2.4.3.3 Photonique	  sur	  Silicium	  –	  J.-‐E.	  Broquin	  (60%)	  

La photonique sur Silicium a connu un fort développement récemment et est aujourd’hui en phase 
d’industrialisation à ST Microélectonics. Dans ce cadre, nous avons été sollicités au cours de la période écoulée 
pour co-encadrer des travaux de doctorat sur cette thématique. Ces travaux menés en collaboration avec le 
CEA-LETI et ST Microelectronics sont amenés à se développer et les collaborations à s’intensifier. Ainsi, nous 
espérons créer sur le bassin grenoblois un éco-système où la photonique intégrée sur verre, dédiée au marché 
de niche et au petit volume, cohabitera avec la photonique sur silicium, dédiée au marché de masse. Cette 
osmose va être explorée dans le cadre des projets Nano 2017 (collaboration ST/IMEP-LaHC) à travers la 
réalisation de dispositifs hybrides verre-silicium. Cet axe, considéré comme prioritaire par le laboratoire, fait 
l’objet d’une demande de recrutement d’un jeune chercheur (CR) ou enseignant-chercheur.  
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4.2.4.4 Optoélectronique	  THz	  (Tera)	  

L’acquisition récente d’une chaîne laser amplifiée nous permettra de générer des impulsions THz 
intenses (ETHz > 100 kV/cm) et/ou de très large bande (0,1-50 THz). Cette acquisition a été décidée pour lancer 
de nouvelles recherches académiques dans des domaines prometteurs comme la spectroscopie non linéaire 
THz, la génération THz par redressement optique dans des méta-matériaux métalliques ou l’extension aux forts 
champs des méthodes de caractérisation de matériaux, dispositifs et de détecteurs THz que nous avons déjà 
développées. 

Parallèlement à cette activité fondamentale, nous essayons de répondre au problème toujours actuel de 
l'absence de sources THz compactes, fiables et puissantes dans la bande 0,5-1,5 THz. En associant les 
compétences des deux sites du laboratoire, nous proposons d’améliorer les sources laser bi-fréquences déjà 
développées pour permettre la génération efficace de signaux THz par différence de fréquences dans un cristal 
non-linéaire grâce à une géométrie originale (collaboration Institut Néel (B. Boulanger), Teem Photonics (A. 
Kevorkian) et Institut RIKEN, Japon (H. Minamide)). 

Enfin, l'imagerie est une des applications les plus prometteuses de la technologie THz. Dans ce domaine, 
nous avons un partenariat privilégié avec le CEA-LETI (F. Simoens) qui développe des caméras vidéo THz à 
micro-bolomètres. Notre apport comprend de la consultance sur les études à poursuivre, la caractérisation de 
matériaux THz, l'étude de phénomènes perturbants comme la diffusion dans les matériaux hétérogènes. A 
court terme, nous visons des applications dans la pharmacologie, l'agro-alimentaire, la caractérisation de 
verres fondus, etc. En parallèle, nous sommes chargés de la valorisation du LABEX FOCUS, qui vise à améliorer 
les détecteurs pour l'astrophysique, depuis l'infrarouge jusqu'au domaine millimétrique, avec pour but : essayer 
d'employer les détecteurs ultra performants (KIDS) de l'astrophysique pour des applications plus communes, si 
nécessaire en dégradant leurs performances (INL Grenoble, A. Morfandini) ; proposer de nouveaux dispositifs 
THz, par exemple de type interféromètre compact SWIFT (E. Le Coarer, IPAG Grenoble); renforcer les études 
actuelles en imagerie THz (F. Simoens, LETI). De manière indépendante, nous avons lancé un partenariat avec 
le laboratoire TIM-C de Grenoble (Ph. Cinquin) et ST-Microelectronics (A. Cathelin) pour la réalisation de 
capteurs et d'imageurs pour la médecine, utilisant des détecteurs THz à transistors fournis par ST-
Microelectronics. 

Enfin, nous avons proposé une solution originale de tag THz, où l'information est encodée dans 
l'épaisseur de papiers (collaboration LCIS (Valence), CTP (Grenoble) et Arjowiggins Security). Cette solution de 
très haute sécurité suscite aujourd'hui un intérêt très fort de différents partenaires industriels ou 
institutionnels. Elle devrait conduire sous peu à la signature de contrats permettant d'améliorer et optimiser la 
technologie pour aboutir à du transfert industriel. 

Dans le domaine de l'échantillonnage électro-optique, notre groupe mène un travail de recherche 
académique «amont» sur l'effet EO qui pourra, le cas échéant, être transféré à la société Kapteos. Nous 
poursuivrons nos travaux sur la détection électro-optique et la génération par redressement optique 
d’impulsions THz. En effet, l’utilisation des effets électro-optiques et non-linéaires d’ordre 2 dans les cristaux 
devient un axe de travail transverse à diverses activités de l’équipe PHOTO : 

i) Génération de champ électrique THz "intense" par redressement optique et caractérisation électro-optique 
ultra large bande (quasi-DC → 30 THz) du claquage dans l'air initié (filaments plasma) par un laser haute 
puissance. Ces techniques nous donnent accès à la physique des ondes THz intenses et ionisantes. 

ii) Étude des propriétés électro-THz de cristaux non linéaires (modulation d'une porteuse THz). 
iii) Réalisation d'un émetteur THz diélectrique fibré. 

4.2.4.5 Capteurs	  (Capt)	  

Le sujet des capteurs est vaste et largement transversal aux quatre équipes du thème. 

Un des aspects concerne les capteurs de champ electro-optiques. Les perspectives à ces travaux sont 
nombreuses et sont le plus souvent étudiées en partenariat avec Kapteos S.A., le laboratoire se chargeant des 
recherches prospectives et académiques. Toutes ces avancées permettent potentiellement de répondre à des 
problématiques avérées ou émergentes pour lesquelles il n’existe pas, à l’heure actuelle, de solution 
alternative : 

i) Développement d’une antenne passive à déport optique pour l’IRM endoluminale non intrusive afin de 
réaliser un capteur intégrant deux fonctionnalités : mesure du signal magnétique et le découplage 
intrinsèque entre l’excitation radiofréquence et la réémission magnétique des protons excités 
(collaboration Créatis Lyon).  

ii) Développement d'une pince volt-métrique sans contact pour les signaux basse fréquence destinée entre 
autres à la distribution de l’énergie électrique. Il sera également possible d’instrumenter des dispositifs 
haute-tension pour contrôler les flux d’énergie ou anticiper des défaillances d’un réseau de distribution 
d’énergie intelligent (partenariat avec l’Université du Quebec à Chicoutimi). 

iii) Conception d’un capteur EO de champ électrique exploitant à la fois une modulation d’état de polarisation 
optique et un effet de cavité Fabry-Pérot non-linéaire. Cette sonde unique autorisera la mesure des 3 
composantes du vecteur champ électrique, à la fois résolues en amplitude et en phase. Ce transducteur 
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permettra d’effectuer la première mesure monocoup et rigoureusement vectorielle d’un champ 
électrique. Des travaux prospectifs concernent également la conception de sonde EO à très haute 
sensibilité pour couvrir les besoins associés à la compatibilité électromagnétique. L’adjonction de micro-
métallisations (ou de matériaux haute permittivité) permettra d’augmenter significativement le champ 
interne au cristal et donc d’améliorer l’amplitude de la réponse du capteur. 

Un autre aspect concerne les micro-interféromètres intégrés, qui est largement mené en partenariat avec 
l'équipe OI. Ces dispositifs qui font l'objet de recherches depuis plus de 15 ans au laboratoire ont conduit à des 
systèmes commercialisés depuis 2011 par la société Resolution Spectra Systems basée à Grenoble.  Au 
laboratoire, les recherches se poursuivent dans le but d'explorer de nouvelles approches, des améliorations ou 
encore de nouveaux systèmes en vue de nouvelles applications: 
i) Développement de briques de base en verre  (guides, réseaux, filtres …) dans le domaine des longueurs 

d’ondes du visible de 400nm à à 1100nm. Le but est de proposer de nouveaux systèmes à associer au 
spectromètre SWIFTS dans le domaine de la métrologie par exemple en utilisant l’effet Raman ou SERS.  

ii) Les système SWIFTS est basé sur des nanoobjets diffractants qui servent de sondes électromagnétique. 
Recherche de nouvelles pour nano-structurer la surface du guide optique intégré, notamment en 
s’appuyant sur les collaborations existantes: dépôts nanostructurés d’or ou TiO2 (avec le LTM), nano-trous 
ou cavités spécifiques (avec FEMTO-ST) (laser femto-secondes, FIB…). Les applications visés concernent le 
filtrage par réseau (lasers), nouveau type de spectromètre (Avrutsky) … 

iii) Modélisation électromagnétique basée sur l’outil AFMM développé au laboratoire. L'objectif est d'avancer 
dans la maîtrise des interactions entre onde optique guidée et nano-objets. Quelques pistes d'applications 
concernent: les réseaux sur  guides niobate de lithium, des nanofils en interaction avec des sphère 
silicium, le couplage plasmons dans des réseaux métalliques, des microdisques polymères ... 

iv) Exploitation des compétences acquises sur les premières versions du LLIFTs et dépôt de brevets.  
 

Enfin un dernier axe concerne la réalisation de filtres colorés accordables, basés sur les résonances plasmons 
dans des nano particules d'argent dans des couches minces de TiO2. Ce sujet est mené en collaboration avec le 
laboratoire Hubert Curien de ST Etienne et le MATEIS de l'INSA Lyon. Il sera poursuivi en vue d'une meilleure 
compréhension et maîtrise des mécanismes d'auto-organisation de la matière et des applications développées 
dans deux directions qui paraissent prometteuses: le filtrage spectral et le renforcement du champ 
électromagnétique dans les nano-objets métalliques pour des applications du type capteur. 

4.2.4.6 Optomicroondes	  (OµO)	  

Cette activité présente un fort potentiel applicatif dans le domaine des télécommunications à très haut 
débit ou pour l’électronique du futur et est menée en étroite synergie avec l'équipe Tera. Elle profite ainsi de 
l'expertise passée reconnue, aussi bien à Grenoble (optomicroondes) qu'en Savoie (optoélectronique GHz-THz). 
De ce fait, les compétences complémentaires des deux sites amènent naturellement à des projets communs, 
comme le projet européen ITN - FIWIN5G  (“FIber-Wireless Integrated Networks for 5th Generation delivery”) 
(coordinateur J. Mitchell, UCL, London) qui vient d'être accepté dans le cadre de l'appel H2020-MSCA-ITN-2014 
pour la période 2015-2018. Ce projet vise à la co-intégration de réseaux à fibre optique et radio à des 
fréquences millimétriques et au delà, pour produire la largeur de bande nécessaire aux services front/backhaul 
et permettre une reconfigurabilité qui s’affranchit d’interface complexe et de la multiplicité des couches de 
protocoles. Au sein de l'équipe, il sera coordonné par B. Cabon et fait suite aux deux réseaux d'excellence ISIS 
et NEFERTITI qu'elle avait initiés et coordonnés entre 2001 et 2009.  

Nos recherches s'inscriront dans la continuité des travaux précédents. Plus précisément, nous 
adapterons nos études à la 5ème génération de systèmes de communications sans fil, pour les convergences 
entre les réseaux optiques et les réseaux électriques sans fils et câblés, qui répondent à la demande de large 
bande et très haut débit. Nous privilégierons les axes suivants :  

i) transmission simultanée de plusieurs signaux sur des bandes de fréquences différentes comme 
modulations OOK en bande de base + modulation QAM à 60 GHz et sub-THz,  par multiplexage.  

ii) Nous étudierons la transmission multi-niveaux duo-binaire, poly-binaires en modulation OOK, par souci 
d’efficacité spectrale, à des débits 5-10 Gbps si nous arrivons à acquérir les équipements requis.  

iii) Nous étudierons les impacts de bruits optiques de nature diverses (de phase, d’intensité) lors de la 
transmission des signaux multi-bandes évoqués en i). 

Les activités d'optoélectronique rapide à l'IMEP-LAHC s'appuient sur un savoir-faire de 20 ans. Après 
une phase de mise au point et développement des techniques et méthodes de base, ces activités tendent, 
depuis 5~7 ans, à s'orienter vers les applications en collaboration avec de nombreux partenaires. Néanmoins, 
pour maintenir un haut niveau de recherches académiques, de nouvelles études connexes sont lancées en 
complément des activités actuelles. Ainsi, concernant la thématique dédiée au traitement optoélectronique de 
signaux RF GHz-THz, nous poursuivrons les études menées initialement avec Thalès, mais maintenant en 
technologie silicium et en partenariat avec ST Microelectronics (échantillonnage de signaux télécoms RF, CAD, 
mélangeur hybride opto-RF, thèse CIFRE). Une autre voie plus prospective est l'application de notre savoir-faire 
en génération/échantillonnage d'impulsions électriques picosecondes à des circuits électroniques à un électron 
(collaboration qui démarre avec Ch. Bauerle, Institut L. Néel, et A. Wieck, U.-Bochum). 
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Unité de recherche 

Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
 

IMEP-LaHC 
___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : Institut de Microélectronique Electromagnétisme et Photonique-Laboratoire d’Hyperfréquence et 
Caractérisation 

Nom du directeur de l’unité ou de l’équipe pour le contrat en cours : Gérard Ghibaudo, Jean-Emmanuel Broquin 
(depuis le 01/01/2014) 

Nom du directeur de l’unité ou de l’équipe pour le contrat à venir : Jean-Emmanuel Broquin 

___________________________________________________________________________________________ 
Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 
49 enseignants-chercheurs ; 8 chercheurs ; 17 techniciens et ingénieurs;  3 post-docs et  66 doctorants. 
Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 
7 statutaires (241 mois) ; 123 doctorants (environ 3663 mois) ; 34 post-docs (environ 405 mois). 
Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 
(Préciser l’affiliation et le statut précédent). 
13 personnes recrutées: 5 enseignants-chercheurs (3 MCF recrutement externe, 2 PR recrutement externe), 2 
chercheurs (1 CR recrutement externe, 1 détachement de la DGA), 4 techniciens (2 recrutement externe, 2 en 
mouvement interne) et 1 AI en recrutement externe. 

___________________________________________________________________________________________ 

Réalisations et produits de la recherche au cours de la période écoulée (1er janvier 2009 – 30 juin 2014) : 

1) Nouveaux concepts de composants électroniques (brevets) et percées dans l’analyse du transport dans les 
MOSFETs déca-nanométriques, tant par simulation qu’expérimentalement. 

2) Consolidation des activités « More than Moore » avec le transfert industriel réussi (EVEON) d’un nouveau 
microsystème pour applications biomédicales. 

3) Lignes à ondes lentes en technologies CMOS/BiCMOS, ainsi qu’en technologies membrane sur nanofils et PCB. 
RFM a fait évolué des lignes de type CPW, en démontrant leur utilisation dans plusieurs dispositifs passifs  et 
actifs  en bande millimétrique CMOS/BiCMOS. RFM a également inventé deux nouveaux concepts de lignes à ondes 
lentes, des lignes microruban sur membrane de nanofils, et des guides SIW (« Substrate Integrated Waveguide ») à 
ondes lentes en technologie PCB.  

4) Papier intelligent : Nous avons travaillé sur un concept porteur en vue de réaliser des papiers peints anti WiFi ou 
anti GSM, mais qui laisseraient passer les ondes pour la radio FM, la fréquence des secours, ou encore celle des 
alarmes. 

5) Applications des ondes térahertz (THz) : Ces efforts nous ont permis d'obtenir les premières images en temps 
réel de faisceaux impulsionnels THz (THz-TDS). Cette prouesse technologique a été réalisée à l'aide de caméras à 
micro-bolomètres (collaboration IMEP-LAHC, CEA-LETI) 

___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. Janvier 2009-juin 2014  

Conférences invités : 176 ; Revues internationales : 516 ; Conférences internationales : 689 ; Conférences nationales :  
165 ; ouvrages : 45 

___________________________________________________________________________________________ 
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Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 

1. F. Conzatti, M. G. Pala, D. Esseni, Surface-Roughness-Induced Variability in Nanowire InAs Tunnel FETs, IEEE 

Electron Device Letters, Vol. 33, no.6, pp. 806-808 (2012) 
2. Diana Lopez, S. Haendler, C. Leyris, Gregory Bidal, and Gérard Ghibaudo, Low-Frequency Noise Investigation and 

Noise Variability Analysis in High-k/Metal Gate 32-nm CMOS Transistors, IEEE Trans. Electron Devices, Vol. 58, No. 
8, pp. 2310-2316 (Aug. 2011) 

3. A.-L. Franc, O. H. Karabey, G. Rehder, E. Pistono, R. Jakoby, and P. Ferrari "Compact and Broadband mm-Wave 
Electrically Tunable Phase Shifter Combining Slow-Wave Effect with Liquid Crystal Technology", IEEE Trans. on 
Microwave Theory Tech., Vol. 61, No. 11, pp. 3905-3915, Nov. 2013. 

4. T. Bertaud, C. Bermond, S. Blonkowski, C. Vallée, T. Lacrevaz, A. Farcy, and B. Fléchet “DC to Radio-Frequency 
Characterization of ZrO2 Dielectric for “Metal-Insulator-Metal” Integrated Capacitors”, IEEE Trans. on 
Components, Packaging and Manufacturing Technology, Vol. 2, No. 3, pp 502-509, March 2012. 

5. J. Oden, J. Meilhan, J. Lalanne-Dera, J-F. Roux, F. Garet, J-L. Coutaz, F. Simoens, “Imaging of broadband terahertz 
beams using an array of antenna-coupled microbolometers operating at room temperature”, Opt. Express 21, 
4817-4825 (2013) 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que les publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 

1. Production de la « Sinano Institute Vision » (http://www.sinano.eu/data/document/sinano-institute-vision.pdf) 
Brevet métapapier : Brevet FR N° 10/53217 du 27 avril 2010 Inventeurs : F. DE BARROS, G. EYMIN-PETOT-
TOURTOLLET, P. LEMAITRE-AUGER, T.-P. VUONG,. Entreprise ayant acheté la licence : Ahlstrom 

2. Rapport expertise ANSES Fabien Ndagijimana (portiques aéroports – imagerie) 
3. Logiciel de calcul Aperiodic Fourier Modal Method, programation en C++, exécutable Windows et Linux, écrit par 

Davide Bucci 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité (par exemple : 
invitations à donner des conférences, organisation de colloques nationaux ou internationaux, réseaux collaboratifs, 
cofinancements, prix et distinctions…). 

1. Direction de l’Institut Sinano (2008-2014). (23 laboratoires travaillant  en nanoélectronique en Europe) 
2. Chaires d’excellence de la fondation Nanosciences: H.-S. Philip Wong (Stanford University, USA) et Alex Zavslavsky 

(Brown University, USA) 
3. Organisation de conférences internationales à Grenoble, notamment : INFOS 2011, ULIS 2012 WOLTE 2014  
4. Organisation des JNM 2009 Grenoble : 550 participants,  

5. Symposium Co-Chair SPIE Photonics West, San Francisco, USA depuis 2014 (~20 000 participants)  
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel (par exemple : contrat industriel, collaboration à une exposition majeure, émission audiovisuelle, 
partenariats avec des institutions culturelles…). 

1. Interactions avec l’environnement industriel : direction de 64 thèses CIFRE sur la période 2009-2013 (~13/an). 
2. Implication dans le programme Nano2012 coordonné par STMicroelectronics, avec le CEA/LETI, SOITEC et les 

centres d’IBM Fishkill et d’Albany. RFM : 
3. Hébergement des sociétés A2 Photonics Sensors et Kaptéos, implication dans le démarrage de Résolution Spectra 
___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation (par exemple : conception et 
coordination de modules de formation en master et en doctorat, accueil et suivi des doctorants, conception d’outils à 
vocation pédagogique, action de formation continue…). 

1. Responsabilité du master international Nanotech entre Grenoble-INP, Politecnico di Torino et l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne. 

2. Ecole d’été internationale MIGAS (http://www.migas.inpg.fr/) : organisation de 5 sessions (1/an) sur les sujets 
suivants : SOI Concepts: from materials to devices and applications en 2009, MEMS & NEMS: New Technologies 
and Advanced Devices en 2010, Nanostrustures for Energy Harvesting en 2011, Micro & Nano Devices for Biology 
and Medicine en 2012 et Micro & Nano Technologies for Microwave and Photonic Devices en 2013. 

3. Responsabilité du Master et de la spécialité Optique et Radiaofréquence auprès de l’ED EEATS 

___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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Research Unit 

Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015 
 

IMEP-LaHC 
___________________________________________________________________________________________ 

Unit Name: Institute for Microelectronics Electromagnetism and Photonics-Laboratory of Hyperfrequency and 
Characterisation 

Name of the Director of the evaluated period: Gérard Ghibaudo, Jean-Emmanuel Broquin (since 01/01/2014) 

Name of the Director of the forthcoming period: Jean-Emmanuel Broquin 

___________________________________________________________________________________________ 
Personnels (at the beginning of the current contract). 
49 Professors (full and associates); 8 full time researchers (CNRS) ; 17 technicians and engineers;  3 post-docs et  66 
PhD Students. 
Personnels who left the unit during the current contract (and number of months spent in the unit). 
7 statutories (241 months) ; 123 PhD students (about 3663 months) ; 34 post-docs (about 405 months). 
Number and origin of people hired during the evaluated period :  
13 hired people: 5 professors (3 Associates external recruitment, 2 full PR external recruitment), 2 full-time 
researchers (1 CR external recruitment, 1 mutation from DGA), 4 technicians (2 external recruitment, 2 internal 
moves) and 1 AI external recruitment. 

___________________________________________________________________________________________ 

Scientific production for the evaluated period (1er janiary 2009 – 30 june 2014) : 

• New concepts for electronic devices (patents) and breakthroughs in nanometric MOSFETS transport 
phenomenon analysis and measurements. 

• Successful spin-off of BioMEMS research (EVEON Start Up). 
• Slow waves lines in CMOS/BiCMOS, nanowire and PCB technologies.  
• Smart paper : new concepts for anti WIFI and ant GSM wall papers. 
• Real time images in the THz domain : microblometers cameras (collaboration IMEP-LAHC, CEA-LETI) 

___________________________________________________________________________________________ 

Quantitative recarod of scientific produyction. (1er janiary 2009 – 30 june 2014)   

Invited talks : 176 ; International Journal papers : 516 ; International Conferences : 689 ; National Conferences :  165 ; 
books : 45 

___________________________________________________________________________________________ 

5 major publications 

 

6. F. Conzatti, M. G. Pala, D. Esseni, Surface-Roughness-Induced Variability in Nanowire InAs Tunnel FETs, IEEE 

Electron Device Letters, Vol. 33, no.6, pp. 806-808 (2012) 
7. Diana Lopez, S. Haendler, C. Leyris, Gregory Bidal, and Gérard Ghibaudo, Low-Frequency Noise Investigation and 

Noise Variability Analysis in High-k/Metal Gate 32-nm CMOS Transistors, IEEE Trans. Electron Devices, Vol. 58, No. 
8, pp. 2310-2316 (Aug. 2011) 

8. A.-L. Franc, O. H. Karabey, G. Rehder, E. Pistono, R. Jakoby, and P. Ferrari "Compact and Broadband mm-Wave 
Electrically Tunable Phase Shifter Combining Slow-Wave Effect with Liquid Crystal Technology", IEEE Trans. on 
Microwave Theory Tech., Vol. 61, No. 11, pp. 3905-3915, Nov. 2013. 
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9. T. Bertaud, C. Bermond, S. Blonkowski, C. Vallée, T. Lacrevaz, A. Farcy, and B. Fléchet “DC to Radio-Frequency 
Characterization of ZrO2 Dielectric for “Metal-Insulator-Metal” Integrated Capacitors”, IEEE Trans. on 
Components, Packaging and Manufacturing Technology, Vol. 2, No. 3, pp 502-509, March 2012. 

10. J. Oden, J. Meilhan, J. Lalanne-Dera, J-F. Roux, F. Garet, J-L. Coutaz, F. Simoens, “Imaging of broadband terahertz 
beams using an array of antenna-coupled microbolometers operating at room temperature”, Opt. Express 21, 
4817-4825 (2013) 

___________________________________________________________________________________________ 

Major  Documents 

1. Elaboration of the « Sinano Institute Vision » (http://www.sinano.eu/data/document/sinano-institute-vision.pdf) 
Brevet métapapier : Brevet FR N° 10/53217 du 27 avril 2010 Inventeurs : F. DE BARROS, G. EYMIN-PETOT-
TOURTOLLET, P. LEMAITRE-AUGER, T.-P. VUONG,. Entreprise ayant acheté la licence : Ahlstrom 

2. Rapport expertise ANSES Fabien Ndagijimana (portiques aéroports – imagerie) 
3. Scientific Software Aperiodic Fourier Modal Method, written in C++, Windows and Linux, written by Davide Bucci 

___________________________________________________________________________________________ 

5 facts illustrating the Unit impact or academic appeal 

1. Creation and Management of the European Sinano Institute (2008-2014).  
2. Nanoscience fundation’s excellence chairs: H.-S. Philip Wong (Stanford University, USA) et Alex Zavslavsky (Brown 

University, USA) 
3. Organisation of international conferences in Grenoble: INFOS 2011, ULIS 2012 WOLTE 2014  
4. Organisation of JNM 2009 Grenoble : 550 participants,  

5. Symposium Co-Chair SPIE Photonics West, San Francisco, USA depuis 2014 (~20 000 participants)  
___________________________________________________________________________________________ 

5 facts illustrating the Unit interaction with the socio-economic and cultural environment. 

1. Supervision of  64  CIFRE PhD Thesis over  2009-2013 (~13/year). 
2. Contribution to the Nano2012 program managed by STMicroelectronics, with CEA/LETI, SOITEC and IBM 

Fishkill  and Albany. 
3. Hosting spin-off A2 Photonics Sensors and Kaptéos, implication in  Résolution Spectra start-up 

___________________________________________________________________________________________ 

Main contributions to training and education : 

1. Managment of the International Nanotech Master degree (joint degre between Polito Torino, EPFL and G-
Inp). 

2. Organisation of the international summer school MIGAS (http://www.migas.inpg.fr/)  : SOI Concepts: from 
materials to devices and applications en 2009, MEMS & NEMS: New Technologies and Advanced Devices en 
2010, Nanostrustures for Energy Harvesting en 2011, Micro & Nano Devices for Biology and Medicine en 
2012 et Micro & Nano Technologies for Microwave and Photonic Devices en 2013. 

3. Management of the Optics and Radiofrequency master and PhD speciality at the Doctoral School EEATS. 

___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 
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Annexe 3.1 

Plateforme de Caractérisation  Electrique et Physique 

Responsable : X. Mescot 
 

Site de Grenoble 
 

 
Grâce à un ensemble d'équipements scientifiques performants, l'IMEP-LAHC possède des 
compétences dans  les mesures permettant l'étude intrinsèque des composants électroniques 
avancés ainsi que de leurs matériaux et technologies:  
• Mesures de courant (I-V) et de capacité (C-V), à basse fréquence (0.01 Hz à 110 MHz), à 
température ambiante, mais aussi à haute température (jusqu'à 600 K) et à basse température 
(jusqu'à 10 K). 
• Mesures des propriétés de transport (Hall, magnétorésistance ...).  
• Mesures de bruit basse fréquence (jusqu'à 10 MHz).  
• Mesures à l'échelle nanométrique (microscope à force atomique AFM avec modes électriques, 
microscope interférométrique 3D). 

 

Mesures I-V, C-V, bruit, stations sous pointes 

- Une station sous pointes semi-automatique Elite 300 de Cascade avec possibilité de réaliser 

des mesures I-V, I-V pulsé, C-V, bruit basse fréquence, de façon statistique (mapping) sur des 

plaques de test pouvant aller jusqu’à 300 mm de diamètre. Possibilité de tester les 

composants électroniques en température (30 °C à 300 °C). La station est reliée à un 

analyseur de paramètres semi-conducteurs B1500A d’Agilent de hautes performance et 

technicité.  

- Deux bancs de mesures de marque Synergie Concept pour la mesure du bruit basse 

fréquence de composants sous boîtiers (DIL). 

- Trois cryostats Janis pour la mesure I-V/C-V en basse température (jusqu’à 9 K) sur des 

composants encapsulés (DIL). 

- Une station sous pointes cryogénique PMC 150 de Suss Microtec permettant la mesure I-

V/C-V directement sur des plaques de test jusqu’à 200 mm  de diamètre. La température 

peut être contrôlée entre 10K et 400K. Cette station est équipée de 4 pointes statiques et de 

2 pointes CSG permettant de faire des tests cryogéniques du régime statique jusqu’à 35GHz, 

avec des configurations de polarisation complexes (avec contrôle double grille par exemple).    

- Cinq analyseurs (4 Agilent et 1 Keithey) permettant la mesure courant-tension, disposant au 

minimum chacun de 4 SMU (Unités de source et de mesure) dont au moins 2 en haute 

résolution (mesure jusqu’à 1 fA). Un des analyseurs possède un module de puissance (1A 

maximum au lieu de 100mA, tension allant de ±100V à ±200V). Possibilité de faire des 

mesures en mode forte tension (1100V ou 1A) ou fort courant (3A ou 60V). 

- Quatre mesureurs de capacité-tension. Selon les modèles  gamme de fréquence de 20Hz à 

110MHz, capacités de l’ordre du fF, tension de polarisation jusqu’à 40V. 

- Deux stations sous pointes manuelles Karlsuss permettant de tester des plaques de 200 mm 

et 150 mm respectivement. 
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-  Une station sous pointes manuelle Signatone pour tester des plaques de 4 pouces 

maximum, à haute température (jusqu’à 650 °C). 

- Un système de 4 nano manipulateurs pour faire des tests sur composants sub-

micrométriques (résolution : 20 nm). 

Spectroscopie de défauts 

- Un banc de Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS) capacitive pour la mesure des défauts 

en volume et d’interface sur composants en boîtiers DIL.  

- Un banc de pompage de charge (CP) pour la mesure des densités d’états d’interface lents et 

rapides dans les composants MOS sur substrat massif et SOI. 

Equipement SHG (Second Harmonic Generation) 

- Un système de mesure SHG est prêté par l’entreprise Femtometrix depuis juin 2014. Il s'agit 

d'un équipement unique qui permet une caractérisation des états d'interface sans contacts 

et qui constitue une opportunité pour le laboratoire. 

Mesure d’effet Hall 

-  Un banc sous pointes de mesures par effet Hall (champ magnétique maximum : 0.5 T). 

- Un cryostat Janis de mesure par effet Hall à basses températures (jusqu’à 20 K, champ 

magnétique jusqu’à 0.7 T). 

Magnéto-transport 

- Un banc Lakeshore de mesure de magnétorésistance équipé d’une canne réalisée sur mesure 

et  permettant de tester des composants sous boîtier 28 broches (PLCC). Ceci permet de 

tester plusieurs composants en parallèle sans remise à température ambiante, ce qui est 

indispensable pour toutes les techniques d’extraction basées sur la comparaison de 

composants de géométrie différente par exemple, de façon à éviter les artefacts liés à des 

différences de température lors des mesures. Il est possible de faire varier la température 

depuis l’ambiante jusqu’à 2 K et d’appliquer des champs magnétiques jusqu’à 9 T grâce à des 

bobines supraconductrices.  

AFM 

- Un AFM Dimension 3100 de Veeco pour la mesure topographique sur de petites surfaces 

(nanofils, graphène…) mais disposant également de nombreux modules électriques (mesures 

de champ électrique (EFM), magnétique (MFM), de courant faible ou fort (TUNA)…). Cet AFM 

dispose d’un système de double asservissement dans les 3 directions x, y et z qui permet 

d’effectuer ces mesures tout en contrôlant la force appliquée par la pointe sur l’échantillon. 

Ceci nous permet par exemple de caractériser les propriétés ùécaniques, piézorésistives ou 

piézoélectriques des nanostructures. 

Mesures d’effet piézoélectrique 

- Un système de mesures d’effet piézoélectrique, automatisé sous Labview. 
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Annexe 3.2  

Plateforme Hyperfréquences, Optomicroondes et CEM 

Responsable : N. Corrao 

 

Site de Grenoble 
 

 
Cette plate-forme, associée à la plateforme du Bourget du Lac (Annexe 3.2) regroupe sur les deux 
sites l'ensemble des équipements communs de caractérisation Hyperfréquences, Optomicroondes et 
de CEM du laboratoire. Des moyens expérimentaux performants sont mis à la disposition des 
chercheurs pour la caractérisation sous pointes et coaxiale jusqu'à 110 GHz, pour la mise en œuvre 
des interactions optique-microondes dans les systèmes de télécommunication innovants et enfin 
pour l'étude des phénomènes de rayonnement électromagnétique. 

 

 

Caractérisation hautes fréquences de dispositifs sur tranche / sur puce : 
 

- Une station semi-automatique CASCADE MICROTECH S300 équipée d’un chuck de 300 mm et 

d’une micro-chambre de blindage pour les mesures faible courant / faible bruit. Cette station 

peut être configurée pour des mesures deux ports jusqu’à 40 GHz, 65 GHz ou 110 GHz. 

- Une station manuelle SUSS MICROTEC PSM6RF équipée d’un chuck de 100mm et utilisée 

principalement pour les caractérisations jusqu’à 40 GHz. 

 
 
Instrumentation radiofréquences, microondes et ondes millimétriques : 

 
Analyse vectorielle de réseaux – mesure de paramètres [S] 

- Un analyseur vectoriel de réseaux millimétriques très large bande ANRITSU ME7808C 0.04-

110 GHz. 

- Un analyseur vectoriel de réseaux AGILENT 8510C 0.045-40 GHz. 

- Un analyseur vectoriel de réseaux AGILENT 8720ES 0.05-20 GHz. 

 
Génération de signaux analogiques radiofréquences, microondes et millimétriques 

- Un générateur synthétisé AGILENT PSG E8257D 70 GHz. Ce générateur peut être associé à 

une extension millimétrique AGILENT E8257DS10 75-110 GHz. 

- Un générateur synthétisé ANRITSU MG68367C 0.01-40 GHz. 

- Un générateur synthétisé ANRITSU MG3692B 0.01-20 GHz. 

- Un générateur synthétisé AGILENT 83712B 0.01-20 GHz. 

 
Analyse spectrale de signaux analogiques radiofréquences, microondes et millimétriques 

- Un analyseur de spectre ANRITSU MS2668C 9KHz-40 GHz. La bande d’analyse de cet appareil 

peut être étendue à la bande 50-75 GHz, à l’aide d’un mélangeur externe ANRITSU 

MA2744A. 

- Un analyseur de spectre ANRITSU MS2665C 9KHz-21,2 GHz. 



 

Annexe 3 10 

 

- Un analyseur de spectre AGILENT 8560EC 30Hz-2,9 GHz utilisé principalement pour les 

applications CEM et d’analyse de signaux en bande de base. 

 
Caractérisation radiofréquences et microondes en bruit 

- Un analyseur dédié à la mesure de figure de bruit AGILENT N8975A 0,01-26 GHz 

- Une source de bruit calibrée AGILENT N4002A 0,01-26 GHz 

- Un synthétiseur d’impédance motorisé FOCUS MICROWAVE CCMT1808 2C 0,8-18 GHz, 

couplé à un logiciel de pilotage pour les mesures en source pull. 

 
Analyse temporelle sub-nanoseconde 

- Un analyseur de signaux de communication TEKTRONIX CSA8200 utilisé pour les mesures 

temporelles nécessitant un échantillonnage en temps équivalent (< 20 GHz). 

- Une tête générateur d’échelon rapide / d’échantillonnage TEKTRONIX 80E04 25pS / 20 GHz, 

utilisée principalement pour les caractérisations en réflectométrie temporelle (TDR)  sub-

nanoseconde. 

- Une tête d’échantillonnage rapide TEKTRONIX 80E03 20 GHz. 

 
 
Etude et développement des nouveaux systèmes de communications numériques 

 
Génération des signaux numériques modulés 

- Un générateur de signaux arbitraires TEKTRONIX AWG 7122B disposant de deux voies 

d’échantillonnage à 12 GS/s (4,8 GHz) ou 24 GS/s (9,6 GHz) sur une voie en mode entrelacé. 

Cet équipement est utilisé pour générer les signaux en bande de base ou directement en 

fréquence intermédiaire, à partir d’une définition numérique de la forme d’onde complexe. 

- Un générateur de signaux vectoriels AGILENT PSG E8267D 20 GHz, permettant des 

modulations complexes I et Q jusqu’à 2 GHz de largeur de bande. 

- Un générateur de signaux vectoriels AGILENT ESG E4438C 6GHz, permettant des modulations 

complexes I et Q jusqu’à 160 MHz de largeur de bande. 

 
Réception, conversion A/D des signaux numériques modulés 

- Un analyseur de signal VSA AGILENT E4406A, disposant de 10 MHz de largeur de bande et 

équipé d’un outil logiciel pour la démodulation et l’analyse des performances des systèmes 

de téléphonie mobile. 

- Un système d’analyse de signaux vectoriels AGILENT VSA 89641A VXI équipé d’un étage de 

transposition basse jusqu’à 6GHz et d’une largeur de bande de 36 MHz. 

- Un oscilloscope temps réel AGILENT DSO Infiniium 54855 6 GHz 20 GS/s. 

- Un oscilloscope temps réel TEKTRONIX TDS 6604B 6 GHz 20 GS/s. 

 
Démodulation, traitement et analyse des liaisons 

- Un outil logiciel AGILENT VSA (Vector Signal Analyser) 89600 en licence site. 

- Un outil logiciel AGILENT ADS (Advanced Design System) en licence site. 

 
Mise en œuvre de liaisons radiofréquences sur fibre optique (RoF) 

- Plusieurs diodes lasers DFB 1310/1550 nm et Vcsels. 

- Plusieurs photodétecteurs rapides 18 GHz, 50 GHz, 70 GHz et 100 GHz. 

- Plusieurs modulateurs électro-optiques Mach Zehnder 20 et 40 Gbits/s. 
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- Des multiplexeurs/démultiplexeurs. 

- Des amplificateurs optiques EDFA. 

 
 

Caractérisation d’antennes ou d’objets rayonnants : 

 
- Chambre anéchoïde faradisée d’une surface utile de 18 m2, pour un volume utile de 75 m3. 

Cet environnement particulier a été conçu pour reproduire des conditions de mesure en 

espace libre, sur une gamme de fréquence de 500 MHz jusqu’aux fréquences millimétriques. 

- Système complet CT SYSTEMES ANT32 de caractérisation d’antennes en champ lointain. Ce 

système est constitué de 3 axes motorisés et pilotés par un outil logiciel dédié. Le 

mouvement combiné de ces 3 axes permet de scanner une sphère en 3 dimensions autour 

de l’objet rayonnant sous test et d’extraire ses principales caractéristiques de rayonnement 

dans l’espace. Le système peut être couplé à différents appareils de mesure, en fonction du 

domaine de fréquence d’intérêt. 

 

 
Système de prototypage complet de circuits imprimés : 

 
- Une graveuse LPKF Protomat S100 pour la micro-gravure mécanique sub-millimétriques de 

circuits sur substrats hyperfréquences (finesse jusqu’à 100 µm de largeur de ligne ou 

d’isolation entre pistes). 

- Une machine de métallisation LPKF Contact RS permettant de réaliser des trous métallisés (> 

200 µm), par électrodéposition de cuivre. 

- Une machine de pressage à chaud LPKF Multipress, pour la réalisation de circuits 

multicouches jusqu’à 8 niveaux. 
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Annexe 3.3  

Plateforme Caractérisation Hyper et électrique 

Responsable : M. Astic 

 

Site du Bourget du Lac 
 

 

Stations sous pointes 
 

- 1 station manuelle de mesures sous pointes PM8 Suss Microtec pour wafers jusqu'à 200 mm 
- 1 station semi automatique de mesures sous pointes Elite 300 Cascade Microtech pouvant accueillir 
des wafers jusqu'à 300 mm de diamètre, possibilité de faire des mesure à température ambiante ou 
jusqu'à 300 °C 

 
Appareils de mesure 

 
- 1 analyseur de réseau Anritsu 37397 C (40 MHz-65 GHz). 
- 1 analyseur de réseau 4 ports PNA-X Agilent N5247A (10 MHz-67 GHz). 
- 1 Precision Source / Measure Unit Agilent B2902A (100  fA). 
- 1 impedance mètre 4294 A (40 Hz-110 MHz). 
- 1 oscilloscope Tektronix DSA 8200 + 2 têtes doubles TDR 80E10. 
- 1 analyseur de spectre Anritsu MS2667C (9 kHz - 30 GHz). 
- 1 oscilloscope Lecroy Wave Runner 640 Zi 4 GHz 40 GS/s. 
- 2 bolomètres pour la détection dans l’infrarouge lointain. 
 
Lasers 

 
- 1 laser Ti:Sa Tsunami Spectra-Physics, 40 fs, 82 MHz, 300 mW à 0,8 µm pompé par un laser Millenia, 
Nd-YAG doublé CW, 5 W à 532 nm. 
- 1 laser Ti:Sa Synergy Femtolaser, 11 fs, 100 MHz, 500 mW à 0,8 µm pompé par un laser Verdi 
Coherent, Nd-YAG doublé à 532 nm. 
- 1 laser à fibre Menlo, 100 fs, 400 mW à 1,5 µm pompé par diodes laser. 
- 1 laser Ti:Sa amplifié Coherent Libra (oscillateur Ti:Sa et ampli Ti:Sa pompé par laser Q-switch) 1 
kHz, 5 mJ par impulsion, 0,8 µm. 

 
Bancs de mesure 

 
- 7 bancs de spectroscopie THz. 
- 1 banc d'électronique faible bruit comprenant 1 cryostat He liquide Infrared Labs et 1 système 
Attocube ANC 50 Piezo Step Controller + 4 micro positionners. 

 
Divers 

 
- 1 graveuse LPKF protomat C60. 
- 1 polisseuse Mecapol P300. 
- 1 pompe turbo Alcatel avec pompe primaire. 
- 1 machine de bonding Kulicke and Soffa. 
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Annexe3.4 

Plateforme Photonique 

Responsable : G. Grosa 
 

Site de Grenoble  

 

L'IMEP-LAHC dispose de 9 salles obscures équipées de matériels permettant de réaliser des mesures 
sur structures photoniques et sur composants optoélectroniques. Les bancs de caractérisation 
associés à ces équipements sont les suivants : 

 

- Banc de mesures en champ proche. 
- Banc de mesures de gain/pertes. 
- Banc d’analyse spectrale. 
- Banc de M-line. 
- Banc de mesures laser. 
- Banc de mesures en polarisation. 
- Banc de mesure de  rendement quantique et de réflectivité. 
- Banc d’inscription holographique. 
 
Ces bancs de mesure utilisent les matériels détaillés ci-dessous. 

 

Mécanique et micromécanique 

 

- 4 bancs de caractérisation optique THORLABS (ScienceDesks) sur coussins d’air passifs pour 
caractérisation en optique intégré. 
- 6 marbres en nid d’abeille 60 mm percé M6, grandes dimensions (1200-900) Thorlabs et Newport. 
- Table optique ultra stable sur coussin d’air actif Melles Griot. 
- Plaques à trous (M6) aluminium Thorlabs pour applications ponctuelles. 
- Micromanipulateurs 3 axes à butées différentiel (résolution 1 µm) Nanomax Thorlabs. 
- Micromanipulateurs 6 axes à butées différentiel (résolution 1 µm) + piézoélectrique (résolution 30 
nm) Melles Griot. 
- Micromanipulateurs 3 axes motorisés (résolution 40 nm) Ultraligne Newport. 
- Platines de rotation motorisées pas-à-pas ou à courant continu de haute résolution (0.0002°). 
- Grand choix d’éléments opto-mécanique Thorlabs (cage systèmes, post assembly, lens tube, etc..) + 
nombreux micro positionneurs 1 axe (translation, rotation) pour la réalisation de montage en 
micromécanique (positionneurs XYZ). 

 
Imagerie, optique de volume et fibre optique 

 

- Objectif zoom (x50-x500) grande distance de travail Keyence avec éclairage led coaxial monté sur 
platine de translation grand débattement. 
- Objectifs "standard" Melles GRIOT (x25-x40-x60). 
- Objectifs APO plan proche IR Mitutoyo (x5-x10-x20-x50-x100). 
- Cameras CCD et CMOS analogiques (monochrome et couleur) Thorlabs, Sony, Edmund.  
- Camera CMOS grande dynamique Opto gamme visible. 
- Camera InGaAs proche IR Sensors Unlimited. 
- Grand choix de filtres (passe bande, notch, IR, neutre, etc.). 
- Grand choix de lentilles (plan convexe, doublet, achromatique, etc.). 
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- Fibres optiques spécifiques (monomodes, multimodes, maintient de polar, polarisantes, lentillées, 
etc..), connectorisation FC. 
- Outils de préparations de fibres : pinces à dénuder, cliveuse, soudeuse FS-60 Fujikura, cassettes de 
nettoyage, outils de polissage de férule plan et angulaire (8°). 
- Coupleurs fibrés 980/1550 nm, circulateur optique fibré, Mux, jonction Y, etc. 

 
Appareils de mesures 

 

- Analyseur de spectre optique proche IR (600-1700 nm) Anrtitsu MS9710B. 
- Analyseur de spectre optique proche IR (600-1700 nm) HP 70950A. 
- Spectromètre USB  2000+ gamme visible étendue (200-1100 nm) Ocean Optics. 
- Monochromateur interfacé Jobin Yvon HR640 (résolution 10 pi) + réseaux visible et proche IR. 
- Monochromateur Oriel Cornerstone 130. 
- Puissance mètre optique haute sensibilité (0.01dB) Thorlabs PM200, Newport 840C, Ando AQ2140, 
avec têtes visible et proche IR. 
- Joulemètre  Ophir PE9. 
- Atténuateur optique numérique HA9 JDS et Ando. 
- Sphère intégrante 819-IS Newport multi port. 
- Sphère intégrante Labsphère 060-SL. 
- Analyseur de polarisation RPA2000 Instrument Systeme. 

 
 
Source LASER 

 
- Laser de pompe 532 nm 6 W Milenia Prime Spectra Physics. 
- Laser Ti/Sa 3900S accordable (850-1080 nm) Spectra Physics. 
- Laser Nd/Yag 1,5 J/8 ns Quanta-Ray Spectra Physics. 
- OPO 532nm GWU. 
- Laser 405nm 60mW Toptica pour l’holographie. 
- Diodes laser signale, pompe, dfb, sled (1500, 1300, 1060, 980, 800, 780, 750, 640, 400 nm). 
- Source Tunics PRI accordable (1480-1580 nm) Photonetics. 
- Source supercontinuum Leukos. 
- Lampe Xenon Oriel Apex. 

 
Mise en forme d’échantillons 

 

- Scie de découpe pour wafer Buhler. 
- Polisseuse 300 mm PRESI + disque diamant 165, 45, 15, 3, 0,5 µm, disque alumine 1 et 0,3 µm. 
- Rodeuse polisseuse Logitech (solution de polissage alumine 15 et 3 µm ou silice colloïdale 40 nm) 
pour wafer de 1 à 4 pouces. 
- Palpeur numérique résolution 0,1 µm Edeheim. 
- Lame étalon λ/20 + lampe sodium pour contrôle de surface. 
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Annexe 3.5 

Plateforme Technologique 

Responsable : A. Bouchard 
 

Site de Grenoble 

 

 
La fabrication de composants est réalisée au sein des 400 m² de salle blanche de classe 100 installés 
sur le site Minatec. L'IMEP-LAHC dispose en effet de 60 m² sur les 400 m² de salle blanche existants 
dans le bâtiment  (700 m² en incluant les circulations et doigts gris).  
Nos moyens technologiques disponibles sont ceux couramment utilisés dans les procédés de 
microélectronique : bâtis de dépôt de couches minces diélectriques et métalliques par pulvérisation 
cathodique RF ou par évaporation à effet Joule, équipements de photolithographie (tournette, 
photomasqueur, gravure) avec des motifs allant jusqu'à 0,6 microns. 
Par ailleurs, le laboratoire a développé depuis de nombreuses années une technologie d'optique 
intégrée sur verre basée sur des procédés d'échanges ioniques dans des fours de diffusion et 
d'enterrage assisté sous champ électrique. 

 
 
Moyens technologiques en salle blanche : 

 
Dépôt de couches minces : 
 
-  Evaporateur Edwards E306A pour le dépôt de couches minces d’aluminium.  
-  Bâti d’évaporation et de pulvérisation cathodique RF - MEP300 Plassys : 
 Cibles disponibles:  Métallique : Al 
    Diélectriques : SiO2, MgF2, Pyrex, B270, Al2O3. 
- Bâti de pulvérisation cathodique à diode Alcatel SCM 600 :  

   Cibles disponibles :  Métalliques : Al, Cr, Au, Cu, Ti, Ta, Zn, Si, W 
      Diélectriques: ITO, SnO2. 

 
Bâti de gravure 

 
-  Bâti de gravure plasma ICP / RIE Corial 200IL. 

 
Lithographie 

 
- Photomasqueur MA6 Süss Microtec : plus petit motif reproductible : 0,6 µm.  
- Photomasqueur  MJB3 Süss  Microtec : Largeur du plus petit motif reproductible : 1 µm. 
- Spin coater pour les dépôts de résines et de polymères. 

 

Divers 
 
- Plaques chauffantes.  
- Etuves, étuves sous vide, étuve à convection forcée.  
- Bains thermo-régulés et à agitation magnétique. 
- Microscope optique Leica INM100 : Grossissement jusqu’à 1000, acquisition d’images. 
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- Centrifugeuse Semitool pour le rinçage et séchage de plaquettes. 
- Polisseuse pour la préparation de surfaces pour l’adhésion moléculaire. 
- Chimie : Sorbonne acides et solvants : acides forts, nanomatériaux. 
- Balance de précision TP124W – Denver Instrument. 

 
 
Moyens technologiques hors salle blanche : 
 
Technologie d'échange d'ions: 
 
- 4 Fours AET pour les échanges d'ions dans le verre : potassium, argent, enterrages sous champ. 
- Four pour les échanges dans le verre sous champ / enterrage thallium. 
- Boite à gants Jacomex équipée d'un four AET pour les échanges d'ions thallium. 
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Annexe 3.6 

Liste des équipements lourds du Service informatique 

Responsable : L. Bouro 
 

 
 
 

- Un serveur de calcul multiprocesseur (4 processeurs intel Westmere avec 1 To de mémoire 

vive). 

- Deux serveurs de calcul hybride XEON/TESLA (GPU NVIDIA). 

- Un PowerEdge M1000e équipé de 8 lames de calcul bi XEON. 

- Un serveur de stockage de 5 To. 

- Une unité virtualisée (VmWare)  haute redondance accueillant  les différents serveurs 

structurels du laboratoire (serveurs de licences, d’impression …). 
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Annexe 4 : Organigramme fonctionnel 
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Annexe 5 
REGLEMENT  INTERIEUR  DE  L’IMEP-LAHC 
(UMR 5130 CNRS-GRENOBLE INP-UJF-US) 

 

Organes d’administration et fonctionnement de l’IMEP-LAHC 
 
1) Conseil de l’IMEP-LAHC : 

 

 Il est composé de 20 membres (élus et nommés) : 
 

- 4 représentants des Doctorants 
- 4 représentants des Personnels ITA/IATOS 
- 12 représentants des personnels Chercheurs et Enseignants-Chercheurs 

   (dont le Directeur et les Directeurs Adjoints) 
 

Il se réunit en moyenne une fois par trimestre et discute des principales activités du 
laboratoire.  
 

2)  Conseil Scientifique de l’IMEP-LAHC : 
 

Il est composé de 17 membres dont 1 représentant du personnel ITA/IATOS et 2 
représentants des doctorants.  
Il se réunit en moyenne une fois par an et discute des thèmes de recherche ainsi que 
des profils des postes. 

 
 

 3) Bureau de l’IMEP-LAHC : 
 

Il est composé des Responsables des thèmes de recherche de l’IMEP-LAHC, des 
Directeurs Adjoints ainsi que du Directeur de l’IMEP-LAHC. Il est sollicité à la 
demande du Directeur pour traiter de points particuliers. 
Des membres de l’IMEP-LAHC peuvent être invités par le bureau pour leur expertise 
dans un domaine. 
 
 

 4) Services de l’IMEP-LAHC : 
 

Le fonctionnement de l’IMEP-LAHC s’appuie sur les services internes suivants : 
 

Service secrétariat : il assure le fonctionnement administratif et logistique du 
laboratoire. 

 
Service gestion : il assure  la gestion financière des comptes du laboratoire. 

 
Service RH et Formation permanente : il gère le suivi des carrières et des congés 
des personnels, le recrutement des contractuels et des stagiaires, ainsi que le plan 
de formation continue de l’unité et les actions de formation. 
 

Service informatique : il gère les matériels, les logiciels et le réseau ainsi que le site 
web du laboratoire. 
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Service technologique : il gère les réalisations technologiques de l’IMEP-LAHC en 
interne ou sur les plates-formes extérieures accessibles par les chercheurs du 
laboratoire. 

 
     

Plates-formes techniques et technologiques : elles sont constituées de trois 
plates-formes de caractérisation Electrique et Physique (CEP), RF Hyperfréquence 
Optomicroondes et CEM (HOC), et Photonique (PHOTO), d’une plate-forme 
technologique et d’un atelier mécanique et électronique commun. 

 
 
 

Organisation collective du travail 
 
L’organisation du travail au laboratoire est basée sur les textes en vigueur à 
Grenoble INP et au CNRS (cycle, horaires, jours RTT). 
 

Horaires 
 

       -Durée hebdomadaire : 
 

Pour le personnel du CNRS la durée hebdomadaire du travail effectif pour chaque 
agent de l’Unité travaillant à plein temps est de 38 h 30 sur 5 jours (avec 13 jours de 
RTT) ou de 36 h 11 (sans RTT). 
La pause méridienne obligatoire ne peut être ni inférieure à 45 minutes ni supérieure 
à 2 heures. 
Pour le personnel de GRENOBLE INP la durée hebdomadaire du travail effectif 
pour chaque agent de l’Unité travaillant à temps plein est de 38 h 25 (avec 10 jours de 
RTT) ou de 36 h 40 (sans RTT). 
 

  -Durée journalière : 
 

La plage horaire de présence obligatoire est de 09 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h. 
Le personnel CNRS doit accomplir 07 h 42 minutes journalières (soit 38 h 30 

hebdomadaires) et le personnel de GRENOBLE INP 07 h 41 minutes (soit 38 h 25 
hebdomadaires). 
 

Congés annuels 
 

Pour le personnel du CNRS le nombre de jours de congés est 46 jours ouvrés par 
année civile soit 32 jours de congés et 12 jours de congés accordés au titre de 
l’aménagement et de la réduction du temps de travail et 2 jours de fractionnement 
(si congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre). 
Le report des jours de congés et jours RTT non utilisés est autorisé jusqu’au 28 
février de l’année suivante. 
 

Pour le personnel de GRENOBLE INP le  nombre de jours de congés est de 45 
jours par année universitaire (septembre à septembre) et 10 jours de congés d’ARTT. 
Le report des jours non utilisés est autorisé jusqu’au 31 décembre de l’année en 
cours. 
 

Fermeture de l’Unité 
 

Le laboratoire est assujetti aux périodes de fermeture du site PHELMA-MINATEC. 
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Compte-épargne temps 
 

Les agents titulaires et non titulaires ayant au moins un an d’ancienneté peuvent  
demander l’ouverture d’un CET, conformément à la réglementation de la tutelle de 
rattachement. 
 

Missions 
 

Tout agent se déplaçant pour l’exercice de ses fonctions, doit être en possession 
d’un ordre de mission établi préalablement au déroulement de la mission. Ce 
document est obligatoire du point de vue administratif et juridique. Il assure la 
couverture de l’agent au regard de la réglementation sur les accidents de service. 
L’agent amené à se rendre directement de son domicile sur un lieu de travail 
occasionnel sans passer par sa résidence administrative habituelle, est couvert en 
cas d’accident du travail sous réserve de remplir les deux conditions suivantes : 
-être en possession d’un ordre de mission. 
-avoir une autorisation du Directeur de Laboratoire d’utilisation d’un véhicule 
administratif ou de son véhicule personnel. 
 

Résultats scientifiques 
 

Confidentialité : chacun est tenu de respecter la confidentialité des travaux qui lui 
sont confiés ainsi que ceux de ses collègues. En particulier, en cas de présentation à 
l’extérieur, l’autorisation du directeur d’unité ou du responsable scientifique est 
obligatoire. 

 

Publications : les publications des membres de l’Unité doivent faire apparaître      
l’appartenance de l’Unité et le rattachement aux tutelles sous la forme : 
 

IMEP-LAHC, UMR 5130 (CNRS-GRENOBLE INP-UJF-Univ. de Savoie) 
 
 

Hygiène et Sécurité  
 

Un agent de l’IMEP-LAHC (ACMO) est chargé sous la responsabilité de la direction 
de la proposition, de l’application et du suivi des règles de sécurité au laboratoire 
(incluant le conseil au personnel et recensement des problèmes éventuels). 

 
Formation 
 

Le plan de formation de l’Unité  est soumis pour avis  au conseil d’Unité. Le 
correspondant formation de l’Unité informe et conseille les personnels pour leurs 
besoins et demandes de formation. 
Il participe auprès du Directeur d’Unité à l’élaboration du plan de formation de l’Unité. 
 

Moyens informatiques 
 

L’utilisation des moyens informatiques est soumise à des règles explicitées dans la 
charte informatique. Cette charte est avant tout un code de bonne conduite. Elle a 
pour objet de préciser la responsabilité des utilisateurs, en accord avec la législation, 
et doit être signée par tout nouvel arrivant. 

 

Conditions d’accès aux locaux 
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L’accès au laboratoire est contrôlé par badge. Les horaires normaux d’accès au 
laboratoire sont de 7 h 30 du matin à 20 h le soir.  
 
Les plates-formes de Caractérisation Electrique et Physique (CEP) et 
Hyperfréquence, Optomicroondes et CEM (HOC) sont accessibles, au moyen d’un 
badge spécifique et nominatif, en semaine de 7 h 30 du matin à 20 h le soir. Toute 
présence est interdite sur ces plates-formes en dehors de cette plage horaire et 
durant le week-end. 
 
L’atelier mécanique et électronique commun est également accessible au moyen 
d’un badge spécifique et nominatif, en semaine de 7 h 30 du matin à 20 h le soir. 
L’attribution de l’accès à l’atelier est accordée sous réserve du suivi d’une session de 
présentation et d’une sensibilisation à l’utilisation des outils mis à disposition (cf. 
règlement spéficique de l’atelier commun). 
 
La  salle blanche IMEP-LAHC est accessible uniquement en semaine, de 7h30 à 
20h au moyen du badge IMEP-LAHC; seules les personnes autorisées suite à une 
formation par le responsable de la Plateforme Technologique pourront obrtenir une 
validation de leur badge pour cet accès. 
 
Le non respect des règles de sécurité et d’utilisation des plateformes pourra faire 
l’objet de sanctions allant jusqu’à l’interdiction totale d’accés aux plateformes 
concernées par la direction du laboratoire. 
 
Les manipulations pour lesquelles il existe un risque spécifique (électrique, chimique, 
laser, brûlures sont aussi strictement interdites le soir de 20 h à 7h 30 et le 
week-end  (échanges d’ions et salles de caractérisations photoniques). 
 
Pendant les longues fermetures du BCAi (supérieures ou égales à 3 jours), les 
ascenseurs et les salles d’expériences ne doivent pas être utilisés. 
 
Toute personne présente sur le site devra se conformer aux règles générales 
de sécurité : 
 
- Evacuation du bâtiment en cas de sirène : sortir par le rez-de-chaussée jusqu’au 
point de rassemblement sur le parvis MMNT (sortie par la passerelle interdite dans 
ce cas). 
- Le travail isolé est interdit à l’IMEP-LAHC pendant toutes les périodes de 
fermeture du BCAi (incluant le soir et le week-end). Deux personnes minimum (dont 
au moins un permanent ou un doctorant) doivent donc être présentes dans ces 
périodes de fermeture.  
- En cas de blessé, prévenir un secouriste (liste affichée dans toutes les 
circulations) et la FLS (téléphones rouges). Des trousses de secours sont à 
disposition dans les sanitaires. 
- Toute personne souhaitant travailler sur un équipement devra prendre contact 
avec le responsable de la  plateforme concernée afin de prendre connaissance des 
consignes de sécurité liées à l’activité en question. 
 
 

Accueil du personnel extérieur au Laboratoire 
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Les personnes extérieures au laboratoire devant effectuer un séjour, doivent se 
conformer aux procédures d’accueil de l’établissement hébergeur, Grenoble INP et 
se faire identifier : 1 mois avant  pour un séjour inférieur à 3 mois,  2 mois avant  pour 
un séjour de 3 mois à 1an)  auprès du service RH du laboratoire. 
  

Livraison de matériels encombrants 
 

Toute livraison de matériels spécifiques encombrants nécessités par les activités 
scientifiques du laboratoire doit être au préalable signalée au responsable de la 
plate-forme technique concernée, afin de définir le lieu et la durée limitée du 
stockage. Sans l’obtention d’un accord préalable, aucun stockage même temporaire 
ne sera autorisé dans les locaux du laboratoire. 
 
 
 Grenoble le 3 avril 2012     

 
        Gérard GHIBAUDO 
    Directeur de l’IMEP-LAHC
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Annexe 6.1 Liste des réalisations et produits de la recherche 
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Annexe 6.1.2 : Indices de rayonnement et d’attractivité académiques 
 
 
Annexe 6.1.3 : Produits destinés à des acteurs du monde social, économique et 
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Annexe 6.1.1 

Production scientifique 

 
Liste des HDR soutenues (la liste des thèses est fournie en annexe 7) 

1. Raphael Clerc,   Recherche d’accompagnement en micro et nano électronique : Modélisation des 

performances des composants CMOS en régime quasi balistique, 8 Novembre 2011. 

2. Marco Pala, Modélisation du transport quantique dans les nanodispositifs, 02/07/2012. 

 
 

Publications CMNE 2009-2013 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 Total Moyenne/an 

Conférences invitées* 19 25 22 28 32 126 25 

Revues internationales avec comité de lecture 60 43 76 65 91 335 67 

Conférences internationales avec actes 67 66 68 74 93 368 74 

Conférences/workshop internationaux sans acte 8 7 13 8 7 43 9 

Conférences nationales 7 2 5 5 8 27 5 

Ouvrages/Chapitres d’ouvrages 7 8 9 2 10 36 7 

 

• *Dans les publications de l’équipe CMNE, les conférences invitées sont listées par ordre chronologique 
dans une rubrique séparée indépendamment du type d’évènement. 

• Les revues, conférences et workshops sont listés dans l’ordre alphabétique des titres de revues ou 
noms de conférences. 
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– 2009 – 

 

Conférences invitées 19 

Revues internationales avec comité de lecture 60 

Conférences Internationales avec actes 67 

Workshops internationaux 8 

Conférences nationales 7 

Ouvrages/Chapitres d’ouvrage 7 

 

Conférences invitées – 2009  

[2Cinv1] S. Cristoloveanu, J-P. Colinge, J. Fossum, C. Claeys, F. Balestra, O. Faynot, S. Monfray, What is the 

killing advantage of multiple-gate SOI MOSFETs: electrostatics and scalability, transport or 

functionality ?, Invited paper, 5
th

 EUROSOI Workshop, Göteborg, Sweden (19-21 Jan. 2009), 

Conference book of abstracts, 2 pages. 

[2Cinv2] S. Cristoloveanu, Ultrathin SOI and GeOI Materials and Transistors, Invited paper, IEEE-EDS, IEEE 

Electron Device Society Mini-Colloquium XX, Daegu, Korea (13 March 2009) 

[2Cinv3] G. Ghibaudo, Electrical noise in semiconductor devices - Case of CMOS technologies, Invited paper, 

Global e-workshop on semiconductor technology, Seoul, Korea (March 2009) 

[2Cinv4] Pascal Febvre, Electronique numérique supraconductrice à quantum de flux, Exposé invité, Journées 

de Cryogénie et de Supraconductivité (Association Française du Froid), 24-27 mars 2009, Aussois 

[2Cinv5] G. Ghibaudo, M. Mouis, L. Pham-Nguyen, K. Bennamane, I. Pappas, A. Cros, G. Bidal, D. Fleury, A. 

Claverie, G. Benassayag, P-F. Fazzini, C. Fenouillet-Beranger, S. Monfray, F. Boeuf, S. Cristoloveanu, T. 

Skotnicki, N. Collaert, Drift-diffusion and Ballistic Mobility Characterization in Nano CMOS Devices, 

Exposé invité, GDR Nanoélectronique, Atelier, De la réalité et de l'intérêt du transport balistique 

dans les composants nanoélectroniques, Orsay, France (7 mai 2009) 

[2Cinv6] S. Cristoloveanu, Physics and Technology of Multiple-Gate MOSFETs, Invited paper, IEEE-EDS, IEEE 

Electron Device Society Mini-Colloquium XX, Lublin, Poland (6-8 mai 2009)  

[2Cinv7] D. Bauza, O. Ghobar, N. Guenifi, and S. Bayon, Advanced analysis of silicon interface traps in 

MOSFET's with SiO2 and HfO2 as gate dielectrics, Invited paper, ECS Meeting, 215
th

 Meeting of the 

Electrochemical Soc., 10
th

 Symposium on Silicon Nitride, Silicon Dioxide, and Alternate Emerging 

Dielectrics,San Francisco (USA), May 24-29 2009, ECS Transactions, Vol. 19, n°2, pp. 19-54 (2009), 

ISBN: 978-1-56677-710-0. 

[2Cinv8] C. Dubourdieu, O. Salicio, F. Ducroquet, I. Matko, D. Daniele, High k SrTiO3 perovskite on Si/SiO2: CVD 

growth interface engineering and dielectric properties, Invited paper, ECS Meeting, 215
th

 ECS 

Meeting, 10
th

 Symposium on Silicon Nitride, Silicon Dioxide, and Alternate Emerging Dielectrics, 

Symp E5, #833, San Francisco (USA) , 24-29 May 2009, ECS Transactions, Vol. 19, n°2, pp. 669-684 

(2009), ISBN: 978-1-56677-710-0. 

[2Cinv9] M. Bawedin, S. Cristoloveanu, D. Flandre, F. Udrea, Floating-Body Memory: Concepts, Physics and 

Challenges, Invited paper, ECS Meeting, 215
th

 Meeting of the Electrochemical Soc., 14
th

 Int. 

Symposium on Silicon on Insulator Technology and Devices, San Francisco, USA (25-29 May 2009), 

Proc. in Silicon-on-Insulator Technology and Devices 14, (Y. Omura, S. Cristoloveanu, F. Gamiz, B-Y. 

Nguyen eds.), Pennington (USA), ECS Transactions  (2009) 

[2Cinv10] F. Balestra, SOI as a platform for transition from micro to nano, Invited paper, 215
th

 ECS Meeting, 

Symposium E9, 14
th

 Symposium on SOI Devices and Technology, San Francisco, USA (May 24-29, 

2009 ), ECS Transactions. 

[2Cinv11] G. Ghibaudo, M. Mouis, L. Pham-Nguyen, K. Bennamane, I. Pappas, A. Cros, G. Bidal, D. Fleury, A. 

Claverie, G. Benassayag, P-F. Fazzini, C. Fenouillet-Beranger, S. Monfray, F. Boeuf, S. Cristoloveanu, T. 

Skotnicki, N. Collaert, Electrical Transport characterization of nano CMOS devices with ultra-thin 

silicon film, Invited paper, 9
th

 International Workshop on Junction Technology (IWJT2009), Kyoto, 
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Japan (June 2009), Proceedings of IWJT, IEEE Conference Publications, pp. 58-63, 

doi:0.1109/IWJT.2009.5166220 (2009) 

[2Cinv12] C. Dubourdieu, E. Rauwel, Y. Lai, O. Salicio, A. Klein, O. Lebedev, G. Van Tendeloo, F. Ducroquet, S. 

Rushworth, Synthesis by CVD and characterisation of nanoscale functional films and 1D structures, 

Invited paper, E-MRS Spring Meeting, 2
nd

 symp. on Synthesis, processing and characterization of 

nanoscale multi-functional oxide films, Strasbourg, France (8-12 June 2009), Conference workbook, 

symp H2.1 

[2Cinv13] P. Febvre, Digital magnetometers based on the Single-Flux-Quantum technique, Invited paper, 2
nd

 

Superconducting SFQ VLSI Workshop (SSV), satellite of the International Superconductive 

Electronics Conference (ISEC), Fukuoka, Japan (16-19 June 2009), Abstract booklet 

[2Cinv14] F. Balestra, Silicon-based devices and materials for nanoscale CMOS and beyond-CMOS, Invited 

paper,6
th

 Advanced Research Workshop "Future Trends in Microelectronics: Unmapped Roads", 

Sardinia, Italy (14-19 June 2009), Proc. in "Future Trends in Microelectronics: From Nanophotonics to 

Sensors to Energy", S. Luryi, J. Xu, and A. Zaslavsky eds., ISBN: 978-0-470-55137-0 (IEEE-Wiley, 2010) 

[2Cinv15] R.Clerc, eFlash TCAD and simulation, Invited paper, LETI Annual review 2009, “Innovative memory 

technologies” Workshop, Grenoble, June 24th 2009 

[2Cinv16] M. Mouis, FMNT - Federation on Micro Nano Technologies Grenoble, Exposé invité, LETI Annual 

Review, Workshop Seeding Research, Grenoble (June 24th, 2009) 

[2Cinv17] Pascal Febvre, Superconducting Digital Electronics (SDE) - Rapid Single-Flux Quantum logic (RSFQ 

logic), invited paper, International School, European Summer School on Superconductivity, Lans en 

Vercors, June 21 – 26, 2009 

[2Cinv18] F. Balestra, Multi-gate Devices for High Performance, Ultra Low Power and Memory applications, 

Invited paper, ECS Meeting, ECS Int. Symposium “ULSI Process Integration”, Vienna, Austria (Oct. 

2009). ECS Proceedings. 

[2Cinv19] F. Balestra, SOI, a platform for transition from micro to nano, Invited paper, International 

Semiconductor Conference, CAS, Sinaia, Romania (12-14 Oct. 2009), IEEE Conference Proceedings 

CFP 09CAS-PRT, ISBN 978-1-4244-4413-7, Volume 1, pp. 3-12 (2009) 

 

Revues internationales avec comité de lecture – 2009 

[1R1] Ionica, I. Savin, W. Van Den Daele, T. Nguyen, X. Mescot, S. Cristoloveanu, Characterization of Silicon-On-

Insulator films with pseudo metal-oxide-semiconductor field-effect transistor: correlation between 

contact pressure, crater morphology and series resistance, Applied Physics Letters, Vol. 94, no.1, 

012111:1-3 (Jan 2009) 

[1R2] D. Kazazis, P. Jannaty, A. Zaslavsky, C. Le Royer, C. Tabone, L. Clavelier, S. Cristoloveanu, Tunneling field-

effect transistor with epitaxial junction in thin germanium-on-insulator, Applied Physics Letters, Vol. 94, 

pp. 263508 : 1–3 (2009) 

[1R3] P. Martin, M. Cavelier, R. Fascio, G. Ghibaudo, M. Bucher, EKV3 compact modeling of MOS transistors 
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[2Cinv70] S. Cristoloveanu, Nano–CMOS ; where do we go from here?, Invited paper, 2012 International 

Conference on Nanoscience and Nanotechnology (ICONN2012 & APMC10 & ACMM22), Perth, 

Australia (5–9 Feb. 2012). Abstract booklet 
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[2Cinv74] S. Cristoloveanu, Ultrathin SOI for logic, memory and steep slope, Invited paper, VIIth Workshop on 

Semiconductors and Micro & Nano Technology (SEMINATECH), Sao Bernardo do Campo, Sao Paolo, 

Brazil (April 12–13 2012) 
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expérimentaux, Exposé invité, Journées de Cryogénie et de Supraconductivité (Association Française 
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Graphene in Grenoble, Grenoble, 18 Octobre 2012 
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[2Cinv93] R.Clerc, Tunnel and quasi-ballistic transport modelling in nanoscale MOS devices, Invited paper, 

Training Courses on Compact Modeling (TCCM), Tarragona, Spain 28-29 June 2012. 
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Conference on the Frontier of Piezotronics and Nanogenerators, Beijing, China (5-7 Dec. 2012), 
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comparator for magnetometry applications, Journées SUPRA 2012, Institut d'études scientifiques de 

Cargèse, Corse, 2-4 avril 2012 

[2CN18] M. Malnou, A. Luo, T. Wolf, C. Palma, P. Febvre, C. Ulysse, J. Lesueur, N. Bergeal, TeraHertz Detection 

Using a Josephson Junction, Journées SUPRA 2012, Institut d'études scientifiques de Cargèse, Corse, 

2-4 avril 2012 

[2CN19] L. Montès, R. Hinchet, X. Xu, B. Bercu, G. Ardila, P.Morfouli, M. Mouis, S. Stein, D. Hauser, G. Savelli, R. 

Songmuang, B. Salem, T. Baron, Integrated Micro & Nano Devices for Energy Harvesting & Control, 

Journées NanoMicroTechnologies au service de l'Energie, Lyon, France (29-30 Nov. 2012) 

 
 

Ouvrages / Chapitres d’ouvrage – 2012 

[3O25] S. Cristoloveanu, M. S. Shur, Editors, Frontiers in Electronics, World Scientific, 2012 

[3O26] D. Misra, D. Bauza, Z. Chen, T. Chikyow, H. Iway, Y. Obeng, S. Datta, Editors, Dielectrics for 

Nanosystems 5: Materials Science, Processing, Reliability, and Manufacturing -and- Tutorials In 
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Nanotechnology: More than Moore – Beyond CMOS Emerging Materials and devices,” ECS 

Transactions, vol. 45, n° 3 (2012), The Electrochem. Soc., Pennington, USA, ISBN: 978-1-56677-955-5.  
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– 2013 – 

 

Conférences internationales avec actes 32 

Revues internationales avec comité de lecture 91 

Conférences internationales avec actes 93 

Workshop internationaux sans actes 7 

Conférences Nationales 8 

Ouvrages / Chapitres d’ouvrages 10 

 

Conférences invitées – 2013 

[2Cinv95] J.-H. Lee, K.-S. Im, J. -H. Lee, S. Cristoloveanu, Comparison of junctionless GaN FinFET and 

AlGaN/GaN FinFET, Invited paper, 20th Korean Conference on Semiconductors (1300 participants), 

Wellihillpark, Korea (4-6 Feb. 2013), Conference book of abstracts, 2 pages 

[2Cinv96] S. Cristoloveanu, J. Wan, C. Le Royer, A. Zaslavsky, J.-H. Lee, Advanced sharp switching devices : 

tunneling or band modulation FETs?, Invited paper, 20th Korean Conference on Semiconductors 

(1300 participants), Wellihillpark, Korea (4-6 feb. 2013), Conference book of abstracts, 2 pages 

[2Cinv97] L. Montes, R. Lefevre, A. Salette, D. Rabaud, L. Dargent, H. Marko, X. Xu, A. Potie, B. Bercu, R. 

Hinchet, F. Rochette, G. Ardila, P.Morfouli, M. Mouis, T. Baron, B. Salem, R. Songmuang, 

PiezoNEMS: How to enhance piezoelectricity and piezoresistance in semiconductor nanowire for 

sensors and energy devices, Invited paper, Indo-US International Workshop on NanoSensor 

Science & Technology (IWNST), Berhampur, India (27 Feb. - 1 March 2013), Proceedings in Soft 

Nanoscience Letters, ISSN Online: 2160-0740 

[2Cinv98] L. Montes, X. Xu, A. Potie, B. Bercu, R. Hinchet, F. Rochette, G. Ardila, P.Morfouli, M. Mouis, 

PiezoNEMS for Sensing and Energy Harvesting, Invited paper, Strategical Conference of EU-

Taiwan, Taipei, Taiwan (11-12 March 2013) 

[2Cinv99] S. Cristoloveanu, Technologie SOI : du miracle grenoblois aux dispositifs émergents, Exposé invité, 

MIDI Minatec, Grenoble (15 March 2013) 

[2Cinv100] S. Cristoloveanu, SOI – where is it, wheres it gone and where its going?, Invited paper, 14th 

International Conf. on Ultimate Integration on Silicon (ULIS), Warwick, UK (19–21 March 2013. 

Abstract booklet 

[2Cinv101] L. Montès, R. Hinchet, X. Xu, A. Potié, B. Bercu, F. Rochette, G. Ardila, P.Morfouli, M. Mouis, T. 

Baron, B. Salem, R. Songmuang, PiezoNEMS: new concepts for sensors and energy harvesting 

devices, Invited paper, Workshop on Next generation of self-power smart sensors for 

environmental monitoring, Nanyang Technological University, Singapore (19-20 March 2013) 

[2Cinv102] F. Balestra, Challenges and solutions for very low energy computation, Invited paper, 7th 

International Workshop “Functional Nanomaterials and devices”, Kyiv, Ukraine (8-11 April 2013), 

Abstract booklet 

[2Cinv103] L. Montès, R. Lefevre , A. Salette, D. Rabaud, L. Dargent, H. Marko, X. Xu, A. Potié, B. Bercu, R. 

Hinchet, F. Rochette, G. Ardila, P.Morfouli, M. Mouis, Innovative SOI based MEMS using large 

deformation ultra-thin membranes: From micropumps to piezo-NEMS, Invited paper, 2nd 

Ukrainian-French Seminar "Semiconductor-on-Insulator materials, devices and circuits: physics, 

technology and diagnostics", Kyiv, Ukraine (8-11 April 2013), Conference booklet, pp. 30 

[2Cinv104] G. Ardila, A. Kaminski-Cachopo, M. Pala, A. Cresti, L. Montès, V. Consonni, R. Hinchet, J. Michallon, 

M. Daanoune and M. Mouis, Towards self-powered systems: using nanostructures to harvest 

ambient energy, Invited paper, 2nd Ukrainian-French Seminar "Semiconductor-on-Insulator 

materials, devices and circuits: physics, technology and diagnostics", Kyiv, Ukraine (8-11 April 

2013), Abstract booklet 

[2Cinv105] S. Cristololoveanu, J. Wan, C. Le Royer, A. Zaslavsky, Sharp-switching devices, Invited paper, ECS 

Meeting, 16
th

 Int. Symposium on Advanced SOI Technology and Related Physics, 223 Meeting of 

the Electrochemical Soc., Toronto, Canada (12-16 May 2013), ECS Trans., vol. 53(5), pp. 3-13 
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[2Cinv106] A. Zaslavsky, J. Wan, S.T. Le, P. Jannaty, S. Cristoloveanu, C. Le Royer, D.E. Perea, S.A. Dayeh, S.T. 

Picraux, Sharp-switching high-current tunneling devices, Invited paper, ECS Meeting, 16th Int. 

Symposium on Advanced SOI Technology and Related Physics, 223 Meeting of the Electrochemical 

Soc., Toronto, Canada (12-16 May 2013), ECS Trans., vol. 53(5), pp. 63-74 

[2Cinv107] M. Cassé, S. Barraud, R. Coquand, M. Koyama, G. Ghibaudo, G. Reimbold, Strain-enhanced 

performance of Si-Nanowire FETs, Invited paper, 223rd ECS Meeting, Toronto, Canada (May 2013). 

Proc in ECS Trans. 

[2Cinv108] M. Mouis, J. W. Lee, M. Mongillo, M. Pala, A. Cresti, R. Hinchet, G. Ardila, L. Montès, A. Kaminski, 

Nanowires applications in the More Moore/More-Than-Moore perspectives, Invited paper, E-MRS 

2013 Spring Meeting, Symposium K: Physics and technology of advanced extra functionality CMOS-

based devices, Strasbourg (27-29 May 2013).  

[2Cinv109] G. Ardila, R. Hinchet, L. Montes and M. Mouis, Piezoelectric nanostructures for the mechanical 

energy harvesting, Invited paper, Nanomeeting 2013, Minsk, Belarus (28-31 May 2013), 

Proceedings of  Nanomeeting 2013, pp. 463-468 

[2Cinv110] G. Ghibaudo, Transport and interface characterization in ultra-thin body MOS devices, Invited 

paper, International Conference on Insulating Films on Semiconductors (INFOS), Cracow, Poland 

(June 2013). 

[2Cinv111] G. Ghibaudo, Low-frequency fluctuations, random telegraph noise and related reliability issues in 

nano-MOSFETs, Invited paper, Int. NANOKISS Summer school, Daejon, Korea (Jul 2013). 

[2Cinv112] S. Cristoloveanu, Steep switching devices: tunneling and band-modulation FETs, Invited  paper, 4th 

Korean International Summer School on Nanoelectronics (nano-KISS), Revolutionary Nano-

Devices for Giga Future, Daejon, Korea (2–5 July 2013) 

[2Cinv113] S. Cristoloveanu, J. Wan, C. Le Royer, A. Zaslavsky, Innovative sharp-switching devices, Invited 

paper, ECS Meeting, 4th Int. Conference on Semiconductor Technology for Ultra Large Scale 

Integrated Circuits and Thin Film Technology, Villard de Lans (7-12 July 2013), ECS Transactions, 

54(1), pp. 65–75 (2013) 

[2Cinv114] F. Balestra, Challenges and solutions for very low energy consumption, Invited paper, International 

Symposium Component Base of Silicon Micro- and Nanoelectronics and Solid-State Quantum 

Computers, Moscow, Russia (10 Sept. 2013) 

[2Cinv115] L. Montès, R. Lefevre , A. Salette, D. Rabaud, L. Dargent, H. Marko, X. Xu, A. Potié, B. Bercu, R. 

Hinchet, F. Rochette, G. Ardila, P.Morfouli, M. Mouis, C. Dehan, Q. Le Masne, Ultra-thin membrane 

based  MEMS and NEMS technologies: actuation, sensing and energy considerations, Invited paper, 

International Symposium on Component base of silicon micro- and nanoelectronics, solid state 

quantum computers, Moscow, Russia (10 Sept. 2013) 

[2Cinv116] F. Balestra, G. Ghibaudo, M. Mouis, J. Jomaah, I. Ben Akkez, Physics of semiconductor devices at 

cryogenic temperatures, Invited paper, International Workshop on Low Temperature Electronics 

(WOLTE), Paris, France (Sept. 2013). 

[2Cinv117] G. Ardila, R. Hinchet, L. Montes and M. Mouis, Piezoelectric nanostructures for mechanical energy 

harvesting, Invited paper, SINANO Workshop on Nanowires for Logic, Memory and New 

Functionalities, Bucharest, Romania (20 Sept. 2013) 

[2Cinv118] A. Cresti, Chemical modifications of graphene ribbons for transport gap engineering: a root to logic 

devices?, Invited paper, IEEE International Semiconductor Conference Dresden Grenoble (ISCDG), 

Dresden, Germany (26-27 September 2013). Conference booklet 

[2Cinv119] F. Ducroquet, Gate dielecric/channel interface states in advanced MOS devices, Invited paper, 2013 

Euro-Asia Economic Forum, BIT's 3rd Annual World Congress of Nanoscience & nanotechnology, 

Track 4-2: Metals, Semiconductors and Junction Devices, Xi'an, China, (26-28 Sept. 2013), Abstract 

booklet, p.207 

[2Cinv120] F. Balestra, Nanowires for very low power ICs and new functionalities, Invited paper, Euro-Asia 

Economic Forum, BIT's 3rd Annual World Congress of Nanoscience & nanotechnology, Xi'An, 

China (Sept. 2013) 
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[2Cinv121] Min-Kyu Joo, M. Mouis, G.-T. Kim, U. J. Kim, G. Ghibaudo, Electrical simulation and characterization 

of random networks of conducting 1D structures, Exposé invite, Worskhop on Transparent 

Conductive Materials, Grenoble, France, 4 November 2013 

[2Cinv122] F. Balestra, Challenges and solutions for very low energy consumption, Invited paper, 

PiezoNEMS’2013, Grenoble, France (14 Nov. 2013) 

[2Cinv123] J. Penuelas, F. Boudaa, R. Bachelet, B. Vilquin, B. Masenelli, N. Blanchard, G. Ardila, P. Andreazza, C. 

Andreazza, Growth of semiconducting core / functional oxide shell Nanowires, Invited paper, 

PiezoNEMS’2013, Grenoble, France (14 Nov. 2013) 

[2Cinv124] G. Ardila, R. Hinchet, R. Tao, L. Montès and M. Mouis, Modelling of piezoelectric nanogenerators, 

Invited paper, PiezoNEMS’2013, Grenoble, France (14 Nov. 2013) 

[2Cinv125] A. Zaslavsky, J. Wan, S.T. Le, P. Zhang, S. Cristoloveanu, C. Le Royer, D.E. Perea, S.A. Dayeh, S.T. 

Picraux, Alternative CMOS-compatible devices enabled by SiGe heterojunctions, Invited paper, 

International Semiconductor Device Research Symposium (ISDRS), College Park, Maryland, USA 

(11-13 Dec. 2013), ECS Trans., vol. 53(5), pp. 63-74 

[2Cinv126] A. Zaslavsky, J. Wan, C. Le Royer, S. Cristoloveanu, High-current sharp-switching CMOS-compatible 

devices with bipolar gain, Invited paper, International Advanced Workshop on ‘Frontiers in 

Electronics’ (WOFE’13), San Juan, Puerto Rico (17-20 Dec. 2013), Abstract booklet 

 

Revues internationales avec comité de lecture – 2013 

[1R245] R. Hinchet, S. Lee, G. Ardila, L. Montès, M. Mouis, Z.L. Wang, Design and Guideline Rules for the 

Performance Improvement of Vertically Integrated Nanogenerator, Advanced Funct. Mat., published 

online 8/10/2013, DOI: 10.1002/adfm.201302157 (2013) 

[1R246] S. Lee, R. Hinchet, Y. Lee, Y. Yang, Z.-H. Lin, G. Ardila, L. Montès, M. Mouis, Z. L. Wang, Ultrathin 

Nanogenerators as Self-powered/Active Skin Sensors for Tracking Eye Ball Motion, Advanced Funct. 

Mat., online 14/10/2013, doi:10.1002/adfm.201302157 (2013) 

[1R247] Y.S. Zhou, R. Hinchet, Y. Yang, G. Ardila, R. Songmuang, F. Zhang, Y. Zhang, W.H. Han, K. Pradel, L. 

Montes, M. Mouis, Z.L. Wang, Nano-Newton Transverse Force Sensor Using a Vertical GaN Nanowire 

based on the Piezotronic Effect, Advanced Materials, Vol. 25, no.6, pp.883-888 (Feb. 2013) 

[1R248] B. Sklenard, J.C. Barbe, P. Batude, P. Rivallin, C. Tavernier, S. Cristoloveanu, I Martin-Bragado, An 

atomistic investigation of the impact of in-plane uniaxial stress during solid phase epitaxial regrowth, 

Applied Physics Letters, Vol. 102, no.15, 151907, doi:10.1063/1.4802203 (2013) 

[1R249] M.K. Joo, J. Huh, M. Mouis, S.J. Park, D.Y. Jeon, D. Jang, J.H. Lee, G.T. Kim, G. Ghibaudo, Channel access 

resistance effects on charge carrier mobility and low-frequency noise in a polymethyl methacrylate 

passivated SnO2 nanowire field-effect transistors, Applied Physics Letters, Vol. 102, Issue 5, no. 

053114, doi:10.1063/1.4788708 (2013) 

[1R250] K. H. Xue, P. Blaise, L.R.C. Fonseca, G. Molas, E. Vianello, B. Traore, B. De Salvo, G. Ghibaudo, Y. Nishi, 

Grain boundary composition and conduction in HfO2: An ab initio study, Applied Physics Letters, 

Vol.102, no. 20, doi:10.1063/1.4807666 (2013) 

[1R251] A. Cresti, T. Louvet, F. Ortmann, D.V. Tuan, P. Lenarczyk, G. Huhs and S. Roche, Impact of vacancies on 

diffusive and pseudodiffusive electronic transport in grapheme, Crystals, Vol. 3, no.2, pp. 289-305 

(2013)  

[1R252] C. Fernandez, N. Rodriguez, A. Ohata, F. Gamiz, S. Cristoloveanu, Effective capacitance area for 

pseudo-MOSFET characterization of bare SOI wafers by split-C(V) measurements, ECS J. Solid State 

Science and Technology, Vol. 2, no. 12, pp. P529-P533 (2013) 

[1R253] G. Gaudin, W. Van Den Daele, N. Chartrain, G. Riou, C. Veytizou, I. Radu, S. Cristoloveanu, Physical and 

Electrical Properties of Thin Doped Silicon Films Obtained by Low Temperature Smart Cut and Solid 

Phase Epitaxy, ECS J. Solid State Science and Technology, Vol. 2, no. 12, pp. P534-P538 (2013) 

[1R254] M.Cassé, S. Barraud, R. Coquand, M. Koyama,d, D. Cooper, C. Vizioz, C. Comboroure, P. Perreau, V. 

Maffini-Alvaro, C. Tabone, L. Tosti, S. Barnola, V. Delaye, F. Aussenac, G. Ghibaudo, H.Iwai, G. 
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Reimbold, Strain-Enhanced Performance of Si-Nanowire FETs, ECS Transactions, Vol. 53, pp. 125-136 

(2013) 

[1R255] S. Tutashkonko, A. Boucherif, T. Nychyporuk, A. Kaminski-Cachopo, R. Ares, M. Lemiti, V. Aimez, 

Mesoporous Germanium formed by bipolar electrochemical etching, Electrochemica Acta, Vol. 88, 

pp. 256-262 (2013) 

[1R256] E.G. Ioannidis, S. Haendler, J.P. Manceau, C.A. Dimitriadis, G. Ghibaudo, Impact of dynamic variability 

on the operation of CMOS inverter, Electronics Letters, Vol. 49, no.19, pp. 214-215 (2013) 

[1R257] K. Bennamane, I. Ben Akkez, A. Cros, C. Fenouillet-Beranger, F. Balestra, G. Ghibaudo, Mobility 

coupling effects due to remote Coulomb scattering in thin-film FD-SOI CMOS devices, Electronics 

Letters, Vol. 49, no. 7, pp. 490-491 (2013)  

[1R258] M. Zanuccoli, J. Michallon, I. Semenihin, C.Fiegna, A. Kaminski-Cachopo, E. Sangiorgi, V. Vyurkov, 

Numerical simulation of vertical silicon nanowires based heterojunction solar cells, Energy Procedia, 

Vol. 38, pp. 216-222 (2013) 

[1R259] C.L. Hsu, G. Ardila, P. Benech, High-frequency characterization and modeling of single metallic 

Nanowires, European Physical Journal - Applied Physics, doi:10.1051/epjap/2013120479, Vol. 63, 

no.1 (2013) 

[1R260] G. Ardila, R. Hinchet, M. Mouis, L. Montes, Scaling prospects in mechanical energy harvesting with 

piezo nanowires, European Physical Journal - Applied Physicsdoi:10.1051/epjap/2013120483, Vol. 

63, no.1, (2013) 

[1R261] E.G. Ioannidis, S. Haendler, J-P. Manceau, C.A. Dimitriadis and G. Ghibaudo, Impact of dynamic 

variability on the operation of CMOS inverter, Electronics Letters, Vol. 19, pp. 1214-1216 (2013) 

[1R262] Fernandez, N. Rodriguez, A. Ohata, F. Gamiz, F. Andrieu, C. Fenouillet-Beranger, O. Faynot, S. 

Cristoloveanu, Bias-Engineered Mobility in Advanced FD-SOI MOSFETs, IEEE Electron Device Letters, 

Vol. 34, no.7, pp.840-842 (2013) 

[1R263] Yong Xu, W. Scheideler, Chuan Liu, F. Balestra, G.Ghibaudo, K. Tsukagoshi, Contact thickness effects in 

bottom-contact coplanar organic field-effect transistors, IEEE Electron Device Letters, Vol.34, no.4, 

pp. 535-7 (2013) 

[1R264] K.-S. Im, Y.-W. Jo, J.-H. Lee, S. Cristoloveanu, J.-H. Lee, Heterojunction-free GaN nanochannel FinFETs 

with high performance, IEEE Electron Device Letters, Vol, 34, no. 3, pp. 381-383 (2013)  

[1R265] K.-S. Im, R.-H. Kim, K.-W. Kim, D.-S. Kim, C.-S. Lee, S. Cristoloveanu, J.-H. Lee, Normally off single-

nanoribbon Al2O3/GaN MOSFET, IEEE Electron Device Letters, Vol. 34, no.1, pp. 27-29 (2013) 

[1R266] J. Wan, A. Zaslavsky, C.Le Royer, S. Cristoloveanu, Novel Bipolar-Enhanced Tunneling FET With 

Simulated High On-Current, IEEE Electron Device Letters, Vol. 34, no.1, pp.24-26, (2013) 

[1R267] A. El Hajj Diab, I. Ionica, G. Ghibaudo, and S. Cristoloveanu, RC Model for Frequency Dependence of 

Split C-V Measurements on Bare SOI Wafers, IEEE Electron Device Letters, Vol. 34, no. 6, pp. 792-794 

(2013) 

[1R268] Y. Xu, C. Liu, W. Scheideler, S.L. Li, W.W. Li, Y.F. Lin, F. Balestra, G. Ghibaudo, K. Tsukagoshi, 

Understanding Thickness-Dependent Charge Transport in Pentacene Transistors by Low-Frequency 

Noise, IEEE Electron Device Letters, Vol. 34, no.10, pp.1298-1300 (2013)  

[1R269] R. Collot, P. Febvre, J. Kunert and H.-G. Meyer, Operation of low-Tc RSFQ circuits in a magnetic 

environment, IEEE Trans. Appl. Supercond., doi:10.1109/TASC.2012.2233252 Vol. 23, Issue 3, no. 

1700404, Part 1 (2013) 

[1R270] Z. Fang, H.Y. Yu, W. J. Fan, G. Ghibaudo, J. Buckley, B. DeSalvo, X. Li, X. P. Wang, G. Q. Lo, D. L. Kwong, 

Current Conduction Model for Oxide-Based Resistive Random Access Memory Verified by Low 

Frequency Noise Analysis, IEEE Trans. Electron Devices, Vol. 60, pp. 1272-1275 (2013) 

[1R271] Q. Hubert, C. Jahan, A. Toffoli, V. Delaye, D. Lafond, H. Grampeix, B. de Salvo, Detailed Analysis of the 

Role of Thin-HfO2 Interfacial Layer in Ge2Sb2Te5-Based PCM, IEEE Trans. Electron Devices, Vol. 60, 

no.7, pp.2268-2275 (2013) 
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Perreau, J.M. Hartmann, J. Lacord, M. Cassé, L. Clement, A. Pofelski, K. Lepinay, G. Ghibaudo, O. 
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Faynot, T. Poiroux, F. Boeuf, T. Skotnicki, B. De Salvo, Innovative through-Si 3D lithography for 

ultimate Self-Aligned Planar Double-Gate and Gate-All-Around nanowire transistors, VLSI technology 

symposium, Kyoto, Japan (June 2013). 

[2CI367] S. Barraud, R. Coquand, V. Maffini-Alvaro, M.-P. Samson, J.-M. Hartmann, L. Tosti, M. Cassé, V.-H. 

Nguyen, F. Triozon, Y.-M. Niquet, C. Tabone, P. Perreau, F. Allain, C. Vizioz, C. Comboroure, F. 

Aussenac, S. Monfray, G. Ghibaudo, F. Boeuf, B. De Salvo, and O. Faynot, Scaling of Ω-Gate SOI 

Nanowire N- and P-FET down to 10nm Gate Length: Size- and Orientation-Dependent Strain Effects, 

VLSI technology symposium, Kyoto, Japan (June 2013). 

[2CI368] E. Fuxa, J.J. Yon and J. Jomaah, On the MOSFET-based Temperature Sensitive Element for Bolometer 

Application, 10th Int. Workshop on Low Temp. Electronics (WOLTE), Paris, France (Oct 2013), IEEE 

Conference Publications. 

 

Workshop internationaux sans actes – 2013 

[2W37] L. Montès, R. Hinchet, G.A. Ardila, X. Xu, A. Potié, T. Baron, M. Mouis, Semiconductor nanowire based 

devices for energy and sensor applications, SPIE Microtechnologies Conference, Grenoble, Grenoble, 

France (24-25 April 2013) 

[2W38] M. Tartagni, A. G. Nassiopoulou, M. V. Costache, S. Valenzuela, S. Torres, W. Wang, N. Wang, J. Rohan, 

S. Kulkarni, M. Hayes, S. Roy, D. Flandre, A. Kaminski-Cachopo, G. Ardila, M. Mouis, M. Aberg, E. 

Parker, A. Bertacchini, L. Larcher, A. Romani, C. Fiegna, M.Z anuccoli and E. Sangiorgi, Exploration of 

new Materials, Devices and Technologies for Energy Harvesting: the NANOFUNCTION Experience, 2st 

Ukrainian-French Seminar: Semiconductor-On-Insulator materials, devices and circuits: physics, 

technology and diagnostics,  Kyiv, Ukraine (8-11 April 2013), Conference booklet, pp. 157-158 

[2W39] H. Ayad, A. Khalil, M. Fadlallah, F. Ndagijimana , M. Saleh, H. Assadi, and J. Jomaah, Compact 

Dual-Band MSRR-Loaded PCB Antennas, Advances in Computational Methods in Electromagnetics, 

Antenna Design, and Applications, Helsinki, Finland (July 2013) 

[2W40] C. Navarro, M. Bawedin, F. Andrieu, B. Sagnes, S. Cristoloveanu, Biasing methods to mitigate short-

channel effects in multiple-gate MOSFETs,  International Advanced Workshop on Frontiers 

in Electronics (WOFE), San Juan, Puerto Rico (17-20 Dec. 2013), Abstract booklet 

[2W41] S.-J. Chang, M. Bawedin, W. Xiong, J.-H. Lee, J.-H. Lee, S. Cristoloveanu, Demonstration of unified 

memory in FinFETs, International Advanced Workshop on Frontiers in Electronics (WOFE), San Juan, 

Puerto Rico (17-20 Dec. 2013), Abstract booklet 

[2W42] H.-S. Kang, C.-H. Won, D.-S. Kim, D.-K. Kim, J.-W. Jo, Y.-J. Kim, Y.-S. Lee, S. Cristoloveanu, J.-H. Lee, Role 

of multiple carbon-doped/undoped GaN buffer layer on suppression of current collapse in AlGaN/GaN 

HFETs, International Advanced Workshop on Frontiers in Electronics (WOFE), San Juan, Puerto Rico 

(17-20 Dec. 2013), Abstract booklet 

[2W43] Y. Solaro, P. Fonteneau, C-A. Legrand, C. Fenouillet-Beranger, P. Ferrari, S. Cristoloveanu, Z2-FET based 

ESD protections: innovative local clamps for UTBB FD-SOI Technology, International Advanced 

Workshop on Frontiers in Electronics (WOFE), San Juan, Puerto Rico (17-20 Dec. 2013), Abstract 

booklet 

 

Conférences Nationales – 2013 

[2CN20] L. Montès, R. Hinchet, X. Xu, A. Potié, B. Bercu, G. Ardila, M. Mouis, T. Baron, R. Songmuang, 

Nanoswitches & PiezoNEMS for on-chip energy control and harvesting, GdR Nanofils, 5th Plenary 

Worshop, Saint-Martin de Londres, Montpellier, France, 2-5 April 2013 

[2CN21] R. Hinchet, S. Lee, G. Ardila, L. Montès, M. Mouis, Z. L. Wang, ZnO nanowires as core of piezoelectric 

energy harvesters, GDR Oxydes fonctionnels, Journées Oxydes fonctionnels pour l'intégration en 

micro-et nano-électronique, Autrans (7-10 April 2013) 

[2CN22] J. Michallon, D. Bucci, A. Morand, M. Zanuccoli, M. Mouis, V. Consonni, A. Kaminski, Optical simulation 

of ZnO/CdTe core/shell nanowires based solar cells, GDR Oxydes fonctionnels, Journées Oxydes 

fonctionnels pour l'intégration en micro-nanoélectronique, Autrans (7-10 April 2013) 
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[2CN23] A. Idrissi-El Oudrhiri, M-A. Jaud, S. Barraud, O. Rozeau, R. Coquand, S. Martinie, N. Pons, J-C. Barbé, M. 

Mouis, Simulation TCAD du transis-tor Tri-Gate sur SOI, 16èmes Journées du Reseau Doctoral en 

Micro Nanoélectronique (JNRDM), Grenoble, France (10-12 June 2013) 

[2CN24] N. De Leo, M. Fretto, E. Enrico, L. Boarino, P. Febvre, R. Rocci, V. Lacquaniti, Superconducting quantum 

devices based on SNIS Josephson junctions for metrology and digital electronics, French Symposium 

on Emerging Technologies for micro-nanofabrication (JNTE), Evian-les-Bains, France, May 21-23, 

2013. 

[2CN25] R. Hinchet, S. Lee, G. Ardila, L. Montès, M. Mouis and Z.L. Wang, Integration of ZnO piezoelectric 

nanowires array for energy harvesting, French Symposium on Emerging Technologies for micro-

nanofabrication (JNTE), Evian, France (21-22 May 2013) 

[2CN26] R. Hinchet, S. Lee, G. Ardila, L. Montès, M. Mouis, Z.L. Wang, Integration of ZnO piezoelectric 

nanowires arrays for energy harvesting, French Symposium on Emerging Technologies for Micro-

Nanofabrication (JNTE), Evian, France (21-23 May 2013) 

[2CN27] L.Montès, X. Xu, A. Potié, B. Bercu, J. W. Lee, D. Jang, G.T. Kim, G. Ardila, P.Morfouli, T. Baron, B. 

Salem, R. Songmuang, Nanowire heterostructures for NEMS applications: Enhancing piezoresistivy 

and piezoelectricity, LMGP Seminar, Grenoble, France (5 Juil. 2013) 

 

Ouvrages / Chapitres d’ouvrages – 2013 

[3O27] G. Ghibaudo, F. Balestra, S. Deleonibus, Guest Editors, Materials, Devices and Systems Science, 

Engineering and Architectures (Proceedings of ISCDG'2012), EDP Sciences, The European Physical 

Journal - Applied Physics , Vol. 63, Issue 1 (July 2013) 

[3O28] F. Gamiz, N. Rodriguez, S. Cristoloveanu, Advanced concepts for floating-body memories, Chapter in 

"Frontiers in Electronics", World Scientific, ISBN–978-981-4536-84-4 (2013) 

[3O29] K.-S. Im, K.-W. Kim, D.-S. Kim, H.-S. Kang, D.-K. Kim, S.-J. Chang, Y.-H. Bae, S.-H. Hahm, S. Cristoloveanu, 

J.-H. Lee, Recessed-gate normally-off GaN MOSFET technologies, Chapter in "Frontiers in 

Electronics", World Scientific, ISBN–978-981-4536-84-4 (2013) 

[3O30] F. Balestra, Challenges and limits for very low energy computation, Chapter in “Future Trends in 

Microelectronics, Into the Cross Currents”, Wiley, S. Luryi et al Eds, Wiley, 2013 

[3O31] G. Ardila, R. Hinchet, L. Montes and M. Mouis, Mechanical Energy Harvesting with Piezoelectric 

Nanostructures: Great Expectations for Autonomous Systems, Chapter in Future Trends in 

Microelectronics: Frontiers and Innovations, Wiley, John & Sons, ISBN: 978-1118442166 

[3O32] G. Ardila, R. Hinchet, L. Montes and M. Mouis, Piezoelectric Nanostructures for Mechanical Energy 

Harvesting, Chapter in Physics, Chemistry and Applications of Nanostructures, World Scientific 

Publishing Company, ISBN: 978-9814460170 (2013) 

[3O33] S. Cristoloveanu, M. S. Shur, Editors, Frontiers in Electronics, World Scientific, ISBN–978-981-4536-84-

4 (2013) 

[3O34] S. Cristoloveanu, M. S. Shur, Editors, Frontiers in Electronics, World Scientific, ISBN–978-981-4383-71-

4 (2013) 

[3O35] R. Clerc and G. Ghibaudo, Analytical models and electrical characterization of advanced MOSFET in the 

quasi-ballistic regime, Chapter in International Journal of High Speed Electronics and Systems, World 

Scientific Publishing, Vol. 22, no. 1 (26 pages) (Nov. 2013) 

[3O36] S. Cristoloveanu, F. Balestra, La technologie Silicium Sur Isolant, Chapitre dans Traité d’Electronique, 

Techniques de l'Ingénieur, Article no. E 2 380v2, 24 pages, 2013 
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Publications communes RFM-CMNE 

 (inclues dans la liste de publications CMNE précédente pour la période 2009-2013) 

 

2012 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) –CMNE-RFM – 2012 

[2CI1]  C.-L. Hsu, G. Ardila, P. Benech, "High Frequency Characterization and Modeling of Single Metallic 
Nanowire", International Semiconductor Conference Dresden-Grenoble, ISCDG 2012, Sept. 24-26, 
2012, Grenoble, France. 

[2CI2]  C. Hsu, P. Benech, G. Ardila, "A de-embedding technique for metallic nanowires in microwave 
characterization", Micro&Nano2012, 7-10 Oct. 2012, Heraklion, Greece. 

[2CI3]  C. Hsu, P. Benech, G. Ardila, "Parameters Extraction of Submicron Thin Film Microstrip Lines at 
Broadband mm-wave Frequencies", EuMIC’12, Oct. 28th – Nov. 2nd 2012, Amsterdam, Nederland. 

 

2013  Revues internationales (avec comité de lecture) – CMNE-RFM – 2013 

[1R1]  C.-L. Hsu, G. Ardila, P. Benech 
"High Frequency Characterization and Modeling of Single Metallic nanowire", European Physical 

Journal- Applied Physics, Vol.  63, Issue 01, 2013. 

[1R2]  C.-L. Hsu, G. Ardila, P. Benech, "A de-embedding technique for metallic nanowires in microwave 
characterization", Microelectronic Engineering, Vol. 112, Dec. 2013, Pages 241–248 

 

2013 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) – CMNE-RFM – 2013 

[2CI4]  Y. Solaro, P. Fonteneau, C.-A. Legrand, C. Fenouillet-Beranger, P. Ferrari,
 
and S. Cristoloveanu, 

"Novel Back-Biased UTBB Lateral SCR for FDSOI ESD Protections", 43th European Solid 

State Device Research Conference, ESSDERC 2013, Bucarest, Romania, Sept. 16-20, 2013. 

[2CI5]  Y. Solaro, P. Fonteneau, C.-A. Legrand, D. Marin-Cudraz, J. Passieux, P. Guyader, L.-R. Clement, C. 
Fenouillet-Beranger, P. Ferrari, and S. Cristoloveanu, "Innovative ESD Protections for UTBB FD-SOI 
Technology", International Electron Device meeting, IEDM 2013, Washington DC, United States, 
Dec. 9-11, 2013. 

[2CI6]  P. Sarafis, C.-L. Hsu, G. Ardila, P. Benech, and A. G. Nassiopoulou, "On-chip Integrated Millimeter-
wave Antennas on a Local Porous Si Substrate", 34th PIERS, 12-15 August, 2013, Stockholm, 
Sweden 

[2CI7]  Y. Solaro, P. Fonteneau, C.-A. Legrand, C. Fenouillet-Beranger, P. Ferrari, and S. Cristoloveanu, "Z²-
FET based ESD protections: innovative local clamps for UTBB FD-SOI Technology", Workshop on 

Frontier Electronics, WOFE 2013, San Juan, Puerto Rico, Dec. 17-20, 2013 

 

2014 Revues internationales (avec comité de lecture) – CMNE-RFM – 2014 

[1R3]  Y. Solaro, J. Wan, P. Fonteneau, C. Fenouillet-Beranger, C. Le Royer, A. Zaslavsky, P. Ferrari, S. 
Cristoloveanu, "Z2-FET: a promising FDSOI device for ESD protection", Solid-State-Electronics, Vol. 
97, pp. 23-29, July 2014.  
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Publications communes CMNE-PHOTO 

 (inclues dans la liste de publication CMNE précédente pour la période 2009-2013) 

 

2012 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) – CMNE-PHOTO – 2013 

[2CI8]  J. Michallon, M., Zanuccoli, A. Kaminski, V. Consonni, D. Bucci, A. Morand, S. Perreau, C. Morin, I. 
Semenikhin, V. Vyurkov, M. Mouis, Daniel Bellet 
Comparison of optoelectronic properties of Si and ZnO/CdTe core/shell nanowire arrays, European 
Materials Research Society Spring Meeting, Strasbourg, France, 2012. Abstract booklet. 

 

2013 Revues internationales (avec comité de lecture) – CMNE-PHOTO – 2013 

[1R4]  J. Michallon, M. Zanuccoli, A. Kaminski-Cachopo, V. Consonni, A. Morand, D. Bucci, F. Emieux, H. 
Szambolics, S. Perraud,I. Semenikhin,  
Comparison of optical properties of Si and ZnO/CdTe core/shell nanowire arrays, Material Science 
& Engineering B, Vol. 178, no.9, pp.665-669 (2013) 

 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) – CMNE-PHOTO – 2013 

[2CI9]  J. Michallon, D. Bucci, A. Morand, M. Zanuccoli, M. Mouis, V. Consonni, A. Kaminski,  
Optical simulation of ZnO/CdTe core/shell nanowires based solar cells, Oxydes fonctionnels pour 
l'intégration en micro-nanoélectronique, Autrans (7-10 April 2013) 

[2CI10]  J. Michallon, D. Bucci, A. Morand, M. Zanuccoli, C. Fiegna, V. Consonni, A. Kaminski, 
Influence of the lattice system of ZnO/CdTe core/shell nanowire arrays on their absorption 
properties, 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Paris (September 
2013), Conference Proceedings. 
 

2014 Revues internationales (avec comité de lecture) – CMNE-PHOTO – 2014 

[1R5]  Jérôme Michallon, Davide Bucci, Alain Morand, Mauro Zanuccoli, Vincent Consonni, and Anne 
Kaminski-Cachopo, "Light trapping in ZnO nanowire arrays covered with an absorbing shell for 
solar cells", Optics Express, Vol. 22, Issue S4, pp. A1174-A1189 (2014). 

 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) – CMNE-PHOTO – 2014 

[2CI11]  J. Michallon, M. Daanoune, F. Passerini, D. Bucci, J. Garnier, E. Appert, Q. Rafhay, V. Consonni and 
A. Kaminski-Cachopo, Toward an efficient extremely thin absorber solar cell based on ZnO 
nanowire arrays, 40th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Colorado (US), june 2014. 
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Annexe 6.1.2 

Indices de rayonnement et d’attractivité académiques 

 

Implication/coordination Europe 
• Coordination (F. Balestra) et participation à des réseaux d’Excellence Européens : 

- Nanofunction (2010-2013)  
- Nanosil (2008-2011) 

• Direction (F. Balestra) de l’Institut Européen Sinano 

• Membres « d’Advisory Boards » de projets Européens (F. Balestra, M. Mouis). 

• Forte implication (F. Balestra) dans ENIAC (European Technology Platform for Nanoelectronics) : 
Membre de l’équipe de Management du SCC (Scientific Community Council) ; en charge des grands 
programmes et infrastructures de recherche. 

• Participation (F. Balestra) aux activités de l'Association AENEAS créée par les industriels européens 
dans le domaine nanoélectronique pour gérer la "Joint Technology Initiative/Joint Undertaking 
ENIAC" associant la Com. Européenne (FP7) et les Etats membres afin de proposer des projets 
européens co-financés par la CE et les Etats membres. 

• Co-coordination/Membre (F. Balestra) du Steering Committee en tant que représentant de la 
communauté académique (Sinano), avec STMicroelectronics de ENI2 (European Nanoelectronics 
Infrastructure for Innovation) lancé en juin 2010 par STMicroelectronics, chargée d’établir une 
coordination sur le long terme (2012-2020) des 3 niveaux d’activités de recherche en 
Nanoélectronique (Académique, Institut, Industriel), soutenue par AENEAS et la Commission 
Européenne 

• Contribution à la roadmap FET Flagship : Graphene (A. Cresti), Guardian Angels (A. Kaminski, I. 
Ionica, Q ; Rafhay, M. Mouis, G. Ghibaudo, F. Balestra, F. Ducroquet, M. Pala, E ; Bano). 

• Chargé de mission cellule Europe Grenoble INP (F. Balestra) 

 

Participation à des réseaux nationaux ou internationaux 
• Membre du GDR CNRS « Nanofils Nanotubes Semiconducteurs » (E. Bano) 

• Contact au niveau du laboratoire du GDR international NAMIS  (http://namis.iis.u-tokyo.ac.jp) (G. 
Ardila). 

• GDR Nanoélectronique (M. Mouis) 

• Membre de l'"Observatoire des Micro-Nanotechnologies (OMNT), groupe nanoélectronique depuis 
juin 2005 (M. Mouis) 

• Membre de l’ARP (Atelier de Recherche Prospective ANR-OMNT) Nanoélectronique depuis 2014 
(M. Mouis) 

• Membre de l’OMNT (Observatoire des Micro et NanoTechnologies) de 2010 à 2013. Groupe Energie 
photovoltaïque. (A. Kaminski) 

• Membre du comité d’experts de l’Observatoire des Micro et Nano technologies (OMNT) depuis Fev 
2011 (R. Clerc) 

• Président du groupe de travail CNRS sur la Microélectronique (20 experts) (2011-2012) (G. 
Ghibaudo) 

• Membre du comité d’experts de la « cellule d’énergie » du INSIS/CNRS, dans le groupe thématique 
« Micro et nanotechnologies pour l’énergie »  (G. Ardila) 

• Membre du groupe de travail « modélisation et simulation pour le photovoltaïque » GAT Energie 
propre, PIE CNRS en 2010 (A. Kaminski, R. Clerc) 

 
Comités de conférence 
Comité scientifique/programme  
• European Solid State Device Conférence ESSDERC (G. Ghibaudo, S. Cristoloveanu) 



 

Annexe 6.1 : Equipe CMNE  100 

 

• Symposium on Microeletronics Technology and Devices : SBMicro (S. Cristoloveanu) 

• International Symposium on VLSI Technology, Systems and Applications :VLSI-TSA (S. Cristoloveanu) 

• Applied Superconductivity Conference : ASC 2012 (P. Febvre) 

• European Conference on Applied Superconductivity : EUCAS 2013 (P. Febvre) 

• International Workshop on Low Temperature Electronics : WOLTE (G. Ghibaudo) 

• Workshop on Dielectrics in Microelectronics : WODIM (G. Ghibaudo) 

• International Symposium on the Physical and Failure Analysis of  Integrated Circuits : IEEE IPFA (G. 
Ghibaudo) 

• International Semiconductor Conference Dresden-Grenoble ISCDG (G. Ghibaudo, A. Kaminski, M. 
Mouis, Q. Rafhay, R. Clerc) 

• Conference of "Insulating Films on Semiconductors" : INFOS (G. Ghibaudo) 

• Workshop on Materials for sustainable Energy Applications : Mat4Energy (A. Kaminski) 

• Journée thématique “Optique et Energie” du Pôle Optique Rhône-Alpes ORA (A. Kaminski) 

• International Conference on Noise and Fluctuations : ICNF13 (M. Mouis) 

• Workshop on Functional Oxides in micro and nanoelectronic 2013 (M. Mouis) 

• Ultimate Integration On Silicon Conference : ULIS (Q. Rafhay) 

• International Conference on Telecom ICT 2013 (J. Jomaah) 

• International Conference on Microelectronics ICM 2013 (J. Jomaah) 

Steering Commitees  

• ULIS (F. Balestra) 

• ESSDERC/ESSCIRC (S. Cristoloveanu) 

• EuroSOI workshop (S. Cristoloveanu) 

• INFOS (S. Cristoloveanu) 

• WOLTE (J. Jomaah) 

 

Organisations d’évènements scientifiques (conférence, workshop etc.) 
General chair ou general co-chair de conférence 

• EuroSOI Workshop 2010, Grenoble, general co-chair (S. Cristoloveanu) 

• INFOS 2011, 17th Conference on "Insulating Films on Semiconductors, Grenoble, general co-chair 
(S.Cristoloveanu) 

• Interdisciplinary Under-Ground Science and Technology: iDUST 2014 (P.Febvre) 

• ULIS 2012, ULtimate Integration on Silicon, Grenoble, general chair (R. Clerc, Grenoble) 

• WOLTE 2014, 11th International Workshop On Low Temperatures Electronics (F. Balestra, Grenoble) 

Co-chair de conférences 
• ECS’09 (S. Cristoloveanu) 

• FTM 2009, Future Trends in Microelectronics, Sardaigne: (S. Cristoloveanu) 

• 3 sessions du Workshop On Frontiers in Electronics, San Juan, Puerto-Rico : WOFE’2009, 
WOFE’2011, WOFE’2013 (S. Cristoloveanu) 

• 3 symposium ECS, Vancouver 2010, Montreal 2011, Seattle 2012 (D. Bauza) 

• ULSIC vs TFT 2013, Ultra Large Scale Integrated Circuits  and Thin Film Transistor, Villard-de Lans 
(Local chair, S. Cristoloveanu, Villard-de Lans) 

Membre du comité d’organisation de conférences 

• EUROFLUX conference 2009 (P. Febvre, Avignon) 

• INFOS 2011, 17th Conference on "Insulating Films on Semiconductors (G. Ghibaudo, I. Ionica, 
Grenoble, 2011) 

• European Workshop on Microelectronics Education, Grenoble : EWME12 (S. Cristoloveanu) 

• ULIS 2012, Grenoble, ULtimate Integration on Silicon (R. Clerc, Q. Rafhay) 

• ICON 2013, Annecy (A. Cresti, L. Montes) 

• SiC ECSRM 2014, European Conference on SiC and Related Materials, Grenoble (E. Bano) 



 

Annexe 6.1 : Equipe CMNE  101 

 

• WOLTE 2014, 11th International Workshop On Low Temperatures Electronics, Grenoble (G. 
Ghibaudo, J. Jomaah, L. Montès, P. Febvre) 

Organisateur de workshops internationaux 
• Workshop Sinano-Nanosil (Silicon Based Nanostructures and nanodevices) 2009 (F. Balestra) 

• 6 Workshops satellites de l’ESSDERC (1 par an de 2009 à 2013 + 1 pour Guardian Angels en 2010)  
(F. Balestra) 

• 1 Workshop satellite de MEMS’2010 pour Guardian Angels (F. Balestra) 

• SemOI Conference 2010 et 1st Ukrainian-French Seminar « Semiconductor-On-Insulator materials, 
devices and circuits : physics, technology and diagnostics, Kiev, Ukraine, Oct. 2010 (F. Balestra) 

• Joint Workshop “Sinano/Nanofunction/New Member Eastern Eu/ENI2” 2013 (F. Balestra) 

• Workshop III-V MOSFET, Fondation Nanosciences (M. Mouis, co-organisé avec P. Wong, Grenoble, 
2011, 73 participants) 

Organisateur de workshops nationaux 

• Workshop GDR Nano-Ballistique, Orsay, 2009, 70 participants (M. Mouis) 

• Workshop Contact and Surface effects in nanostructures, Fondation Nanosciences, Grenoble, 2010, 
60 participants (M. Mouis) 

 

Prix - distinctions 
Distinctions IEEE :  
• Fellow IEEE (S. Cristoloveanu, G. Ghibaudo) 

• Distinguished lecturer IEEE (S. Cristoloveanu) 

PES : 12 permanents du groupe CMNE ont la PES (CNRS ou Univ.) (F. Balestra, E. Bano, G. Ghibaudo, 
M. Mouis, M. Pala, I. Ionica, S. Cristoloveanu, A. Kaminski, P. Febvre, R. Clerc, J. Jomaah, L. Montes) 

Autres prix :  
• “Award” de Conférence internationale en 2009 pour « Outstanding contribution to Diagnostics and 

Yield (D&Y) Symposia » (F. Balestra). 

• Nomination en 2013 au rang de Chevalier de l’Ordre National du Mérite par décret du Président de 
la République (E. Bano). 

• Prix de la NASA ‘Tech Brief Award’ en 2012 (S. Cristoloveanu). 

• Lauréat du concours nanoArt de la Fondation Nanoscience, puis 1er prix de l’année (Maelig 
OLLIVIER, Doctorant 2010-13) 

Best Papers :  
• Young scientist award: Jae Woo Lee, ESSDERC 2010. 

• Best student paper: J-L Huguenin et al, VLSI-TSA 2010. 

• Best paper award: Wan et al, EuroSOI 2012 . 

• Best paper award: R. Coquand et al, ULIS 2012. 

• Best student paper award: Wan et al, VLSI-TSA 2012. 

• Best poster award: G. Ardila, Advanced Research Workshop, FTM 2012. 

• Best poster award: A. Salette et al, MiNaPad, 2012. 

• 1st
 place student poster winner: Chang et al ULSIC vs TFT 2013,  

• 3rd
 place student poster winner: Pirro et al, ULSIC vs TFT 2013. 

 

Activités éditoriales 
Editeur :  
• Solid State Electronics (S. Cristoloveanu) 

• Microelectronic Reliability Journal (Associate ed. G. Ghibaudo) 

• Journal of Active and passive electronic component (G. Ghibaudo) 

Editorial Board :  
• Chinese Physics B (F. Balestra) 
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• Acta Physica Sinica (F. Balestra) 

• ISTE-Wiley section Energie (G. Ardila) 

• ISTE-Wiley section microélectronique (M. Mouis) 

• ISTE-Wiley section Nanoscience (M. Mouis) 

• Journal of Semiconductors (F. Balestra) 

• Scientific World Journal (F. Balestra) 

• Solid State Electronic (Gérard Ghibaudo) 

 

Echanges de chercheurs et de doctorants avec l’étranger, liste de 
postdoctorants 
Liste des échanges de l’IMEP-LAHC avec l’étranger 

• Echange de doctorants dans le cadre du réseau d’excellence Nanofunction : venue de Mauro 
Mazanuccoli (doctorant à IUNET, Bologne) à l’IMEP-LAHC (2011, 2 mois) et séjour de deux mois (en 
2012) de Jérôme Michallon (Doctorant de A. Kaminski) à IUNET de Bologne (Italie). 

• Echange de doctorants de l’Université de Stanford dans le cadre de la chaire d’excellence du Pr. 
Wong : Rakesh Jeyasingh a passé 3 semaines à l’IMEP-LAHC en 2010 (sujet : Low frequency Noise in 
resistive RAM) ; Roozbeh Parsa a effectué un séjour en 2010 à l’IMEP-LAHC (sujet : AFM 
characterization of NEMS relays). 

• Séjour de L. Montès en tant que Professeur invité (1 mois, 2010) à National Chiao Tung Univ. , 
Hsinchu, Taïwan. 

• Collaboration (L. Montès) avec Georgia-Tech : échanges d’étudiants en master (2 en 2013 et 6 en 
2014), d’un doctorant (R. Hinchet 2x3mois), séjours à venir pour un total de 8 mois. 

• Distinguished Visiting Scientist à UWA (Australie, un mois en 2011 et un mois en 2012 ; coopération 
SOI) (S. Cristoloveanu) 

• Distinguished Visiting Professor à KNU (World Class University program, Corée, 2 mois/an depuis 
2009 ; coopération sur SOI et GaN) (S. Crisotoloveanu). 
 

Liste des chercheurs ayant séjourné à l’IMEP-LAHC 
Nom Prénom Sujet Début Fin Origine 

BENNAMANE Kamal Caractérisation  
CMOS transistors 

01/06/2013 30/06/2013 Université de 
Tizi-Ouzou, 
Algérie 

BOUTCHACHA Touati Bruit basse 
fréquence dans les 
CMOS 

01/01/2009 30/06/2014 Université de 
Oran, Algérie 

FARAONE Lorenzo Characterization of 
SOI materials and 
devices 

13/04/2014 12/07/2014 University of 
Western 
Australia, 
Australie 

FOURIE Coenrad Mise en place d'un 
réseau international 
interdisciplinaire 
d'observation 
magnétique pour 
l'étude des risques 
naturels  

01/06/2012 30/06/2012 University of 
Stellenbosch, 
Afrique du Sud 

LAGHROUCHE Mourad Spiromètre MEMS 01/04/2013 01/05/2013 Univ. Tizi-
Ouzou, Algérie 

LI Yiming Simulation 15/06/2012 31/07/2012 Taiwan 

PALUMBO Félix Reliability of high - k 
dielectric 

01/05/2010 31/08/2010 University of 
Buenos Aires, 
Argentine 
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WONG H.-S. Philip Chaire d'excellence 
RTRA Core 

Plusieurs séjours de 2 semaines 
en 2009, 2010 et 2011 

Stanford 
University, USA 

ZASLAVSKI Alexander chaire d'excellence 
RTRA TunFETs 

01/05/2009 31/05/2014 Brown 
University 
(USA) 

ZEKENTES Konstantinos SiC 19/11/2012 18/02/2013 Forth Institute, 
Grèce 

 
Liste des post-doctorants 
Nom Prénom Date de 

début 

Date de fin Sujet de Post Doc 

AGRAFFEIL Claire  01/11/10 31/12/2011 Micropompes MEMS (technologie BESOI) 

BALTAZAR 
ROJAS 

Samuel 05/05/2008 28/02/2010 Simulation de SGM 

BAWEDIN  Maryline 18/11/2009 09/11/2010 Capacitorless DRAM on SOI 

BELLENGER Florence 01/08/2011 31/08/2012 Capacitorless DRAM on SOI 

CRESTI Alessandro 07/06/2010 30/09/2011 Simulation de nanocomposants 

DJEGHLAF Lyas 02/06/2013 30/04/2014 Micropompes MEMS (caractérisation 
fluidique) 

DUBOIS Mathieu 04/12/2006 30/06/2009 Simulation de nanofils en Si 

FAY Aurélien 03/10/2011 02/10/2012 Corrélations électroniques quantiques dans 
des jonctions de nanotubes de carbone 

HADJ LARBI Yasmina 04/11/2013 03/04/2014 Micropompes MEMS (fabrication) 

HIJAZI Ragheb 11/03/2013 31/03/2014 Micropompes MEMS (electronique) 

IOANNIDIS Eleftherios 01/10/2013 31/12/2014 LFN/RTN en FD-SOI 14/28nm 

LOGOTETA  Demetrio 11/03/2011 10/03/2015 Simulation des dispositifs à faible 
consommation 

MARKO HAKIM 13/11/2012 31/10/2013 Micropompes MEMS (microvalves et 
caractérisations) 

MONGILLO MASSIMO 25/05/2011 30/04/2012 Design and modelling of SiNW sensors 

NA Kyoung-Il 28/02/2008 30/08/2010 Special mecanisms in FinFETs 

NEGARA Muhammad 
Adi 

01/12/2009 31/12/2011 characterization of III-V high k MOS deives 

PARK  Kiheung 01/09/2009 30/08/2010 Unified memory on SOI 

RABAUD  David 01/06/2012 31/05/2013 Micropompes MEMS (design, 
microfluidique) 

SHI MING 01/10/2012 31/03/2014 Caractérisation de composants UTBB-SOI 

SINGER Julien 01/05/2009 31/05/2010 TACD simulation of Non voltalile memory 
(coll ST) 

SRIDI Nawres 04/11/2013 04/04/2014 Micropompes MEMS (valves, fiabilité) 

THEODOROU  Christoforos 01/01/2014 31/12/2014 Bruit basse fréquence dans les technologies 
FD-SOI 

XUE KANHAO 03/10/2011 30/06/2013 Ab initio modelling of HfO2 based resistive 
RAM 
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Annexe 6.1.3 : 

Produits destinés à des acteurs du monde social, économique et culturel 

 
Expertises  
Expertises de projets ANR :  
ANR Jeunes chercheurs, ANR Blanc, ANR PNANO, ANR P2N, ANR PROGELEC (G. Ardila, A. Cresti, F. 
Ducroquet, P. Febvre, G. Ghibaudo, A. Kaminski, M. Mouis, M. Pala, Q. Rafhay) 
Autres expertises : 

Expertises ANRT (E. Bano) 
Expertises de projets de Grenoble INP (/UJF) : BQR INPG, FAIRE (INP), AGIR (INP/UJF) (L. Montes).  
Expertises pour le ministère italien de la recherche (G. Ghibaudo) 
Expert pour des instances d'évaluations étrangères: NSERC (Canada, 2009), FWF (Autriche, 2013) (M. 
Mouis) 
Expertises pour la FNRS (Belgique), ANVUR/MIUR (Italie) (M. Pala) 
 

Participation à des comités d’évaluation 
Membre du Comité AERES pour l’évaluation de l’IES en 2013 (G. Ghibaudo) 
Comité de sélection ANR : 

Membre du comité SIMI10 (Blanc, JCJC et Blanc international I) en 2012 et 2013 (M. Mouis). 
Membre du comité PROGELEC (2012-2013) et Energie (2014) (A. Kaminski) 
Membre du comité CE26 (Blanc, JCJC, International) en 2014 (M. Mouis) 
Comité d’évaluation des candidatures PES (Primes d’Excellence scientifique) 63ème section pour la 
DGESIP (Direction Générale pour l'Enseignement Supérieur et l'Insertion professionnelle) (A. 
Kaminski, 2012 ; F. Balestra 2010). 
Membre du Conseil National des Universités (L. Montes) 
Membre du Comité de labellisation de projets du pôle de compétitivité Tenerrdis (Technologies 
Énergies Nouvelles, Énergies Renouvelables, Rhône-Alpes, Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie) (A. 
Kaminski, depuis 2011)). 
Membre du Comité d’évaluation du pôle de compétitivité Minalogic 2007-2009 (G. Ghibaudo). 
Président du Comité de la médaille Blondel, 2007-2010 (soutenu par la SEE) (F. Balestra) 
Expert à l’international nommé dans le comité d’évaluation des Universités Grecques (Y. Morfouli) 
 

Membres de Conseil scientifique d’entreprise 
Eveon (L. Montes, Y. Morfouli) 
SOITEC (S. Cristoloveanu) 

 

Responsabilité de cursus en formation continue 
• Formation MIDEP (Management, Ingénierie, Développement de Projets), option Microélectronique 

et Microtechnologies (Y. Morfouli). 

• Formation DRI (Diplôme de Recherche et d’Innovation), Diplôme d’établissement Grenoble INP (J. 
JOMAAH) 

 

Diffusion de la culture scientifique 
• Fête de la Science: atelier photovoltaïque, visite de la salle blanche du CIME Nanotech, 

nanotechnologies… (A. Kaminski, N. Mathieu, L. Montès).  

• Mise en œuvre (en 2012) de l’atelier photovoltaïque dans le cadre du projet Nano@school à 
destination des lycéens (A. Kaminski). 
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• Conférence sur le photovoltaïque dans le cadre de l’école d’été E2PHY en 2011 (thème : Energie et 
rayonnement) à destination des enseignants du secondaire (A. Kaminski). 

• Responsable des séminaires de l’IMEP-LAHC (D. Bauza) 

• Membre du Comité d’organisation du Café des Sciences du Grésivaudan, soutenu par le CNRS, qui a 
lieu tous les 2 mois à Bernin/Isère (depuis 2007) (F. Balestra) 

• Vice-Président de l’Association « CALIS » (CAfés LIttéraires et Scientifiques) créée en 2011 (F. 
Balestra).  

• Rédaction de l’article intitulé « Vers une autonomie des capteurs »  dans le livre « La science au 
présent 2010 » (ISBN 9782852295179) de l’éditeur Encyclopédie UNIVERSALIS, destinée au grand 
public (G. Ardila). 

• Séminaires dans le cadre des « Midi Minatec » (F. Balestra, S. Cristoloveanu, L. Montes) 

• Conférence de diffusion grand public: "La supraconductivité prend de l'altitude," conférence grand 
public, Amphis pour tous, 8 novembre 2011 à Chambéry, 10 novembre 2011 à Cran-Gevrier (P. 
Febvre). 

• Membre du comité de rédaction de la lettre d’information de Minatec « Minanews » (N. Mathieu) 

• Contribution à l’article rédigé par M. Grousson dans le hors-série "Nanoélectronique" de Science et 
Vie de Novembre 2011 (M. Mouis). 
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Annexe 6.2.1 

Production scientifique 

 
 
Liste des HDR soutenues (la liste des thèses est fournie en annexe 7) 

1. JD Arnould, Dispositifs accordables en Radiofréquence, HDR soutenue le 16 mai 2012.  
 

 
 
 
 

Publications RFM 2009-juin2014 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Moyenne/an 

Conférences invitées 2 1 0 2 2 0 7 1.3 

Revues internationales avec comité de 
lecture 

19 14 12 15 10 6 76 13.8 

Conférences internationales avec actes 32 44 25 32 40 18 191 34.7 

Conférences nationales 31 8 23 7 25 5 99 7.9 

Ouvrages/Chapitres d’ouvrages 0 0 0 0 1 1 2 0.4 
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– 2009 – 

 

Conférences invitées 2 

Revues internationales avec comité de lecture  19 

Conférences internationales avec actes 32 

Conférences nationales 31 

 
 
 Revues internationales (avec comité de lecture) –2009 

[1R1]  J. Akil, T. Safarjalani, J.-M. Duchamp, P. Ferrari et A. El-Helwani, « Three Port Power Divider 

Symmetric, Compact Fixed and Tunable Based on Technology Micro-strip”, Microwave and Optical 
Technology Letters, Vol. 51, No. 1, pp. 229-232, Jan. 2009. 

[1R2]  D. Kaddour, J.-D. Arnould et P. Ferrari, “A Semi-Lumped Microstrip UWB Bandpass 
Filter”,Proceedings of the EuMA, Vol. 5, No. 1, Jan. 2009. 

[1R3]  M. Abdel Aziz, H. Issa, D. Kaddour, F. Podevin, A.M.E. Safwat, E. Pistono, J.-M. Duchamp, A. Vilcot, 
J.-M. Fournier et P. Ferrari, “Shielded Coplanar Striplines for RF Integrated Applications”, 
Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 51, No. 1, p. 352-358, Feb. 2009. 

[1R4]  S. Khorasani
 
et B. Cabon, “Theory of Optimal Mixing in Directly Modulated Laser Diodes”, Scientia 

Iranica,Vol. 16, No. 2, pp. 157-162, Feb. 2009. 
[1R5]  R. Gary, B. Cabon, et Y. Le Guennec, « 60 GHz UWB over fiber system using photodiode based 

frequency up-conversion”, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 51, No 2, pp. 421-423, 
Feb. 2009. 

[1R6]  E. Defaÿ, T. Lacrevaz, T.T. Vo, V. Sbrugnera, C. Bermond, M. Aïd, et B. Fléchet, “Ferroelectric 
properties of PZT thin films until 40 GHz”, Applied Physics Letters, vol. 94, No 5, Feb. 2009.

 

[1R7]  M. Jazayerifar, J. A. Salehi et B. Cabon , “Analytical Study of Binary Differential IR-UWB Over 
Single Mode Fiber Systems Using Two Receiver Structures”, IET Communications, Vol. 3, No. 
2, pp. 309-320, Feb. 2009. 

[1R8]  N.J. Gomes, M. Perez, A. Alphones, B. Cabon, J. Mitchell, C. Lethien, M. Csörnyei et S. Iezekiel, 
“Radio over Fiber Transport for the Support of Wireless Broadband Services”, Journal of Optical 
Networking, Vol. 8, No. 2, pp. 156-178, Feb. 2009. Papier invité 

[1R9]  E. Pistono, L. Duvillaret, J.-M. Duchamp, A. Vilcot, P. Ferrari, “Novel Factor of Merit for Centre-
Frequency Tunable Bandpass Filters Comparison”, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 
51, No. 4, pp. 985-988, Apr. 2009. 

[1R10]  L. Poffo, P. Lemaitre-Auger, P. Benech et Ph. Benech, “Determination of refractive index variation 
of glass integrated optical waveguide by acousto-optic effect”, Measurement Science et 
Technology, Vol. 20, No. 4, Apr. 2009. 

[1R11]  A.-L. Perrier, J.-M. Duchamp et P. Ferrari, “A Compact Semi-Lumped Tunable Complex Impedance 
Transformer” , International Journal of Microwave & Wireless Technology, Vol. 1, No. 5, pp. 403- 
413, May 2009. 

[1R12]  P. Lombard, Y. Le Guennec, G. Maury, E. Novakov et B. Cabon, “Optical Distribution and Up-
Conversion of MB-OFDM in Ultra Wide Band over Fiber”,  IEEE/OSA Journal of Lightwave 
Technology, Vol. 27, No. 9, pp. 1072-1078, May 2009. 

[1R13]  G. Nguyen, B. Cabon, Y. Le Guennec, “Generation of 60 GHz MB-OFDM Signal over Fiber by Up-
Conversion using Cascaded External Modulators”, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, Vol. 
27, No. 9, pp. 1072-1078, May 2009. 

[1R14]  A. Ghiotto, T.-P. Vuong, et S. Tedjini, « Les systèmes RFID UHF passifs et leur environnement » , 
REE : Revue de l'Electricité et de l'Electronique, Juin/Juillet 2009. 

[1R15]  Y. Le Guennec, A. Pizzinat, S. Meyer, B. Charbonnier, P. Lombard, M. Lourdiane, B. Cabon, C. 
Algani, A-L Billabert, M. Terré, C. Rumelhard, J-L Polleux, H. Jacquinot, S. Bories, et C. Sillans, “Low 
Cost Transparent Radio-over-Fiber System for In-Building Distribution of UWB Signals”, IEEE/OSA 
Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, No. 14, pp. 2649-2657, July 2009. 

[1R16]  M. Abdel Aziz, F. Podevin, A.M.E. Safwat et A. Vilcot, “Coplanar Waveguide Filters Based on Multi-
Behavior Etched-Ground Stubs”, Components and Packaging Technologies, Vol. 32, No. 4, pp. 816-
824, Dec. 2009. 
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[1R17]  Y. Duroc, A.I. Najam, T.-P. Vuong, et S. Tedjini,“Modeling and state representation of Ultra-
Wideband antennas” , IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 57, No. 9, pp. 2781 – 
2784, Août 2009. 

[1R18]  D. Kaddour, H. Issa, A.-L. Franc, N. Corrao, E. Pistono, F. Podevin, J.-M. Fournier, J.-M. Duchamp, et 
P. Ferrari, “High-Q Slow-Wave Coplanar Transmission lines on 0.35-µm CMOS Process”, IEEE 
Microw. & Wireless Compon. Lett., Vol. 19, No. 9, pp. 542-544, Sept. 2009. 

[1R19]  S. Hemour, F. Podevin, et P. Xavier, «Le spectromètre à ondes stationnaires et à transformée de 
Fourier : un outil de dosimétrie RF large bande et temps réel à bas coût» , Revue de l’Electricité et 
de l’Electronique, Vol. 11, No. 12, pp. 118-121 , Décembre 2009. 

 
 
 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) –2009 

[2CI1]  B. Cabon, J-P. Vilcot, et N.J. Gomes, “ISIS: European project on Infrastructures for Broadband 
Access on Wireless/Photonics”, IEEE Radio and Wireless Symposium, 18-22 Jan. 2009, San Diego, 
Californie, USA. Conférence invitée 

[2CI2]  G. Nguyen,  B. Cabon, J. Poette, Z. Yu, et P. Y. Fonjallaz, « All Optical Up-Conversion of WLAN signal 
in 60 GHz Range with Side-Band Suppression” , IEEE Radio and Wireless Symposium, 18-22 Jan. 
2009, San Diego, Californie, USA. 

[2CI3]  L. Poffo, Ph. Benech, et P. Lemaître-Auger, “Integrated acousto-optic polarization analyzer sensor: 
preliminary results” , Proceedings of SPIE, 26 - 28 Jan. 2009, San José, CA, USA. 

[2CI4]  C. Pastore, F. Gianesello, D. Gloria, J.-C. Giraudin, O. Noblanc, et P. Benech, “High Performance and 
High Current Integrated Inductors using a Double Ultra Thick Copper Module in an Advanced 65 
nm RF CMOS Technology” , SiRF 2009, 19-21 Jan. 2009, San Diego, Californie, USA. 

[2CI5]  S. de Rivaz, T. Lacrevaz,  M. Gallitre, A. Farcy, B. Blampey, C. Bermond, et B. Flechet, “Impact of 
ULK Dielectric Loss on Interconnect Response for 45 nm Node Integrated Circuits” , IEEE MTT-S 
International Microwave Workshop Series “Signal Integrity and High Speed Interconnects”, 19-20 
Feb. 2009, Guadalajara, Mexico. 

[2CI6]  T. Bertaud, C. Bermond, T. Lacrevaz, C. Vallée, Y. Morand, B. Fléchet, A. Farcy, M. Gros-Jean, et S. 
 Blonkowski,“Wideband frequency and in-situ characterization of ultra thin ZrO2 and HfO2 films for 
integrated MIM capacitors”, 18

th
 Materials for Advanced Metallization Conf., 8-11 March 2009, 

Grenoble. 
[2CI7]  L. Cadix, A. Farcy, C. Bermond, C. Fuchs, F. Lorut, P. Leduc, M. Assous, M. Rousseau, L.L. Chapelon, 

N. Bicais, B. Flechet, N. Sillon, et P. Ancey, “RF characterization and modeling of high density 
Through Silicon Vias for 3D chip stacking” , 18

th
 Materials for Advanced Metallization Conf., 8-11 

March 2009, Grenoble 
[2CI8]  B. Blampey, M. Gallitre, A. Farcy, T. Lacrevaz, S. De Rivaz, C. Bermond, B. Fléchet, V. Jousseaume, 

A. Zenasni, et P. Ancey, « Microwave characterization of porous SiOCH permittivity after 
integration dedicated to the 32 nm node”, 18

th
 Materials for Advanced Metallization Conf., 8-11 

March 2009, Grenoble. 
[2CI9]  M. Gallitre, A. Farcy, B. Blampey, C. Bermond, B. Fléchet, et P. Ancey,“Performance predictions of 

interconnect networks for advanced technology nodes”, 18
th

 Materials for Advanced Metallization 
Conf., 8-11 March 2009, Grenoble. 

[2CI10]  C. Roda Neve, A. Farcy, M. Gallitre, B. Blampey, P. Meuris, L. Arnaud, et J.-P. Raskin, “Behaviour of 
CPW and TFMS lines at high temperature for RF applications in sub-45 nm nodes”, 18

th
 Materials 

for Adavanced Metallization Conf., 8-11 March, 2009, Grenoble. 
[2CI11]  R. Tamas, L. Babour, M. Alexa, G. Vladu, P. Saguet, et J. Chilo, “Differential Time-Domain Single-

Antenna Method for Ultra-Wide Band Antenna”, IEEE Intern. Workshop on Antenna Technology, 2-
4 March 2009, Santa Monica, CA, USA. 

[2CI12]  N. Al Cheikh, P. Xavier, et J.-M. Duchamp, “Modeling and Characterization of Superconducting 
MEMS Microwaves Applications in Radioastronomy”, Colloque International Télécom’2009 & 
6èmes JFMMA, March 2009, Agadir, Maroc. 

[2CI13]  E. Dreina, M. Pons, T.-P. Vuong, et S. Tedjini,“Comparison of UWB Dual-Antenna Systems Using 
Diversity”, EuCAP 2009, April 2009, Berlin, Germany. 

[2CI14]  C. Bermond, L. Cadix, A. Farcy, T. Lacrevaz, P. Leduc, et B. Fléchet ,“High Frequency 
Characterization and Modeling of High Density TSV in 3D Integrated Circuits”,13

th
 IEEE Signal 

Propagation on Interconnects, 12-15 May 2009, Strasbourg, France.
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[2CI15]  A. Pouzin, T.-P. Vuong, S. Tedjini, M. Pouyet, J. Perdereau, et L. Dreux, « Determination of 
measurement uncertainties applied to the RCS and the differential RCS of UHF passive RFID tags”, 
Antennas and Propagation Society International Symposium, APSURSI '09, 1- 5 June 2009, 
Charleston, USA.  

[2CI16]  G. Nguyen, V. Dobremez, B. Cabon, et Y. Le Guennec, “Optical Techniques for Up-Conversion of 
MB-OFDM Signals in 60 GHz band using Fiber Bragg Grating”, IEEE International Conference on 
Communications, 14-19 June 2009, Dresde, Germany. 

[2CI17]  P. Xavier, J.-P. Laurent, B. Mercier, D. Rauly, et F. Cazenave, “Portable Low Cost Six-port 
Reflectometer for In Situ Soil Moisture Broadband Spectroscopic Dielectric Characterization”, 
ISEMA Conference, June 2009, Helsinki, Finlande. 

[2CI18]  A. Pouzin, T.-P. Vuong, S. Tedjini, M. Pouyet, et J. Perdereau, “Measurement of Differential Radar 
Cross Section of UHF RFID Tags”, PIERS, Août 2009, Moscou, Russie. 

[2CI19]  A.-L. Franc, D. Kaddour, E. Pistono, N. Corrao, J.-M. Fournier, et P. Ferrari, “Miniaturized high 
performance shielded CPW transmission lines from RF to mm-waves”  
39

th
 European Solid State Device Research Conference, ESSDERC 2009, 14-18 Sept. 2009, Athènes, 

Greece. 
[2CI20]  A. Pouzin, T.-P. Vuong, S. Tedjini, M. Pouyet, J. Perdereau, et L. Dreux, “Determination of the 

Reading Range of Passive UHF RFID Transponders by Radar Cross-Section Measurements”, 39
th

 
European Microwave Conference, EuMC’09, 28 Sept. – 2 Oct., 2009, Rome, Italy. 

[2CI21]  S. Hemour, F. Podevin, et P. Xavier, “A Broadband Standing Wave RF Interferometer for Fast and 
Low-Cost Spectral Analysis”, 39

th
 European Microwave Conference, EuMC’09, 28 Sept. – 2 Oct., 

2009, Rome, Italy. 
[2CI22]  A.-L. Franc, D. Kaddour, H. Issa, E. Pistono, N. Corrao, J.-M. Fournier, et P. Ferrari, “Slow-wave High 

Performance Shielded CPW Transmission Lines: a lossy model”, 39
th

 European Microwave 
Conference, EuMC’09, 28 Sept. – 2 Oct., 2009, Rome, Italy. 

[2CI23]  J. Roullard, S. Capraro, T. Lacrevaz, L. Cadix, E. Eid, A. Farcy, et B. Flechet, “Influence of 3D 
Integration on 2D Interconnections and 2D Self Inductors HF Properties”, IEEE Int. Conference on 
3D System Integration (3D-IC), 28-30 September 2009, San Francisco, USA. 

[2CI24]  E. Eid, T. Lacrevaz, S. de Rivaz, C. Bermond, B. Fléchet, F. Calmon, C. Gontrand, A. Farcy, L.Cadix, et 
P. Ancey  “Predictive High Frequency Effects of Substrate Coupling in 3D Integrated Circuits 
Stacking”, IEEE Int. Conference on 3D System Integration (3D-IC), September 28-30, 2009, San 
Francisco, USA. 

[2CI25]  L. Cadix, A. Farcy, C. Bermond, C. Fuchs, P. Leduc, M. Rousseau, M. Assous, A. Valentian, J. 
Roullard, E. Eid, N. Sillon, B. Fléchet, et P. Ancey , “Modelling of Through Silicon Via RF 
Performance and Impact on Signal Transmission in 3D Integrated Circuits”, IEEE Int. Conference on 
3D System Integration (3D-IC), Sept. 28-30, 2009, San Francisco, USA. 

[2CI26]  F. Paresys, Y. Le Guennec, G. Maury, B. Cabon, Z. Bouhamri, et V. Dobremez, “Low cost 
bidirectionnal QPSK transmission with optical frequency conversion”, IEEE International Topical 
Meeting on Microwave Photonics, Oct. 2009, Valence, Spain. 

[2CI27]  S. de Rivaz, T. Lacrevaz, C. Bermond, A. Farcy, et B. Fléchet, “Rise Time Reduction of High “Speed 
Digital Signals on Interconnects of the CMOS 45 nm Node by Optimizing Interconnect Inductance”, 
IEEE International Microwave and Optoelectronics Conferences, 3-6 Nov. 2009, Belem, Brazil. 

[2CI28]  A. Serrano, T.-P. Vuong, F. S. Correra, et P. Ferrari, “A Tunable Bandpass Patch Filter”, 2009 
International Workshop on Microwave Filters, 16-18 Nov. 2009, Toulouse, France. 

[2CI29]  E. Pistono, H. Maouche, F. Burdin, et P. Ferrari, “New topology of short-circuited quarter 
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dans un empilement de circuits intégrés 3D », 13èmes Journées de Caractérisation Microondes 
et Matériaux, JCMM2014, Nantes, 24–26 Mars 2014. 

[2CN101] M. Brocard, C. Bermond, P. Le Maître, A. Farcy, P. Scheer , P. Leduc, S. Chéramy, T. Lacrevaz, B. 
Fléchet, « Caractérisation et modélisation HF des couplages électromagnétiques par les substrats 
entre interconnexions verticales et transistors MOSFET dans les empilements 3D de circuits 
intégrés », 13èmes Journées de Caractérisation Microondes et Matériaux, JCMM2014, Nantes, 
24–26 Mars 2014. 

[2CN102] G. Houzet, P. Artillan, C. Bermond, T. Lacrevaz, K. Dieng, B. Fléchet, “Méthode robuste 
d’extraction de paramètres de ligne de transmission en vue d’application à la caractérisation de 
matériaux », 13èmes Journées de Caractérisation Microondes et Matériaux, JCMM2014, Nantes, 
2014. 
 

 

Ouvrage -2014  

" Signal Integrity - From high Speed to Radiofréquencies" , F. Ndagijimana, ISTE-Wiley, Paris, Avril 2014. 
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Publications communes RFM-CMNE (inclues dans la liste des publications RFM citées précédemment) 

 

2012 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) – RFM-CMNE – 2012 

[2CI1]  
C.-L. Hsu, G. Ardila, P. Benech, "High Frequency Characterization and Modeling of Single Metallic 
Nanowire", International Semiconductor Conference Dresden-Grenoble, ISCDG 2012, Sept. 24-26, 
2012, Grenoble, France. 

[2CI2]  
C. Hsu, P. Benech, G. Ardila, "A de-embedding technique for metallic nanowires in microwave 
characterization", Micro&Nano2012, 7-10 Oct. 2012, Heraklion, Greece. 

[2CI3]  
C. Hsu, P. Benech, G. Ardila, "Parameters Extraction of Submicron Thin Film Microstrip Lines at 
Broadband mm-wave Frequencies", EuMIC’12, Oct. 28th – Nov. 2nd 2012, Amsterdam, Nederland. 

 

2013 Revues internationales (avec comité de lecture) – RFM-CMNE – 2013 

[1R1]  
C.-L. Hsu, G. Ardila, P. Benech, "High Frequency Characterization and Modeling of Single Metallic 
nanowire", European Physical Journal- Applied Physics, Vol.  63, Issue 01, 2013. 

[1R2]  
C.-L. Hsu, G. Ardila, P. Benech, "A de-embedding technique for metallic nanowires in microwave 
characterization", Microelectronic Engineering, Vol. 112, Dec. 2013, Pages 241–248 
 

 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) – RFM-CMNE – 2013 

[2CI4]  
Y. Solaro, P. Fonteneau, C.-A. Legrand, C. Fenouillet-Beranger, P. Ferrari,

 
and S. Cristoloveanu, 

"Novel Back-Biased UTBB Lateral SCR for FDSOI ESD Protections", 43th European Solid State Device 

Research Conference, ESSDERC 2013, Bucarest, Romania, Sept. 16-20, 2013. 

[2CI5]  
Y. Solaro, P. Fonteneau, C.-A. Legrand, D. Marin-Cudraz, J. Passieux, P. Guyader, L.-R. Clement, C. 
Fenouillet-Beranger, P. Ferrari, and S. Cristoloveanu, "Innovative ESD Protections for UTBB FD-SOI 
Technology", International Electron Device meeting, IEDM 2013, Washington DC, United States, 
Dec. 9-11, 2013. 

[2CI6]  
P. Sarafis, C.-L. Hsu, G. Ardila, P. Benech, and A. G. Nassiopoulou, "On-chip Integrated Millimeter-
wave Antennas on a Local Porous Si Substrate", 34th PIERS, 12-15 August, 2013, Stockholm, 
Sweden 

[2CI7]  
Y. Solaro, P. Fonteneau, C.-A. Legrand, C. Fenouillet-Beranger, P. Ferrari, and S. Cristoloveanu, "Z²-
FET based ESD protections: innovative local clamps for UTBB FD-SOI Technology", Workshop on 

Frontier Electronics, WOFE 2013, San Juan, Puerto Rico, Dec. 17-20, 2013 

 

2014 Revues internationales (avec comité de lecture) – RFM-CMNE – 2014 

[1R3]  Y. Solaro, J. Wan, P. Fonteneau, C. Fenouillet-Beranger, C. Le Royer, A. Zaslavsky, P. Ferrari, S. 
Cristoloveanu, "Z2-FET: a promising FDSOI device for ESD protection", Solid-State-Electronics, Vol. 
97, pp. 23-29, July 2014.  
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Publications communes RFM-PHOTO (inclues dans la liste des publications RFM citées précédemment) 

 

2011 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) – RFM-PHOTO – 2011 

[2CI8]  T. Shao, F. Paresys, Y. Le Guennec, G. Maury, N. Corrao, and B. Cabon, “Simultaneous Transmission 
of Gigabit Wireline Signal and ECMA 387 mmW over Fiber Using a Single MZM in Multi-Band 
Modulation,” 2011 IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics, Singapore, Oct. 
2011. 

[2CI9]  Z. Bouhamri, V. Dobremez, Y. Le Guennec, J-M Duchamp, G. Maury, B. Cabon, “Multistandard RoF 
bus for in-building networks,” Microwave Photonics, 2011 IEEE International Topical Meeting on, 
conference proceedings, Singapore, Oct. 2011. 

 Conférences Nationale  – RFM-PHOTO – 2011 

[2CN1]  Z. Bouhamri, I. Cherkawi, Y. Le Guennec, J.-M. Duchamp, G. Maury, B. Cabon, “Réalisation et étude 
d’un front-end RF pour application bas-coût et multi-standards pour radio sur fibre”, 17èmes 
journées nationales micro-ondes, JNM’11, Brest, France, 18-20 Mai 2011. 

[2CN2]  Z. Bouhamri, V. Dobremez, Y. Le Guennec, J.-M. Duchamp, G. Maury, B. Cabon,  “Etude du 
compromis entre couverture réseau et non-linéarité pour une transmission WLAN sur fibre 
plastique”, 17èmes journées nationales micro-ondes, JNM’11, Brest, France, 18-20 Mai 2011 

[2CN3]  V. Dobremez, Z. Bouhamri, Y. Le Guennec, G. Maury, B. Cabon, "Etude des non-linéarités 
d’une transmission radio-sur-fibre par la fonction de répartition complémentaire de 
puissance," 17

èmes
 Journées Nationales Microondes, JNM2011, 18-20 Mai, Brest, Mai 2011. 

 

2012 Revues Internationales (avec Comité de Lecture) – RFM-PHOTO – 2012 

[1R1]  T. Shao, F. Paresys, Y. Le Guennec, G. Maury, N. Corrao and B. Cabon, “Photonic generation and 
radio transmission of ECMA 387 signal at 60 GHz using WDM demultiplexer,” Microwave and 
Optical Technology Letters, vol. 54, issue 2, pp. 275–277, Fév. 2012. 

[1R2]  T. Shao, F. Parésys, G. Maury, Y. Le Guennec, and B. Cabon, “Investigation on the Phase Noise and 
EVM of Digitally Modulated Millimeter Wave Signal in WDM Optical Heterodyning System,” 
IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology (JLT), vol. 40, issue 6, pp. 876-885, Mars 2012. 

[1R3]  T. Shao, F. Parésys, Y. Le Guennec, G. Maury, N. Corrao and B. Cabon,“Convergence of 60 GHz 
Radio Over Fiber and WDM-PON Using Parallel Phase Modulation With a Single Mach-
Zehnder Modulator,” IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology (JLT), vol. 30, issue 17, pp. 
2824 - 2831, Sept. 2012 

 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) – RFM-PHOTO – 2012 

[2CI1]  T. Shao, F. Paresys, Y. Le Guennec, G. Maury, N. Corrao, B. Cabon and J. Yao , “Investigation of 
Interference between Multi-band Modulations with a single Mach-Zehnder Modulator for 
Simultaneous 60 GHz Wireless and Wireline Signal Transmission,” Microwave Photonics 2012 IEEE 
International Topical Meeting on, conference proceedings, Noordwijk, Pays-Bas, Sept. 2012. 

  

2013 Revues Internationales (avec Comité de Lecture) – RFM-PHOTO – 2013 

[1R4]  F. Parésys, T. Shao, G. Maury, Y. Le Guennec and B. Cabon, “Bidirectional millimeter-wave radio-
over-fiber system based on photodiode mixing and optical heterodyning,” IEEE/OSA Journ. Of 
Optical Communications and Networking (JOCN), vol. 5, issue 1, pp. 74 - 80, Jan. 2013. 



 

Annexe 6.2 : Equipe RFM  137 

 

Annexe 6.2.2 

Indices de rayonnement et d’attractivité académiques 

 
Implication/coordination Europe 
• Membre de l'association Européenne AENEAS (orientation de la recherche Européenne dans les 
domaines de la micro et nanoélectronique) (P. Ferrari) 
• Contribution à la roadmap FET Flagship Guardian Angels (P. Ferrari, JM Duchamp). 
 

Participation à des réseaux nationaux ou internationaux 
• Co-animateur GT4 - GDR Ondes (P. Ferrari) 
•Vice-président du chapitre IEEE France de 2011-2013 (Tan Phu Vuong) 

 

Comités de conférence 
Comité scientifique/programme  
• Membre du TPC de la conférence Européenne EuMC (depuis 2011), des Journées Nationales 
Microondes (depuis 2005) (P. Ferrari) 
•Membre du TPC de IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics 2010-2012 (Y. Le 
Guennec) 
•Membre du comité scientifique de la conférence CEM (2008, 2010, 2012, 2014) (Ph. Benech) 
•Membre du TPC Sub-committee E de la conférence ESREF (2011, 2012, 2014), (conférence 
européenne sur la fiabilité) (Ph. Benech) 
• Membre du comité d'organisation de PRIME 2014 (comité du programme technique et co-
responsable de l'organisation de la « Company Fair ») (E. Lauga-Larroze) 
• Membre du TPC de PRIME 2014 (J-M Duchamp) 
•Membre du comité scientifique de la conférence CEM ( 2010, 2012, 2014) (F. Ndagijimana) 
•Membre du comité scientifique des  JCMM (2014) (F. Ndagijimana) 
•Membre du comité scientifique conférence JNM depuis 2009 (Tan Phu Vuong) 
•Membre du comité scientifique de la conférence ATC - IEEE depuis 2008 (Tan Phu Vuong) 
•Membre du comité scientifique conférence ICCE - IEEE depuis 2008  (Tan Phu Vuong) 
Steering Commitees  

• ICCE - IEEE, International Steering Committee 2013 (Tan Phu Vuong) 
 

Organisations d’évènements scientifiques (conférence, workshop etc.) 
General chair and co-chair 
•Co-président International workshop on Wireless Communications and User centered Services in 
Pervasive Environments 2013, le 19 septembre 2013"( Tan Phu Vuong) 
•Technical Program Chair de "PhD Research in Microelectronics and Electronics (PRIME)" Juillet 2014 
(Y. Le Guennec) 

• Co-chair de PRIME 2014 (E. Pistono) 

Organisateur workshop / conférences 
• Membre du comité d’organisation de la « European Microwave Week », Paris 2015, en charge des 

WorkShops (20 à 25 Workshops), Short Courses & Focused Sessions (P. Ferrari) 
• Membre du comité d'organisation de IEEE - ICUWB 2014 (E. Novakov) 
• JNM 2009 (Chairman, P. Ferrari ; Responsable proceedings, F. Podevin ; co-organisateurs Ph. 

Benech, JM. Fournier) 

• Journée GDR Ondes 2013 (coordination) (F. Podevin, E. Pistono, J.D. Arnoult, E. Lauga-Larroze, G. 

Maury) 

• Comité d'organisation des JCMM 2012 (Ph. Benech) 
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Prix - distinctions 
Distinctions IEEE :  
• Senior Member IEEE (P. Ferrari, E. Novakov, T-P Vuong) 
PES : 10 membres de l’équipe RFM ont le PES : P. Ferrari, E. Pistono, J.D. Arnoult, T-P Vuong, Y. Le 
Guennec, Ph. Benech, B. Fléchet, F. Ndagijimana, F. Podevin, JM Duchamp. 

Autres prix :  
Palmes académiques (J-M Fournier) 

Best Paper :  
• Best Student Paper : E. Eid, T. Lacrevaz, C. Bermond, S. Capraro, J. Roullard, B. Fléchet, L. Cadix, A. 

Farcy, P. Ancey, F. Calmon, O. Valorge, P. Leduc, “Frequency and Time Domain Characterization of 
Substrate Coupling Effects in 3D Integration Stack”, IEEE Int. Electronics Manufacturing Technology 
Conf.,  Nov-Dec 30-2, 2010, Melaka, Malaysia.  

• Best Student Paper : T. Lim, J. Jimenez, B. Heitz, P. Benech, J.-M. Fournier, P. Galy, "Transmission 
Line with 2kV HBM Broadband ESD Protection using BIMOS and SCR in Advanced CMOS 
Technologies", Asia-Pacific Microwave Conference, APMC 2012, 4-7 Dec. 2012, Kaohsiung, Taiwan.  
 

Activités éditoriales 
Editeur :  
•Editeur associé de l’International Journal on Microwaves and Wireless Technologies (EuMA) pour 
l'édition spéciale JNM2009 (D. Rauly) 

Editorial Board :  
•Membre de l’Editorial Board du Journal « International Journal on RF and Microwave Computer-
Aided Engineering » (Wiley) (P. Ferrari) 
•Membre de l’Editorial Board du Journal « International Journal of Microwave and Wireless 
Technologies » (EuMA) (P. Ferrari) 
•Membre Editorial Board de St. Petersburg State Polytechnical University Journal (P. Ferrari) 
•Membre du comité scientifique éditorial ISTE-Wiley (Instrumentation and Measurement) (Ph. 
Benech) 
• Membre Editorial Board de St. Petersburg State Polytechnical university Journal (Computer science. 
Telecommunications and Control Systems) (E. Novakov) 
 

Echanges de chercheurs avec l’étranger, liste des Postdoctorants 
Liste des séjours de chercheurs de l’IMEP-LAHC à l’étranger 
•Professeur Invité à l’Université Libanaise (une semaine / an depuis 2009) (P. Ferrari) 
• Professeur invité à l'ISET'com  Tunis (7j / an de 2006-2011) (F. Ndagijimana) 
• Professeur invité à l'Université Libanaise - Beyrout - master Microondes - 1 semaine/an depuis 
2013 (F. Ndagijimana) 

Liste des chercheurs ayant séjourné à l’IMEP-LAHC 
 

Liste des chercheurs ayant séjourné à l’IMEP-LAHC 
Nom Prénom Sujet Début Fin Origine 

EL HALABI Heba Projet PHC CEDRE et C-MIRA : 
Lignes de propagation à 
ondes lentes sur PCB 

27/06/2014 25/07/2014 Beyrouth 
(Liban) 

ISSA Hamza Projet PHC CEDRE : Lignes de 
propagation à ondes lentes 
sur PCB 

01/07/2013 27/07/2013 Beyrouth 
(Liban) 

ISSA Hamza Projet PHC CEDRE et C-MIRA : 
Lignes de propagation à 
ondes lentes sur PCB 

27/06/2014 25/07/2014 Beyrouth 
(Liban) 
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JRAD Akil Projet PHC CEDRE : Lignes de 
propagation à ondes lentes 
sur PCB 

20/08/2013 01/09/2013 Tripoli (Liban) 

Korotkov Alexandre Prédistortion de filtres en 
technologie PCB 

01/02/2012 31/02/2012 St Pettersbourg 
(Russie) 

Le Thi Lan Projet Sysapa 20/10/2012  03/11/12 Institut 
Polytechnique 
de Hanoi, 
Vietnam 

NGUYEN Quoc Cuong Projet Lotus 16/09/2011  26/9/2011 Institut 
Polytechnique 
de Hanoi, 
Vietnam 

NGUYEN Quoc Cuong Projet collaboration VN 12/12/2013 23/12/2013 Institut 
Polytechnique 
de Hanoi, 
Vietnam 

NGUYEN Tuan Ninh PFIEV Conception d'un 
système de commande pour 
les antennes intelligentes 

28/06/2014 25/07/2014 Institut 
Polytechnique 
de Hanoi, 
Vietnam 

NGUYEN  Viet Son Projet collaboration VN 12/12/2013 23/12/2013 Institut 
Polytechnique 
de Hanoi, 
Vietnam 

Pham Thi Ngoc Yen Projet Sysapa 20/10/2012  03/11/12 Institut 
Polytechnique 
de Hanoi, 
Vietnam 

Tran Thi Thanh 
Hai 

Projet Sysapa 20/10/2012  03/11/12 Institut 
Polytechnique 
de Hanoi, 
Vietnam 

Tran Thi Thanh 
Hai 

Projet VLIR 19/05/2014 25/05/2014 Institut 
Polytechnique 
de Hanoi, 
Vietnam 

Tran Van Tuan PFIEV 01/07/2013 26/07/2013 Institut 
Polytechnique 
de Hanoi, 
Vietnam 

Tran  Do Dat Projet Sysapa 16/09/2011 26/09/2011 Institut 
Polytechnique 
de Hanoi, 
Vietnam 

WU Ke Modèle des lignes à ondes 
lentes S-CPW 

avr-11 juin-11 Montréal 
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Liste des post-doctorants 
Nom Prénom Date de début Date de fin Sujet de Post Doc 

AKRA Mirna 01/03/2014 30/09/2014 Réalisation et design membranes à nanofils 
métalliques 

BABOUR Laurence 01/09/2009 30/09/2012 Conception d'une carte DSRC 

BAUTISTA Farid Alfredo 03/05/2012 31/12/2014 Design CMOS/BiCMOS Millimétrique 

BLAMPEY Benjamin 01/01/2011 31/12/2012 Techniques de mesure millimétriques 

HOANG Thi Quynh Van 01/01/2014 31/10/2014 Conception d'un RECTENNA 

NGUYEN  Truc 17/04/2014 30/09/2014 Conception d'antennes RFID 

ONESTAS  Lydie 17/02/2014 16/02/2015 Characterization of SOI materials and devices 

PHAN 
HONG 

Phuong 20/09/2012 19/06/2013 Conception d'antennes millimétriques 

REHDER  Gustavo 01/07/2009 16/07/2010 Phase shifters MEMS millimétriques 

VO Thu-Trang 01/05/2010 31/03/2012 Technologie lignes à ondes lentes S-CPW 
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Annexe 6.2.3 : 

Produits destinés à des acteurs du monde social, économique et culturel 

 

Expertises  
Expertises de projets ANR :  
P. Ferrari, Ph. Benech, E ; Novakov, F. Ndagijimana, T-P Vuong 

Autres expertises : 

• ANRT (P. Ferrari, Ph. Benech, F. Ndagijimana, T-P Vuong) 

• Expertise collective ANSES : Scanner millimétrique EQO (2012) (F. Ndagijimana) 

• Région (T-P Vuong) 

• DFG, Allemagne (P. Ferrari) 
 

Participation à des comités d’évaluation 
AERES (comité de visite de laboratoire en 2008 et 2010) (Ph. Benech) 

Membre de la 63
ème

 section du Conseil national des Universités (Tan Phu Vuong, depuis 2012 ; 
J-M Duchamp depuis 2013) 

Membre de la 63
ème

 section du Conseil national des Universités (depuis 2008) et président 

de la section depuis 2012 (Ph. Benech) 

Membre du comité d'experts spécialisés (CES) " Agents Physique de l'ANSES - mandat 2013-
2016  (F. Ndagijimana) 
 

Membres de Conseil scientifique d’entreprise 
Conseiller scientifique Fond Appui Labo Start-up Velonde (J.M. Duchamp) 
 

Mise en place de plateformes 
Mise en place d'une plateforme commune d'électromagnétisme (PHELINE) (F. Ndagijimana) 
 

Diffusion de la culture scientifique 
Partenariat avec des lycées de l'académie grenobloise 

• Programme Nano@school, responsable atelier télécom (F. Podevin), participation aux 
activités (F. Podevin,  JM Duchamp, Y. Le Guennec, E. Pistonno,  E. Lauga-Larroze, G. Maury, 
JD Arnould) 

• Programme HightechU, responsable atelier salle blanche (F. Podevin) 

• Projet " AU cœur des Ondes " RRA, " Sensibilisation des jeunes aux effets des ondes 
électromagnétiques" (F. Ndagijimana) 

• Publication du livre de vulgarisation scientifique  " Au cœur des Ondes - les champs 
électromagnétique en question" - Dunon, Fevrier 2013, (coauteur avec F. Gaudaire - CSTB) (F. 
Ndagijimana) 
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Annexe 6.3.1 

Production scientifique 

 

 
Liste des HDR soutenues (la liste des thèses est fournie en annexe 7) 

1. A. Morand, HDR soutenue le 23 novembre 2012 
2. JF Roux, Dispositifs à semi-conducteurs rapides pour la génération et la détection de signaux 

électriques GHz-THz, 6 décembre 2010 
 

 
 

Publications PHOTO 2009-juin2014 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Moyenne/an 

Conférences invitées 10 4 10 6 10 3 43 7.8 

Revues internationales avec comité de 
lecture 

21 9 20 21 24 17 112 20.4 

Conférences internationales avec actes 15 31 26 27 28 16 143 26 

Revue nationale   1  1  2 0.4 

Conférences nationales 15 1 14 11 11  42 7.6 

Ouvrages/Chapitres d’ouvrages 1    2 4 7 1.3 

 



 

Annexe 6.3 : Equipe PHOTO  144 

 

 
– 2009 – 

 

Conférences invitées 10 

Revues internationales avec comité de lecture 21 

Conférences internationales avec actes 15 

Conférences nationales 15 

Ouvrage 1 

 

Publications dans des revues internationales avec comité de lecture - 2009 

[1R1] F. Lux; F. Lerouge, J. Bosson, G. Lemercier, C. Andraud, G. Vitrant, P.-L. Baldeck, F. Chassagneux, P. 
Stephane, “Gold hollow spheres obtained using an innovative emulsion process: towards 
multifunctional Au nanoshells”, Nanotechnology, 20, 35, p.355603 (2009). 

[1R2] S. Khorasani, B. Cabon, “Theory of Optimal Mixing in Directly Modulated Laser Diodes”, Scientia Iranica, 
vol. 16, no. 2, pp. 157-162 (2009). 

[1R3] Y. Ben Ezra, M. Ran, B. Lembrikov, B. Cabon, A. Leibowitch, M. Haridim, “Up-Conversion of Triple-Band 
OFDM UWB Signals by a Multimode VCSEL”, IEEE Photonic Technology Letters Volume 21, pp. 869 – 871, 
July 2009. 

[1R4] Y. Le Guennec, A. Pizzinat, S. Meyer, B. Charbonnier, P. Lombard, M. Lourdiane, B. Cabon, C. Algani, A-L 
Billabert, M. Terré, C. Rumelhard, J-L Polleux, H. Jacquinot, S. Bories, C. Sillans, “Low Cost Transparent 
Radio-over-Fiber System for In-Building Distribution of UWB Signals”, IEEE/OSA Journal of Lightwave 
Technology 2009, Vol. 27, No. 14, pp. 2649-2657, (2009). 

[1R5] G. Nguyen, B. Cabon, Y. Le Guennec, “Generation of 60 GHz MB-OFDM Signal over Fiber by Up-
Conversion using Cascaded External Modulators”, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, 
N°11, pp. 1496-1502, (2009). 

[1R6] P. Lombard, Y. Le Guennec, G. Maury, E. Novakov, B. Cabon, “Optical Distribution and Up-Conversion of 
MB-OFDM in Ultra Wide Band over Fiber Systems”, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol. 27, 
issue 9, pp 1072-1078, (2009). 

[1R7] N.J. Gomes, M. Pérez, A.Alphones, B. Cabon, J. Mitchell, C. Lethien, M. Csörnyei, S. Iezekiel, “Radio over 
Fiber Transport for the Support of Wireless Broadband Services”, IEEE Journal of Optical 
Communications and Networking, Vol. 8, No.2, pp. 156-178, (2009). 

[1R8] M. Jazayerifar, J. A. Salehi, B. Cabon, “Analytical Study of Binary Differential IR-UWB Over Single Mode 
Fiber Systems Using Two Receiver Structures”, The Institution of Engineering and Technology, IET 
Communications, Vol. 3, Issue 2, pp. 309-320 (2009). 

[1R9] R. Gary, B. Cabon, Y. Le Guennec, “60 GHz UWB over fiber system using photodiode based frequency up-
conversion”, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 51, Issue 2, pp. 421-423, (2009). 

[1R10] A. Armaroli, A. Morand, P. Benech, G. Bellanca, S. Trillo, “Comparative analysis of a planar slotted 
microdisk resonator”, IEEE/OSA Journal Ligthwave Technology Letters, Vol. 27 (18), pp. 4009-4015, 
(2009). 

[1R11] B. Martin, A. Morand, P. Benech, G. Grosa, P. Kern, E. Le Coarer, “Realization of the compact static 
Fourier transform spectrometer LLIFTS in glass integrated optics”, Optics Letters, Vol. 34 (15), pp. 2291-
2293, (2009). 

[1R12] B. Martin, A. Morand, P. Benech, G. Leblond, S. Blaize, G. Lerondel, P. Royer, P. Kern, E. Le Coarer, 
“Design of a new compact Static Fourier Transform Spectrometer in integrated optics based on a leaky 
loop structure”, Optics Letters, Vol. 34 (2), pp. 184-186, (2009). 

[1R13] A. Schimpf, D. Bucci, B. Cabon, ”Optimum Biasing of VCSEL Diodes for All-Optical Up-Conversion of 
OFDM Signals”, IEEE Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, Issue 16, pp. 3484-3489, (2009). 

[1R14] C. Maurizio, A. Quaranta, E. Ghibaudo, F. D’Acapito, J.-E. Broquin, “Ag Site in Ag-for-Na Ion-Exchanged 
Borosilicate and Germanate Glass Waveguides”, J. Phys. Chem. C, 113, 8930-8937, (2009). 

[1R15] Ch. Minot, Y. Todorov, D. Armand, F. Garet, J.-L. Coutaz, “Long Wavelength Limit and Fano Profiles of 
Extraordinary Transmission Through Metallic Slit Gratings in the THz range”, Phys. Rev. B, 80, p. 1513410 
(2009). 
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[1R1] F. Pallas, E. Hérault, J. Zhou, J.-F. Roux, G. Vitrant, “Stable dual-wavelength microlaser controlled by 
the output mirror tilt angle”, Appl. Phys. Lett. 99, 241113 (2011).  

[1R2] C.-L. Lin, G. Vitrant, M. Bouriau, R. Casalegno, P.-L. Baldeck, “Optically driven Archimedes micro-screws 
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(2011). 
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Annexe 6.3 : Equipe PHOTO  152 

 

 

Conférences internationales avec actes et comité de lecture – 2011 

[2CI57] J.-L. Coutaz, F. Garet, M. Nazarov, A. Shkurinov, M. Sypek, E. Lheurette, D. Lippens, “Interaction of THz 
Waves with Metals and Related Devices”, 8th International Workshop “Strong Microwaves and 
Terahertz Waves: Sources and Applications”– Nizni Novgorod – Russia (8-16 july 2011) (Conférence 

Invitée). 
[2CI58] J.-L. Coutaz, F. Garet, M. Nazarov, M. Sypek, “Metals and THz: a love story?” Terahertz Castle Meeting 

– Marburg – Germany (3-6 july 2011) (Conférence Invitée). 
[2CI59] F. Garet, M. Bernier, B. Blampey, J.-L. Coutaz, “Accurate Characterization of Materials by Transmission 

and Reflection THz Time-domain Spectroscopy ", TeraNano2011 -2nd International Symposium on 
Terahertz Nanoscience – Osaka – Japan (24-29 November 2011) (Conférence Invitée). 

[2CI60] B. Cabon, “Microwave-Photonics Mixing”, Invited paper at Summer-school for FP7-PEOPLE-ITN-2008 
Networks for Initial Training (ITN) Marie Curie Action N° 238393, MIcrowave and TErahertz PHOtonics 
(MITEPHO), Arêches-Beaufort, France, Sept. 7-11, 2011. (Conférence invitee) 

[2CI61] E. Lheurette, S. Wang, F. Garet, J.-L. Coutaz, D. Lippens, “Negative and Zero Index Metamaterials at 
terahertz frequencies”, Metamaterials’ Congress 2011 The third International Congress on Advanced 
Electromagnetic Materials in microwaves and optic – Barcelone – SPAIN (10–15 October 2011). 
(Conférence invitée) 

[2CI62] E. Lheurette, F. Garet, S. Wang, C. Croenne, K. Blary, J.-L. Coutaz, D. Lippens, "Terahertz 
Metamaterials: A bulk approach", GDR THz International – Tignes – France (29 march –1st april 2011) 
(Conférence invitée) 

[2CI63] G. Gaborit, A. Warzecha, Y. Gaeremynck, P. Jarrige, L. Duvillaret, “Electrooptics as a versatile technique 
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(2011).  

[2CI64] Ag. Siemion, An.Siemion, M. Makowski, M.Sypek, E. Hérault, F. Garet, J.-L. Coutaz, “Metallic Diffractive 
Lens for Terahertz Beams”, Workshop of the GDR-I "Semi-conductors Sources and Detectors of THz 
Radiation" Tignes, France, March 29- April 1 (2011). 

[2CI65] Z. Bouhamri, V. Dobremez, Y. Le Guennec, J.-M. Duchamp, G. Maury, B. Cabon, “Multistandard RoF 
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[2CI67] T. Shao, F. Paresys, Y. Le Guennec, G. Maury, N. Corrao, B. Cabon, “Simultaneous Transmission of 
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Modulation”, IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics, Syngapore, pp. 149-152, 
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Microwave Photonics Conference, Asia-Pacific, MWP/APMP, pp.153-156, 18-21 October 2011.  

[2CI69] P.-L. Baldeck, C.-L. Lin, Y.-S. Lin, C.-T. Lin, T.-T. Chung, M. Bouriau, G. Vitrant, “Optically driven 
Archimedes micro-screws for micropump applications: multiple blade design”, Proceedings of SPIE vol. 
8097, paper 809713, SPIE Conference on Optical Trapping and Optical Micromanipulation VIII, San 
Diego, CA, Aug 21-25, (2011). 

[2CI70] L. Arnaud, A. Bruyant, M. Renault, Y. Hadjar, G. Lerondel, P. Royer, G. Custillon, A. Morand, P. Benech, 
J. Ferrand and S. Blaize “Far field scattering of a waveguide-coupled nanowire”, Integrated Optics XV à 
San Francisco, Proceeding of SPIE Vol. 7941, Article Number: 79410H, (2011). 

[2CI71] A. Schimpf, F. Canto, D. Bucci, A. Magnaldo, L. Couston, J.-E. Broquin, “Microfluidics and integrated 
optics glass sensor for in-line microprobing of nuclear samples”, IEEE Advancements in Nuclear 
Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA) doi: 
10.1109/ANIMMA.2011. 6172925 (2011). 

[2CI72] S. Kohler, N. Ticaud, D. Arnaud-Cormos, P. Leveque, P. Jarrige, G. Gaborit, L. Duvillaret, “Simultaneous 
temperature and vectorial electric field measurements with an electro-optic probe for 
bioelectromagnetic investigations”, International Conference on Microwave and High Frequency 
Heating (AMPERE), Toulouse, France, September 5-8, 2011. 
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[2CI73] Y. Gaeremynck, P. Jarrige, L. Duvillaret, G. Gaborit, F. Lecoche, “Two-components Electric-field Sensor 
for Ultra Wide Band Polarimetric Measurements” Progress in Electromagnetics Research Symposium 
(PIERS), Marrakesh, Maroco, March 20-23, 2011. 

[2CI74] P. Jarrige, S. Kohler, N. Ticaud, L. Duvillaret, G. Gaborit, P. Leveque, D. Arnaud-Cormos, “Vectorial 
Electro-Optic Sensors forMicrowave Dosimetric Applications”, Progress In Electromagnetics Research 
Symposium (PIERS), Marrakesh, Maroco, March 20-23, 2011. 

[2CI75] A. Warzecha, G. Gaborit, L. Duvillaret, “Vectorial Remote Sensing of Guided Electric Field with Pigtailed 
Electro-optic Microcavities”, Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Marrakesh, 
Maroco, March 20-23, 2011. 

[2CI76] M. Sypek, M. Makowski, I. Ducin, A. Siemion, A. Siemon, J. Suszek, F. Garet, E. Hérault, J.-L. Coutaz, 
“Large Aperture diffractive lenses for the THz domain”, IRMMW2011 International Conference on 
Infrared and Millimeterwave – Houston – USA (2-7 October 2011). 

[2CI77] S. Wang, F. Garet, E. Lheurette, J.-L. Coutaz, D. Lippens, “THz metamaterials by stacked Subwavelength 
holes arrays”, Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS) – Suzhou – CHINA (12–16 
September 2011). 

[2CI78] H. Lamela, E. Dadrasnia, F. Garet, M. Babu Kuppam, J.-L. Coutaz, “Carbon Nanotube Terahertz 
Spectroscopy: Study of Absorption and Dispersion Properties of SWNT and MWNT”, SPIE 
Optics+Photonics, Conference OP109, San Diego, USA, August 25-28, 2011. Published in 
NanoScience+Engineering, Proceeding of SPIE Vol. 8101, paper 8101 0G (2011). 

[2CI79] F. Garet, A. Urbanovic, J.-L. Coutaz, R. Salardy, A.-P. Abdullaev, E.-K. Huseynov, “Terahertz spectra of (1 
and 2D) A3B3C62 materials showing strong absorption”, Optical and Terahertz Science and 
Technology - OTST 2011 – Santa-Barbara – USA (13-17th march 2011). 

[2CI80] M. Dell'Anna, V. Antonov, D. Bagliani, M. Biasotti, J.-L. Coutaz, F. Gatti, M. Kiviranta, S. Kubatkin, E. 
Otto, M. Sypek, S. Spasov, “THz Spectroscopy Using Low Temperature Mesoscopic Devices”, Low 
Temperature Detectors (LTD-14), Heidelberg, Germany, August 1-5, 2011. 

[2CI81] M. M. Nazarov, A. P. Shkurinov, J.-L. Coutaz, “Bragg reflection of THz surface plasmon propagating 
over a diffraction grating”, IRMMW 2011, October 2-7, 2011, Houston (USA). 

[2CI82] M. Giloan, S Astilean, S. Zaiba, Olivier Stephan,Guy Vitrant, P.L. Baldeck "Laser Fabrication and Optical 
Properties of Vertical Silver Nanowires", The 3rd International Topical Meeting on Nanophotonics and 
Metamaterials 3 - 6 January, 2011, Seefeld ski resort, Tirol, Austria (2011). 

[2CI83] P.L. Baldeck, M. Bouriau, O. Stéphan, G. Vitrant, Jean-Pierre Malval, Chih-Lang Lin, Chin-Te Lin, Shen 
Huang, Tien-Tung Chung, "Two-photon microfabrication with Q-switched Nd:YAG Microchip lasers and 
applications" 12th International Conference on Organic Nonlinear Optics ICONO 12, Dublin, 6-9 
September 2011. 

[2CI84] Patrice L. Baldeck, Teodora Scheul, Timothé Koubira, Michel Bouriau, Philippe Marmottant, Olivier 
Stephan, Guy Vitrant, Jean-Pierre Malval, Soraya Zaiba, Omar Ziane, Mircea Giloan, Simeon Astilean, 
Chih-Lang Lin, Chin-Te Lin, Chang-Li Tseng, Cheng Huang, Tien-Tung Chung, "Applications of 3D 
microstructures fabricated with Q-Switched Nd:YAG microchip laser" International Workshop on Nano 
and Bio-Photonics (IWNBP 2011), Saint Germain du Mont d'Or, 23-28 October 2011. 

[2CI85] A. Fekecs, M. Bernier, M. Chicoine, F. Schiettekatte, P. Charette, R. Arès, D. Morris, “Characteristics of 
terahertz antenna pulsed sources made on Fe-implanted InGaAsP/InP photoconductive materials”, 
OSA Optical Sensors, Toronto-Canada (12-16 juin 2011).  

[2CI86] M. Bernier, D. Morris, “Modeling time-resolved reflectivity measurements for the investigation of 
photocarrier dynamics in ion-bombarded GaAs substrates”, 13th Photonic North Conference, Ottawa-
Canada (16-18 mai 2011).  

[2CI87] C.-K. Kim, M. Bernier, D. Morris, “A time-resolved reflectivity study of (001) GaAs surfaces passivated 
with self-assembled monolayers of long chain thiols”, 13th Photonic North Conference, Ottawa-
Canada (16-18 mai 2011).  

[2CI88] F. Balembois, M. Castaing, E. Hérault, P. Georges, "Low-wavelength emission of Nd-doped lasers", 
Laser & Photonics Reviews, Vol. 5, Issue 5, pp. 659–676, (2011)  

[2CI89] .J.-E. Broquin, B. Charlet, L. Bastard, CW and Pulsed Integrated lasers on glass substrate, Laser Physics 
Workshop, Sarajevo (Bosnia), 11-15 juillet 2011 (Conférence invitée) 

[2CI90] J-E. Broquin, A. Schimpf, D. Bucci, Glass integrated optics: a solution for sensing in harsh 
environment?, CETAMA Seminars, 24-26 mai 2011, Montpellier (France) (Conférence invitée) 
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[2CN1] F. Garet, "Applications industrielles civiles et militaires – Détection des liquides et solides", Journée « 
Les ondes THz : effet biologiques, applications industrielles et médicales » - Société Française de 
RadioProtection (SFRP) – Paris - France (25 janvier 2011) – (Conférence invitée). 

[2CN2] J.-L. Coutaz, “Le phénomène physique THz au sein des RNI”, Journée "Les ondes THz : effets 
biologiques, applications industrielles et médicales", Société Française de RadioProtection, Paris, 25 
jan. 2011. (Conférence invitée). 

[2CN3] N. Soltani, E. Lheurette, S. Wang, F. Garet, K. Blary, J.-L. Coutaz and D. Lippens, "Métamatériaux à base 
de réseaux d’ouvertures sous longueur d’onde pour le contrôle de l’environnement aux fréquences 
THz", JNM 2011 – Brest - France (18-20 mai 2011) 

[2CN4] M. Bernier, E. Perret, F. Garet, L. Duvillaret, S. Tedjini, "Nouveaux tags RFID sans puce fonctionnant 
dans le domaine Terahertz", JNM 2011 – Brest - France (18-20 mai 2011) 

[2CN5] B. Patin, J.F. Roux, F. Garet, J.-L. Coutaz, B. Salem, P. Regreny, M. Gendry, "InGaAs materials for THz 
photoswitches triggered around 1.55µm", 6èmes Journées THz 2011 – La Grande Motte - France (25-
27 mai 2011) 

[2CN6] M. Hamdi, F. Garet, E. Perret, S. Tedlini, M. Bernier, P. Martinez, G. Eymin Petot Tourtollet, "THID Tags 
for identification in the THz domain", 6èmes Journées THz 2011 – La Grande Motte - France (25-27 
mai 2011) 

[2CN7] F. Garet, J.-L. Coutaz,S. Wang, E. Lheurette, D. Lippens, "Study in the THz domain of metamatérials 
exhibiting a negative refractive index", 6èmes Journées THz 2011 – La Grande Motte - France (25-27 
mai 2011). 

[2CN8] F. Brendel, J. Poëtte, B. Cabon, “Génération de signaux sub-terahertz par diodes laser à verrouillage de 
modes pour applications système”, Journée du club “optique-microondes” de la SFO, Rennes, 23 juin 
2011. 

[2CN9] F. Brendel, J. Poëtte, B. Cabon, F. Van Dijk, “Génération de porteuses RF par diodes laser à verrouillage 
de modes pour les réseaux personnels hybrides à 60 GHz”, 17èmes Journées Nationales Microondes, 
JNM2011, Brest, 18-20 Mai 2011. 

[2CN10] Z. Bouhamri, I. Cherkawi, Y.  Le Guennec, J.M. Duchamp, G. Maury, B. Cabon, “Réalisation et étude 
d’un front-end RF pour application bas-coût et multi-standards pour radio sur fibre”, 17èmes Journées 
Nationales Microondes, JNM2011, Brest, 18-20 Mai 2011. 

[2CN11] V. Dobremez, Z. Bouhamri, Y.  Le Guennec, G. Maury, B. Cabon , “Etude des non-linéarités d’une 
transmission radio-sur-fibre par la fonction de répartition complémentaire de puissance”, 17èmes 
Journées Nationales Microondes, JNM2011, Brest, 18-20 Mai 2011. 

[2CN12] Z. Bouhamri, V. Dobremez, Y.  Le Guennec, J.-M. Duchamp, G. Maury, B. Cabon, “Etude du lien entre 
non-linéarités et couverture réseau dans une transmission WLAN sur fibre plastique” ,17èmes 
Journées Nationales Microondes, JNM2011, Brest, 18-20 Mai 2011. 

[2CN13] F. Paresys, Y. Le Guennec, G. Maury, B. Cabon, “Etude du mélange par photodiode pour des 
applications millimétriques autour de 60 GHz”, 17èmes Journées Nationales Microondes, JNM2011, 
Brest, 18-20 Mai 2011. 

[2CN14] A. Creux, A. Morand, P. Benech, B. Martin, G. Grosa, E. Lecoarer, P. Kern, “Caractérisation d’un 
spectromètre par transfromée de Fourier compact en optique intégrée sur verre”, Journées Nationales 
d’Optique,  Guidée à Marseille, 2011. 

[2CN15] Y. Gaeremynck, G. Gaborit, L. Duvillaret, F. Lecoche, “CHIC project : Optical sensors for electric field 
and contactless voltage measurements”, ECLEER Seminar (European Centre and Laboratories for 
Energy Efficiency Research), Les renardières, France, September 27-28, 2012. 

[2CN16] Maxime Bernier, Denis Morris, Abdelatif Jaouad, Maïte Volatier-Ravat, “La spectroscopie 
femtoseconde comme outil de caractérisation des états de surface des semiconducteurs”, 79

e
 congrès 

de l’ACFAS, Université de Sherbrooke, 9 au 13 mai 2011.  
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Publications dans des revues internationales avec comité de lecture - 2012 

[1R51] F. Pallas, E. Hérault, J.-F. Roux, A. Kevorkian, J-L Coutaz, G. Vitrant, “Simultaneous passively Q-switched 
dual-wavelength solid-state laser working at 1065 and 1066 nm”, Optics Letters 37, 2817-2819 (2012).  

[1R52] T. Shao, F. Paresys, Y. Le Guennec, G. Maury, N. Corrao, B. Cabon, “Photonic Generation and Radio 
Transmission of ECMA 387 Signal at 60 GHz using WDM Demultiplexer”, Microwave and Optical 
technology Letters, Vol. 54, No. 2, pp. 275-277, (2012). 

[1R53] T. Shao, F. Paresys, Y. Le Guennec, G. Maury. B. Cabon, “Investigation on the Phase Noise and EVM of 
Digitally Modulated Millimeter Wave Signal in WDM Optical Heterodyning System”, IEEE Journal of 
Lightwave Technology, Vol.30, N° 6, pp.876-885, (2012). 

[1R54] T. Shao, F. Paresys, Y. Le Guennec, G. Maury, N. Corrao, B. Cabon, “Convergence of 60 GHz Radio over 
Fiber and WDM-PON using Parallel Phase Modulation with a single Mach-Zehnder Modulator”, Journal 
of Lightwave Technology, Vol.30, N° 17, pp.876-885, (2012). 

[1R55] S. Zaiba, T. Kouriba, O. Ziane, O. Stéphan, J. Bosson, G. Vitrant, P.-L. Baldeck, “Metallic nanowires can 
lead to wavelength-scale microlenses and microlens arrays”, Optics Express, 20, 14, pp. 15516-15521 
(2012). 

[1R56] G. Vitrant, S. Zaiba, B.-Y. Vineeth, T. Kouriba, O. Ziane, O. Stéphan, J. Bosso, P.-L. Baldeck, “Obstructive 
micro diffracting structures as an alternative to plasmonics nano slits for making efficient 
microlenses”, Optics Express 20, 24, pp. 26542-26547 (2012). 

[1R57] O. Ziane, S. Zaiba, T. Kouriba, J. Bosson, G. Vitrant, P.-L. Baldeck, “Cylindrical planar microlens based on 
diffraction of parallel metallic nanowires”, J. Opt. Soc. Am. B 29, 12, pp. 3277-3285 (2012). 

[1R58] A. Schimpf, D. Bucci, M. Nannini, A. Magnaldo, L. Couston, J.-E. Broquin, “Photothermal microfluidic 
sensor based on an integrated Young interferometer made by ion exchange in glass”, Sensors and 
Actuators B 163 p. 29–37, (2012). 
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[2CI121] C. Bonneville, E. Lecoarer, P. Benech, T. Gonthiez, F. Thomas, B. Martin, R. Puget, E. Morino, A. 
Morand, M. De Mengin Poirier and O. Coutant, “SWIFTS: a groundbreaking integrated technology for 
high-performance spectroscopy and optical sensors”, MOEMS and Miniaturized Systems XII à San 
Francisco, Proceeding of SPIE Volume 8616, Article Number: 86160M (2013). (Conférence Invitée). 

[2CI122] E. Perret,  M. Hamdi, G.E.P. Tourtollet, R. Nair, F. Garet, A. Delattre, L. Duvillaret, P. Martinez, S. 
Tedjini, Y. Boutant, "THID, the next step of chipless RFID", IEEE International Conference on RFID 2013 
– Orlando – USA (30th of april - 2nd of may 2013) ) (Conférence Invitée). 

[2CI123] Jean-Louis Coutaz, Frédéric Garet, Emilie Hérault, Maxence Hofmann, Simon Joly, “Scattering and 
diffraction of THz waves by heterogeneous materials”, 6th Annual Terahertz Workshop of German 
TeraHertz Center, Saint Louis (France) (2013) (Conférence Invitée). 

[2CI124] G. Gaborit, L. Duvillaret, Andrius Biciunas and J.-L. Coutaz, "Electro-Optic Sensing,  From DC up to 
Terahertz Frequencies", International Conference on  Advance Laser Technologies (ALT), Budva, 
Montenegro, September 16-20, 2013. (Conférence Invitée). 

[2CI125] J.-L. Coutaz, M. Bernier, F. Garet, D. Lippens, E. Leuherette, H. Minamide, Y. Miyake, "Terahertz time-
domain spectroscopy of absorbing materials and metamaterials", 4th Conferences on Advanced 
Science and Technology (SICAST2013) International Conference on Infrared and Millimeterwave – 
Shenzhen – China (3-9 November 2013) (Conférence Invitée). 

[2CI126] B. Cabon, “Photonic mixers in MMW to THz range for wide band communications”, GROWAN 
International Symposium on Green Radio over Fiber and all Optical Technologies for Wireless Access 
Networks, Brest, 20-22 June 2012. (Conférence Invitée). 

[2CI127] Anne Grau, Gilbert Schmitt, Frédéric Lecoche, Lionel Duvillaret, Gwenael Gaborit, Menad Bourkeb, 
Charles Joubert, Olivier Ondel, Hamed Yahoui, Riccardo Scorretti, Laurent  Morel, Baya Hadid, Régis 
Ouvrard, Thierry Poinot, Erik Etien, Laurent Le Brusquet, "Low cost power and flow rates 
measurements for manufacturing plants", 16th International Congress of Metrology, Paris, France, 
October 7-10, 2013. 

[2CI128] R. Ayde, A.-L. Perrier, R. Sablong, L. Duvillaret, G. Gaborit, and O. Beuf, "Direct RF  magnetic field 
conversion by electro-optic effect for MR endoluminal coil", ESMRMB,  Toulouse, France, October 3-5, 
2013. 

[2CI129] G. Gaborit, F. Lecoche, J. Dahdah, E. Duraz, L. Duvillaret and J.-L. Lasserre, "Non-Invasive Vectorial 
Electric Field Characterization with Optical Probes", International Conference on Electromagnetics in 
Advanced Applications (ICEAA), Torino, Italy, September 9-13, 2013. 
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[2CI130] G. Gaborit, P. Jarrige, F. Lecoche, J. Dahdah, E. Duraz, C. Volat and , L. Duvillaret, "Single Shot 
Measurements of Electric Field Vector in Various Environments with  Pigtailed Electro-optic Probes", 
Invited paper, IEEE Pulsed Power & Plasma Science Conference (PPPS), San Francisco, CA USA, June 
16-21, 2013. 

[2CI131] G. Gaborit, L. Duvillaret, F. Lecoche, J. Dahdah and C. Volat, "Contactless optical sensors for in situ AC 
and DC electric field measurements and diagnostics", IEEE Electrical  Insulation Conference (EIC) , 
Ottawa, Canada, June 2-5, 2013. 

[2CI132] J.-L. Coutaz, G. Gaborit, J. Oden, J.-F. Roux and C. Otani, "Time-domain Characterization of THz Power 
Detectors", IRMMW, Mainz, Germany, September 1-6, 2013. 

[2CI133]  R. Ayde, A.-L. Perrier, R. Sablong, L. Duvillaret, G. Gaborit, and O. Beuf, "Active optical decoupling 
circuit for radio frequency endoluminal coil", ESMRMB, Toulouse, France, October 3-5, 2013. 

[2CI134]  G. Gaborit, J. Oden, J.-F. Roux, F. Garet and J.-L. Coutaz, "Terahertz Time Domain Spectroscopy Using a 
Power Detector ", IEEE Pulsed Power & Plasma Science Conference (PPPS), San Francisco, CA USA, 
June 16-21, 2013. 

[2CI135] J. Oden, G. Gaborit, J.-F. Roux, F. Garet and J.-L. Coutaz , "Frequency-resolved terahertz measurements 
using a power detector ", 7th Terahertz Days, Cargese, France, March  25-27, 2013. 

[2CI136] A. Creux, A. Morand, P. Benech, B. Martin, G. Grosa, C. Cassagnetes, D. Barbier and E. Lecoarer, “Glass 
integrated optic Fourier transform spectrometer in the spectral bandwith 700-1000nm: process 
improvement”, Integrated Optics XVII à San Francisco, Proceeding of SPIE Volume 8627, Article 
Number: 86270J (2013). 

[2CI137] Attia M., A. Gueddana, R. Chatta,  A. Morand, “Modeling of the whisperoing gallery mode in microdisk 
and microgeart resonators using a Toeplitz matrix formalism for single-photon source”, Proceedings of 
16th Conference on Novel Optical Systems Design and Optimization, San Diego Can, SPIE Volume: 
8842, Article Number: 88420U (2013). 

[2CI138] Scarpignato, G. C., Lousteau, J., Mura, E., Boetti, N. G., Abrate, S., Milanese, D., Bastard, L. & Broquin, J. 
E. “Design curves based optimization and fabrication of a high gain Yb-Er codoped optical amplifier 
based on phosphate glasses”, European Conference on Lasers and Electro-Optics (p. CJ_P_36) (2013). 

[2CI139] Parsy, F., Ghibaudo, E., & Broquin, J. E. “Low cross-talk polarization splitter on glass”, Proceedings of 
SPIE, Vol. 8627, Article Number: 86270B (2013). 

[2CI140] Ouslimani, H., Bastard, L., & Broquin, J. E. “Q-switched distributed-Bragg-reflector ytterbium laser”, 
Proceedings of SPIE, Vol. 8627, Article Number: 86270F (2013). 

[2CI141] Jardinier, E., Bucci, D., Couston, L., Canto, F., Magnaldo, A., & Broquin, J. E. “Glass integrated 
nanochannel waveguide for concentration measurements”, Proceedings of SPIE, Vol. 8627, Article 
Number: 86270L (2013). 

[2CI142] R. Khayatzadeh, J. Poëtte, H.Rzaigui and B. Cabon, “Coherent and Non-coherent Receivers in 60-GHz 
RoF System Based on Passively Mode-Locked Laser”, IEEE International Topical Meeting on Microwave 
Photonics (MWP 2013), Alexandria, VA, USA, Oct 28-31, 2013. 

[2CI143] Emilie Hérault, Maxence Hofman, Frédéric Garet, Jean-Louis Coutaz, “Evidence of THz diffraction by 
fabrics”, 38th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz), 
Mayence (Germany) (2013). 

[2CI144] Frédéric Garet, Emilie Hérault, Simon Joly, Christian Ketchazo, François Simoens, Jean-Louis Coutaz, 
“Characterization of scattering materials in the terahertz domain”, International Workshop on Optical 
Terahertz Science and Technology (OTST), Kyoto Terrsa (Japan) (2013). 

[2CI145] F. Simoens, J. Meilhan, J. Lalanne-Dera, S. Gidon, G. Lasfargues, S. Martin, S. Pocas, J.-L. Ouvrier-Buffet, 
W. Rabaud, S. Joly, D. Guillaume, A.C. Simon, V. Jagtap, S. Barbieri, F. Garet, J.-L. Coutaz, "System for 
demonstration of real-time THz spectro-imaging with uncooled antenna-coupled bolometer array 
camera", OTST 2013 – Kyoto – JAPAN (1st –5 April 2013). 

[2CI146] M. Bernier, F. Garet, J.-L. Coutaz, "Characterization of materials presenting absorption bands in the 
terahertz domain", OTST 2013 – Kyoto – JAPAN (1st –5 April 2013). 

[2CI147] M. Nazarov, A. Shkurinov, F. Garet, J.-L. Coutaz, "THz surface plamsons for highly doped Si 
characterization", ICONO 2013 –– RUSSIA (18-22th of june 2013) 

[2CI148] J. Meilhan, J. Lalanne-Dera, S. Joly, S. Gidon, G. Lasfargues, S. Pocas, J.-L. Ouvrier-Buffet, W. Rabaud, F. 
Garet, F. Simoens, "Reflection 2D real time THz camera to image and identify sugar pellets", 
IRMMW2013 International Conference on Infrared and Millimeterwave – Mainz – Germany (1-6 
September 2013). 
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[2CI149] M. Nazarov, A. Skurinov, F. Garet, J.-L. Coutaz, "Characterization of highly doped Si with surface 
plasmon", IRMMW2013 International Conference on Infrared and Millimeterwave – Mainz – Germany 
(1-6 September 2013). 

[2CI150] F. Pavanello, M.-B. Kuppam, F. Garet, E. Peytavit, M. Vanwolleghem, F. Vaurette, J.-L. Coutaz,J.-F. 
Lampin, "High-transparancy metal mesh filters based on cyclic olefin copolymer films for broadband 
THz applications", IRMMW2013 International Conference on Infrared and Millimeterwave – Mainz – 
Germany (1-6 September 2013) 

[2CI151] J. Meilhan, J. Oden, P. Cavalié, S. Dhillon, J.-F. Roux, J.-L. Coutaz, J. Tignon, F. Simoens, "Room-
temperature video-rate imaging of terahertz pulses generated by femtosecond lasers using a micro-
bolometer array", Conference OTST 2013, Kyoto, Japon, 12 Avril 2013. 

[2CI152] Soraya Zaiba, Timothe Kouriba, Timothe Kouriba, Omar Ziane, Guy Vitrant and Patrice L. Baldeck, 
“Diffractive microstructures based on metallic nanowires: A low cost solution for optical focusing 
devices”, Nanotechnology VI, Proceedings of SPIE, Vol. 8766, Article Number: 87660L (2013). 

[2CI153] Lin Chuen-Fu,  Wang Shyang-Guang, Lee Yi-Chieh, Chiang Chung-Han, Huang Min-Hui, Lee Yi-Hsiung, 
Vitrant Guy, Pan Ming-Jeng, Lee Horng-Mo, Liu Yi-Jui,   Baldeck Patrice L, Lin Chih-Lang, “New 
biodiagnostics based on optical tweezers: typing red blood cells, and identification of drug resistant 
bacteria”, Conference on Optical Trapping and Optical Micromanipulation, Proceedings of SPIE Vol. 
8810, Article Number: 88101N (2013). 

[2CI154] R. Girard-Desprolet, S. Boutami, S. Lhostis, and G. Vitrant " Angular stability of cross-shaped-hole 
arrays metallic filters," Proceedings of SPIE Vol. 8809 (Plasmonics: Metallic Nanostructures and Their 
Optical Properties XI), Article Number: 88092J 1-7 (2013). 

[2CI155]  J.-E. Broquin. “Integrated Photonics: is silicon the only solution?”, Workshop on the Frontier in 
Electronics , San Juan, Puerto Rico December 17-20, 2013 (conference invitee) 

 

Publications dans des revues nationales avec comité de lecture - 2013 

J.-L. Lasserre, P. Bruguière, L. Duvillaret et G. Gaborit, "Mesure d’impulsions microonde  de forte 
puissance par sondes électro-optiques", Revue CHOCS, Vol. 9, No. 44, pp.20-28, 2013.  

 

Communications nationales – 2013 

[2CN48] Duvillaret et G. Gaborit, "Sondes optiques diélectriques pour la mesure en champ proche à haute 
résolution spatiale", GDR Ondes – Journées CEM champ proche, Toulouse, France, 25 juin, 2013. 
(conference invitee) 

[2CN49] G. Gaborit, P. Jarrige, F. Lecoche, J. Dahdah et L. Duvillaret, "Capteur Electro-Optique Vectoriel pour la 
Mesure In-Situ de Champ Electrique Intense", Journées Nationales des  Microondes (JNM), Paris, 
France, 15-17 Mai, 2013. 

[2CN50] L. Duvillaret, G. Gaborit, F. Lecoche, P. Jarrige, J. Dahdah et E. Duraz, "Sondes optiques UWB à grande 
dynamique pour mesure en champs proche et lointain", 4ème Journées d’études 
"Electromagnétisme et Guerre Electronique organisées par la SEE, la DGA, l’ISAE et l’ONERA, 
Toulouse, France, 13-14 Novembre , 2013. 

[2CN51] R. Sablong, R. Ayde, A.-L. Perrier, L. Duvillaret, G. Gaborit, O. Beuf, "Optoélectronique  pour le 
développement de capteurs magnétiques endoluminaux dédiés à l’IRM ", 15ème Rencontre 
Électronique du CNRS, Strasbourg, France, 1-3 Octobre , 2013. 

[2CN52] A. Creux, A. Warzecha, A. Morand, P. Benech, G. Grosa, E. Le Coarer, « Spectromètre de Fourier LLIFTS 
compact en optique intégrée sur verre », Conférence GO2S 5 février 2013 à Saint-Etienne. 

[2CN53] A. Vena, E. Perret, S. Tedjini, G. Eymin Petot Tourtollet, A. Delattre, F. Garet, Y. Boutant, "Conception 
de tag RFID sans puce imprimés sur papier par Flexographie", JNM 2013 – Paris- France (15-18 mai 
2013). 

[2CN54] N. Destouches, G. Vitrant, N. Crespo-Monteiro et F. Pigeon, "Auto-organisation de nanoparticules 
métalliques sous excitation lumineuse homogène", Horizons de l’Optique, Paris, 8-11 july 2013. 

[2CN55] M. Hamdi, F. Garet, Ph. Martinez, G. Eymin Petot Tourtollet, E. Perret, S. Tedjini, Y. Boutant, 
"Conception de tag RFID sans puce imprimés sur papier par Flexographie", JNM 2013 – Paris- France 
(15-18 mai 2013). 

[2CN56] Jean-François Roux, Mohan Babbu Kuppam, Emilien Peytavit, Jean-Louis Coutaz, Jean-François Lampin, 
" Modulation, demodulation et echantillonnage de signaux RF par voie optoelectronique", présenté 
aux GdR Ondes, Grenoble le 12 janvier 2013. 

[2CN57] J. Oden, G. Gaborit, J.-F. Roux, F. Garet and J.-L. Coutaz  “Frequency-resolved terahertz measurements 
using a power detector”, Journées Nationales THz, Cargèse, 25-27 mars 2013. 
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[2CN58] F. Parsy, E. Ghibaudo, J.-E. Broquin, « Séparateur de polarisation large bande réalisé par echange 
d’ions sur verre et fonctionnant à lambda = 1550 nm », Recueil des communications JNOG 2013, 
Paris,  (8-11 juillet 2013). 

[2CN59] B. Petrov, A. Fekecs, M. Chicoine, F. Schiettekatte, M. Bernier, B. Ilahi, M. Skorobogaty, S. Savard, R. 
Arès, D. Morris, “Matériaux photoconducteurs ultrarapides à faible gap : Dispositifs et systèmes 
THz”, Le regroupement québécois sur les matériaux de pointe (RQMP) 201 . 

 

Autres présentations internationales – 2013 

B. Cabon, “Recent research activities on Millimetre-Wave Photonics in Grenoble”,  Cobra institute, 
University of Eindhoven, Pays Bas, 6 May 2013. (conference invitee) 
B. Cabon, “Photonic mixers in MMW to THz range for wide band communications”, ZHO/ optoelectronic, 
University Duisburg-Essen, Allemagne, 14 May 2013. (conference invitee) 
Emilie Hérault, Frédéric Garet, Maxence Hofman, Jean-Louis Coutaz, “Study of the THz properties of 
scattering and diffracting heterogeneous materials in view of security applications”, Workshop of GDR&I 
THz, Montpellier (France) (2013) 
Emilie Hérault, Maxence Hofman, Frédéric Garet, Jean-Louis Coutaz, “Evidence of THz diffraction by 
fabrics”, 7th Terahertz Days and GDR-I Workshop, Cargèse (France) (2013). 

 

Ouvrages -2013 

[3O1] G. Gaborit, P. Jarrige, Y. Gaeremynck, A. Warzecha, M. Bernier, J.-L. Lasserre,and L. Duvillaret , 

"Pockels’Effect Based Probe for UWB and HPEM Measurements", Ultra-Wideband, Short Pulse 

Electromagnetics 10 book, Chapter 6, Springer, 2013.  

[3O2] Roux J. -F., Garet F. and Coutaz J. –L, “Principles and applications of THz time domain spectroscopy” in 

"Physics and Applications of Terahertz Radiation", editor M. Perenzoni and P. Douglas, Springer 

Series in Optical Science Vol. 173, 2013. 
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Conférences invitées 3 

Revues internationales 17 

Conférences internationales avec actes 16 

Ouvrages 4 

 

Publications dans des revues internationales avec comité de lecture - 2014 

[1R96] Jérôme Michallon, Davide Bucci, Alain Morand, Mauro Zanuccoli, Vincent Consonni, and Anne 
Kaminski-Cachopo, "Light trapping in ZnO nanowire arrays covered with an absorbing shell for solar 
cells", Optics Express, Vol. 22, Issue S4, pp. A1174-A1189 (2014). 

[1R97] F. Brendel, T. Zwick, J. Poëtte, B. Cabon, “PLL-Stabilized Optical Communications in Millimeter-Wave 
RoF-Systems”, Journal of Optical Communications and Networking, Vol. 6, No. 1, pp. 45–53 Jan. 2014. 

[1R98] Y. Le Guennec, Z. Bouhamri, J.M. Duchamp, B. Cabon, “Demonstration of In Building Optical Bus 
Network for Wireless Access”, Journal of Optical Communications and Networking (JOCN), Vol. 6, No. 
5,  pp. 501-509, May 2014. 

[1R99] E. Dadrasnia, H. Lamela, M.B. Kuppam, F. Garet, J.-L. Coutaz, “Determination of the DC Electrical 
Conductivity of Multiwalled Carbon Nanotube Films and Graphene Layers from Noncontact Time-
Domain Terahertz Measurements”, Advances in Condensed Matter Physics, Article Number: 370619 
(2014). 

[1R100] S. Puthukodan, E. Dadrasnia, V.K.T. Vinod, H.K. Nguendin, H. Lamela, G. Ducourneau, J.-F. Lampin, F. 
Garet, J.-L. Coutaz, D.M. Lee and S. Baik, “Sub-THz characterization of multi-walled carbon nanotube 
thin films using vector network analyser”, Electronics Letters, 50, 4, 297-299 (2014). 

[1R101] R. Khayatzadeh, H.Rzaigui, J. Poëtte and B. Cabon, “Impact of Phase Noise in 60-GHz Radio-over-Fiber 
Communication System Based on Passively Mode-Locked Laser”, IEEE Journal of Lightwave 
Technology, June 2014.  

[1R102] J.-L. Coutaz, M. Bernier, F. Garet, S. Joly, Y. Miyake, H. Minamide, E. Lheurette and D. Lippens, 
“Terahertz time-domain spectroscopy of absorbing materials and metamaterials”, Terahertz Science 
and Technology, 7, 2, pp. 53-69 (2014). Papier invité. 

[1R103] Mohan Babu Kuppam, Jean-François Lampin, Emilien Peytavit, Jean-François Roux, and Jean-Louis 
Coutaz, “Study of Ultrafast Semiconductor Photoswitches for CW RF Signal Sampling and Modulation 
», accepted for publication in IEEE Journal of Lightwave Technologies (2014). 

[1R104] J. Suszek, A. M. Siemion, N. Błocki, M. Makowski, A. Czerwiński, J. Bomba, A. Kowalczyk, I. Ducin, K. 
Kakarenko, N. Pałka, P. Zagrajek, M. Kowalski, E. Czerwińska, C. Jastrzebski, K. Świtkowski, J.-L. Coutaz, 
A. Kolodziejczyk, and M. Sypek, “High order kinoforms as a broadband achromatic diffractive optics for 
terahertz beams”, Optics Express 22, 3137 (2014). 

[1R105] G Gaborit, P Jarrige, Y Gaeremynck, A Warzecha, M Bernier, JL Lasserre, “Pockels’ Effect-Based Probe 
for UWB and HPEM Measurements” Ultra-Wideband, Short-Pulse Electromagnetics 10, 411-421, 
January 2014. 

[1R106] R. Ayde, G. Gaborit, J. Dahdah, L. Duvillaret, N. Courjal, C. Guyot, A.-L. Perrier, O. Beuf, “Unbiased 
Electro-Optic Waveguide as a Sensitive Nuclear Magnetic Resonance Sensor”, IEEE Photonics 
Technology Letters, 26(12), 1266-1269, (2014). 

[1R107] F. Lecoche, G. Gaborit, L. Gillette, G. Schmitt, A. Grau, L. Duvillaret, “Contactless, real time, and 
vectorial inspection of a multi-wire power cable voltage using an electro-optic technique”, IEEE 
Sensors Journal, (99):1, early access, (2014). 

[1R108] G. Gaborit, P. Jarrige, F. Lecoche, J. Dahdah, E. Duraz, C. Volat, L. Duvillaret, “Single Shot and Vectorial 
Characterization of Intense Electric Field in Various Environments With Pigtailed Electrooptic Probe”, 
IEEE Transactions on Plasma Science, 42 (5), 1265-1273, (2014). 

[1R109] E. Dadrasnia, S. Puthukodan, V. K. Thalakkatukalathil, H. Lamela, G. Ducournau, J.-F. Lampin, F. Garet 
and J.-L. Coutaz, "Sub-THz Characterisation of Monolayer Graphene," Journal of Spectroscopy, Volume 
2014, Article ID 601059, 6 pages (2014). 

[1R110] E. Dadrasnia, F. Garet, D. Lee, J.-L. Coutaz, S. Baik, and H. Lamela, "Electrical Characterization of Silver 
Nanowire-Graphene Hybrid Films from THz Transmission and Reflection Measurements", Appl. Phys. 
Lett 105, 011101 (2014). 

[1R111] Nathalie Destouches, Nicolas Crespo-Monteiro, Guy Vitrant, Yaya Lefkir, Stéphanie Reynaud, Thierry 
Epicier, Yang Liu, Francis Vocanson and Florent Pigeon, "Self-organized growth of metallic 
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nanoparticles in a thin film under homogeneous and continuous-wave light excitation", J. Mater. 
Chem. C, 2, 31, pp. 6256–6263 (2014). 

[1R112] F. Garet, M. Hofman, J. Meilhan, F. Simoens, and J.-L. Coutaz
, 
"Evidence of Mie scattering at terahertz 

frequencies in powder materials", Appl. Phys. Lett., 105, pp. 031106 (2014). 
 

Conférences internationales avec actes et comité de lecture – 2014 

[2CI155] G. Gaborit, A. Biciunas, J.-L. Coutaz, "Terahertz vectorial antennas based on cubic electro-optic 
crystals", Laser Optics 2014, Saint Petersburg, Russia, 30 June-4 July 2014 (Conférence Invitée). 

[2CI156] Garayt, J. P., Parsy, F., Jamon, D., Neveu, S., Royer, F., Ghibaudo, E., & Broquin, J. E. “Efficient 
magneto-optical mode converter on glass”, Proceedings of SPIE, Vol. 8988, Article Number: 89880F 
(2014).  

[2CI157] Geoffray, F., Bastard, L., Grosa, G., & Broquin, J. E. “Observation of Raman scattering in glass 
integrated waveguides: a route towards supercontinuum generation”. Proceedings of SPIE, Vol. 8988, 
Article Number: 898812 (2014).  

[2CI158] M. Hamdi, F. Garet, P. Martinez, G.E.P. Tourtollet, "Low cost materials and de devices for identification 
in the THz frequency domain", ICSA International Conference on Spectroscopy and Applications 2014 – 
Hammamet – Tunisia (02-04 may 2014). 

[2CI159] Nacer Zine El Abidine, Frank Sundermann, Emek Yesilada, Elhadji Omar Ndiaye , Kushlendra Mishra, 
Sankaranarayanan Paninjath, Ingo Bork,Peter Buck, Olivier Toublan, Isabelle Schanen, "Improved OPC 
model including an accurate mask model for advanced nodes", The 21st Symposium on Photomask 
and NGL Mask Technology, Photomask Japan 2014. 

[2CI160] Destouches N., Vitrant G., Crespo-Monteiro N., Liu Z., Lefkir Y., Vocanson F., Epicier, T. " Laser-induced 
periodic nanoparticle patterns," Proceedings of SPIE Vol. 8969, Article Number: 89690G (2014). 

[2CI161] N. Destouches, G. Vitrant, N. Crespo-Monteiro, Z. Liu, Y. Lefkir, F. Vocanson, "Self-organization of 
metal nanoparticles in a waveguide under free-space light excitation", ISN2A, 1st International 
Symposium on Nanoparticles/Nanomaterials and Applications, Lisbon, 20th-22nd January 2014. 

[2CI162] N. Destouches, G. Vitrant, N. Crespo-Monteiro, Z. Liu, Y. Lefkir, F. Vocanson, M. Hébert, A. Trémeau, F. 
Pigeon "When light plays with metal nanoparticles in optical waveguides and creates spontaneously 
active color filters",HPLA/BEP (International High Power Laser Ablation and Beamed Energy 
Propulsion), Santa Fe (USA) 21-25 April 2014 (invited conference). 

[2CI163] R. Ayde, G. Gaborit, J. Dahdah, L. Duvillaret, R. Sablong, A.-L. Perrier, O. Beuf, “Linear electro-optic 
effect for nuclear magnetic resonance coil”, In SPIE Photonics Europe,  91411J-91411J7, 2014. 

[2CI164] G. Gaborit, A. Biciunas, and J.-L. Coutaz, "Terahertz vectorial antennas based on cubic electro-optic 
crystals", Invited paper, Laser Optics 2014, St Petersburg, Russia, June 30 - July 4, 2014 

[2CI165] L. Gillette, G. Gaborit, C. Volat, J. Dahdah, F. Lecoche, P. Jarrige, L. Duvillaret, “Optical Sensor for the 
diagnostic of high voltage equipment”, IEEE Electrical Insulation Conference, Philadelphia, Pensylvania 
June 2014. 

[2CI166] G. Gaborit, L. Gillette, F. Lecoche, L. Duvillaret, A. Grau, G. Schmitt, “Contactless real-time voltage 
monitoring of multi-conductors cables with electro-optic sensor”,  IEEE Electrical Insulation 
Conference, Philadelphia, Pensylvania, June 2014. 

[2CI167] G Gaborit, S. Reuter, S. Iseni, L. Duvillaret, “Cold Plasma Diagnostic Using a Vectorial Electrooptic 
Probe”, ICPM5, Nara, Japan, May 2014. 

[2CI168] R. Ayde, A.-L. Perrier, J. Dahdah, R. Sablong, L. Duvillaret, G. Gaborit, O. Beuf ,”Electro-optic RF 
magnetic resonance based on a Ti:LiNbO3 waveguide”, Joint annual meeting ESMRMB-ISMRM, Milan, 
Italy, May 2014. 

[2CI169]  R. Sablong, G. Gaborit, L. Duvillaret, A. L. Perrier, O. Beuf, “Active optical-based decoupling circuit for 
receiver endoluminal coil”, Joint annual meeting ESMRMB-ISMRM, Milan, Italy, May 2014. 

[2CI170] J.-L. Coutaz, Terahertz time-domain spectroscopy, GASS-URSI 2014, Beijing, China, 17-23 August 2014. 
Tutorial invité. 

[2CI171] J.P. Garayt, E. Jordan, F. Parsy, E. Ghibaudo, F. Royer, J-E. Broquin, S. Neveu, D. Jamon, « Study of the 
magneto-optical interaction in a hybrid non- reciprocal mode converter », Proceedings of ECIO-MOC 
2014, june 24-27 2014, Nice, France  P023, (2014) 

[2CI172] J.-L. Coutaz, E. Hérault, F. Garet, " Identifying hidden substances by THz remote sensing: realistic 
dream?" Advanced Laser Technologies (ALT'14), Cassis, France, 6-10 October 2014. Conférence 

invitée. 
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[2CI173] J. Michallon, M. Daanoune, F. Passerini, D. Bucci, J. Garnier, E. Appert, Q. Rafhay, V. Consonni and A. 
Kaminski-Cachopo, Toward an efficient extremely thin absorber solar cell based on ZnO nanowire 
arrays, 40

th
 IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Colorado (US), june 2014. 

 

Ouvrages – 2014 

[3O3] Garet F. and Coutaz J. –L., « Ondes électromagnétiques térahertz : 1 Principes et techniques », 

Techniques de l’ingénieur, à paraître en juillet 2014, AF3254, pp. 1-29, Paris (2014). 

[3O4] Garet F. and Coutaz J. –L., « Ondes électromagnétiques térahertz : 2 Applications », Techniques de 

l’ingénieur, à paraître en juillet 2014, AF3255, pp. 1-15, Paris (2014). 

[3O5] M. Bernier, F. Garet and J.-L. Coutaz, “Determining the complex refractive index of materials in the far-

infrared from terahertz time-domain data”, Invited chapter to appear in "Terahertz Spectrometry, 

Reflectometry, and Imaging: A New Frontier for Molecular-scale Investigations”, edited by A. Rahman, 

ACS Book Publishing, Washington (2014). 

[3O6] R.M. Sardarly, F. Garet, M. Bernier, J.-L. Coutaz, “Characterization of Selenide, Sulfide and Telluride 

Materials by Terahertz Time-Domain Spectroscopy”, “Terahertz and Mid Infrared Radiation: Detection 

of Explosives and CBRN”, Ed. M.F. Pereira and O. Shulika, NATO Science for Peace and Security Series 

B: Physics and Biophysics, Springer Netherlands, 129-133 -ISSN 978-94-017-8571-6 (2014) 
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Publications communes RFM-PHOTO (inclues dans la liste précédente) 

 

2011 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) – RFM-PHOTO – 2011 

[2CI1]  T. Shao, F. Paresys, Y. Le Guennec, G. Maury, N. Corrao, and B. Cabon, “Simultaneous 
Transmission of Gigabit Wireline Signal and ECMA 387 mmW over Fiber Using a Single MZM in 
Multi-Band Modulation,” 2011 IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics, 
Singapore, Oct. 2011. 

[2CI2]  Z. Bouhamri, V. Dobremez, Y. Le Guennec, J-M Duchamp, G. Maury, B. Cabon, “Multistandard 
RoF bus for in-building networks,” Microwave Photonics, 2011 IEEE International Topical 
Meeting on, conference proceedings, Singapore, Oct. 2011. 

 Conférences Nationales  – RFM-PHOTO – 2011 

[2CN1]  Z. Bouhamri, I. Cherkawi, Y. Le Guennec, J.-M. Duchamp, G. Maury, B. Cabon, “Réalisation et 
étude d’un front-end RF pour application bas-coût et multi-standards pour radio sur fibre”, 
17èmes journées nationales micro-ondes, JNM’11, Brest, France, 18-20 Mai 2011. 

[2CN2]  Z. Bouhamri, V. Dobremez, Y. Le Guennec, J.-M. Duchamp, G. Maury, B. Cabon, “Etude du 
compromis entre couverture réseau et non-linéarité pour une transmission WLAN sur fibre 
plastique”, 17èmes journées nationales micro-ondes, JNM’11, Brest, France, 18-20 Mai 2011 

[2CN3]  V. Dobremez, Z. Bouhamri, Y. Le Guennec, G. Maury, B. Cabon, "Etude des non-linéarités 
d’une transmission radio-sur-fibre par la fonction de répartition complémentaire de 
puissance," 17

èmes
 Journées Nationales Microondes, JNM2011, 18-20 Mai, Brest, Mai 2011. 

  

2012 Revues Internationales (avec Comité de Lecture) – RFM-PHOTO – 2012 

[1R1]  T. Shao, F. Paresys, Y. Le Guennec, G. Maury, N. Corrao and B. Cabon, “Photonic generation and 
radio transmission of ECMA 387 signal at 60 GHz using WDM demultiplexer,” Microwave and 
Optical Technology Letters, vol. 54, issue 2, pp. 275–277, Fév. 2012. 

[1R2]  T. Shao, F. Parésys, G. Maury, Y. Le Guennec, and B. Cabon, “Investigation on the Phase Noise 
and EVM of Digitally Modulated Millimeter Wave Signal in WDM Optical Heterodyning 
System,” IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology (JLT), vol. 40, issue 6, pp. 876-885, Mars 
2012. 

[1R3]  T. Shao, F. Parésys, Y. Le Guennec, G. Maury, N. Corrao and B. Cabon,“Convergence of 60 
GHz Radio Over Fiber and WDM-PON Using Parallel Phase Modulation With a Single Mach-
Zehnder Modulator,” IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology (JLT), vol. 30, issue 17, 
pp. 2824 - 2831, Sept. 2012 

 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) – RFM-PHOTO – 2012 

[2CI3]  T. Shao, F. Paresys, Y. Le Guennec, G. Maury, N. Corrao, B. Cabon and J. Yao “Investigation of 
Interference between Multi-band Modulations with a single Mach-Zehnder Modulator for 
Simultaneous 60 GHz Wireless and Wireline Signal Transmission,” Microwave Photonics 2012 
IEEE International Topical Meeting on, conference proceedings, Noordwijk, Pays-Bas, Sept. 
2012. 

  

2013 Revues Internationales (avec Comité de Lecture) – RFM-PHOTO – 2013 

[1R4]  F. Parésys, T. Shao, G. Maury, Y. Le Guennec and B. Cabon, “Bidirectional millimeter-wave 
radio-over-fiber system based on photodiode mixing and optical heterodyning,” IEEE/OSA 
Journ. Of Optical, Communications and Networking (JOCN), vol. 5, issue 1, pp. 74 - 80, Jan. 
2013. 
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Publications communes CMNE-PHOTO (inclues dans la liste précédente) 

 

2012 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) – PHOTO-CMNE – 2013 

[2CI4]  J. Michallon, M., Zanuccoli, A. Kaminski, V. Consonni, D. Bucci, A. Morand, S. Perreau, C. Morin, 
I. Semenikhin, V. Vyurkov, M. Mouis, Daniel Bellet, Comparison of optoelectronic properties of 
Si and ZnO/CdTe core/shell nanowire arrays, European Materials Research Society Spring 
Meeting, Strasbourg, France, 2012. Abstract booklet. 

 

2013 Revues internationales (avec comité de lecture) – PHOTO-CMNE – 2013 

[1R5]  J. Michallon, M. Zanuccoli, A. Kaminski-Cachopo, V. Consonni, A. Morand, D. Bucci, F. Emieux, H. 
Szambolics, S. Perraud,I. Semenikhin,  Comparison of optical properties of Si and ZnO/CdTe 
core/shell nanowire arrays, Material Science & Engineering B, Vol. 178, no.9, pp.665-669 (2013) 

 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) – PHOTO-CMNE – 2013 

[2CI5]  J. Michallon, D. Bucci, A. Morand, M. Zanuccoli, M. Mouis, V. Consonni, A. Kaminski, Optical 
simulation of ZnO/CdTe core/shell nanowires based solar cells, Oxydes fonctionnels pour 
l'intégration en micro-nanoélectronique, Autrans (7-10 April 2013) 

[2CI6]  J. Michallon, D. Bucci, A. Morand, M. Zanuccoli, C. Fiegna, V. Consonni, A. Kaminski, Influence of 
the lattice system of ZnO/CdTe core/shell nanowire arrays on their absorption properties, 28th 
European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Paris (September 2013), 
Conference Proceedings. 
 

2014 Revues internationales (avec comité de lecture) – PHOTO-CMNE – 2014 

[1R6]  Jérôme Michallon, Davide Bucci, Alain Morand, Mauro Zanuccoli, Vincent Consonni, and Anne 
Kaminski-Cachopo, "Light trapping in ZnO nanowire arrays covered with an absorbing shell for 
solar cells", Optics Express, Vol. 22, Issue S4, pp. A1174-A1189 (2014). 

 Conférences Internationales (avec Comité de Lecture) – PHOTO-CMNE – 2014 

[2CI7]  J. Michallon, M. Daanoune, F. Passerini, D. Bucci, J. Garnier, E. Appert, Q. Rafhay, V. Consonni 
and A. Kaminski-Cachopo, Toward an efficient extremely thin absorber solar cell based on ZnO 
nanowire arrays, 40

th
 IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Colorado (US), june 2014. 

 



 

Annexe 6.3 : Equipe PHOTO  169 

 

 
Annexe 6.3.2 

Indices de rayonnement et d’attractivité académiques 

 
 
Participations à des réseaux nationaux et internationaux 
• Coordination du réseau d’excellence FP6-IST-26592 « ISIS » (2006-2009) (B. Cabon).  

• European Microwave Association EuMA (B. Cabon). 

• Coordinateur local RTRA nanophotonique 2007-2011 (J.-E. Broquin). 

• Coordinateur adjoint, en charge de la formation des doctorants, du projet ITN Marie Curie Mitepho 
(2009-2013) (J.-L. Coutaz). 

• Membre fondateur (2009) et membre du CA de l'International Society for Infrared and Millimeter 
Waves, Pasadena, USA (J.-L. Coutaz). 

• Membre du "board" du Focus Group on TeraHertz, Société Européen d'Optique (depuis 2007) (J.-L. 
Coutaz). 

• Membre du CA du pôle Optique Rhône-Alpes (G Vitrant). 

• Secrétaire du Pôle Optique Rhône-Alpes (2004-2010) (J.-L. Coutaz). 

• CS JNM Journées Nationales Microondes (depuis 2009) (B. Cabon).  

• Technical co-sponsorship IEEE Photonics Society (2014) (B. Cabon). 

• CA et CS du Labex Focus (G. Vitrant et J.-L. Coutaz). 

• Membre du CA de la Société Française d'Optique (2001-2009) (J.-L. Coutaz). 

• Membre de l'Advisory Committee du centre d'excellence européen SEMITEC, Vilnius (Lituanie) 
(2004-2009) (J.-L. Coutaz). 

• Membre du Comité d’Evaluation de pôle MINALOGIC (J.-E. Broquin) 

• Président du comité scientifique du GDR-CNRS 2897 "Semi-conductor Detectors and Sources of THz 
Radiations" (2010-2014) (J.-L. Coutaz). 

 

Comités de conférence 
Comité scientifique/programme  
• conférence  SPIE (2008-2012) (B. Cabon). 

• workshop communs aux projets de la Commission  Européenne (FP6 et FP7 IST)  (2009) (B. Cabon). 

• comité IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics (depuis 2004) (B. Cabon). 

• Journée thématique "Optique et Formation" du Pôle Optique Rhone-Alpes ORA (B. Cabon). 

• 16th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2014 (B. Cabon). 

• SPIE “Photonic Components and Architectures in Defence Systems” (2008-2011) (B. Cabon). 

• SPIE “Emerging technologies”, (2012) (B. Cabon). 

• Comité de pilotage IEEE Radio and Wireless Symposium (depuis 2009) (B. Cabon). 

• Technical Committee IEEE Société MTT-3 - Microwave Theory &Techniques,  (depuis 2003) (B. 
Cabon).  

• EMRS Fall Meeting – symposium « Advances on functional doped glasses: technologies, properties 
and applications » (Varsovie, Pologne) , sept 2014  (E. Ghibaudo). 

• International Committee, International Conference on Infrared and Millimeter Waves (IRMMW) 
(depuis 2005) (J.-L. Coutaz) . 

• International Committee, SPIE Optics+Photonics, Terahertz Emitters, Receivers, and their 
Applications (San Diego, 2010) (J.-L. Coutaz) . 

• International Committee, International Conference on Optical Terahertz Science and Technology, 
(OTST) (depuis 2011) (J.-L. Coutaz) . 

• International Committee, Applied Laser Technology conference, (ALT) (depuis 2011) (J.-L. Coutaz) . 
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• SPIE « Integrated Optics : Devices, Maerials and Technologies » , conference chair depuis 2008 (J.-E. 
Broquin) 

• SPIE Photonics West : Symposium co-chair depuis 2014 (J ;-E. Broquin) 

 

Organisations d’évènements scientifiques (conférence, workshop etc.) 
• Co-chaiman  de la conférence IEEE Microwave Photonics (MWP) 2010 (B. Cabon).  

• Co-chairman du workshop Terahertz Optoelectronics, Laser Optics 2014, Saint Pétersbourg, Russie 
(30 Juin - 4 Juillet, 2014) (J.-L. Coutaz). 

• Session chair, IEEE Photonics Society Annual Meeting (2009) (B. Cabon). 

• Chairman de "Horizons de l'Optique", conference bi-annuelle de la Société Française d'Optique 
(2005, 2007 et 2009) (J.-L. Coutaz) . 

• Session co-chair, Applied Laser Technology Conference (ALT 2014), Cassis, France, 14-16 Oct. 2014 
(J.-L. Coutaz). 

• Session convener, General Assembly of URSI (GASS-URSI 2014), Beijing, China, 25-30 Aug. 2014 (J.-L. 
Coutaz). 

• SPIE « Integrated Optics : Devices, Maerials and Technologies » , conference chair depuis 2008 
(J.-E. Broquin) 

• SPIE Photonics West : Symposium co-chair depuis 2014 (J ;-E. Broquin) 

• Président comité scientifiques des 8th THz Days, Arêches Beaufort, France (2015) (J.-L. Coutaz). 

• Comité d’organisation (équipe chambérienne du Dept. PHOTO) de la conférence internationale 8th 
THz days, Arêches Beaufort, France (31 mars – 3 avril 2015) (organisateurs Frédéric Garet et 
Bernard Fischer, ISL St Louis). 

 

Prix – distinctions 
• Prix de Thèse « Bertha Benz » pour l'année 2013 de la fondation Daimler et Benz (F. Brendel, dir. B. 

Cabon). 

• Spotlight on Optics (highlighted articles from OSA journals), october 2013 (A. Morand). 

• Best paper award pour "Pigtailed electro-optic probes for vectorial electric field mapping",  SPIE 
Photonics, Europe, Brussel, Belgium, April 12-16, 2010 (A. Warzecha et al.). 

•  Prix de la meilleure présentation pour la conférence "Mesure dosimétrique par capteur electro-
optique fibré", URSI BIOEM, Champs électromagnétiques : de la dosimétrie à la santé humaine, 
Paris, France, 3-4 Avril, 2012 (P. Jarrige et al.). 

• Spotlight on Optics (OSA) pour "Imaging of broadband terahertz beams using an array of antenna-
coupled microbolometers operating at room temperature," Optics Express, février 2013 (J. Oden et 
al.).  

PES (PEDR puis PES): 6 membres du groupe ont la PES : J.-E. Broquin, A. Morand, D. Bucci, E. 
Ghibaudo, B. Cabon, J.-L. Coutaz.   

 

Activités éditoriales 
• Membre de l'Editorial Board de International Journal of Microwave and Wireless Technologies  

(IJMWT) (B. Cabon) 

• Membre de l'Editorial Board de International Journal of Infrared, Millemeter and Terahertz Waves, 
Springer (J.-L. Coutaz). 

• Topical Editor for OSA Applied Optics (J.-E . Broquin) 
 

Echanges de chercheurs avec l’étranger, liste des Postdoctorants 
• Liste des séjours de chercheurs de l’IMEP-LAHC à l’étranger 
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o J.-L. Coutaz, professeur invité à Tohoku University, Sendai, Japon (avril-mai 2013), 
cours doctoral et postdoctoral “THz Electromagnetic Waves: Some Features of Current 
Research”. 

o J.-E. Broquin, professeur invité à l’Université de Sherbrooke, Canada (Aout 2011-Aout 
2012) 

• Post doctorants 
o Marco Casale (1/06/2014 au 31/12/2014): étude du collage moléculaire d’un 

absorbant saturable minéral. 
o Adriana Warzecha-Renault (01/09/2012 au 31/05/2015): Optical coherent 

Tomography (OCT) LLIFTS. 
o Agnieszka Siemon et Andrzej Siemon (Université Technologique de Varsovie, 15 

Sept.- 15 Dec. 2010): Binary Fresnel lenses for the THz domain.  
o Michal Makowski, Jareck Suszek (Université Technologique de Varsovie, 1 Mars-30 

juillet 2012): THz Diffractive Optics. 
o Jareck Bomba (Université Technologique de Varsovie, Avril 2013): THz optical 

components made of paper.  
o Isabella Ducin et Karol Kakarenko (Université Technologique de Varsovie, 15 mars-30 

juin 2013): Large beam THz TDS set up for high aperture optics characterization. 
o Andrzej Urbanovic (CPST, Université de Vilnius, Lituanie, 4 sept. 2009 – 30 juil. 2010): 

Optical systems for THz video camera, reflection THz-TDS. 
o Andrius Biciunas (CPST, Université de Vilnius, Lituanie, Avril-Déc. 2013): Electro-optic 

vectorial antennas for the emission and detection of THz waves.  

• Professeurs et MCF invités sur des postes Université de Savoie : 
o Maciej Sypek, Professeur, Université Technologique de Varsovie (Juin-Sept. 2012). 
o Maxim Nazarov, MCF, Université Lomonosov de Moscou (Mai-Juin 2011). 

• Autres Visiteurs (Université de Savoie): 
o Rauf Sardarly, Professeur, Académie des Sciences et Université de Bakou, Azerbaïdjan 

(Jan. 2014) 
o Joe Demmers, Responsable de la division THz, société Emcore, Pasadena (Déc. 2013). 
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Annexe 6.3.3 : 

Produits destinés à des acteurs du monde social, économique et culturel 

 

Expertises 
Expertise ANR et autres :  
• Expert ANR : P2N (2012) (E. Ghibaudo), P2N (2011) (J.-E. Broquin); JCJC (2012) (D. Bucci) ; 

programme blanc  (J.-F. Roux) ; programme Jeunes Chercheurs (G. Gaborit). 

• Expert ANR 2012 ASTRID, 2014 CE 26 - nanosciences et nanotechnologies pour l'information et la 
communication (F. Garet). 

• Expert ANR 2012, 2013, blanc et nanosciences et nanotechnologies pour l'information et la 
communication (J.-L. Coutaz). 

• Expertise pour l’ANR et ANRT : P3N 2009, Blanc International (2009 et II-SIMI3 2011), Blanc SIMI3 

2012, Cifre 2000 à 2014, Astrid 2014, Nano CE26 2014. (B. Cabon). 

• Expert pour l’ANSES (sur le thème "Radiofréquences et santé") (G. Gaborit) . 

• Expert pour les pôles de compétitivité  depuis 2000 (B. Cabon). 

• Expert scientifique auprès de la région Lorraine (Pierre Benech) . 

• Expert auprès de la région Aquitaine (J.-L. Coutaz). 

• Expert pour OSEO et ANRT (J.-E. Broquin) 

• Expert pour les conseils régionaux (Nord-Pas de Calais, Aquitaine) (B. Cabon). 

• Expert pour les Ministère de la Recherche la DRIRE-DRRT et Ministère des Affaires étrangères 
(2013) (B. Cabon). 

Expertise/évaluation  pour l’étranger et pour l’Europe :  

• Expert International à IEEE Microwave Theory and Techniques Society, à partir de  2012 (B. Cabon). 

• Expert International pour « l’Engineering and Phys. Sciences Research Council, EPSRC », UK, depuis 
2005 (B. Cabon). 

• Expert International pour l’Université d’Ottawa, Canada (2012) (B. Cabon). 

• Expert d’évaluation (1 fois) et expert d’audition (9 fois) à la Commission Européenne (CE) pour les 
programmes IST-FP5, FP6 et ICT-FP7,  projets de type IP, Réseaux d’Excellence et STREP (B. Cabon). 

• Expert auprès du ministère Algérien de la recherche (Pierre Benech). 

• Expert pour le Tata Research Institute, Mumbai, India (2014) (J.-L. Coutaz). 

• Expert pour la Science Foundation (SFI), Ireland (2012) (J.-L. Coutaz). 

• Expert pour l’académie Tchèque des Sciences, évaluation de projet de recherche (J.-E. Broquin) 
 
 

Membre de comité d’évaluation (AERES, CNU, PES, ANRT),  FR:  
• Membre comité sélection SIMI4 de l'ANR (2009-2011) (J.-L. Coutaz). 

• Président  comité de visite AERES (LPCA, Dunkerque, 2013) (J.-L. Coutaz). 

• membre comité de visite AERES (LERMA, Observatoire de Paris, 2013) (J.-L. Coutaz). 

• membre comité de visite AERES (IES, 2013) (G. Vitrant). 

• AERES 2013 (B. Cabon). 

• Membre de la comission PES 63ième section en 2011 (J.-E. Broquin) 

• Membre du comité ministériel d'attribution des primes PEDR (2005-2009) (J.-L. Coutaz). 

• Membre du Conseil National des Université (CNU section 63) de 2003- 2010, membre du bureau 
(2009, 2010) (J.-F. Roux). 

 

Relecteurs pour les revues internationales (Tous membres de PHOTO) 
- OSA (Optics Letters, JOSA-B, Optics Express, Applied Optics). 
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- IEEE (Transactions on THz Science and Technology, Photonics Technology Letters, Journal of 

Quantum Electronics, Sensors Journal, Microwave Theory and Techniques Society, J. Lightwave 

Technology) . 

- IOP (Journal of Physics D (Applied Physics), Measurement Science and Technology) . 

- AIP (Journal of Applied Physics, Applied Physics Letters) etc. 

 

Diffusion de la culture scientifique 
• Membre de la CPED (Conférence Permanente des chargées de mission Egalité, Diversité  

regroupant 51 établissements d'enseignement supérieur) en tant que chargée de mission équité à 
Grenoble INP (I. Schanen) . 

• Président association Science-Actions (cafés scientifiques de Chambéry) (J.-L. Coutaz). 

• actions de découverte de la recherche auprès des scolaires (atelier holographie) (G. Grosa) . 

• Participation au café des Sciences « Laser » à Bernin le 14 mars 2013 

• Participation au café des Sciences « Miniaturisation, jusqu’ou peut-on aller et dans quel objectif ? » 
à Avignon le 8 janvier 2014 (J.-E. Broquin). 
 

Relations avec le milieu économique 
• Implication dans l'émergence de la start-up "Resolution Spectra Systems" (A. Morand, P. Benech).  

• implication dans l'émergence de la start-up "Kapteos" (L. Duvillaret, G. Gaborit) . 

• conseiller scientifique de la société Spectra Résolution (Pierre Benech) . 

• Consultant auprès de la DGA (2005-2009) (J.-L. Coutaz). 

• Hébergement de la Start-up  A2 Photonic Sensors. 
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Annexe 7.2.3 : Brevets 

1. F. S. Correra, A. Serrano, and P. Ferrari, 
“Filtro de Micro-Ondas Passa-Faixa com Ressoador Bidimensional Circular Reconfiguravel”, Patent in 
Brazil, no. PI1004672-0. 

2. G. Rehder, P. Ferrari, and P. Benech 
“Tunable High-Frequency Transmission Line”, Patent WO/2011/117532A1, Publication date: 29 Sept. 
2011. 

3. A. Serrano, P. Ferrari, T.-P. Vuong, and F. Correra 
“Filtre à résonateur patch accordable”, Patent WO/2011/154643, Publication date: 15 Dec. 2011. 

4. G. Rehder, and P. Ferrari 
“Ligne de transmission haute fréquence accordable”, Patent WO/2012/032269, Publication date: 15 
March 2012. 

5. P. Ferrari, A. Serrano, G. Rehder, F. Podevin, A.-L. Franc et L. Cagnon 
“Lignes de transmission sur membranes à nanofils”, Patent WO/2012/53759, Demand date: 24 april 
2012. PCT Korea and United States. 

6. F.Debaros, T.P. Vuong, P. Lemaitre-Auger, G. Eymin-Petot-Tourtolle, 
« Surface adaptée à filtrer une pluralité de bandes de fréquences », Patent WO/2011/135,224. 
 
7. P. Benech, J.M. Duchamp, T.P. Vuong, P. Xavier, A. Rougier, M. Braha-Lonchant, G. Eymin-
Petot-Tourtolle, M. Verelst 
« Dispositif d'affichage imprimé à changement de contraste alimenté par une antenne 
radiofréquence »,  Publication date : FR n°11/55286, déposée le 16 juin 2011 – Accordée octobre 
2013 

 



 

A
n

n
ex

e 
7

.2
 : 

Eq
u

ip
e 

R
FM

 
 

 
 

 
 

 
 

1
9

7
 

  A
n

n
ex

e 
7

.2
.4

 : 
Li

st
e 

d
es

 t
h

ès
es

 

N
o

m
 

P
ré

n
o

m
 

D
ir

e
ct

e
u

r(
s)

 

d
e

 t
h

è
se

  

D
a

te
 d

e
 

d
é

b
u

t 

d
e

 

th
è

se
 

D
a

te
 d

e
 

so
u

te
n

a
n

ce
 

(p
o

u
r 

le
s 

d
ip

lô
m

é
s)

 

C
o

tu
te

ll
e

 
S

u
je

t 
d

e
 t

h
è

se
 

A
B

D
E

L 
A

Z
IZ

 
M

ar
w

a 
A

.V
ilc

o
t,

 F
. 

P
o

d
ev

in
 

se
p

t.
-0

6
 

se
p

t.
-0

9
 

  
St

ru
ct

u
re

s 
p

la
n

ai
re

s 
p

o
u

r 
d

es
 a

p
p

lic
at

io
n

s 
d

e 
fi

lt
ra

ge
: S

tr
u

ct
u

re
s 

à 
d

éf
au

ts
 d

e 
p

la
n

 d
e 

m
as

se
, l

ig
n

e
s 

à 
o

n
d

es
 le

n
te

s,
 

B
A

B
O

U
R

  
La

u
re

n
ce

  
P

. S
ag

u
et

 
o

ct
.-

0
5

 
m

ai
-0

9
 

 
Et

u
d

e 
et

 c
o

n
ce

p
ti

o
n

 d
'a

n
te

n
n

es
 m

in
ia

tu
ri

sé
es

 U
lt

ra
 L

ar
ge

 B
an

d
e 

en
 

im
p

u
ls

io
n

n
el

 

B
A

C
LE

S
 

G
u

ill
au

m
e

 
F.

 
N

d
ag

iji
m

an
a 

d
éc

.-
0

5
 

ju
il.

-0
9

 
  

A
rc

h
it

ec
tu

re
 e

t 
in

té
gr

at
io

n
 d

’u
n

 m
o

d
u

le
 d

e 
ty

p
e 

Sm
ar

t 
D

u
st

 

F
A

R
C

Y
 

A
le

xi
s 

B
. F

lé
ch

et
 

d
éc

.-
0

5
 

n
o

v.
-0

9
 

  
O

p
ti

m
is

at
io

n
 d

e
s 

p
er

fo
rm

an
ce

s 
él

ec
tr

iq
u

e
s 

ap
p

liq
u

ée
 a

u
x 

in
te

rc
o

n
n

ex
io

n
s 

d
e

s 
ci

rc
u

it
s 

in
té

gr
é

s 
en

 p
ré

se
n

ce
 d

e 
va

ri
ab

ili
té

 

H
O

A
N

G
 

Tr
an

g 
P

h
. B

en
ec

h
 

o
ct

.-
0

5
 

ja
n

v.
-0

9
 

  
D

es
ig

n
 a

n
d

 r
ea

liz
at

io
n

 o
f 

sa
w

 p
re

ss
u

re
 s

en
so

r 
u

si
n

g 
A

lu
m

in
u

m
.  

IS
S

A
  

H
am

za
  

P
h

. F
er

ra
ri

 , 
JM

 D
u

ch
am

p
 

o
ct

.-
0

6
 

n
o

v.
-0

9
 

  
M

in
ia

tu
ri

sa
ti

o
n

 d
es

 li
gn

es
 d

e 
p

ro
p

ag
at

io
n

 m
ic

ro
o

n
d

es
 e

n
 t

ec
h

n
o

lo
gi

e
s 

ci
rc

u
it

 
im

p
ri

m
é 

et
 C

M
O

S 
- 

A
p

p
lic

at
io

n
 à

 la
 s

yn
th

ès
e 

d
e 

fi
lt

re
s 

P
A

S
T

O
R

E
 

C
ar

in
e 

 
P

h
. B

en
ec

h
  

d
éc

.-
0

5
 

m
ai

-0
9

 
  

Ev
al

u
at

io
n

 o
f 

O
p

ti
m

iz
ed

 B
EO

L 
D

ed
ic

at
ed

 t
o

 t
h

e 
In

te
gr

at
io

n
 o

f 
In

d
u

ct
o

rs
 in

 
A

d
va

n
ce

d
 C

M
O

S 
an

d
 B

iC
M

O
S 

Te
ch

n
o

lo
gi

es
 t

ar
ge

ti
n

g 
R

F 
A

p
p

lic
at

io
n

s 

V
O

 
Th

u
 T

ra
n

g 
B

. F
lé

ch
et

 
o

ct
.-

0
5

 
fé

vr
.-

0
9

 
  

C
ar

ac
té

ri
sa

ti
o

n
 h

yp
er

fr
éq

u
en

ce
 e

t 
in

-s
it

u
 d

e 
d

ié
le

ct
ri

q
u

es
 à

 p
er

m
it

ti
vi

té
 é

le
vé

e 
en

 v
u

e 
d

e 
le

u
r 

in
té

gr
at

io
n

 d
an

s 
d

es
 c

o
m

p
o

sa
n

ts
 p

as
si

fs
 e

n
  m

ic
ro

él
ec

tr
o

n
iq

u
e 

av
an

cé
e

 

B
E

R
T

A
U

D
  

Th
o

m
as

  
B

. F
lé

ch
et

 , 
C

. B
re

m
o

n
d

 
o

ct
.-

0
7

 
n

o
v.

-1
0

 
  

Él
ab

o
ra

ti
o

n
 e

t 
ca

ra
ct

ér
is

at
io

n
 la

rg
e 

b
an

d
e 

d
e 

m
at

ér
ia

u
x 

«
 h

ig
h

-k
 »

 e
n

 s
tr

u
ct

u
re

 
«

 M
IM

 »
 

C
A

D
IX

 
 L

io
n

el
  

B
. F

lé
ch

et
 , 

C
. B

re
m

o
n

d
 

se
p

t.
-0

7
 

n
o

v.
-1

0
 

  
In

té
gr

at
io

n
, c

ar
ac

té
ri

sa
ti

o
n

 e
t 

m
o

d
él

is
at

io
n

 d
e

s 
TS

V
 p

o
u

r 
le

s 
em

p
ile

m
en

ts
 3

D
 

d
e 

p
u

ce
s.

  



 

A
n

n
ex

e 
7

.2
 : 

Eq
u

ip
e 

R
FM

 
 

 
 

 
 

 
 

1
9

8
 

 H
E

M
O

U
R

 
Si

m
o

n
 

P
. X

av
ie

r,
 F

. 
P

o
d

ev
in

 
o

ct
.-

0
7

 
se

p
t.

-1
0

 
  

A
n

al
ys

eu
r 

d
e 

sp
e

ct
re

 la
rg

e 
b

an
d

e,
 b

as
 c

o
û

t 
et

 t
em

p
s 

ré
el

 b
as

é 
su

r 
l’i

n
te

rf
ér

o
m

ét
ri

e 
m

ic
ro

o
n

d
e.

 

Q
U

E
M

E
R

A
IS

 
Th

o
m

as
  

J-
M

 F
o

u
rn

ie
r 

 
se

p
t.

-0
7

 
o

ct
.-

1
0

 
  

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

ét
u

d
e 

d
e 

la
 f

ia
b

ili
té

 d
es

 a
m

p
lif

ic
at

eu
rs

 d
e 

p
u

is
sa

n
ce

 
fo

n
ct

io
n

n
an

t 
au

x 
fr

éq
u

en
ce

s 
m

ill
im

ét
ri

q
u

e
s 

en
 t

ec
h

n
o

lo
gi

e
s 

C
M

O
S 

av
an

cé
es

 

A
L 

C
H

E
IK

H
  

 N
o

u
h

a 
 

P
. X

av
ie

r,
 J

M
 

D
u

ch
am

p
 

o
ct

.-
0

7
 

n
o

v.
-1

1
 

  
C

ar
ac

té
ri

sa
ti

o
n

 e
t 

m
o

d
él

is
at

io
n

 m
u

lt
ip

h
ys

iq
u

e 
d

e 
M

EM
S 

su
p

ra
co

n
d

u
ct

eu
rs

 
p

o
u

r 
u

n
e 

ap
p

lic
at

io
n

 e
n

 r
ad

io
as

tr
o

n
o

m
ie

 m
ill

im
ét

ri
q

u
e 

 

D
E

 R
IV

A
Z

  
Sé

b
as

ti
en

  
B

. F
lé

ch
et

, T
. 

La
cr

ev
az

 
o

ct
.-

0
7

 
ju

in
-1

1
 

  
D

év
el

o
p

p
e

m
en

t 
d

'o
u

ti
ls

 d
e 

ca
ra

ct
ér

is
at

io
n

 e
t 

d
'o

p
ti

m
is

at
io

n
 d

es
 p

er
fo

rm
an

ce
s 

él
ec

tr
iq

u
e

s 
d

e
s 

ré
se

au
x 

d
'in

te
rc

o
n

n
ex

io
n

s 
d

e 
ci

rc
u

it
s 

in
té

gr
és

 r
ap

id
e

s 
su

b
-

C
M

O
S 

6
5

 n
m

 e
t 

n
o

u
ve

au
x 

co
n

ce
p

ts
 d

'in
te

rc
o

n
n

ex
io

n
s 

fo
n

ct
io

n
n

el
le

s 

F
R

A
N

C
 

A
n

n
e-

La
u

re
 

P
h

. F
er

ra
ri

, 
E.

 P
is

to
n

o
 

o
ct

.-
0

8
 

ju
il.

-1
1

 
  

Li
gn

es
 d

e 
p

ro
p

ag
at

io
n

 in
té

gr
é

es
 à

 f
o

rt
 f

ac
te

u
r 

d
e 

q
u

al
it

é 
en

 t
ec

h
n

o
lo

gi
e 

C
M

O
S 

–A
p

p
lic

at
io

n
 à

 la
 s

yn
th

ès
e 

d
e 

ci
rc

u
it

s 
p

as
si

fs
 m

ill
im

ét
ri

q
u

e
s.

 

N
G

U
Y

E
N

  
 N

h
at

 H
ai

   
  

T-
P

. V
u

o
n

g 
o

ct
.-

0
7

 
ju

il.
-1

1
 

  
D

év
el

o
p

p
e

m
en

t 
d

e 
m

ét
h

o
d

es
 in

te
lli

ge
n

te
s 

p
o

u
r 

la
 g

es
ti

o
n

 é
n

er
gé

ti
q

u
e 

d
e

s 
b

ât
im

en
ts

, u
ti

lis
an

t 
d

e
s 

ca
p

te
u

rs
 s

an
s 

fi
l 

R
O

M
A

N
E

S
C

U
 

A
le

xa
n

d
ru

 
P

h
. F

er
ra

ri
, 

JD
 A

rn
o

u
ld

 
o

ct
.-

0
8

 
o

ct
.-

1
1

 
  

Sc
al

ab
le

 S
C

R
 M

o
d

el
 f

o
r 

ES
D

 a
n

d
 R

F 
ap

p
lic

at
io

n
s 

[T
it

re
 e

n
 f

ra
n

ça
is

 : 
M

o
d

èl
e 

co
m

p
ac

t 
p

ar
am

ét
ra

b
le

 d
u

 S
C

R
 p

o
u

r 
ap

p
lic

at
io

n
s 

ES
D

 &
 R

F]
.  

R
O

U
LL

A
R

D
 

 J
u

lie
 

B
. F

lé
ch

et
 

d
éc

.-
0

8
 

d
éc

.-
1

1
 

  
A

n
al

ys
e 

et
 o

p
ti

m
is

at
io

n
 d

es
 p

er
fo

rm
an

ce
s 

él
e

ct
ri

q
u

es
 d

es
 r

és
ea

u
x 

d
’in

te
rc

o
n

n
ex

io
n

s 
et

 d
e

s 
co

m
p

o
sa

n
ts

 p
as

si
fs

 d
an

s 
le

s 
em

p
ile

m
en

ts
 3

D
 d

e 
ci

rc
u

it
s 

in
té

gr
é

s 

S
A

H
Y

O
U

N
 

 W
al

aa
 

P
h

. B
en

ec
h

, 
JM

 D
u

ch
am

p
 

o
ct

.-
0

8
 

o
ct

.-
1

1
 

  
M

o
d

él
is

at
io

n
 e

t 
ca

ra
ct

ér
is

at
io

n
 li

n
éa

ir
e 

et
 n

o
n

 li
n

éa
ir

e 
d

e
s 

fi
lt

re
s 

R
F 

en
 

te
ch

n
o

lo
gi

e 
B

A
W

 e
t 

C
R

F 
et

 m
ét

h
o

d
e 

p
se

u
d

o
-t

e
m

p
o

re
lle

 d
e

 t
es

t 
in

d
u

st
ri

el
 

S
E

R
R

A
N

O
 

A
ri

an
a 

P
h

 F
er

ra
ri

 
se

p
t.

-0
9

 
m

ai
-1

1
 

B
ré

si
l (

Ec
o

le
 

P
o

ly
te

ch
n

iq
u

e 
d

e 
l'U

n
iv

er
si

té
 

d
e 

Sa
n

 P
ao

lo
) 

Sy
n

th
es

is
 a

n
d

 d
es

ig
n

 o
f 

tu
n

ab
le

 m
ic

ro
w

av
e 

b
an

d
p

as
s 

fi
lt

er
s 

u
si

n
g 

p
la

n
ar

 p
at

ch
 

re
so

n
at

o
rs

  



 

A
n

n
ex

e 
7

.2
 : 

Eq
u

ip
e 

R
FM

 
 

 
 

 
 

 
 

1
9

9
 

 U
N

G
U

R
E

A
N

U
 

A
lin

a 
F.

 
N

d
ag

iji
m

an
a,

 
TP

. V
u

o
n

g 

o
ct

.-
0

8
 

d
éc

.-
1

1
 

  
Sy

n
th

ès
e 

d
e 

so
u

rc
e

s 
ra

yo
n

n
an

te
s 

la
rg

e
-b

an
d

e 
p

ar
 la

 m
ét

h
o

d
e 

TL
M

 in
ve

rs
e 

 

A
Y

A
D

 
H

o
u

ss
am

 
J.

 J
o

m
aa

h
, F

. 
N

d
ag

iji
m

an
a 

av
r.

-0
8

 
ju

in
-1

2
 

 
A

n
te

n
n

a 
P

er
fo

rm
an

ce
s 

C
o

n
tr

o
l b

y 
M

et
am

at
er

ia
ls

 

E
ID

  
El

ie
  

B
. F

lé
ch

et
, T

. 
La

cr
ev

az
 

n
o

v.
-0

8
 

m
ai

-1
2

 
  

C
ar

ac
té

ri
sa

ti
o

n
 e

t 
m

o
d

él
is

at
io

n
 d

es
 e

ff
et

s 
d

e 
co

u
p

la
ge

 p
ar

 le
s 

su
b

st
ra

ts
 d

an
s 

le
s 

e
m

p
ile

m
en

ts
 d

e 
ci

rc
u

it
s 

in
té

gr
é

s 
3

D
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

F
O

U
R

N
E

A
U

D
  

Lu
d

o
vi

c 
B

. F
lé

ch
et

, T
. 

La
cr

ev
az

 
o

ct
.-

0
9

 
d

éc
.-

1
2

 
  

C
ar

ac
té

ri
sa

ti
o

n
 e

t 
m

o
d

él
is

at
io

n
 d

es
 p

er
fo

rm
an

ce
s 

h
au

te
s 

fr
éq

u
en

ce
s 

d
es

 
ré

se
au

x 
d

'in
te

rc
o

n
n

ex
io

n
s 

d
e 

ci
rc

u
it

s 
av

an
cé

s 
3

D
 : 

A
p

p
lic

at
io

n
 à

 la
 r

éa
lis

at
io

n
 

d
'im

ag
eu

rs
 d

e 
n

o
u

ve
lle

 g
én

ér
at

io
n

 

F
R

E
IT

A
S

 
V

it
o

r 
P

h
. F

er
ra

ri
 

o
ct

.-
0

9
 

n
o

v.
-1

2
 

  
Ét

u
d

e 
et

 r
éa

lis
at

io
n

 d
e 

ré
se

au
x 

d
'a

d
ap

ta
ti

o
n

 d
'im

p
éd

an
ce

s 
ac

co
rd

ab
le

s 
lin

éa
ir

e
s 

et
 n

o
n

 li
n

éa
ir

e
s,

 s
u

r 
P

C
B

 e
t 

si
lic

iu
m

 C
M

O
S,

 p
o

u
r 

d
es

 a
p

p
lic

at
io

n
s 

en
 

ra
d

io
 f

ré
q

u
en

ce
s.

 

F
U

  
Ya

n
  

F.
 

N
d

ag
iji

m
an

a,
 

TP
 V

u
o

n
g 

o
ct

.-
0

8
 

ju
il.

-1
2

 
  

Ét
u

d
e 

d
’u

n
 b

an
c 

d
e 

ca
ra

ct
ér

is
at

io
n

 d
’a

n
te

n
n

es
 in

té
gr

ée
s 

m
in

ia
tu

re
s 

au
x 

fr
éq

u
en

ce
s 

m
ill

im
ét

ri
q

u
e

s 
 

N
G

U
Y

E
N

  
Tr

o
n

g 
D

u
c 

T-
P

. V
u

o
n

g 
o

ct
.-

0
9

 
ju

il.
-1

2
 

  
C

o
n

ce
p

ti
o

n
 d

’a
n

te
n

n
e 

in
te

lli
ge

n
te

 r
ec

o
n

fi
gu

ra
b

le
 p

o
u

r 
la

 r
ad

io
 c

o
gn

it
iv

e
 

T
A

N
G

  
X

ia
o

la
n

  
J-

M
 F

o
u

rn
ie

r 
, E

. P
is

to
n

o
  

o
ct

.-
0

9
 

o
ct

.-
1

2
 

  
A

p
p

o
rt

 d
es

 li
gn

e
s 

à 
o

n
d

es
 le

n
te

s 
S-

C
P

W
 a

u
x 

p
er

fr
o

m
an

ce
s 

d
’u

n
 f

ro
n

t-
en

d
 

m
ill

im
ét

ri
q

u
e 

en
 t

ec
h

n
o

lo
gi

e 
C

M
O

S 
av

an
cé

e
 

B
A

R
B

O
S

A
 

N
O

G
U

E
IR

A
 

Ev
an

as
ka

 
T-

P
. V

u
o

n
g 

o
ct

.-
1

0
 

d
éc

.-
1

3
 

  
C

o
n

ce
p

ti
o

n
 d

'u
n

 s
ys

tè
m

e 
d

'a
n

te
n

n
es

 p
o

u
r 

la
 lo

ca
lis

at
io

n
 e

n
 t

em
p

s 
ré

el
 a

ve
c 

ré
se

au
 d

e 
ca

p
te

u
rs

 s
an

s 
fi

ls
 

B
O

U
H

A
M

R
I 

 
Zi

n
e 

 
B

. C
ab

o
n

, J
M

 
D

u
ch

am
p

 
se

p
t.

-0
8

 
o

ct
.-

1
3

 
  

Tr
an

sm
is

si
o

n
 m

u
lt

i-
st

an
d

ar
d

s 
su

r 
lie

n
 o

p
ti

q
u

e 
b

as
-c

o
û

t 

B
O

U
S

S
E

A
U

D
 

P
ie

rr
e

 
E.

 N
o

va
ko

v 
o

ct
.-

1
0

 
d

éc
.-

1
3

 
  

 R
éc

ep
te

u
r 

SD
R

 p
ar

 é
ch

an
ti

llo
n

n
ag

e 
d

ir
ec

t 
d

u
 s

ig
n

al
 R

F 

B
R

O
C

A
R

D
 

M
él

an
ie

 
B

. F
lé

ch
et

, C
. 

B
er

m
o

n
d

 
o

ct
.-

1
0

 
n

o
v.

-1
3

 
  

C
ar

ac
té

ri
sa

ti
o

n
 e

t 
an

al
ys

e 
d

u
 c

o
u

p
la

ge
 s

u
b

st
ra

t 
en

tr
e 

le
 T

SV
 e

t 
le

s 
tr

an
si

st
o

rs
 

M
O

S 
d

an
s 

le
s 

ci
rc

u
it

s 
in

té
gr

é
s 

3
D

 



 

A
n

n
ex

e 
7

.2
 : 

Eq
u

ip
e 

R
FM

 
 

 
 

 
 

 
 

2
0

0
 

 B
U

R
D

IN
  

Fr
an

ço
is

  
P

h
. F

er
ra

ri
 

se
p

t.
-1

0
 

ju
il.

-1
3

 
  

D
es

ig
n

 d
e 

co
m

p
o

sa
n

ts
 p

as
si

fs
 à

 6
0

 G
H

z(
ra

t 
ra

ce
 e

t 
d

iv
is

eu
r 

d
e 

p
u

is
sa

n
ce

) 
en

 
te

ch
n

o
lo

gi
e 

in
té

gr
ée

 C
M

O
S 

2
8

 n
m

 a
ve

c 
d

es
 li

gn
es

 à
 o

n
d

e 
le

n
te

. 

C
O

U
LO

T
 

Th
o

m
as

 
J-

M
 

Fo
u

rn
ie

r,
 E

. 
La

u
ga

 

o
ct

.-
1

0
 

o
ct

.-
1

3
 

  
St

ra
té

gi
e 

d
'a

lim
en

ta
ti

o
n

 p
o

u
r 

le
s 

So
C

s 
R

F 
tr

è
s 

fa
ib

le
 c

o
n

so
m

m
at

io
n

 

H
A

J 
K

H
LI

F
A

  
K

ar
im

 
F.

 
N

d
ag

iji
m

an
a 

 
ja

n
v.

-1
0

 
m

ai
-1

3
 

  
C

ar
ac

té
ri

sa
ti

o
n

 é
le

ct
ro

m
ag

n
é

ti
q

u
e 

d
es

 m
at

é
ri

au
x 

d
ié

le
ct

ri
q

u
es

 e
t 

m
ag

n
ét

iq
u

e
s 

H
S

U
  

C
h

u
an

-
Lu

n
 

D
el

ft
 

In
st

it
u

te
 o

f 
Te

ch
n

o
lo

gy
  

n
o

v.
-1

0
 

n
o

v.
-1

3
 

  
R

éa
lis

at
io

n
, c

ar
ac

té
ri

sa
ti

o
n

 e
t 

m
o

d
él

is
at

io
n

 d
e 

n
an

o
fi

ls
 p

o
u

r 
ap

p
lic

at
io

n
 R

F 

LE
  

M
in

h
 

Th
u

y 
T-

P
. V

u
o

n
g 

o
ct

.-
0

9
 

m
ar

s-
1

3
 

  
C

o
n

tr
ib

u
ti

o
n

 à
 la

 c
o

n
ce

p
ti

o
n

 d
'u

n
 s

ys
tè

m
e 

d
'id

en
ti

fi
ca

ti
o

n
 e

t 
d

e 
cl

as
si

fi
ca

ti
o

n
 

d
e 

vé
h

ic
u

le
s 

p
ar

 le
s 

o
n

d
es

 é
le

ct
ro

m
ag

n
ét

iq
u

e
s 

LI
M

  
Te

kf
o

u
y 

P
h

. B
en

ec
h

 
fé

vr
.-

1
0

 
m

ai
-1

3
 

  
D

is
p

o
si

ti
fs

 d
e 

p
ro

te
ct

io
n

 c
o

n
tr

e 
le

s 
d

éc
h

ar
ge

s 
él

ec
tr

o
st

at
iq

u
es

 p
o

u
r 

le
s 

ap
p

lic
at

io
n

s 
ra

d
io

 f
ré

q
u

en
ce

s 
et

 m
ili

m
ét

ri
q

u
e

s.
 

M
U

T
W

E
W

IN
G

A
B

O
  

Lé
o

n
ce

 
F.

 
N

d
ag

iji
m

an
a 

 
ja

n
v.

-1
0

 
m

ar
s-

1
3

 
  

Et
u

d
e 

d
e 

fa
is

ab
ili

té
 d

e
s 

co
m

p
o

sa
n

ts
 m

ag
n

ét
iq

u
es

 r
éa

lis
és

 p
ar

 la
 t

ec
h

n
o

lo
gi

e 
je

t 
d

'e
n

cr
e

 

A
K

R
A

 
M

ir
n

a 
P

h
. F

er
ra

ri
 

o
ct

.-
1

0
 

m
ar

s-
1

4
 

  
Ét

u
d

e 
d

e 
fi

lt
re

s 
R

F 
p

la
n

ai
re

s 
m

in
ia

tu
re

s.
 A

m
é

lio
ra

ti
o

n
 d

e 
la

 r
éj

ec
ti

o
n

 h
o

rs
-

b
an

d
e 

et
 a

cc
o

rd
ab

ili
té

 

F
R

A
N

C
IS

C
A

T
T

O
 

B
ru

n
o

 
J-

M
 

D
u

ch
am

p
 

fé
vr

.-
1

1
 

ju
il.

-1
4

 
  

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

ré
al

is
at

io
n

 d
’u

n
 n

o
u

ve
au

 t
ra

n
sp

o
n

d
eu

r 
D

SR
C

 à
 f

ai
b

le
 

co
n

so
m

m
at

io
n

. 

IG
H

IL
A

H
R

IZ
 

Sa
lim

 
P

h
. B

en
ec

h
 

n
o

v.
-1

0
 

m
ar

s-
1

4
 

  
C

ar
ac

té
ri

sa
ti

o
n

 e
t 

m
o

d
él

is
at

io
n

 d
e 

la
 f

ia
b

ili
té

 d
es

 t
ra

n
si

st
o

rs
 e

t 
ci

rc
u

it
s 

m
ill

im
ét

ri
q

u
e

s 
co

n
çu

s 
en

 t
ec

h
n

o
lo

gi
es

 B
iC

M
O

S 
et

 C
M

O
S.

  

K
IE

F
F

E
R

 
Ju

lie
n

 
E.

 N
o

va
ko

v 
av

r.
-1

1
 

ju
il.

-1
4

 
  

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
 a

u
 d

im
en

si
o

n
n

em
en

t 
d

es
 P

LL
 p

o
u

r 
d

e
s 

m
o

d
u

la
ti

o
n

s 
p

o
la

ir
es

 
la

rg
es

 b
an

d
e

s 
 

B
A

R
R

A
M

I 
Fa

ti
m

a 
E.

 N
o

va
ko

v 
ju

in
-1

1
 

  
  

Ex
p

lo
ra

ti
o

n
 d

'a
rc

h
it

ec
tu

re
s 

d
ig

it
al

-R
F 

p
o

u
r 

lie
n

s 
sé

ri
e 

h
au

ts
 d

éb
it

s 
  

B
E

LM
K

A
D

D
E

M
 

K
aw

ta
r 

V
U

O
N

G
 T

an
 

P
h

u
 

o
ct

.-
1

2
 

  
  

C
o

n
tr

ô
le

 d
u

 r
ay

o
n

n
em

en
t 

d
es

 a
n

te
n

n
es

 m
in

ia
tu

re
s 

  

C
O

E
LH

O
 D

E
 

S
O

U
Z

A
 

A
lin

e
 

V
U

O
N

G
 T

an
 

P
h

u
 

fé
vr

.-
1

2
 

  
  

N
o

u
ve

lle
s 

te
ch

n
iq

u
e

s 
d

e 
ca

ra
ct

ér
is

at
io

n
 e

n
 c

h
am

p
 p

ro
ch

e 
d

es
 s

ys
tè

m
e

s 
R

FI
D

 
B

F 
H

F,
 U

H
F 

et
 N

FC
  



 

A
n

n
ex

e 
7

.2
 : 

Eq
u

ip
e 

R
FM

 
 

 
 

 
 

 
 

2
0

1
 

 D
IE

N
G

 
K

h
ad

im
 

B
. F

le
ch

et
 

o
ct

.-
1

3
 

  
  

C
o

n
ce

p
ti

o
n

, c
ar

ac
té

ri
sa

ti
o

n
 e

t 
m

o
d

él
is

at
io

n
 d

e 
n

o
u

ve
lle

s 
ca

p
ac

it
és

 «
 T

h
ro

u
gh

 
Si

lic
o

n
 C

ap
ac

it
o

rs
 »

 à
 f

o
rt

e 
in

té
gr

at
io

n
 p

o
u

r 
la

 r
éd

u
ct

io
n

 d
e 

co
n

so
m

m
at

io
n

 e
t 

la
 m

o
n

té
e 

en
 f

ré
q

u
en

ce
 d

an
s 

le
s 

ar
ch

it
ec

tu
re

s 
3

D
 d

e 
ci

rc
u

it
s 

in
té

gr
é

s 

E
L 

D
IR

A
N

I 
H

as
sa

n
 

P
. F

er
ra

ri
 

m
ar

s-
1

4
 

  
  

Ét
u

d
e 

d
e 

d
is

p
o

si
ti

fs
 d

e 
p

ro
te

ct
io

n
 E

SD
(D

éc
h

ar
ge

s 
é

le
ct

ro
st

at
iq

u
es

) 
en

 
te

ch
n

o
lo

gi
e 

FD
SO

I 2
0

 n
m

, 1
4

 n
m

, e
t 

1
0

 n
m

 

IS
K

A
N

D
A

R
 

ZY
A

D
 

P
. F

er
ra

ri
 

o
ct

.-
1

3
 

  
  

Sy
st

è
m

e 
d

e 
fo

rm
at

io
n

 d
e 

fa
is

ce
au

 a
u

x 
fr

éq
u

en
ce

s 
m

ill
im

ét
ri

q
u

es
 (

2
8

2
 G

H
z)

 e
n

 
te

ch
n

o
lo

gi
e 

B
iC

M
O

S 
av

an
cé

e,
 b

as
é 

su
r 

d
e

s 
te

ch
n

o
lo

gi
e

s 
in

n
o

va
n

te
s 

en
 r

u
p

tu
re

 
av

ec
 le

s 
ap

p
ro

ch
e

s 
ac

tu
el

le
s 

 

K
H

A
R

R
A

T
 

In
es

 
P

. X
av

ie
r 

se
p

t.
-1

1
 

  
  

M
o

d
él

is
at

io
n

 e
t 

ca
ra

ct
ér

is
at

io
n

 d
e 

m
at

ér
ia

u
x 

p
ap

ie
rs

 e
n

 h
yp

er
fr

éq
u

en
ce

s.
 

A
p

p
lic

at
io

n
 à

 la
 r

éa
lis

at
io

n
 d

'u
n

 s
ys

tè
m

e 
d

e 
ré

cu
p

ér
at

io
n

 d
'é

n
er

gi
e

 

K
W

O
N

 
C

h
an

ke
u

n
 

P
. F

er
ra

ri
 

ju
in

-1
3

 
  

U
n

iv
e

rs
it

é 
d

e 
C

o
ré

e
 

D
ép

h
as

eu
rs

 m
ill

im
ét

ri
q

u
es

 e
t 

o
sc

ill
at

eu
rs

 c
o

m
m

an
d

é
s 

en
 t

e
n

si
o

n
, e

n
 b

an
d

e 
m

ill
im

ét
ri

q
u

e 
 

LU
G

O
 A

lv
a

re
z 

Jo
se

 
P

. F
er

ra
ri

 
o

ct
.-

1
2

 
  

  
Es

ti
m

at
io

n
 d

es
 p

o
te

n
ti

al
it

és
 d

e 
la

 t
ec

h
n

o
lo

gi
e 

5
5

 n
m

 S
iG

e 
d

éd
ié

e 
au

 m
m

 e
t 

su
b

-m
m

 (
6

0
 G

H
z 

à 
1

4
0

 G
H

z)
 : 

lig
n

es
 à

 o
n

d
e

s 
le

n
te

s 
p

o
u

r 
b

al
u

n
s,

 d
iv

is
eu

rs
 e

t 
ad

ap
ta

ti
o

n
 d

es
 a

m
p

lif
ic

at
eu

rs
  

N
A

S
S

E
R

D
D

IN
E

 
V

ic
to

ri
a 

P
. F

er
ra

ri
 

o
ct

.-
1

3
 

  
  

Li
gn

es
 d

e 
tr

an
sm

is
si

o
n

s 
ac

co
rd

ab
le

s 
p

o
u

r 
la

 r
éa

lis
at

io
n

 d
e 

d
ép

h
as

eu
rs

 a
u

x 
fr

éq
u

en
ce

s 
m

ill
im

ét
ri

q
u

e
s 

: a
p

p
lic

at
io

n
 a

u
x 

ré
se

au
x 

d
’a

n
te

n
n

es
 à

 b
al

ay
ag

e 

N
G

U
Y

E
N

  
Th

an
h

 
H

u
o

n
g 

V
U

O
N

G
 T

an
 

P
h

u
 

n
o

v.
-1

0
 

  
  

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
 à

 l'
ét

u
d

e 
d

'u
n

 s
ys

tè
m

e 
m

in
ia

tu
re

 à
 f

ai
b

le
 c

o
n

so
m

m
at

io
n

 p
o

u
r 

l'a
ss

is
ta

n
ce

 a
u

x 
p

er
so

n
n

e
s 

av
eu

gl
e

s 
 

N
IE

M
B

R
O

 
A

le
ja

n
d

ro
 

V
U

O
N

G
 T

an
 

P
h

u
 

o
ct

.-
1

2
 

  
  

M
ET

A
P

A
P

IE
R

 «
 C

o
n

ce
p

ti
o

n
 e

t 
d

év
el

o
p

p
e

m
en

t 
d

e 
su

p
p

o
rt

s 
ce

llu
lo

si
q

u
e

s 
p

o
u

r 
fi

lt
ra

ge
 d

e
s 

o
n

d
es

 W
iF

i e
t 

G
SM

»
 

P
A

R
M

E
N

T
 

Fr
éd

ér
ic

 
V

U
O

N
G

 T
an

 
P

h
u

 
o

ct
.-

1
3

 
  

  
R

és
ea

u
x 

d
'a

n
te

n
n

es
 a

ct
iv

e
s 

e
ff

ic
ac

e
s 

en
 b

an
d

e 
V

 b
as

é
s 

su
r 

la
 t

ec
h

n
o

lo
gi

e 
gu

id
e 

d
'o

n
d

e 
in

té
gr

é 
au

 s
u

b
st

ra
t 

m
u

lt
ic

o
u

ch
e 

 

Q
U

E
LE

N
E

 
Je

an
-

B
ap

ti
st

e
 

E.
 N

o
va

ko
v 

ja
n

v.
-1

4
 

  
  

P
h

o
to

n
iq

u
e 

Si
lic

u
m

 d
éd

ié
e 

au
x 

lie
n

s 
o

p
ti

q
u

es
 t

rè
s 

h
au

t 
d

éb
it

 : 
C

o
n

ce
p

ti
o

n
 d

'u
n

 
m

u
lt

ip
le

xe
u

r/
d

ém
u

lt
ip

le
xe

u
r 

en
 lo

n
gu

eu
r 

d
'o

n
d

e 
 

S
E

R
H

A
N

 
A

ys
sa

r 
JM

 F
o

u
rn

ie
r 

o
ct

.-
1

2
 

  
  

Fr
o

n
t-

en
d

 m
ill

im
ét

ri
q

u
es

 b
as

é
s 

su
r 

l’u
ti

lis
at

io
n

 d
e 

co
m

p
o

sa
n

ts
 p

as
si

fs
 à

 li
gn

es
 à

 
o

n
d

es
 le

n
te

s 
en

 t
ec

h
n

o
lo

gi
es

 C
M

O
S 

et
 B

iC
M

O
S 

av
an

cé
e

s 
 



 

A
n

n
ex

e 
7

.2
 : 

Eq
u

ip
e 

R
FM

 
 

 
 

 
 

 
 

2
0

2
 

 S
H

A
R

M
A

 
Ek

ta
 

S.
 S

yl
va

in
 

o
ct

.-
1

3
 

  
  

Li
gn

es
 d

e 
tr

an
sm

is
si

o
n

 a
cc

o
rd

ab
le

s 
in

n
o

va
n

te
s 

et
 p

er
fo

rm
an

te
s 

p
o

u
r 

la
 

ré
al

is
at

io
n

 d
e 

d
ép

h
as

eu
rs

 a
u

x 
fr

éq
u

en
ce

s 
m

ill
im

ét
ri

q
u

e
s.

 A
p

p
lic

at
io

n
 a

u
x 

ré
se

au
x 

d
'a

n
te

n
n

es
 e

t 
so

u
rc

e
s 

co
n

tr
ô

lé
e

s 
en

 t
en

si
o

n
  

S
O

LA
R

O
 

Yo
h

an
n

 
P

. F
er

ra
ri

 
d

éc
.-

1
1

 
  

  
M

o
d

él
is

at
io

n
 c

o
m

p
ac

te
 d

e
s 

d
is

p
o

si
ti

fs
 d

e 
p

ro
te

ct
io

n
 E

SD
 e

n
 t

ec
h

n
o

lo
gi

e 
FD

SO
I 

(2
8

n
m

 e
t 

au
- 

d
e

là
) 

 

V
A

LA
LA

K
I 

A
ik

at
er

in
i 

P
h

. B
en

ec
h

 
d

éc
.-

1
2

 
  

  
U

ti
lis

at
io

n
 d

u
 s

ili
ci

u
m

 p
o

re
u

x 
co

m
m

e 
m

at
ér

ia
u

x 
su

b
st

ra
t 

p
o

u
r 

le
 

re
fr

o
id

is
se

m
en

t 
d

es
 c

o
m

p
o

sa
n

ts
 é

le
ct

ro
n

iq
u

e
s 

 

V
E

LA
Y

U
D

H
A

N
 

V
ip

in
 

JD
 A

rn
o

u
ld

 
n

o
v.

-1
2

 
  

  
M

ét
h

o
d

es
 d

e 
m

e
su

re
 p

o
u

r 
l’a

n
al

ys
e 

ve
ct

o
ri

el
le

 a
u

x 
fr

éq
u

en
ce

s 
m

ill
im

ét
ri

q
u

e
s 

en
 t

ec
h

n
o

lo
gi

e 
in

té
gr

ée
  

 





 

Annexe  7.3 : Equipe PHOTO    

 

 

 

 

 

Annexe 7.3 Liste des contrats, brevets et thèses 

Equipe PHOTO 

 

 

 

 

Annexe 7.3.1 : Contrats institutionnels sur financement public 

 

Annexe 7.3.2 : Contrats industriels et contrats sur financement privé  
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Annexe 7.4.3 : Liste des thèses 
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Annexe 8.1 : Santé et sécurité - Bilan 2009-2014 
 
 
Sécurité 

La sécurité de la partie grenobloise du laboratoire est organisée au niveau du site de Minatec en lien 
avec l’école Phelma – Grenoble INP et le CEA. Des locaux coupe-feu réservés au stockage de produits 
chimiques sont partagés avec le Cime Nanotec et la plateforme PTA. Des fiches de risques ont été 
mises en place sur toutes les activités et sont affichées à l’entrée des salles concernées pour avertir 
les entreprises extérieures d’un risque éventuel : présence de produits dangereux, champ 
magnétique, rayonnement laser. La FLS (CEA) assure la sécurité 24h/24 dans nos locaux et est 
joignable immédiatement par de nombreux téléphones rouges. Les exercices d’évacuation sont 
effectués régulièrement. 
La sécurité de la partie chambérienne du laboratoire est organisée en lien avec le Service Hygiène et 
Sécurité de l’Université de Savoie. Des fiches de risque ont également été mises en place pour toutes 
les activités à risque et affichées à l’entrée des salles concernées. Les numéros d’appel en cas 
d’urgence (gardien, pompiers, SAMU, infirmerie) sont rappelés sur chaque téléphone. Presque 
chaque salle dispose d’un poste d’appel et un téléphone de sécurité (couleur rouge facilement 
identifiable) a été installé dans le couloir des salles expérimentales. 
 
Accueil sécurité : 
Un accueil sécurité est effectué pour tout nouvel entrant, quel que soit son statut dès lors qu’il 
séjourne un mois et plus au laboratoire. Cela nous permet d’informer l’ensemble des personnels sur 
les conduites à tenir en cas d’incendie, d’accident ou d’alarmes diverses et de les sensibiliser aux 
différents risques auxquels ils seront exposés le cas échéant. Cet accueil est également réalisé sur le 
site chambérien. Enfin cette procédure nous permet de recenser correctement le personnel à risque 
et de faire effectuer par le médecin de prévention, une autorisation d’activité pour l’utilisation de 
laser de classe 3a à classe 4 ainsi que pour la manipulation de produits toxiques ou CMR.  
L’absence de médecin de prévention à l’Université de Savoie ne nous permet pas de faire suivre 
correctement le personnel (risque laser en particulier). 
 
Formation des nouveaux aux équipements : 
Quelle que soit l’activité concernée, les nouveaux arrivants souhaitant travailler sur une des 4 
plateformes sont formés par les responsables techniques uniquement. Ceci permet une meilleure 
transmission des connaissances et surtout de ne pas négliger l’aspect prévention des risques liés à 
l’activité. 
 
Veille à la sécurité : 
Aude Bouchard remplit toujours sa fonction d’assistant de prévention au laboratoire ; elle participe 
notamment à l’évaluation des risques et à la mise en place des actions de prévention. Elle assure en 
lien avec le conseiller de prévention de Grenoble INP les contrôles réglementaires des installations 
(sorbonnes, douche de sécurité, installations électriques, déclarations des nanomatériaux…), gère la 
gestion des déchets chimiques de laboratoire, veille à l’établissement de plan de prévention pour 
l’intervention d’entreprises extérieures et étudie la prévention à mettre en place pour toute nouvelle 
activité. Aude Bouchard, membre du CHSCT de l’INPG, veille à l’application de la réglementation en 
termes de santé et sécurité au laboratoire ; elle participe aussi au CLHSCT du site PHELMA.  En 2012, 
le CHS de Grenoble INP a évolué en CHSCT incluant les conditions de travail dans les prérogatives de 
cette commission. 
Magali Astic assure également ce rôle de correspondant sécurité pour la partie chambérienne du 
laboratoire incluant l’évaluation annuelle des risques professionnels et la mise en place du plan 
d’action correspondant. Elle assure également un rôle de conseil pour la mise en sécurité des 
activités nouvelles. 
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Evaluation des risques à l’INP Grenoble 

 
La démarche d’évaluation des risques lancée en septembre 2004 se poursuit et Aude Bouchard a mis 
à jour ce bilan en 2011 puis en 2013. Elle a établi en parallèle des plans d’actions afin de mettre en 
place la prévention  des risques soulignés par l’analyse. 
Un certain nombre de mesures ont d’ores et déjà été prises :  
- Installation d’une détection gaz en salle blanche 
- Achat d’équipements de protection individuelle pour l’utilisation de solvants et de produits 
classifiés CMR 
- Installation d’un système d’aspiration des vapeurs de colophane émises lors de soudures 
électroniques à l’étain 
- Etude de poste au cas par cas pour mettre en place la prévention associée aux activités 
nanomatériaux  
- Réfection du câblage électrique d’établis pour mise aux normes 
- Rédaction de procédures pour les activités dans la chambre anéchoïde (gestion du travail isolé) 
 
Le DUERP 2013 ainsi que le dossier des plans d'actions associés est joint en annexe. 
Pour chaque risque, une note est calculée pour quantifier le risque à partir de la gravité, de la 
fréquence de l'activité concernée et de la maitrise du risque (voir fichier critères d'évaluation du 
risque joint en annexe). 
 
Evaluation des risques partie chambérienne 

 
L’évaluation des risques est effectuée régulièrement via le DUERP et le Plan d’Action associé. Magali 
Astic assure cette évaluation en lien avec l’Ingénieur Hygiène et Sécurité de l’Université de Savoie. 
Un certain nombre d’éléments ont déjà pu être corrigés : 

- Mise en place d’un accueil sécurité systématique pour les nouveaux arrivants 
- Installation en cours d’écrans de protection laser et de rideaux autour et entre les marbres 
- Installation de voyants lumineux indiquant le fonctionnement des lasers 
- Traçabilité des personnes utilisant des produits chimiques 
- Remplacement de l’isopropanol et du méthanol par de l’éthanol chaque fois que cela est 

possible 
- Achat d’une armoire pour produits chimiques 
- Achat de soudure sous plomb en remplacement de celle précédemment utilisée 
- Achat d’une perceuse sécurisée 
- Formation d’un secouriste supplémentaire 

 
Le DUERP 2014 ainsi que le programme d’action 2014 correspondant est joint en annexe. 
 

Les actions de formation 

 
Un certain nombre de permanents et doctorants ont suivi des sessions de formation telles que : 

Recyclage Secouriste Sauveteurs du travail (SST)  
Formation au maniement des extincteurs 
Utilisation d’un défibrillateur de type DSA 
Recyclage habilitation électrique 
Guide d’évacuation 
Risque chimique au laboratoire 
Nanomatériaux 
Risque électrique 
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Risque laser 
Prévenir les risques psychosociaux 
Formation membre du CHSCT  
 

Incidents / accidents du travail et actions mises en place 

 
12/2010 
Irritation oculaire suite à soudure électronique 
->Achat d’un système d’aspiration des vapeurs 
 
15/03/2011 
Coup et plaie à la tête sur un flux laminaire assez bas 
-> Protection de l’angle saillant 

 
30/03/2011 
Projection d’acides et émanation de vapeurs suite à une erreur de régulation en température 
par l’utilisateur 
-> Plus de sensibilisation lors de la formation sur ce matériel 
 
 
07/04/2011 
Projection de sel de nitrate d’argent chaud 
Brulures / pas de port des EPI 
-> rappel de l’obligation de porter les EPI 
 
14/11/2011 
Malaise  
 
23/03/2012 
Saignement de nez / malaise 

 
24/10/2012 
Malaise 
 
22/07/2013 
Traumatisme dorsal 
 

Site chambérien : 
 

12/12/11 
Odeur très forte d’hydrocarbures en salle Optique 
 -> Service Hygiène et Sécurité prévenu, origine extérieure mais non identifiée 
 
24/01/12 
Doctorant électrisé suite à un mauvais état du fer à souder (suite aux chutes de ce dernier)  
-> sécurisation complète de ce fer à souder 
 
16/05/12  
Suite à des mesures expérimentales très bruitées demande du laboratoire de faire vérifier la 
terre du bâtiment. La terre trouvée se situe aux alentours de 700 Ohm.  
->Le Service Hygiène et Sécurité a fait procéder à la mise en conformité du bâtiment à l’été 
2012 
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Printemps 2012 
Lors d’un exercice d’évacuation du bâtiment nous constatons que l’alarme incendie n’est pas 
audible dans les salles expérimentales.  
->Des travaux sont ensuite réalisés à notre demande 
 
17/07/12 
Une pissette d’acétone est cassée en salle expérimentale  
-> achat de pissettes de secours 
 
18/07/12  
Evacuation d’un doctorant au CH Chambéry pour une pneumopathie 
 
20/05/14 
Evacuation d’un doctorant au CH Chambéry suite à une électrisation accidentelle sur un câble 
en tension  
-> sensibilisation renforcée aux risques électriques et aux accidents du travail en général. 
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Annexe 9  

Liste du personnel présents au 30 juin 2014 et qui le seront toujours au 

1 er janvier 2016 



 

Annexe 9 
   

 

 



 

Annexe 9 
   

 

 



 

Annexe 9 
   

 

 

 



 

Annexe 10 
  235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 10 

Liste des thèses extraite du fichier SE_01_4_UR_Données du contrat en 

cours 
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